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avant-propos 

L'optoélectronique solide exploite essentiellement les phénomènes d'électroluminescence dans 
les semi-conducteurs pour les photo-émetteurs et les phénomènes en quelque sorte inverses 
pour les photo-récepteurs. Les diverses et nombreuses formes d'association émetteur-récepteur, 
offertes par l'optoélectronique, ne font pas appel à d'autres principes de base que ceux de 
l'électroluminescence et de la photo-réception mais à une technologie très spécifique. 

L'électroluminescence, phénomène par lequel une exitation électrique donne lieu à l'émission 
d'une radiation électromagnétique, fût constatée voilà plus de 60 ans, mais son explication 
donnée bien plus tard sur la base d'une théorie des semi-conducteurs et par la recombinaison 
radiative des porteurs de charge injectés au voisinage d'une jonction PN. 

Très vite, il est apparu, et nous verrons pourquoi, que les composés intermétalliques Ill-V 
présentaient dans ce domaine, plus de richesse que les semi-conducteurs classiques Si et Ge* 
(par ailleurs très recommandables comme matériaux photo-récepteurs). Parmi les composés 
III-V très nombreux : Antimoniure d'indium, arséniure d'indium, antimoniure de gallium, 
phosphure d'indium, l'arséniure de gallium GaAs et le phosphure de gallium GaP, ainsi que les 
solutions solides Ga Asx Pa-x et Ga A11-x Asx permettent de réaliser une gamme de rayonne­
ments visibles allant du vert au rouge le plus sombre ou le plus lumineux. 

Comparées aux sources de lumière classiques tel le filament de tungstène chauffé aux alentours 
de 3000K, les luminances sont voisines, mais le spectre d'émission au lieu de s'étendre dans 
tout le domaine visible et le proche infrarouge, présente un spectre quasi monochromatique. 
De plus, la lumière émise est modulable à très haute fréquence, grâce à la faible durée de vie 
de recombinaison radiative (ordre de la nanoseconde). 

L'intérêt des émetteurs réside principalement dans ces caractéristiques: 

Localisation de l'émission 
luminance élevée 
tension d'alimentation faible 
rapidité de réponse 
encombrement réduit 
grande fiabilité 

Parallèlement au développement des émetteurs, la technique des semi-conducteurs a permis 
de réaliser des photo récepteurs présentant des caractéristiques tout aussi remarquables. Il 
est à souligner que la parfaite concordance des qualités des émetteurs et des récepteurs, permet 
tout naturellement de réaliser des associations très étroites qui élargissent encore les domaines 
d'application des semi-conducteurs en optoélectronique. 

Nombre de matériaux sont utilisables dans la fabrication des photorécepteurs: sulfure de cad­
mium dans le visible, sulfure de plomb et antimoniure d'indium dans l'infrarouge; mais le 
silicium est celui qui présente la meilleure sensibilité spectrale aux longueurs d'onde émises 
par le GaAs et c'est donc lui, qui le plus souvent entrera dans la réalisation des photo-récepteurs 
associés aux émetteurs. 

Précédant l'exposé des applications et des caractéristiques des produits optoélectroniques 
mis au point dans nos usines nous trouverons dans ce recueil, un rappel des principes physiques 
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fondamentaux qui régissent le comportement des semi-conducteurs en général et celui plus 
particulier aux différentes formes d'application: 

diodes électroluminescentes (voyants et émetteurs infra-rouge) 
photodiodes 
phototransistors 
photocoupleurs compacts 
composants pour transmission par fibres optiques 

et éventuellement pour chacune d'elles les points de technologie spécifique. 

De plus, à côté de la définition succincte et de la symbolisation des grandeurs électriques qui 
accompagnent ou provoquent les radiations électromagnétiques, nous développerons plus 
largement la signification et la définition des paramètres relatifs aux grandeurs énergétiques 
et lumineuses. 

*NOTA : Dans l'introduction de cette brochure nous utilisons des symboles chimiques des 
éléments simples ou composés couramment employés en Optoélectronique et bien connus de 
tous les lecteurs. 
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1 - PRINCIPE PHYSIQUE 

Rappelons brièvement les principes généraux relatifs aux semi-conducteurs desquels, par une 
application concertée, on peut réaliser et utiliser les effets lumineux dans le rayonnement 
visible et l'infrarouge. 

1-1 - Structure de bande 

Nous savons que, dans un solide cristallin, tous les atomes subissent de la part de leurs voisins 
des actions à courte distance qui modifient les niveaux d'énergie des atomes ou des molécules 
pris isolément, de telle sorte que chaque niveau est remplacé, dans le cristal, par autant de 
niveaux d'énergie qu'il y a d'atomes en interaction. Ces niveaux très proches les uns des autres, 
se groupent en "bandes d'énergie". 

Le diagramme d'énergie d'un solide cristallin se compose ainsi d'une succession de bandes 
d'énergie "permises" séparées entre elles par des bandes d'énergie "interdites". Les bandes 
d'énergie permises sont totalement remplies d'électrons, à l'exception des bandes les· plus 
élevées dont le remplissage varie selon la nature et la température du cristal. 

Dans le cas des semi-conducteurs que nous aurons à considérer, la totalité des états d'énergie 
de la bande dite "de valence", est au zéro absolu occupés par des électrons, tandisque les bandes 
possibles au-dessus de la bande de valence sont vides. Dès que la température s'élève, l'agitation 
thermique peut communiquer aux électrons de la bande de valence une énergie suffisante 
pour les faire passer dans la bande directement supérieure appelée "bande de conduction". 
Celle-ci est séparée de la bande de valence ·par une bande interdite, appelée "gap" dans 
la littérature anglo-saxonne, de largeur que, nous appellerons EG, qui représente l'énergie 
d'activation intrisèque du cristal, et qui est caractéristique du cristal (voir fig. 1). 

Energie des t 
électrons 1 ~~~~~~~~~~~....:~ 

1-2 - Structures de bande directe et indirecte 

EG =f:J.E = Ec-Ev 

Fig. 1 

Considérons la bande de valence d'un semi-conducteur à une température non nulle. L'agita­
tion thermique peut donner à un électron assez d'énergie pour briser sa liaison et le faire 
sauter dans la bande de conduction. Cet électron est devenu un électron libre et peut errer 
au hasard au sein du cristal, hors de son atome d'origine, mais il y laisse un "trou" lequel sera 
comblé par un électron voisin, qui lui même laissera dans la bande de valence un autre trou. 
Le phénomène se répétant indéfiniment le "trou" se conduit, comme l'électron, comme une 
particule libre dans tout l'intérieur du cristal. 
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Cette remarque nous autorise à appliquer les lois de la dynamique classique et de relier l'éner­
gie cinétique de ces particules à leur quantité de mouvement selon 

---E = IpI2/2m* 

où E est l'énergie cinétique,pla quantité de mouvement, m* la masse effective qui tient compte 
de la présence du réseau cristallin et qui est positive pour un électron, négative pour un trou. 

Cette notion de quantité de mouvement est très utile à connaître, car elle contribue à classer 
deux catégories de semi-conducteurs : les semi-conducteurs à structure de bande directe et 
ceux à structure de bande indirecte. Les premiers sont ceux pour lesquels, sur la courbe de 
variation de l'énergie en fonction de ~Ie sommet de la bande de valence et le bas de la bande 
de conduction correspondent à la même quantité de mouvement. Pour les seconds, il y a déca­
lage plus ou moins important (voir Fig. 2 et 3). 

E 

Bande interdite 

(b) P 

Fig. 2 Fig. 3 

Nous allons voir pourquoi les semi-conducteurs â structure de bande directe sont les plus aptes 
à l'émission lumineuse, quels sont parmi eux, ceux que l'on choisit de préférence et comment 
il est possible de prévoir et de choisir, la longueur d'onde d'émission, du vert à l'infrarouge. 
Précisons d'abord que l'émission de lumière dans les semi-conducteurs est un phénomène 
dû à la recombinaison radiative des porteurs de charge exédentaires. 

1-3 - RECOMBINAISON RADIATIVE 

Si un électron de la bande de conduction, électron libre par conséquent, tombedansun état libre 
de la bande de valence (trou), il cède une énergie égale à la différence entre les énergies des états 
initial et final. Une telle transmission est appelée transition "bande à bande". D'après des consi­
dérations de mécanique quantique, elle n'est possible que si elle satisfait deux règles au moins: 

conservation de l'énergie 
conservation de la quantité de mouvement entre les états initial et final. 
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S'il s'agit d'un semi-conducteur à structure de bande indirecte où la quantité de mouvement 
est importante, il y aurait bien tendance de recombinaison des électrons de la bande de conduc­
tion avec les trous de la bande de valence avec émission d'un photon d'énergie égale à Ec-Ev 
mais sa quantité de mouvement serait très inférieure à ce que la seconde règle exige. La recombi­
naison ne pourrait donc s'accompagner de l'émission d'un photon. 

S'il s'agit d'un semi-conducteur à structure de bande directe, les règles de sélection ci-dessus 
sont satisfaites par l'émission d'un photon et la recombinaison radiative devient donc infiniment 
plus probable. Remarquons que la transition "bande à bande" n'est pas le seul cas possible. 
Il y a des transitions parasites dues aux imperfections d'un cristal. Il y a aussi le cas où sont mis 
en jeu les niveaux d'impuretés donatrices et réceptrices (transition donneur-bande; transition 
bande-accepteur; transition donneur-accepteur). Là bien que les règles de sélection ne s'appli­
quent plus de la même façon, il reste que, les probabilités de recombinaison radiative, sont 
plus grandes que dans le cas des structures de bande directe. 

Cette catégorie comprend heureusement de nombreux composés, notamment les composés 
III-V dérivés du gallium GaAs, GaP .. _ Citons aussi les solutions solides du type GaAsxPl_x 
ou GaxAll _xAs. 

Sachons enfin que, s'il y a recombinaison radiative et par conséquent émission de photons, 
la longueur d'onde À de cette émission dépend de la nature du matériau, ou plus exactement de 
la largeur de bande interdite, selon la formule: 

À = h.c/EG 

h : constante de Planck, exprimée en électron-volts seconde (4,16.10-15 ) 
c : vitesse de la lumière, dans le vide exprimée en mètres par seconde (3.108) 
EG : largeur de bande interdite en électron-volts (caractéristique du matériau) 

Les quatre composés cités plus haut suffisent à couvrir une gamme de longueur d'onde d'émis­
sions allant de 560 nm (vert) à 900 nm (infrarouge) avec au passage des nuances entre le jaune 
et le rouge commandées dans certaines limites par des rapports de teneur entre As et P ou entre 
Ga et AI dans les solutions solides GaAsP et GAlAs. A titre d'exemple: 

GaAsO,lSPO,IIS émet dans l'orange (EG =2,2 eV; 11.=590 nm) 

GaAso,3SPO,6S émet dans l'orange (EG =2 eV; À =630 nm) 

GaAsO,60P0,40 émet dans le rouge (EG =1,9 eV ; À =650 nm) 

En considérant le rapport "teneur Aslteneur p" on remarque que plus il croft, plus la longueur 
d'onde d'émission croît et qu'aux limites, quand ce rapport tend vers zéro (cas de GaP qui 
pourrait s'écrire GaASOPl) l'émission étant dans le vert ou tend vers l'infini (cas de GaAs qui 
pourrait s'écrire GaAsIPO) l'émission est dans l'infrarouge. 

A cause de cette remarque, nous avons inclus le GaP dans les semi-conducteurs à structure 
de bande directe, alors qu'en toute rigueur sa structure est de bande indirecte, mais dopé à 
l'azote ou par le couple Zn-o, il se comporte en regard de la recombinaison radiative, comme 
un semi-conducteur à structure de bande directe. 
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11- DIODES ELECTROLUMINESCENTES (DEL) ET EMETTEURS INFRAROUGE 

11-' -DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

Les diodes électroluminescentes sont des diodes émettant une radiation électromagnétique, 
lorsque elles sont polarisées en direct. Contrairement aux lampes à filament, le spectre d'émis­
sion est très étroit et la longueur d'émission dépend du matériau. 

L'arséniure du gallium donne des diodes émettant dans le proche infrarouge, utilisées pour la lec­
ture des bandes et cartes perforées, les commandes à distance, la mesure en infrarouge, et dans les 
photocoupleurs. .. Aujourd'hui elles trouvent une très importante application dans la trans­
mission par fibres optiques partie émission, en face de photo-récepteurs au silicium dont la sen­
sibilité de réponse spectrale coïncide assez bien avec le pic d'émission des diodes. 

Les hautes performances des diodes électroluminescentes et des diodes laser trouvent leur 
débouché dans la transmission optique de données par fibres optiques. Les diodes laser sont 
remarquables pour leur capacité de modulation jusqu'aux fréquences de la bande GHz avec une 
dispersion très faible. 

Les diodes émettant dans le visible, avec un pic du spectre d'émission dans le rouge, le jaune ou 
le vert, trouvent leur application dans l'affichage numérique 7 segments ou l'affichage alpha­
numérique pour l'appareillage de mesure, le télép.hone, les systèmes de signaux et de données, 
aussi bien que dans l'appareillage ménager et le jouet. 

Les principaux avantages de ces sources lumineuses sont: basse température de fonctionnement, 
haute stabilité mécanique (insensibilité aux vibrations mécaniques et aux chocs) faible encom­
brement et competibilité TTL. 

11-'-' -ELECTROLUMINESCENCE PAR INJECTION DE PORTEURS DANS UNE JONCTION 

Une émission lumineuse importante implique à la fois une probalité de transition radiative 
élevée et une grande densité de porteurs susceptibles d'effectuer cette transition. Pour le premier 
point, on utilisé une semi-conducteur à structure de bande directe. Quant au second point, on 
créée une certaine "population" d'électrons libres dans la bande de conduction et de trous 
dans la bande de valence. 

Le procédé utilisé en optoélectronique est celui de l'injection de porteurs par polarisation, dans 
le sens direct, d'une jonction à semi-conducteur. En fait, on réalise une diode et on utilise la 
jonction pour en faire le siège d'une émission rayonnante. Afin d'obtenir une concentration 
élevée de porteurs libres,le matériau de base dans lequel est formée lâjonction est dopé jusqu'à 
la dégénérescence. 

La figure 4 représente le diagramme des bandes d'énergie d'une jonction PN à l'équilibre ther­
modynamique. On remarque sur cette figure qu'on a réalisé une certaine densité d'électrons 
dans la bande conduction, par dopage de la région N en impureté donatrices et une certaine 
densité de trous, dans la bande de valence, par dopage de la région P en impuretés acceptrices. 
Or, pour qu'il y ait recombinaison, les porteurs doivent passer d'une région à l'autre, et pour 
cela vaincre la barrière de potentiel qui se trouve dans la zone de charge d'espace. On voit que 
la hauteur de barrière de potentiel est peu différente de la hauteur de bande interdite du semi­
conducteur. 
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Pour faciliter le passage des électrons ou des trous d'une région à l'autre, il suffit donc d'abaisser 
la barrière de potentiel, et pour ce faire d'appliquer aux bornes de la jonction une différence de 
potentiel VF (sens direct) approximativement égale à la largeur de bande interdite. 

La figure 5 montre le diagramme d'énergie d'une jonction PN ainsi polarisée. 
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Diagramme d'énergie d'une jonction p-n polarisée dans le sens direct. 
Fig. 5 
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Cette figure met en évidence que, le peuplement simultané de la bande de conduction en élec­
trons et de la bande de valence en trous, n'est pratiquement réalisé qu'au voisinage de la région 
de charge d'espace. C'est donc, dans cette région, que se produiront les recombinaisons radia­
tives avec une intensité d'autant plus grande que la densité de courant dans la jonction sera 
plus élevée. Mais aux plus fortes densités de courant la région active peut s'étendre dans la 
région P. Sur la figure 5, la flèche (1) est figu,rativedu premier cas, la flèche (2) du second cas. 

11-1-2 - PROPRIETES DES DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

On peut considérer schématiquement qu'une diode électroluminescente est constituée d'une 
région active très étroite, entre deux zones mortes (Fig. 6). 

(+)Q-----, 

{-)O-__ ..J 

R~gion 
active 

Schéma d'une diode électrolumlnascante (GaAs'. 
(La lumière paut Atre recueillie dan. trois directions possibles'_ 

Flg_ 6 

Le premier problème de l'utilisation du rayonnement émis concerne le choix de la direction 
dans laquelle on recueille l'émission de lumière: 
direction parallèle au plan de la jonction, ou direction perpendiculaire côté N ou côté P et au 
travers de ces régions. C'est en général perpendiculairement à la jonction que l'émission lumi­
neuse est recueillie, car le coefficient d'absorption du matériau est suffisamment faible pour 
qu'une quantité importante de photons puisse émerger dans cette direction. Dil tais dispoSitifs 
sont réalisés par la technique "planar". Il'restei:ependant le choix du côté d'émergence N ou 
P; Cela dépend d'un certain nombre de paramètrés : valeurs des coefficients d'absorption, 
épaisseur de matériau à traverser, différence d'indice de réfraction, répartition des angles 
d'incidence de la lumière sur l'interface de sortie du semi-conducteur. Ces paramètres détermi­
nent directement le rapport existant entre les rendements quantiques interne et externe de la 
diode, soit, le rapport des intensités de lumière émise à l'intérieur et à l'extérieur du semi­
conducteur. 

11-1-3 - RENDEMENT QUANTIQUE INTERNE 

En réalité, toutes les recombinaisons ne sont pas accompagnées d'une émission de photons, 
car dans certain cas, des paires électron-trou peuvent se recombiner sans émission de lumière, 
sur des centres d'imperfection, appelés centres tueurs. Nous sommes donc amenés à définir un 
rendement quantique interne, qui est le rapport du nombre de photons émis au voisinage de 
la jonction et du nombre de porteurs injectés dans la diode. 

Il s'ensuit que le matériau de base doit être aussi exempt que possible de défauts de structure 
ou d'impuretés indésirables. 
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La température joue également son rÔle. Quand elle cr01t, la durée de vie radiative crit égaIe­
ment (cas défavorable pour l'émission) ainsi que le coefficient d'absorption du matériau. 

11-1-4 - RENDEMENT QUANTIQUE EXTERNE 

La lumière créée au sein du matériau semi-conducteur doit traverser le cristal pour en sortir. 
Elle peut donc être réabsorbée en partie, selon différents mécanismes qui dépendent de la struc­
ture de la diode et de la longueur d'onde de la lumière émise. 

Ces mécanismes ne diffèrent pas dans leurs principes selon le matériau mais se distinguent dans 
leur quantitavité et parfois dans leurs sens. Prenons, à titre d'exemple, une diode GaAs type 
P/GaAs type N, dont le type P est obtenu par diffusion de Zn. Lors d'une émission de lumière, 
l'absorption est très élevée dans la région P (absorption de type métallique car la région est très 
fortement dopée en atomes accepteurs de Zn), et cette absorption est pratiquement indépen­
dante de la longueur d'onde de la lumière émise. 

Dans la région N, le phénomène est sensiblement différent. L'absorption d'un photon s'effectue 
selon le mécanisme inverse de sa création, à savoir: passage d'un électron de la bande de valence 
à la bande de conduction. Elle est élevée pour des photons de grande énergie et relativement 
faible pour des photons d'énergie inférieure à la largeur de la bande interdite. En résumé, la 
région P présente une absorption élevée indépendante de la longueur d'onde, mais très dépen­
dante du taux de dopage et de défauts cristallins tandis que la région N est faiblement absor­
bante dans les grandes longueurs d'onde et plus élevée pour les longueurs d'onde du visible. 

En dehors de l'absorption dans les régions mortes du cristal, un autre phénomène intervient 
pour limiter la quantité totale de lumière émise à l'extérieur de la diode: la différence d'indice 
de réfraction entre le matériau semi-conducteur et l'air est telle que la quantité de rayonnement 
réfléchie à l'intérieur du cristal et réabsorbée est importante. 

En définitive, on ne peut guère espérer recueillir à l'extérieur que quelques pour cent de la 
lumière créée dans le semi-conducteur. Cela constitue le "rendement quantique externe", très 
inférieur au rendement quantique interne. 

Le rendement quantique externe est lié à la puissance lumineuse émise P et au courant injecté 
1 F par la relation: 

P (mW) = '1 ext. (%) ~ 
IF (A) À (J,tm) 

11-1-5 - SPECTRE D'EMISSION 

La longueur du rayonnement émis est liée à la largeur de la bande interdite du matériau. Cepen­
dant la lumière émise au niveau de la jonction par une diode électroluminescente n'est pas 
rigoureusement monochromatique. Elle est caractérisée, en réalité par une distribution spectrale 
centrée autour de la fréquence la plus probable Àp correspondant approximativement à la lar­
geur de la bande interdite (Fig. 7). 

L'explication en est que, en raison des concentrations nécessairement élevée des atomes d'impu­
retés, ceux-ci donnent naissance, dans la bande interdite, non plus à des niveaux discrets d'éner­
gie, mais à des bandes dont la largeur est telle qu'elles peuvent pénétrer dans la bande de conduc­
tion (jmpuretés donatrices) ou la bande de valence (jmpuretés réceptrices) (Fig. 8). 
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Fig. 8 

Il se produit d'autre part une déformation des bandes qui rétrécissent la bande interdite, d'où 
il résulte un glissement du spectre d'émission vers les grandes longueurs d'onde. Par ailleurs et, 
enfin si la diode émet par la région N, à travers laquelle nous l'avons vu l'absorption est plus 
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sélective, toutes les longueurs d'onde ne sont pas transmises avec la même amplitude. 

Il est à remarquer que lorsque la température croît, le spectre d'émission est déplacé vers les 
grande longueur d'onde : l'accroissement de température contribue à diminuer la largeur de 
bande interdite. 

11-1-6 - LINEARITE DES DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

Si nous traçons la caractéristique puissance lumineuse en fonction du courant direct nous 
observons d'abord un segment de courbe non linéaire puis un segment quasi linéaire correspon­
dant à un accroissement proportionnel du flux. Cependant, en régime permanent, vers les hauts 
niveaux de courant, cette linéarité est contrariée par des phénomènes thermiques, mais pour les 
éviter au-delà de la zone d'utilisation prévue, on doit soit refroidir la diode, soit travailler en 
régime d'impulsions. 

11-1-7 - TEMPS DE REPONSE 

On définit par ailleurs les temps de montée et de décroissance, qui sont les temps de réponse 
globaux. Physiquement, on peut démontrer qu'ils sont sensiblement égaux, dans une diode 
électroluminescente, à la durée de vie de la recombinaison radiative. Cette notion de rapidité 
est intéressante à observer, car elle permet de prévoir jusqu'à quelle fréquence, une utilisation 
est possible. Ainsi un temps de l'ordre de la nanoseconde permet une utilisation en régime 
modulé de plusieurs centaines de MHz. Cela est à considérer en logique ou en commutation, 
en électronique rapide. 

11-1-8- FIABILITE DES DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

Ce type de dispositif présente une fiabili comparable il celle des autres dispositifs à semi­
conducteur, sous réserve, qu'on respecte ce aines conditions de dissipation thermique. 

En régime d'alimentation permanente, il 1 xiste un seuil de densité de courant au delà duquel 
peuvent apparaître des dégradations irré\ersibles, mais en deçà de ce seuil, aucun changement 
dans les caractéristiques, ne se manifeste, pendant des milliers d'heures de fonctionnement 
continu. 

En régime d'impulsions, avec un facteur de cycle suffisamment petit, on peut admettre des 
densités de courant instantannées jusqu'à 20 fois supérieures, et davantage, à condition de ne 
pas dépasser la température de jonction maximale permise pour le dispositif. 

11-2- DIODES INFRAROUGE 

Le GaAs avec son gap de 1,43 eV, correspondant à une émission de 900 nm environ, est un 
matériau de base très performant pour l'émission dans le très proche infrarouge. Un très bon 
rendement quantique peut être réalisé avec ces diodes. La partie gauche de la figure 8 montre 
une diode réalisée par épitaxie en phase liquide sur un substrat de GaAs. Grâce au caractère 
amphotère du silicium incorporé comme impureté, la jonction PN se forme automatiquement 
durant le processus d'épitaxie. Une telle diode émet à 950 nm. 

L'aluminium, autre élément amphotère peut en lieu et place du silicium constituer un composé 
ternaire, GaAIAs et réaliser des diodes émettant plus près du visible entre 850 et 900 nm. 
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11-3 - DIODES LASER 

Une diode laser à jonction PN est constituée par une diode dont la région active forme une 
cavité électromagnétique résonnante. Eh particulier elle est limitée latéralement, dans le cas 
d'une géométrie Péro-Fabry, par deux faces réfléchissante parallèles (Fig. 91. 

2dF=F===========~ 

Fig. 9 

----­...........-. --

La plus grande partie de l'énergie est concentrée dans cette cavité et la lumière est émise parallè­
lement à la jonction. En dessous d'un certain seuil, appelé seuil d'émission induite, la diode 
laser fonctionne en régime d'émission spontanée et la répartition spectrale est analogue à celle 
d'une diode électroluminescente. Dès qu'on atteint le seuil d'émission induite, apparaît le mode 
d'émission principal, avec une intensité relative très élevée, accompagné d'autres modes d'émis­
sion d'intensité relative également élevée et de longueur d'onde très voisine, si bien que l'émis­
sion peut être considérée monochromatique. 

11-3-' - RENDEMENT QUANTIQUE 

Le rendement quantique Interne d'une diode laser avoisine 100 %, aussi bien en régime d'émis­
sion spontanée qu~en régime d'émission induite. 

Le rendement quantique externe se comporte différemment : Il est inférieur à 1 % en dessous 
du seuil d'émission induite; mals au delà, la puissance lumineuse émise croît avec IF plus vite 
que linéairement et la diode peut alors présenter des rendements quantiques externes supérieur 
à 50 % (Fig. 101. 

Il est à remarquer que la densité du courant de seuil dépend fortement de la température 
principalement à cause des coefficients d'absorption qui croissent rapidement avec la tempé­
rature. Il s'ensuit que si l'on veut atteindre le seuil d'émission avec une valeur de courant rai· 
sonnable on peut travailler soit en régime continu mais à de très basses températures de l'ordre 
de celle de l'ébullition de l'azote liquide, soit à des températures voisines de l'ambiante, mais 
en régime d'impulsions. 

11-3-2 - PROPRIETES SPATIALES 

La directivité des rayonnements émis par une diode laser à jonction, suivant deux directions 
opposées, parallèles au plan de la jonction, est déterminée par les dimensions de la région 
émissive et est limitée par le phénomène de diffraction à l'interface air-cristal. Pour un laser 
dont la cavité est du type Pérot-Fabry, l'ouverture If' des faisceaux, à mi-intensité, est donnée 
par l'angle de diffraction: 
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Caractéristique de puissance lumineuse d'une diode laser en fonction du contrat injecté. 

Fig. 10 

L étant la dimension de la surface émissive dans le plan de laquelle on mesure l'angle <p. Par 
exemple, pour une diode GaAs dont l'épaisseur de la cavité est 2d - 15 /.Lm, l'angle à mi­
intensité <Pl, mesuré dans le plan perpendiculaire à la jonction est de l'ordre de 4° (fig. 11). 
Dans le plan de la jonction, l'angle <P2 est plus faible. Cependant. un spectre comportant le plus 
souvent un nombre de modes assez élevé, chaque mode fournit sa propre figure de diffraction 
et la répartition angulaire de l'intensité lumineuse est assez complexe . 

• 1 
1 
1 
1 
1 

Fig. 11 - Directivité du rayonnement émis par une diode laser. 
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11-3-3 - TECHNOLOGIE DES DIODES LASER 

La technologie d'une diode laser répond à la nécessité de réaliser une jonction p-n de telle 
sorte que le coefficient de surtension de la cavité soit le plus élevé possible, autrement dit 
que les pertes soient les plus faibles possibles et, par conséquent, le seuil d'émission induite 
le plus bas possible. Les grandeurs qui interviennent sont, d'une part, les paramètres géométri­
ques du dispositif, dans lesquels on peut inclure la réflectivité des faces de sortie et d'autre part, 
les paramètres internes résultant du choix des concentrations extrinsèques et de leur profil 
de répartition au voisinage de la jonction. 

En première analyse, la concentration optimale résulte d'un compromis entre la nécessité 
d'avoir un taux d'injection des porteurs élevé et celle de maintenir un coefficient d'absorption 
faible. Les deux côtés de la jonction sont, en général, dopés au-delà de la dégénérescence. 

Comme les diodes électroluminescentes, les diodes laser réalisées par diffusion de zinc dans une 
plaque de GaAs de type n sur un substrat de type p. On donne au dispositif une structure de 
résonateur du type Pérot-Fabry (fig. 9). Cette géométrie peut être réalisée par clivage du cristal. 
La réflexion sur les faces latérales est diminuée par sablage ou décapage. On peut éventuel­
lement accroître celle des faces réfléchissantes par métallisation. Bien entendu, le coefficient 
de surtension est inférieur à celui d'une cavité dont les quatre faces sont réfléchissantes mais 
la fraction utilisable de la quantité totale d'énergie émise est alors supérieure. Signalons que la 
reflectivité de l'interface GaAs-air est Rs =0,3. 

Les dimensions du dispositif sont fixées par des considérations de densité de courant de seuil 
et de dissipation thermique. Les pertes par réflexion intervenant d'autant moins que la cavité 
est plus longue, la densité de courant de seuil est d'autant plus faible que la réflectivité et la 
longueur de la cavité ont des valeurs plus élevées. Comme dimensions, on choisit fréquemment 
une longueur 1 de la cavité de quelques centaines de microns à quelques millimètres et une 
largeur b de quelques dizaines à quelques centaines de microns. 

A titre d'exemple, indiquons qu'un laser en arséniure de gallium, de section 0,4 x 1 mm, émet, 
à la température de l'azote liquide (71'K), une puissance instantanée totale de quelques dizaines 
de watts, pour un coùrant d'excitation de 50 A. Cela correspond à un rendement quantique 
externe voisin de 50 %. 
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III - LES RECEPTEURS DE LUMIERE 

111-1 - PHOTODIODES 

Les photodiodes sont des diodes au silicium de base N avec une couche P fortement dopée 
appelée à devenir la couche photosensible. Elles fonctionnent en polarisation inverse. La jonc­
tion p+ N est accessible à toutes les radiations lumineuses dans le visible et le proche infrarouge. 

En l'absence d'éclairement, se manifeste un courant d'origine thermique, appelé courant d'obs­
curité (ID). 

Sous éclairement, les photons arrivant au voisinage de la jonction, libèrent des paires électron­
trou qui conduisent à accroître le courant inverse, et ce proportionnellement à l'intensité 
lumineuse incidente. De tels dispoSitifs peuvent donc être utilisés pour la mesure quantitative 
de la lumière. 

Rappelons le modèle électronique de la formation d'un courant photonique: 
Si des quanta d'énergie hv ~ EG, pénètrent dans la diode, ils engendrent de chaque côté de la 
région PN, des paires électron-trou. La différence hv-EG est dissipée sous forme de chaleur. 
Le champ électrique de la charge d'espace repousse les porteurs majoritaires et attire les por­
teurs vers leur zone respective; (trous de la région N vers la région P et électrons de la région P 
vers la région N); un photocourant s'établit à travers le circuit externe. 

111-1-1 - SENSIBILITE 

L'une des caractéristiques de la photodiode est la sensibilité. On peut l'exprimer quantitative­
ment par le rapport entre le nombre des électrons qui ont changé d'état et qui sont observés 
sous forme de courant et le nombre des photons incidents. Ce rapport caractérise le rendement 
quantique de la photodiode. Pour un dispositif idéal, ce rendement est égal à 1 si hv>EG. 

Si Np représente le nombre de photons arrivant par seconde et Ne le nombre d'électrons de 
conduction produits par seconde, la sensibilité du détecteur est égale à : 

(1) 

Mais le plus souvent, on exprime la sensibilité du détecteur, pour une longueur d'onde déter­
minée de la radiation incidente, en ampères par watt. Dans ce cas, si PÀ est la puissance lumi­
neuse incidente évaluée en watts pour la longueur d'onde correspondante et i la densité de cor­
rant mesurée en ampères, l'expression de la sensibilité s'écrit: 

On peut facilement passer de l'expression (1) à l'expression (2) en utilisant les relations: 
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d'où 

e oNe e 
all.=_ --

hc/II. . ONp - he/II. 11 

soit: 

ail. (A/W) =0,807 11 X II. (J.'m) (3) 

ou 

11 
ail. (A/W) = -- (4) 

hv (eV) 

111-'-2 - CAPACITE DE JONCTION 

Une donnée intéressante de la photo diode est la capacité de la jonction: Plus celle-ci est faible, 
plus faible sera le temps de commutation. La charge d'espace pouvant être assimilée à un 
diélectrique entre ses deux armatures P et N, la capacité sera d'autant plus petite que la charge 
d'espace sera plus large. Une tension inverse élevée élargit la zone désertée et de ce fait abaisse 
la capacité. Par ailleurs, à tension inverse comparable, moins le semi conducteur de base est 
dopé, plus la capacité est faible. Enfin de très faibles capacités de jonction sont obtenues avec 
une structure PIN. 

111-'-3 - DETECTIVITE 

La caractéristique importantedes récepteurs de lumière est leurdétectivité, c'est-à-dire, la possibi­
lité plus ou moins grande qu'ils offrent de déceler des rayonnements de faible intensité. Nous 
allons montrer quels sont les paramètres qui régissent la détectivité et comment celle-ci varie 
pour les détecteurs usuels. 

En général, les détecteurs photoélectriques fournissent un signal S proportionnel à l'énergie 
incidente P, mais cela n'est pas une règle absolue car des effets de saturation peuvent toujours 
se man ifester . 

Toutefois, nous pouvons définir un coefficient et proportionnalité, valable dans certaines 
limites, entre la variation t:,.s du signal de réponse S et la variation correspondante t:,p de l'éner 
gie incidente P. Si l'on suppose, par exemple, que P(t) est une fonction périodique du temps, 
de fréquence fm, et si l'on mesure sa valeur quadri~e moyenne P exprimée en watts, 5/t) 
étant aussi mesurée par sa valeur quadrique moyenne S exprimée, en général, en volts efficaces 
nous définissons un facteur de réponse F du détecteur égal au quotient: 

F 
s 
p 

Ce facteur, évalué en volts par watt, est défini pour une certaine fréquence de modulation fm et 
pour une longueur d'onde II. déterminée du rayonnement incident. 

Cependant, le facteur F ne caractérise pas en lui-même la «détectivité» proprement dite du 
récepteur. En effet, si l'on cherche à accroître la possibilité pour le détecteur de déceler des 
rayonnements de très faible intensité, nous devons nous efforcer non pas de rendre F maximum 
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mais plutôt de rendre maximum le rapport signal/bruit du détecteur, pour une puissance 
rayonnante donnée et pour autant que le bruit propre du détecteur soit suffisamment grand 
par rapport au bruit de l'électronique associée. 

Supposons, par exemple, que le détecteur soit connecté à un amplificateur de gain G, et de 
bande passante 6f centrée autour de la fréquence centrale fo. Si l'on mesure la tension efficace 
du bruit à la sortie de l'amplificateur et on la divise par G, on obtient le bruit B du détecteur 
ramené à l'entrée de l'amplificateur, pour la bande passante considérée. 

Si l'on divise alors la valeur B de ce bruit par le facteur F, nous obtenons un nouveau paramètre, 
PB appelé flux équivalent au bruit (exprimé en watts), c'est-à-dire, le flux incident pour lequel 
la valeur efficace du signal de sortie est égale à la valeur efficace du bruit engendré dans le 
détecteur, dans des conditions de fonctionnement déterminées: 

B 
PB =-. 

F 

On voit donc qu'un détecteur est d'autant plus favorable que son flux équivalent au bruit 
est pl us petit. 

Mais signalons que la connaissance de PB n'a de sens que si cette donnée est au moins accom­
pagnée des précisions suivantes: 

Nature spectrale du rayonnement incident, par exemple, monochromatique, de longueur 
d'onde ~. 

Bande passante 6f de l'amplificateur connecté au détecteur, laquelle conditionne direc­
tement B. 

Aire A de la surface sensible du détecteur. 

Température de fonctionnement T du détecteur. 

Certains autres paramètres tels que la tension de polarisation du détecteur peuvent être omis, 
s'ils ont été choisis pour rendre PB minimal. 

Par définition nous appelons détectivité l'inverse du facteur PB. 

o 
PB 

Par conséquent, le détecteur est d'autant plus sensible que sa détectivité 0 est plus grande. 
o s'exprime en W- l et dépend de tous les facteurs que nous avons signalés tels que A et 6f. 

Or, il est intéressant pour pouvoir comparer entre eux des détecteurs de types totalement 
différents, pour lesquels les paramètres utilisés se présentent sous des formes différentes (répar­
tition spectrale, sensibilité, température, etc.) de disposer d'un facteur indépendant de A et 6f, 
ce qui est possible en général. 

En effet, on peut montrer que la plupart des détecteurs photoélectriques, 0 est inversement 
proportionnel à AI/2 et à (6f)1/2, sous réserve que 6f soit assez petit et que le spectre de 
puissance du bruit soit sensiblement constant dans cette bande considérée. 

29 



Dans ce cas, le produit D X ..jAX..jEf est une quantité indépendante de A et !J.f. Nous l'appe­
lons détectivité spécifique et nous la désignons par le symbole usuel D* : 

D* = VA . ...{f:;f = ~VA . .,fiSJ 
PB B 

D* peut se définir comme étant la détectivité d'une cellule de surface unité (1 cm2 ), pour 
une bande passante d'utilisation égale à 1 Hz. Cette grandeur s'exprime donc en cm.W-1 .Hz l /2. 
Remarquons qu'il ne suffit pas de connaltre D* pour juger de la qualité d'une cellule. Il faut 
préciser également les conditions de fonctionnement (fréquence de modulation fm, tempéra­
ture, bande passante) et la nature du rayonnement incident. Par exemple, les termes entre 
crochets D * (0,1 !lm, 800, 1) indiquent que la longueur d'onde de la radiation monochroma­
tique incidente est 0,1 !lm, la fréquence de modulation BOO Hz et la largeur de bande de l'ampli­
ficateur de mesure 1 Hz. 

L'exemple suivant, D* (500oK, BOO, 1) indique des conditions de mesure semblables, mais 
la radiation incidente est ici comparable à celle d'un corps noir, à la température de 500oK. 
Enfin, D* (crête, BOO, 1) montre que la longueur d'onde de la radiation incidente correspond 
au maximum de la courbe de sensibilité spectrale du détecteur considéré. 

111-2 - PHOTODIODE A AVALANCHE 

Rappelons ici, le cas spécial de la photodiode à avalanche 368 BPY décrite dans ce volume 
pour déterminer : 

Le facteur de bruit effectif (Keff) 
La puissance équivalant au bruit (PEB ou NEP) 
Le rapport signal/bruit (S/N). 

M 2 
Le facteur de bruit de scintillation s'exprime par Fs = (M)2 

où M 2 est le carré moyen du gain 
(M)2 est le gain moyen au carré 

jijj2 > (M) 2 

Fs est le rapport du bruit actuel à celui qui existerait si toutes les paires générées étaient exac­
tement multipliées par M. 

1 
Fs ~2 + Keff M- -dans laquelle: 

M 

Keff = facteur de bruit effectif qui est le rapport des trous et des électrons en mode d'avalanche. 
Le carré moyen du courant de bruit est donné par: 

ï;;'2 = 2qB [M2 F (lb+ Iph) + IsJ ~2qB M2 Flph 

dans laquelle : 
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q = charge de l'électron (1,602 X 10-19 C) 

B = bande passante (Hz) 

lb = IR(o)b = courant inverse d'obscurité; M = 1 (non mUltiplié) (A) 



Iph = courant photonique M = 1 (non multiplié) (A) 

Is = courant inverse d'obscurité de surface, (A) 

NEP (WI VHrl = courant de bruit (sans signal, Iph = 0; (AI YHz 

sensibilité (A/W) 

SIN 

SIN 

Rm 

ln ,1 Vs (sans signal, Iph = 0) (AI YHz) 

S (A/W) 

sensibilité (A/W) X PEB (WI v"Hzi 
= = 

courant de bruit sans signal, 1 ph = 0 ; (AI 'J Hz) 

Rm (A/W) X NEP (W/YHz) = 1 
Inl y"Bisans signal, Iph = 0) ; (AI .y"fu) 

m 
100 

100 

111-3 - PHOTOTRANSISTORS 

Dans son principe le phototransistor est une photodiode par la diode base-collecteur, avec un 
transistor en série servant d'amplificateur. 

La figure 12 montre le schéma d'un phototransistor en technique planar de type N+ PN. Comme 
la longueur de diffusion LD des trous dans la région N+ est faible à cause du fort dopage de 
cette région, seule la diode PN (base collecteur! participe à la production du courant photo­
nique, aussi comme le montre la figure, l'aire de la couche réceptrice photosensible P est-elle 
relativement grande. 

Le gain du phototransistor varie normalement de 100 à 1000 et n'est pas le même pour tous 
les éclairements et tous les photocourants. 

Le comportement dynamique du phototransistor est moins bon que celui de la photodiode 
à cause du mécanisme d'amplification (effet Miller! qui ajoute au temps de montée et au temps 
de décroissance du courant un temps de retard à l'amorce de ces phénomènes. 

Les temps de commutation tr et tf sont des fonctions de la fréquence de transition fT, de la 
résistance de charge, de la capacité collecteur-base, et du gain, et sont de l'ordre de 1 à 30 IJ,S 

sur charge résistive de 1 kn. 

Ils sont donnés par lar-::fo~r:..:m.:.:::u:.::le:....:..: ______ _ 

trf =)_1_2 + a (R.Cbc G)2 
, 2 fT 

où fT =fréquence de transition; R = résistance de charge; Cbc = capacité collecteur-base; 
G =gain; a = constante variant entre 4 et 5. 

Ils sont utilisés comme détecteurs photoélectriques dans les systèmes de commande et de régu­
lation et trouvent d'importantes applications dans la lecture des bandes et cartes perforées ..• 
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Fig. 12 : Topologie d'un phototransistor 
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IV-PHOTOCOUPLEURS 

Le photocoupleur est un dispositif composé de deux éléments électriquement indépendants, 
mais optiquement couplés, à l'intérieur d'une enveloppe, parfaitement étanche aux influences 
lumineuses extérieures. 

Les deux éléments constitutifs de ce dispositif sont à l'entrée, un photoémetteur, dans le visible 
ou l'infrarouge et, à la sortie un photo-récepteur, photodiode ou le plus souvem phototransis­
ter. En alimentant l'émetteur d'entrée sous un courant 1 F et provoquant ainsi une émission 
radiative, récupérée par la base du phototransistor on obtient à la sortie un courant collec­
teur le· 

On conçoit aisément qu'on se soit attaché à ce que le plus possible de la lumière émise par la 
diode soit transmise sur la face sensible du phototransistor et que pour ce faire soient résolues 
un certain nombre de paramètres lors de la construction : dispersion de la lumière émise, 
distance entre l'émetteur et le récepteur, positionnement relatif de l'un et de l'autre, sans que 
d'autres paramètres aussi importants soient sacrifiés : en particulier, la tension d'isolement 
entre l'entrée et la sortie et la tension de travail en continu. 

Deux technologies sont concurremment utilisées pour le montage des éléments constitutifs à 
l'intérieur du boîtier métallique ou de l'enrobage plastique: le montage "face à face" et le mon­
tage "coplanaire". 

Dans le montage "face à face", la surface sensible du récepteur (la base du phototransistor par 
exemple) et la surface émettrice de la diode sont disposées parrallèlement l'une à l'autre et en 
regard l'une de l'autre selon l'exemple du schéma ci-dessous. 

!/JO,037 mm fils d'or 

phototransistor silicium !/JO,6 mm 

Fig. 13 

Dans le montage "coplanaire" les faces émettrice et réceptrice sont disposées sur un même plan 
horizontal et l'une transmet ses rayons à l'autre par le jeu d'un réflecteur, comme le montrent 
les figures 14 et 14-1. 

CARACTERISTIQUES 

Les caractéristiques d'un photocoupleur sont à la fois celles des composants le constituant, 
diode et phototransistor, et celles relatives à l'assemblage et à la technologie spécifique. 

Les caractéristiques diode et transistor sont en général celles des mêmes composants pris sépa­
rément, sauf sur quelques points liés au couplage et au boîtier; ainsi, eri est-il de la puissance 
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totale dissipable qui est une fonction de la résistance thermique et donc du boltier et de tout 
l'agencement. Cependant, bien que modifiées par rapport au composant seul, la puissance dissi­
pable et la résistance thermique de l'émetteur peuvent être différentes de celles du récepteur 
qui lui est adjoint. 

8,5 mm max 
1 

phototransistor 

rési ne transparente 

1 

:;:: 

l.:::: 
-;:::::; 

\ w,,, 
1;:: 

--- FeN 

x 
<li 

E 
E 
E 

III 
N-
~ 

résine chargée 
(réflecteur) 

Fig. 14 : Coupe d'un photocoupleur métallique, en technologie "coplanaire" 

Fig. 14 

En ce qui concerne les caractéristiques lumineuses, puissance émise par l'émetteur et sensibi­
lité du photorécepteur, elles n'ont pas lieu d'être définies sous cette forme, mais elles sont 
une condition du transfert, l'une des caractéristiques spécifiques du photocoupleur. 

Les caractéristiques spécifiques d'un photocoupleur sont principalement: 
Tension d'isolement entrée-sortie 
Courant collecteur résiduel en obscurité sous tension de travail 
Taux de transfert 

La tension d'isolement entrée-sortie est une tension maximale garantie par le constructeur 
et testée par lui, en appliquant entre d'une part l'entrée toutes connexions reliées et la sortie 
toutes connexions reliées. 

La tension d'isolement entrée-sortie (VI-Dl est couramment de plusieurs milliers de volts. 
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Le courant résiduel d'obscurité est mesuré en appliquant une tension de travail en continu, 
entre l'entrée connexions court-circuitées et l'émetteur du phototransistor de sortie, sous 
polarisation. 

Le taux de transfert est le rapport entre le courant collecteur du transistor de sortie et le 
courant dans la diode d'entrée. Ce rapport varie énormément avec les types de photocoupleurs 
et va de 0,2 à plusieurs unités. Les rapports supérieurs à 1 (100 %) s'expliquent par le fait 
qu'un transistor photorécepteur est aussi un amplificateur possible des signaux qui lui sont 
communiqué, et que de plus, dans beaucoup de produits le transistor de sortie est un Darlington. 
Ce taux de transfert doit être défini avec les conditions de mesure, qui doivent se rapprocher des 
conditions d'utilisation les plus fréquentes: 1 F, VCE = en général à VCEsat, éventuellement 
Tamb· 

En fait, le photocoupleur est un transformateur qui tend à être parfait, et dont le degré de per­
fection est grandement fonction de la technologie de réalisation. 

Fig. 14.1 : Photocoupleur plastique, en technologie "coplanaire" 
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V· TRANSMISSIONS PAR FIBRES OPTIQUES 

La transmission d'ondes électromagnétiques du domaine lumineux ou infrarouge est aujour­
d'hui une technique très appréciée et courante de communications à courte, moyenne et 
longue distances. 

Un émetteur de lumière, (diode électroluminescente, diode infrarouge, laser) transmet ses 
signaux à un photorécepteur, par l'intermédiaire d'un "conducteur de lumière" sous forme 
d'une fibre ou d'un réseau de fibres d'un matériau approprié, transparent, flexible et de petit 
diamètre. 

Les émetteurs et récepteurs ne diffèrent en rien dans leur principe physique et leur fonction­
nement des émetteurs et photorécepteurs étudiés précédemment mais leur enveloppe et leur 
optique de sortie ou de réception sont nécessairement et spécifiquement agencées pour une 
adaptation convenable avec les fibres qui les relient. 

Nous nous contentons donc, ici, de poser les principes et les caractéristiques relatifs aux fibres 
optiques. 

V-1 - RAPPELS OPTIQUES 

Considérons une lame de verre à faces parallèles et de composition parfaitement homogène, 
et un faisceau lumineux dirigé vers la plaque de verre, le tout dans une enceinte où le vide 
est fait. De ce faisceau extrayons deux rayons, l'un pénétrant perpendiculairement, l'autre 
obliquement sous un angle i par rapport à la normale, dans la lame de verre. La figure 15 
montre ce qui peut être observé. 
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Le rayon perpendiculaire passe du vide au verre et du verre au vide sans aucune déviation: Le 
rayon oblique passe du vide au verre en subissant une déviation et du verre au vide avec une 
nouvelle déviation inverse de la première et de telle sorte que la direction première est reprise. 
Des cartes a établi la relation bien connue: 

sin i nI 
= (1) 

sin r n2 

Ici nous avons aussi 

sin l{J 2 nI 
=- (2) 

sin l{J 1 n2 

nI et n2 étant des grandeurs inversement proportionnelles à la vitesse de la lumière dans les 
milieux correspondants. Ces grandeurs sont désignées comme indice de réfraction du milieu. 
Par convention, l'indice de réfraction du vide (ici n2) est pris égal à 1; d'où d'après (1) sin r = 
sin i/nl et d'après (2) : sin l{J 1 = sin l{J 2/nl' 

Le vide est un milieu peu pratique; l'air sec, plus communément pris comme milieu ambiant, 
a le même indice à 1/10000 près ce qui peut être considéré comme négligeable. 

Considérons maintenant le cas où le rayon réfracté dans le verre tente d'en ressortir en rencon­
trant la face sous un angle l{J beaucoup plus proche de 1r /2 ou si l'on veut, un angle e assez petit, 
comme le montre la figure 16. 

Fig. 16 

" n'y a plus passage du milieu nI au milieu n2, mais réflexion totale au sein du milieu nI' " 
faut pour cela que e soit égal ou inférieur à une certaine valeur fonction de nI et de n2 est 
déterminée par la loi de Snell 

L'angle e est appelé angle critique 

Dans la suite, nous supposons que nous sommes dans le cas (3) et remplaçons la lame de verre 
par une fibre optique. 

V-2 - APPLICATION AUX FIBRES OPTIQUES 

Nous connaissons donc le processus de propagation d'un rayon dans une fibre, illustré par la 
figure 17 à condition que l'angle e soit assez petit pour répondre à la condition de l'équation (3). 
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Fig. 17 

Malheureusement, si l'on se trouve dans le cas d'un faisceau de fibres et que deux fibres se tou­
chent, il se passera ce que montre la figure 18, et il Y aura dispersion par transfert du rayon 
d'une fibre à l'autre. 

~ Gi=::s é 
no 

Fig. 18 

Pour pallier cet inconvénient, on réalise des fibres à structure de deux zones: une zone centrale 
à haut indice de réfraction appelée cœur, est entourée d'une zone d'indice de réfraction moin­
dre appelée gaine. 

La figure 19 schématise une telle réalisation et montre la marche du rayon lumineux. L'équa­
tion (3) devient: 

cos (J ~ng/nc (4) 

Fig. 19 

A partir de cette configuration, on peut réaliser deux types de fibre: La fibre à saut d'indice 
et la fibre à gradient d'indice. Pour la fibre à saut d'indice, le cœur est constitué d'un matériau 
optiquement homogène, c'est-à-dire que dans toute la masse de ce cœur l'indice de réfraction 
est le même. A l'interface cœur/gaine, on a donc passage brutal de nc à ng. 

Pour la fibre à gradient d'indice, le cœur est constitué d'un matériau optiquement inhomogêne 
graduellement de l'axe à l'interface, de telle sorte que l'indice de cœur décroit au fur et à me­
sure que l'on se rapproche de l'interface, tout en restant bien entendu toujours supérieur 
à ng' La figure 20 montre le trajet décrit par un rayon au sein du cœur d'une fibre de ce type. 
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Fig. 20 

V-3- CARACTERISTIQUES DES FIBRES OPTIQUES 

La dispersion est théoriquement nulle, si la loi de Snell est respectée, mais toujours pratique­
ment possible, bien que très faible, à cause d'imperfections à l'interface (remarquons au passage 
qu'une fibre à gradient d'indice à toute chance d'être plus fiable du point de vue dispersion; 
cela se conçoit, la trajectoire du rayon étant pratiquement parallèle à l'axe au point d'impact 
de l'interface); entre autres caractéristiques donc, l'ouverture numérique de l'atténuation 
sont des paramètres à bien observer. 

V-3-1 - OUVERTURE NUMERIQUE 

Plaçons nous dans les conditions de positionnement et d'agencement optimales d'injection 
de puissance lumineuse d'un photo-émetteur dans une fibre. Supposons que la fibre est un 
cylindre dont la surface de base (circulaire) est parfaitement perpendiculaire à l'axe de la zone 
de cœur et parfaitement plane (ces conditions de réalisation pratique de toutes fibres optiques 
sont impératives>' Sous peine de perte d'une partie du faisceau d'énergie radiante issu de la 
source émettrice, le rayon le plus divergent de ce faisceau doit non seulement pénétrer par 
cette face circulaire dans l'âme de la fibre, mais aussi sous un angle qui soit, après réfraction 
compatible avec l'angle critique défini par l'équation (3). 

Suivons la marche de ce rayon sur la figure 21. 

Fig. 21 

no étant l'indice de l'air et donc égal à 1, la loi de Descartes permet d'écrire 

sin (J alnc =sin (Jc 
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La loi de Snell pose cos6 c = ng/nc. Par élévation au carré de ces deux relations et par addition 
nous avons: 

. _ / 2 2 
NA = Sin 6a = V n c - n g 

Cette valeur du sinus de 6 a représente l'ouverture numérique ou valeur 1 imite de l'angle sous 
lequel le rayon lumineux doit pénétrer en bout de fibre (Angle d'acceptancel. 

L'ouverture numérique est symbolisé par N.A. 

Elle détermine la puissance qui peut être injectée à partir d'une source, dans la fibre optique. 
Si le diamètre de la surface émissive est moindre ou égal au diamètre de cœur de la fibre et si 
la source et la fibre sont en contact la puissance couplée Po dans la fibre à saut d'indice est 

,,2 

Po = - D~ Ra (NA)2 . (ou Po =1r. le. NA2 ) 
4 

De étant le diamètre de la surface émissive, Ro la luminance énergétique dans l'axe (le = Inten­
sité énergétique de la sourcel. 

Dans le cas où De, diamètre de cœur de la fibre est inférieur à De nous aurons 

,,2 

Po = - D~ Ra (NA)2 
4 

V-3-2 - ATTENUATION 

L'atténuation est principalement due aux pertes par absorption du matériau causée par les 
imperfections cristallines et les ions métalliques présents comme impureté, dont l'énergie 
de transition correspond aux longueurs d'onde du rayonnement émis dans la fibre. 

L'atténuation est bien évidemment un facteur important à considérer et ce, d'autant plus 
qu'on désire opérer des liaisons à longue distance. Avec le développement des transmissions 
par fibres optiques, l'effort des constructeurs a porté sur l'élaboration de matériaux de moins en 
moins absorbants; l'atténuation se définissant en dB/km, de plus de 1 000 dB/km il y aquelques 
années, elle est aujourd'hui très communément inférieure à 10 dB/km et peut descendre en 
production spéciale à 0,2 dB/km. 

V-3-3 - AVANTAGES DES TRANSMISSIONS PAR FIBRES OPTIQUES 

Les principaux avantages des transmissions par fibres optiques sont les suivants: 
Prix de revient modeste, car le matériau est courant et la réalisation facile; 
Largeur de bande d'utilisation à celle de tous les autres dispositifs de couplage; 
Isolement électrique absolu; 
Immunité aux interférences électromagnétiques et aux parasites industriels; 
Immunité aux chocs et vibrations; 
Gain de poids. 

De plus, les technologies nouvelles assurent un rendement élevé, à moyenne distance et parfai­
tement acceptable à longues distances, grâce à une dispersion pratiquement nulle et à une 
absorption limitée. 
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VI - DEFINITIONS DES GRANDEURS OPTIQUES 

Les grandeurs optiques sont de trois ordres : La puissance par rapport au temps; l'intensité 
par rapport au volume dans l'espace (stéradian) et le flux par rapport à l'aire. Chacune de ces 
notions se divise en deux catégories : énergétique et lumineuse. Les grandeurs lumineuses ne 
tiennent compte que des radiations visibles (essentiellement rouge, vert et jaune pour ce qui 
nous intéresse) et sont affectées de ce fait de l'indice "v". Les grandeurs débordant dans le 
domaine infrarouge tiennent compte des effets énergétiques totaux et seront de ce fait affectées 
de l'indice "e". 

VI-1 - GRANDEURS ENERGETIQUES 

PUISSANCE ENERGETIQUE (ou flux énergétique) 

Puissance totale, émise, transférée ou reçue sous forme de radiation, dans l'unité de temps; 
Ce étant l'énergie, la puissance énergétique se définit donc par : 

<Pe =dOe/dt ; unité: le watt (W) 

INTENSITE ENERGETIQUE 

Puissance énergétique émanant d'une source ou d'un élément de source dans une direction 
donnée, à l'intérieur d'un élément d'angle solide contenant la direction donnée, divisée par 
l'élément d'angle solide 

le =d <Pe/dU ; unité: le watt par stéradian (W/sr) 

LUMINANCE ENERGETIQUE 

Quotient du flux énergétique, dans une direction donnée, en un point de la surface d'une source 
ou d'un récepteur, quittant ou atteignant un élément de surface en ce point, et se propageant 
dans des directions définies par un cône élémentaire contenant la direction donnée, par le 
produit de l'angle solide du cône et de l'aire de la projection orthogonale de l'élément de sur­
face sur un plan perpendiculaire à la direction donnée 

Le =d2 <Pelcos (J dA dU ; unité: le watt par mètre carré et par stéradian (W/m2Sr) 

ECLAIREMENT ENERGETIQUE 

Quotient de la puissance énergétique reçue sur un point d'une surface et de l'aire de l'élément 
de surface contenant le point considéré. 

Ee =d <Pe/dA ; unité: watt par mètre carré (W/m2) 

EXITANCE ENERGETIQUE 

Quotient du flux énergétique quittant une surface émettrice en un point donné, par l'aire 
de l'élément de surface contenant ce point 

Me =d <PddA ; unité: watt par mètre carré (W/m2) 
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VI-2 - GRANDEURS LUMINEUSES 

En photométrie, les grandeurs caractérisant les rayonnements sont exprimées en unités visuelles. 
c.-à~., qu'elles sont évaluées d'après l'action des rayonnements sur un récepteur sélectif dont 
la courbe de sensibilité spectrale est identique à celle de l'œil en vision photopique. 

les définitions des grandeurs lumineuses correSPOndentauxdéfinitionsdesgrandeursénergétiques. 
Les unités correspondantes sont les unités visuelles. (Voir au chapitre DONNEES PRATIQUES 
les correspondances entre unités visuelles et unités énergétiques). 

Flux lumineux: se rattache au flux énergétique par 

cfJv = 683 -- vOù dÀ f dcfJe 
dÀ 

et s'exprime en lumen (lm) 

Intensité lumineuse: s'exprime en candela (cd) ou lumen par stéradian (lm/sr). 

luminance lumineuse: s'exprime en lumen par mètre carré et par stéradian (lm/m2srl 

Eclairement lumineux: s'exprime en lux (Ix) 

Exitance lumineuse: s'exprime en lumen par mètre carré (lm/m2 ) 

Signalons la notion de quantité de ILlmière qui est le produit du flux par le temps 

QV =fiVdt elle s'exprime en lumen seconde (lm.s) 

DEFINITION DES UNITES LUMINEUSES 

l'unité lumineuse de base est.!!.candela, de laquelle dérivent le lumen et le lux. 

CANDELA 

Intensité lumineuse dans la direction perpendiculaire d'un corps noir de 1/600.000 m2 d'aire, 
III la température de solidification du platine (2046K) sous une pression de 101 325 Pa. 

LUMEN 

Flux lumineux émanant d'une source d'intensité lumineuse uniforme de 1 candela, limité 
par un angle solide de 1 stéradian. 

LUX 

Eclairement produit par un flux de 1 lumen sur une aire de 1 mètre carré ou ce qui revient 
au même, éclairement d'une source ponctuelle d'intensité lumineuse de 1 candela sur une aire 
de 1 m 2 III 1 m de distance de cette source. 
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VI-3 - RAPPEL DE DEFINITION DU STERADIAN 

Le stéradian est l'unité d'angle solide: C'est la portion de l'espace correspondant à une surface 
de 1 m 2 sur une sphère de 1 m de rayon; il s'ensuit que l'aire totale d'une sphère est de 4 'TT 
radians et que l'angle plat formé par deux génératrices opposées d'un angle solide de 1 radian 
est d'environ 66° (Voir fig. ci-dessous). 

VII - DEFINITION DES GRANDEURS ELECTRIQUES LIEES AUX GRAN­
DEURS OPTIQUES 

COURANT PHOTONIQUE Op) 

Variation du courant de sortie d'un photorécepteur, due à l'effet d'une radiation. 

COURANT D'OBSCURITE (1 R pour une photodiode; ICEO pour un phototransistorl 

Courant exclusivement dû à l'agitation thermique, dans un photorécepteur, en l'absence de tout 
éclairement lumineux ou énergétique. 

RENDEMENT QUANTIQUE (a.E) 

Rapport du nombre de photoélectrons émis au nombre de photoélectrons incidents 

hc x SK 
a.E =--­

exÀ 

où: h = constante de Planck = 6,6256.1 0~34 Js 
c = vitesse de la lumière = 2,9979.10 mIs 
e = charge de l'électron = 1,602.1010 coulomb 
SK :::sensibilité spectrale (A/W) à 
À= longueur d'onde incidente en mètre 

TENSION DE SATURATION (VCEsat) 

Tension minimale qui n'apporte aucune variation de courant photonique quand on fait des 
essais d'accroissement de tension à rayonnement constant. 
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COURANT DE SATURATION OCEsat) 

Courant de sortie d'un phototransistor qui ne varie plus soit: 
a) par accroissement du rayonnement, toutes autres conditions égales par ailleurs; 
b) par accroissement de la tension, le rayonnement restant constant. 

DEFINITION DES SENSIBILITES 

ACTINITE DE RAYONNEMENT (Z) 

Rapport de la sensibilité pour un rayonnement donné et de la sensibilité pour un rayonnement 
de référence. 

SENSIBILITE ENERGETIQUE (Se) 

Deux formules sont équivalentes : 
a) Rapport, courant photonique/puissance énergétique incidente, exprimé en ampère par 

watt (A!W) 
b) Rapport, courant photonique/rayonnement incident, exprimé en ampère par watt par mètre 

carré (A/W. m2). 

SENSIBILITE SPECTRALE ABSOLUE (5 (À)) 

Sensibilité énergétique pour un rayonnement monochromatique à une longueur d'onde donnée. 

SENSIBILITE SPECTRALE RELATIVE (5 (À)rel) 

Rapport de la sensibilité énergétique à une longueur d'onde particulière et de la sensibilité 
énergétique à une longueur d'onde de référence, en général la longueur d'onde du pic de répar­
tition spectrale. 

SENSIBILITE LUMINEUSE (SL) 

a) Rapport, courant photonique/flux lumineux incident, exprimé en ampère par lumen (A/lm) 
b) Rapport, courant photonique/éclairement incident, ex~rimé en ampère par lux (A/Ix) ou en 

ampère par milliwatt par centimètres carrés (A/mW/cm ). 

SENSIBILITE DYNAMIQUE (SD) 

Dérivée du courant photonique (ou du courant sous éclairement) par rapport à la puissance 
énergétique (ou le flux lumineux). 

DEFINITION DES TEMPS DE REPONSE 

Dans les montages opto électroniques, il existe un certain décalage dans le temps entre les 
phénomènes d'entrée et les phénomènes de sortie par exemple, dans un photocoupleur, entre 
la tension appliquée sur la diode électroluminescente et la tension recueillie à la sortie du pho­
totransistor ou dans une photodiode, la tension appliquée à la cathode et la tension recueillie 
sous éclairement, à l'anode aux bornes d'une résistance de charge. Ces temps de retard se mani­
festent aussi bien à la montée du courant (ou de la tension) par rapport au début de l'impul­
sion d'entrée, qu'à la décroissance par rapport à la fin de l'impulsion. Il est d'usage de prendre 
comme points de référence pour la détermination de ces temps non pas l'instant où le phéno­
mène de sortie est à sa valeur minimale ou maximale, mais l'instant où il est à 10 % de la 
valeur maximale qu'il atteindra pour définir la valeur basse, et à 90 %, pour définir la valeur 
haute. 
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TEMPS DE RETARD A LA MONTEE Ctd) 

Temps qui s'écoule entre le début de l'impulsion à l'entrée et le moment où, à la sortie la 
tension atteint 10 % de sa valeur maximale. 

TEMPS DE MONTEE Ct,) 

Temps qui s'écoule entre le moment où, à la sortie, la valeur de la tension est de 10 % de sa 
valeur maximale et le moment où elle atteint 90 % de cette valeur. 

TEMPS TOTAL DE MONTEE hon) 

Temps qui s'écoule entre le début de l'impulsion et le moment où la valeur de la tension de sortie 
est à 90 % de sa valeur maximale. Il s'ensuit que ton =td +tr. 

TEMPS DE STOCKAGE h.) 

Temps qui s'écoule entre le moment de la fin de l'impulsion et le moment où la tension décrois­
sante à la sortia est encore à 90 % de sa valeur maximale. 

TEMPS DE DECROISSANCE hf) 

Temps qui s'écoule entre le moment où, à la sortie, la tension décroissante est encore à 90 % 
de sa valeur maximale et celui où elle n'est plus que de 10 %. 

TEMPS TOTAL DE DECROISSANCE Ctoff) 

Temps sui s'écoule entre la fin de l'impulsion à l'entrée et retombée à 10 % de sa valeur maxI­
male de la tension de sortie. Il s'ensuit que toff =15 +tf. 

VI - 5 - DEFINITIONS ET UNITES AUX ELEMENTS PHOTOSENSIBLES 

EMISSIVITE 

Rapport de l'exitance énergétique d'un radiateur thermiqueJ à l'exitance énergétique du corps 
noir à la même température. 

INDICE DE REFRACTION ABSOLU (n) 

En toute rigueur rapport de la vitesse de la lumière dans le vide à la vitesse de la lumière dans 
un milieu particulier. En fait, la vitesse dans le vide peut être remplacée par la vitesse dans l'air 
ambiant. 

PUISSANCE EQUIVALANT AU BRUIT (N.E.P.) 

Valeur efficace de la puissance énergétique modulée nécessaire à produire une valeur efficace 
du signal de sortie égale à la valeur du bruit mesurée en sortie. Unité: W Hz-1/2. 

RESPONSIVITE 

Rapport du signal efficace en volt et de la valeur efficace de la puissance énergétique moduée. 
Unité: V/W. 

ECLAIREMENT EQUIVALANT AU BRUIT 

Valeur du rayonnement incident qui, modulé de façon établie, produit une puissance de sortie 
égale au bruit. 
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VIII· DONNEES PRATIQUES 
VIII.' EQUIVALENCES DIVERSES 
, • Tableau des unités photométriques 

C;RANDEURS DEFINITIONS 

S /.. 
,ui"l"c, t.lIl, 

FI .. • =--- i.i .. polir 1. liure. 

~ 

:...-:.-::::=1P 
pui .. ,,,,, '.i" 

IntlnllL' ,ir unit •• ',ntl ... Ii •• 

S --_Jt--_ I~E 
Lu.in.nct "---r ---~ 

C'IIt. l'int..nltt.i pir unit. d. E = kl 

.urflCi 'pplr.nU '",iuin 

S // § ,,," .. net r.~u • 

EcI.ir ••• nt • ,"=-~.:~~f) ,,, unlli dl lurhCl , , -
" p 

GRAND. ENERGETIQUE GRAND. VISUELLE 

S, ••• I .. Unit •• Sr· .. It. U .. it" 

9J • w.u (21, Lu .. n 

W 1 .. 

I-~ 
cd 

I.:-t W" -1 ( Clod'I,l ,- li 
hn sr-' 

• 
(Il - 1. W,;'.-2 (Il - l, cd .. -2 .--- ,---

S,pp. S,,, 

E.= !h.. E,:A W,;2 1.y .. 2:lu, 
Sr Sr 

• On peut aussi exprimer la luminescence visuelle en foot-Lambert pour u!?,e source Lam­
bertlenne; dans ces conditIons l'équivalence est la suivante: 1 FL =3,42cdm 

Relation entre a et n 

dn=41r sin ~ 
2 

dn =2. (1 - cosM 

Un angle solide dn de s stéradian (sr) correspond 
il 1 angle au donner ade 65°5 environ. 
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2 - Courbes de réponse de l'œil (normalisée CEl) 
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0,60 0,65 0,70 }.(pm) 

Courbe de sensibilité spectrale de l'œil. 

En vision photopique (en lumière naturelle) la correspondance entre est donnée par 

V étant donné par la courbe. 
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Ce qui donne, pour trois longueur d'onde courantes en émission, pour un flux énergétique de 1 W 

à À =655 nm <PV =57 lm 
àÀ=590nm <pV=515Im 
à À =565 nm <p V =660 lm 

4 - Equivalence entre unités photométrique et unités énergétiques 

1 mW = 57 m/m 
1 mWsr-l = 57'mal 
1 Wsr-1 m-2 =57 cdm-2 = 16 7 F L 
1 mWcm-2 = 570 lux ' 

5 - Relation fréquences: longueurs d'onde de l'ultraviolet à l'infrarouge intermédiaire. 

INFRAROUGE 
0LTRAVIOLET-I .... t-----VISIBLE ---....... I-PROCHE INFRAROUGE-- INTERMËDIAIRE 

... 
QI 
-0 
';; longueur d'onde À 

t9R ~~ ~~ ~9R 19R ~9R ~OJ? 1~m 1.SjJm 2IJm 3~m 

111/'1/11 "1"11/1'1,11 1,1>111 ,',/,'''101 1,'",11 .... ,'11 .... 0'1 1 \','1"'1' 1',1',",'1'1'111'1,11",,1,11,,,1'1"1 ,', l, 1 1 
1098765 4 3 

',']' 1 """1" 'i ','i'" 1.'1 'i 'i i' 1 \ '1 'i' 1 
2 1.5 1 

fréquence x 1 01 4 Hz . 

6 - Courbes de réponse spectrale de divers types de sources et de détecteurs. 

% 

100 

75 

50 

25 

48 

1 1 1 V(,)~ ~ ÎI , -< /~~I " " Source 1 él.ndu. 
Souree composé. d. plus",urs -. j:f' Il ' ./ 1 ~ " 

ra;,. d. "p.ur d. mercure 0 

Source peu étendue 

de neon 

• 1 / 1 il ". d. lunglène 

~ Il ", / l , '·,.I.~ 
t:::- : 1.-,' ' / 1 \1'. ~ 

1 

I~ -,. Sp.cLU Lung'\'n. compl'l 

\\~ I~ 1 

1\ '1 A.A. 

i: 1\ 

\ \ 
\ \ 
\ \ 
1 

10k 20k 30k 

1000 2000 3000 4000 5.000 6.000 7.000 8,000 9.000 10.000 11.000 12.000 13,000 

À.À. 
R.yonnement ultra violel Rayonnement visible Rayonnement infra -rou ge 

1 

1 



Emission spectrale de DEL 

Iv/IVO % 
Oeil 5 4 3 2 
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---\---
\ 
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" 

400 500 600 750 ~ (nml 

Ge 

0.4 0.8 1.2 1.6 'l~mI2.0 

1 GaP/Zn, O-Rouge 
2 GaASO,S PO,4-Rouge 

Longueur d'onde de DEL en fonction du niveau 
d'énergie de la bande interdite des matériaux. 

3 GaASO,4 PO,s/GaP-Super rouge 
4 GaASO 15 Po 85/GaP-Jaune 
5 GaP/GaP-vert 

7 - Efficacitésénerg6tiques de diverses sources sur différents détecteurs au silicium_ 

PHOTO DETECTEURS 

Photodiode silicium lypeBPY13 PhoLolransÎslor homogène PhoLolransÎslor êpitaxié BPX70{72 

Unité énergel. Unité visuelle Unite énerget. Unité visuelle Unité énergét. Unité visuelle 

V 
Voyant vert 

2,75mo/cm2 18.000 1., 3,1 mW/cm 2 20.000 1., 3,2m "Yc 2 21.0001., , À= 5.650! cm 
5 

S , 
b Voyant rouge 

0 1 
À=6550! l,95m~m2 ;.1001., 1,76mW/cm2 1.000 1., 1,8 mo/cm2 1.0201., 

• 
U 

Unllé énergétique Unité énergétique Unité énergétique 
R 1 Emelleur de 

n longueur d10nde 
C r 

À=8800! 1,35 m o/c 2 1,04 m Wlcm 2 1,43 m W;{ 2 
r cm cm 

E • du lyp.COYI' C 

S r Emetteur de 
0 

longueur d'onde u 1,27 m WJc 2 1,37 m~ 2 2,2 m Wic 2 
9 À =9.300 ! cm cm cm 

• du lyp. COY50 
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Ces éclairements sont équivalents à 1000 lux (4,75 mW/cm2 ) de lumière blanche tungstène 
dont la température de couleur est de 2856K. 

Remarque: Le fait que 1000 lux de lumière rouge de longueur d'onde 655 nm aient la même 
efficacité que 1000 lux de lumière blanche sur un photo-transistor est une simple coïncidence. 

8 - Conversions pratiquas 

1000 lux sont équivalents à 4,75 mW/cm2 de lumière blanche à 2856 K 
Cas des diodes épitaxiées du t~pe COV89; COV58; COV49 
Un éclairement de 2 mW/cm de lumière GaAs à 930 nm est équivalent à un éclairement de 
1000 lux de lumière blanche à 2856 K. 

Cas des diodes diffusées du type COV11 
Un éclairement de 1,6 mW/cm2 de lumière GaAs à 875 nm est équivalent à un éclairement 
de 1000 lux de lumière blanche à 2856 K. 

9 - Courbe d'efficacité d'une source à filament de tungstène sur un photo-transistor du type 
BPX72, en fonction de la température de couleur. 
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10 - Eclairement énergétique d'un filament de tungstène de luminosité de 1000 lux en fonction 
de sa température de couleur. 
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VIII-2 RAPPEL SUR LE CORPS NOIR 

Le corps noir est le radiateur thermique idéal et intégral. .II absorbe complètement toutes les 
radiations incidentes quelles que soit leur longueur d'onde et d'ailleurs aussi leur direction et 
leur polarisation. Son spectre d'émission dans sa répartition et dans la position du pic est une 
fonction de la seule température; la position du pic d'émission est donnée par la loi de Vien: 

XpT=2,8978 m.K 

d'autre part, la seule température donne aussi l'existance énergétique 

La courbe de l'existence énergétique du corps noir en fonction de la longueur d'onde est 
donnée par la formule de PLANCK: 

P =cI -5.e (c2/TI-1 où cl =3,74.10-16 W.m2 

et c2 = 1,44.10-2 mK 

La figure de gauche ci-dessous donne la répartition spectrale de l'émission du corps noir à 
différentes températures. 
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Il est à noter que c'est sur la base du corps noir porté à la température du point de fusion du 
platine (2042 KI qui est défini le lumen. 
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En pratique pour les mesures en optoélectronique et les références, on se contente d'utiliser 
le filament de tungstène de maniement très pratique et de distribution spectrale somme toute 
assez comparable è celle du corps noir. La figure ci<lessous donne les répartitions spectrales 
comparées du filament de tungstène et du corps noir è 3000 K. 
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Le problème est de mesurer avec précision la température du filament de tungstène. Pour 
cela on se sert de la courbe ci<lessous qui donne la résistance du matériau en fonction de sa 
température. 
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Mais pour obtenir la température de couleur équivalente à celle du corps noir une correction 
s'impose, donnée par la courbe ci-dessous. 
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IX - LISTE DES SYMBOLES 

Symbole Définition Unité Conditions de mesure 
à spécifier à Tamb = 25°C 

A Anode d'une diode (sauf spécification contraire) 

A Astigmatisme !lm 

Aapp Aire apparente mm2 

Ae Aire émettrice d'un photoémetteur mm2 

A.P.D. Photodiode à avalanche mm2 

Ar Aire réceptrice d'un photorécepteur mm2 

As Aire sensible d'un photorécepteur mm2 

B Base d'un phototransistor 

B.P. Bande passante 
ou Hz 
B.W. Largeur de bande 

C Collecteur d'iln phototransistor 

Cbc;Cc Capacité collecteur-base (phototransistor) F lE (=0); VCB 

Cd Capacité d'une diode en boîtier F VR (=0); f 

*cd Candela; unité de mesure SI de IV 

Cil Capacité entre deux entrées F 

CMH Immunité aux parasites en Mode Commun 
au niveau logique haut (H) VIs 

CML Immunité aux parasites en Mode Commun 
au niveau logique Bas VIs 

C(x) Capacité de jonction F VR =X :f 

DEL Diode Electroluminescente 

E Emetteur d'un phototransistor 

EA Eclairement standard (lampe à filament) 
deW, à Tc =28556 K lx 

*Ee Eclairement énergétique W/m2 

*Ev Eclairement lumineux lx 

f fréquence Hz 

fco fréquence de coupure Hz 

F Facteur de bruit dB 

Gp Gain en puissance dB 

GV Gain en tension dB 

lB Courant de base (phototransistor) A VCB;Tj 

IBM Courant de base d'un PT (valeur crête) A VCB;Tj 

IC Courant collecteur en continu pour 
un phototransistor A 

Icc Courant d'alimentation en régime continu (A) 

IccH Courant d'alimentation au niveau logique 
Haut (A) 

IccL Courant d'alimentation au niveau logique 
Bas (A) 
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ICM Courant collecteur de crête 
(en impulsion) A t p; o50u f 

ICEO Courant d'obscurité à la sortie 
d'un phototransistor A E (=0); VCE 

*ICEW Courant de fuite d'obscurité sous 
tension de travail (photocoupleurl A VCC; VW;Tj 

IC(l) Courant à la sortie d'un photo-
VCE; Ee ou Ev; ~ transistor, base éclairée A 

*Ie Intensité énergétique d'un rayonnement W/sr IF; Tamb 

IEH Courant de validation au niveau logique 
Haut A 

IEl Courant de validation au niveau logique 
bas A 

IF Courant direct (diode photoémissive) A 

IF ( Pour un afficheur à diodes électro-
luminescentes, courant direct soit pour 
un point, soit pour un segment soit 
total suivant que P, S, T prend place 
à l'intérieur de la parenthèse A 

IF(AV) Courant direct moyen dans une diode A 

IFM; IFRM Courant direct de crête en impulsions 
répétitives A tp; 6 ou f 

III Courant de fuite entre 2 voies A 

IIH Courant d'entrée au niveau logique Haut A 

III Courant d'entrée au niveau logique Bas A 

Il Courant sous éclairement (photodiode) A 

IOH Courant de sortie au niveau logique Haut A 

IOl Courant de sortie au niveau logique Bas A 

*Ip Courant photonique A 

IR Courant inverse dans une DE l A VR;E(~~ ou courant d'obscurité d'une P. D. A 

IRs Courant de fuite inverse de surface 
(ou surfacique) A 

IRv Courant de fuite inverse en volume 
(ou volumique) A 

Ith Courant de seuil A Th 

Iv Intensité lumineuse émise par une D.E.l. cd IF 

K Cathode d'une diode 

K Kelvin; Unité de température absolue 
utilisée aussi comme unité de variation 
de température 

* Keff Facteur de bruit effectif 

Kle Coefficient de température de l'intensité 
énergét ique %/W/sr 

Kil Coefficient de température du courant 
d'un photorécepteur sous éclairement %/oC 
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KIV Coefficient de température de l'intensité 
visuelle d'une D.E.L. %/cd 

KVL Coefficient de température de la tension 
sous éclairement %/v 

Kif>e Coefficient de température de la puis-
sance énergétique d'un émetteur %/w 

*Le Luminance énergétique W/m2 .sr 

lm Unité de flux lumineux 

*Lv Luminance lumineuse cd/m2 

*Ix (lux) Unité d'éclairement lumineux: lux 

M Facteur multiplicatif d'une photodiode 
à avalanche (20 <M <150) 

*Me Exitance énergétique W/m2 

*Mv Exitance lumineuse Im/m2 

N Sortance TIL 

N Sensibilité intrinsèque en valeur relative 
d'une photodiode % 

*N.A. Ouverture numérique d'une fibre optique 

*nc Indice de cœur d'une fibre optique 

*ng 1 ndice de refraction de la gaine d'une 
fibre optique 

PEB Puissance équivalent au bruit W.Hz-1/2 }..; f;~f 

Ptot Puissance totale dissipée W Tamb ou Tj 

* <le Energie rayonnante J 

*Qv Quantité de lumière Im.s 

RII Résistance d'isolement entre 2 voies 
d'entrée il 

RI-O Résistance d'isolement entrée-sort ie 
(photocoupleur) il VI-O 

RL Résistance de charge il 

Rth j-a Résistance thermique jonction ambiance K/W 
J-C " jonction-boîtier K/W 
j-mb jonction fond de boltier K/W 
mb-h fond de boltier-radiateur K/W 

*S Sensibilité absolue A/Ix 

*SL Sensibilité lumineuse A/Ix VR; E 

SR Sensibilité relative % 

*sr Stéradian 

SÀ Réponse spectrale ou sensibilité lumineuse 
en fonction de la longueur d'onde % 

T Durée d'un cycle complet d'impulsions en 
signaux sinusoïdaux ou rectangulaires 

Tamb Température ambiante Oc 
TEHL Temps de propagation à la croissance du 

signal de validation (référence 1,5 V) s 
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TELH 

TpLH 

Tsld 

Tsld 

Tstg 

*td, tf 
*tr , t s 
*toff, ton 

tp 

V(BR) CEO 

V(BR) CBO 

V(BR) ECO 

VCBO 

VCC 

VCEO 

*VCEsat 

VEBO 

V(RT)R 

Temps de propagation à la décroissance 
du signal de validation (référence 1 ,5 V) s 

Température du boîtier d'une diode laser Oc 
Température de jonction Oc 
Température de fond de boîtier Oc 
Temps de propagation à la décroissance 
du signal de sortie (référence 1,5 V) 

Temps de propagation à la croissance du 
signal de sortie (référence 1,5 V) 

Température de soudage sur circuit 

Durée du soudage 
Oc 

tsld; distance au boîtier 

distance au boîtier 

Gamme de température de stockage 

Respectivement, temps de retard à la 
montée, temps de décroissance, temps 
totaux de décroissance et de montée* 

S pour une photodiode: VCC; RL 
pour une DEL: IF 

pour un P.T. : IC; VCC; RL 

Durée d'une impulsion d'application 

Tension de claquage collecteur-émetteur 

Tension de claquage collecteur-base 

Tension de claquage émetteur-collecteur 

Tension appliquée entre-collecteur et 
base (émetteur ouvert) 

Tension de polarisation appliquée au 
collecteur 

Tension appliquée entre collecteur et 
émetteur (base ouverte) 

Tension de saturation* 

Tension appliquée entre émetteur et 
base (collecteur ouvert) 

Tension de validation au niveau logique 
Haut 

Tension de validation au niveau logique 
Bas 

Chute de tension directe aux bornes 
d'une diode 

Tension appliquée à la diode d'entrée 
d'un photocoupleur 

Tension d'isolement en continu appliquée 
entre les connexions d'entrée court­
circuitées d'un photocoupleur et les 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

connexions de sortie courtcircuitées V 

Tension inverse appliquée en continu 
à une diode 

Tension d'amorçage (P.D. avalanche) 

V 

V 

IC; base ouverte 

IC; coll. ouvert 

lE; base ouverte 

durée d'application t 
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Vo Tension recueillie à l'émetteur du 
transistor de sortie, d'un photocoupleur 
aux bornes d'une résistance de charge V RL; Vcc; VI 

VoH Tension de sortie au niveau logique Haut V 

VoL Tension de sortie au niveau logique Bas V 

*Vw Tension de travail dans un photocoupleur V 

... (RMS) Valeur efficace de la valeur, tension ou 
courant ind iquée par ... Vou A (suivant le symbôle) 

CI: Angle plan au sommet d'un angle solide 0 

Il Facteur de cycle soit tp/T % 

*M Largeur spectrale à mi-hauteur nm 

~T Elévation de température K 

~t Durée de l'impulsion à mi-hauteur 

*11 Rendement quantique % 

*lIAPD Rendement d'une photodiode à avalanche 
(lIAPD =lIXX 11 couplage) 

% 

*lIcoup. 
Rendement de couplage cristal - fibre 
optique dans une A.P.D. % 

lIX Rendement quantique d'une diode Laser % 

° Angle maximal de vision ou de réception 
sous lequel l'intensité lumineuse donnée 
ou reçue est encore la moitié de celle 
donnée ou reçue dans l'axe perpendicu-
la ire à la surface d'émission 0 

°1 Angle à mi-intensité perpendiculairement 
au plan de fonction Laser 0 

0/1 Angle à mi-intensité parallèlement au plan 
0 de jonction Laser 

X Longueur d'onde de rayonnement m 

*Xp Pic d'émission ou de réponse spectrale m 

T Taux de transfert = IC/IF pour un 
photocoupleur % IF;VCE 

*cf>c Diamètre de cœur d'une fibre optique m 

*cf>e Flux énergétique W IF;Tj 

*cf>g Diamètre de gaine d'une fibre optique m 

* cf> v Flux lumineux lm 'F 

* Grandeurs faisant l'objet d'une définition ou d'un exposé dans les chapitres précédents. 
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photodiode 
au silicium 

PIN 
-=" .. 

BPW50 

Mai 1982 

Photodiode au silicium} P.I.N, en boitier plastique 500-67 muni d'un filtre infrarouge. Elle 
se caractérise par une raible capacité de jonction et donc par des temps de réponse rapide. 
Sa courbe de réponse spectrale est centrée dans l'infrarouge à 930 nm. 
Elle doit être utilisée avec l'émetteur COY 89A pour réaliser des montages de télécommande 
et des transmissions à distance. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse 
Courant inverse d'obscurité 

VR = 10 V; E = 0 .. 
Température de jonction. 
Sensibilité énergétique 

VR =5V; À =930 nm ....... 
Longueur d'onde du pic de réponse 

spectrale 
Angle de réceptivité. 
Aire réceptrice. .. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER 500-67 

.. 

.. 
. . 

aire sensible 

.. 

. . 

(1) Tolérance de position de l'aire sensible. 

VR 

IR 
Tj 

Se 

Àp 
8 
Ar 

max 32 V 

max 30 nA 
max 100 Oc 

typ 30 mA/W/cm2 

typ 
typ 

930 nm 
±60 ° typ 5 mm2 

Dimensions en mm 

1:±======:JC====:::::r:::::JI--.J 0,55 
+0,45 

~-.i 
1 

+ 
1,5 

0,60 

° 5 "; 
+ 
kl-l 

al+' 

-1--

-, 
2,54 

7,5_ .. 
7,0 ~m.~ 2 

1 

• 17mln 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER UimitesablOluas selon publication CEl 1341 

Tension 
Tension inverse en continu •••.•••••.• _ •••• 

Puissance 
Puissance totale dissipée (Tamb E:;;47,5°cl •••••• 

Températures 
Température de stockage •••.••••••••••••• 
Température de jonction ••.••.••.• _ .••••• 

Température de soudage 
(au niveau du plan de siège; pendant 105 maxl •• 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance li l'air libre 

VR 

Ptot 

Tstg 
Tj 

Tsld 

Rth j-e 

max 32 

max 150 

-30ll+100 
max 100 

max 250 

360 

V 

mW 

Oc 
Oc 

Oc 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Courant inverse d'obscurité 
VR = 10 V; Ee =0 •••.... 

Courant inverse d'éclairement 
VR=5V;Ee =1 mW/cm2 li 930 nm ..•.•.. 

Tension inverse 
IR=0;1 mA;Ee=O •...............• 

Longueur du pic de réponse spectrale 
VR=5V ....•.•.•...••.•••.•••.• 

Capacité diode li f = 1 MHz 
VR =3 V;E =0 ..•....••..•.....•.. 

VR =0; E =0 ....•..•..•..•..• 

Temps de réponse li l'éclairement 
(VR =10 V; RL=1 knl 

IR 

Ip 

VR 

Xp 

Cd 

Cd 

Temps de montée •.•••••••• _ •• _ • _ • •• tr 
Temps de décroissance •• _ •••••••• _ • • •• tf 

Puissance de bruit équivalente 
f = 1 kHz; fj. f = 1 Hz, 1 X = 930 nm. • • • • • •• PBE 

"W --
Va 

Fig 2 

typ 
< 
> typ 

min 

typ 

typ 
< 
typ 

typ 
typ 

typ 

Fig. 3 

2 
30 

30 
45 

32 

930 

17 
30 
50 

50 
50 

10 

nA 
nA 

p.A 
p.A 

V 

nm 

pF 
pF 
pF 

ns 
ns 

fW.Hz-1/2 

10% 

Circuit de mesure des temps de réponse Formas d'onde et définition des temps de réponse 
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Ptot 
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photodiode au silicium 

BPW61 
documentation provisoire 

Mai 1982 

Photodiode au silicium, en boîtier plastique SOD-67 incolore. 

Elle se caractérise par une faible capacité de jonction, par des temps de réponse rapides et par 
une grande aire de réceptivité (7,6 mm2 }. 

Sa courbe de réponse spectrale est centrée dans l'infrarouge à 850 nm. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ........ . 

Courant inverse d'obscurité 
VR =10 V; E =0 ..... . 

Température de jonction ... . 

Sensibilité lumineuse 
VR=5V; E=1 mW/cm2 ; À=560nm. 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 

Angle de réceptivité. . . . . 

Aire réceptrice .................. . 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOO-67 

aire sensible 

VR max 

IR max 

Tj max 

SL typ 

Àp typ 

(J typ 

Ar typ 

32 V 

30 nA 

100 Oc 

50 nA/Ix 

850 nm 

120 ° 
7,6 mm2 

Dimensions en mm 

f±======-:Jc====::::I:::JI---.i 0,55 .0,45 

~-.-J 
+ 1,5 

7,5_ .. 
7,0 

sible .. (1) Tolérance de position de raire sen 
Fig_ 1 

0,60 
045 .,. 

K 
- - --'f 
+.J A 2,. 54 

"m.~ 2 1--1 

17m in .. 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon pUblication CEl 134) 

Tension 
Tension inverse en continu ......... . max 32 v 
Puissance 
Puissance totale dissipée (T amb ";;47,50 C) Ptot max 150 mW 

Températures 
Température de stockage. . . . . . . . . . . . • . . . .. Tstg 
Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj 

-30à+100 
max 100 

Température de soudage 
(au niveau du plan de siège; pendant 10 s max) . Tsld max 250 

RESISTANCE THERMIQUE 
Jonction-ambiance à l'air libre Rth j-a 350 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Courant inverse d'obscurité 
VR = 10 V; E =0 ..... . 

Courant photonique 
VR =5 V; Ee =1 mW/cm2 à 930 nm . 

Courant sous éclairement 2 
VR=5V; E=1 mW/cm À=560nm. 

Tension photovoltaïque 
E=1000Ix ..... . 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale 
VR =5 V .......... . 

Capacité diode à f = 1 MHz 
VR =5 V. 

VR=O ........... . 
Temes de réponse /Ii l'éclairement 

( R=10V; RL=1 kil) 
Temps de montée ................. . 
Temps de décroissance ..••....... 

Aire réceptrice .................. . 

lJ R =5 kil 
VR 

VI -- D.U.T. 

Vo 

Va 

IR typ 
max 

Ip min 
typ 

IL min 
typ 

VL typ 

Àp typ 

Cd typ 
max 

Cd typ 

tr typ 
tf typ 
Ar typ 

Fig. 2 Fig. 3 

2 nA 
30 nA 

45 p.A 
65 p.A 

22 p.A 
35 p.A 

350 mV 

850 nm 

20 pF 
40 pF 
72 pF 

50 ns 
50 ns 

7,6 mm2 

90% 

Circuit de mesure des temps de réponse Formes d'onde et définition des temps de réponse 
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photodiodes 
au silicium 

BPX 40 BPX 41 - BPX 42 

Janvier 1982 

Photodiodes planar au silicium d'usage général, fournies en plaquettes non protégées. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

BPX40 SPX41 1 BPX42 

Tension inverse •.....•.•...•... VR max 12 18 ' 12 V 
Courant inverse d'obscurité 

VR = 15 V; E =0 .......•..... IR max 0,5 p.A 
VR=10V;E=0 •............ IR max 5 p.A 

Température de jonction .•.....•... Tj max 125 125 125 Oc 
Sensibilité lumineuse* 

VR=15V;E=10oo lx .•. ..... SL typ 13 40 nA/Ix 
VR = 10 V ; E = 1 000 lx •.. ..... SL typ 150 nA/Ix 

Longueur d'onde du pic de réponse 
spectrale ..•..•....•••....• "-p typ BOO BOO 800 nm 

Angle de réceptivité ...•.......... 0 typ ±60 ±60 ±So ° 

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm 
Plaquattes non protégées épaisseur 0,27 mm 

0.95 

k + 

BPX40 

- 3.5 1,8 

a 

Fig. 1 BPX42 

*Mesure effectuée en lumière blanche avec lampe à filament de tungstène à la température de 
2856K 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER !limites absolues salon publication CEl 1341 

BPX40 BPX41 BPX42 

Tension 
Tension inverse . .............. VR max 18 18 12 V 

Courants 
Courant direct ......•..•..•.•. IF max 5 10 50 mA 
Courant inverse d'obscurité . ....... IR max 2 5 20 mA 

Températures 

Température de stockage. T stg - 65 à +125 Oc 
Température de jonction. Tj max 125 Oc 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance .....••• Rthj-a 0,5 0,5 
1 

0,3 K/W 

CARACTERISTIQUES T amb = 25°C sauf indication contraire 

Courant inverse d'obscurité 
VR = 15 .....••... ...... IR typ 10 20 nA 

max 0,5 1 J,lA 
VR =15 V; Tamb=100oC IR typ 0,6 1,2 J,lA 

max 4 8 J,lA 
VR=10V ....•.•... IR typ 0,1 J,lA 

max 5 J,lA 
VR = 10 V; Tamb = 100°C IR typ 6 J,lA 

max 40 J,lA 
Courant de court-circuit en 

éclairement 

E =1000 lx; Tc =2856 K* ...... IL min 10 30 110 J,lA 
typ 13 38 140 J,lA 

Tension en circu it ouvert 
E = 1000 lx; Tc =2856 K* VF min 330 mV 

typ 350 mV 

Sensibilité avec tension externe** 
VR=10V; E=I000lx; 

SL 10,5 31 nA/Ix Tc =2856 K* ..•..•• min 
typ 14 40 nA/Ix 

VR =10 V; E =1000 lx; 
nA/Ix Tc =2856 K* .•..... SL min 120 

typ 150 nA/Ix 
Longueur d'onde du pic de réponse min 

spectrale ........•... ;\p typ 800 nm 
Capacité diode à f = 500 kHz 

VR=15V .• Ccl typ 90 250 pF 
VR=10V .....••. Ccl 1 nF 
VR=O ........ , . Ccl typ 0,3 0,8 3 nF 

Fréquence de coupure typ 
(source GaAs modulée). fco typ 500 kHz 

* Un éclairement de 1000 lux à une température de couleur de 2856 K équivaut à 4,5 mW!cm2. 
** Le courant sous éclairement croit avec la température approximativement dans les mimes 

proportions que le courant d'obscurité. 
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photodiode 
au silicium 

PIN 
BPX61 

Mai 1982 

Photodiode au silicium, P.I.N., planar, de grande surface en boîtier TO 5 modifié à fenêtre 
plane SOT 49/3. 

Elle se caractérise par sa grande surface et par une capacité de jonction faible. 

Sensible dans tout le rayonnement visible et dans le proche infrarouge sa réponse spectrale est 
centrée sur 850 nm. 

CARACTE RISTIQUES PR INCIPALES 

Tension inverse . . .. . . . . . . . . . . 
Sensibilité (VR =5 V; E = 1 mW/cm2; À =930 n ml 
Courant inverse d'obscurité à VR = 10 V . . ... 
Longueur d'onde du pic de réponse spectrale .. 
Angle de réceptivité . . .. 
Ai re sensi ble. . . . . .. . . . .. . . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER SOT 49/3 

N " Il 
0 e 
~ 

III 

'" CIl 
CD 

-S-

3.2 -0.2 

13.5 ± 1 

. . 

Fig. 1 

VR max 32 V 

Se typ 35 Il A/mW/cm2 

. . IR < 30 nA 

Àp typ 850 nm 
0 typ ±60 0 

Ar typ 6,75 mm 2 

Dimensions en mm 

Aire réceptrice 2,6 X 2,6 

6 ·-0.3 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimitesabsoluesselon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse . 

Puissance 

Puissance totale dissipée (Tamb ~ 25°C). 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction 
Température de fonctionnement 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-air ambiant .. 

VR 

Ptot 

T stg 

Tj 
Tf 

Rth j-a 

max 32 V 

max 325 mW 

-65à+150 Oc 
max 125 Oc 
-40 à +125 Oc 

max 220 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf spécification contraire 

Tension inverse 
IR =100 #lA; E =0. 

Courant d'obscurité 
VR=10V;E=0 .. 

Tension photovoltaïque* 
E =100 lux ...... . 
E =1000 lux ..... . 

Courant sous éclairement* 
VR =5 V; E =1000 lux 

Sensibilité 
VR=5V;E=1 mW/cm2 ;À=930nm 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale 
VR =5 V ..... . 

Capacité de la jonction 
VR=O .. 
VR =3 V ...... . 

Aire sensible .•..... 

Coefficient de température de la tension photovolt. 

Coefficient de température du courant d'éclairement . 

VR 

IR 

VL 
VL 

IL 

Se 

Àp 

CHOI 
Cj(31 

Ar 

KVL 

KIL 

* Source: filament de tungstène, température de couleur 2856 K. 
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min 32 V 

typ 2 nA 
max 30 nA 

typ 285 mV 
typ 365 mV 

typ 70 #lA 

min 35 #lA/mW/cm~ 
typ 45 #lA/mW/cm 

typ 850 nm 

typ 70 pF 
typ 20 pF 

typ 6,75 mm2 

typ -2,6 mV/K 

typ 0,2 %/K 



Temps de composition 
VR=10V; RL=1 kil; À=840nm 
temps de montée ... 
temps de décroissance .•....... 

Fig. 2 

--Fi--
typ 
typ 

BPX 61 

25 
40 

Circuit de mesure des temps de commutation 

Fig. 3 

BPX 61 . Page 3 

ns 
ns 

Formes d'onde d'entrée et de sortie et définition des temps de commutation 

Puissance équivalente de bruit 
VR=10V; f= 1 kHz; À=930nm;/";f=1 Hz NEP typ 42 fW.Hz· 1/ 2 

Détectivité 
VR=10V; f=1 kHz; À=930nm; /";f=1 Hz D typ 62 fm.Hz1/ 2.W·1 
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photodiode 
au silicium 

PIN 
BPX 61 P 

Janvier 1982 

Photodiode au silicium P.I.N., planar, de grande surface en boîtier TO-5 modifié à fenêtre 
plane SOT 49/3, remplaçant avantageusement la BPY 13. 

Elle se caractérise par une grande surface et par une capacité de jonction faible. 

Sensible dans tout le rayonnement visible et dans le proche infrarouge sa réponse spectrale est 
cen trée sur 850 n m. 

Elle est spécialement destinée aux utilisations en ambiance difficile dans les domaines profes­
sionnel et militaire. 

CARACTE RISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse .................... . 

Sensibilité (VR =5 V; E =1 mW/cm2 ; À =930 nml 

Courant inverse d'obscurité à VR =10 V ... 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 

Angle de receptivité ... . 

Angle sensible ......... . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIE R SOT 49/3 

ID • Cathode 
0 

-e-
N " 

.~ 
ID 

0 e 
"'- ID 

'" ... 
CIl -e-

3.2-0.2 

13.5 ± 1 

Fig. 1 

VR max 70 V 

Se typ 70 pAlmW/cm 2 

IR < 1 nA 

À-p typ 850 nm 

8 typ 160 0 

Ar typ 6,75 mm2 

Dimensions en mm 

Air. réceptrice 3 x 3 

6 -'0.3 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse . 

Puissance 

Puissance totale dissipée (Tamb <25°C). 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de fonctionnement . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-air ambiant .... 

CARACTERISTIQUES 

Tension inverse 
IR=100/lA;E=0 

Courant d'obscurité ... 
VR = 10 V ; E =0 . 

Tension photovoltaïque** 
E =100 lux ...... . 
E =1000 lux ..... . 

Courant sous éclairement* * 
VR=5V;E=1000Iux. 

Sensibilité 
VR =5 V; E =1 mW/cm2 ; À=930 mm 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale 
VR =5 V .................. . 

Capacité de la jonction 
VR=O ...... . 
VR=50V ..... . 

Aire sensible ...... . 

Coefficient de température de la tension photovolt. 

Coefficient de température du courant d'éclairement 

VR max 70 V* 

Ptot max 325 mW 

Tstg -65 à +150 Oc 
Tj max 125 Oc 
Tf -40 à +125 Oc 

Rth j-a max 220 K/W 

Tj := 25°C sauf spécification contraire 

VR min 70 V 

IR typ 0,6 nA 
max 1 nA 

VL typ 285 mV 
VL typ 365 mV 

IL typ 70 /lA 

Se min 50 /lA/mW/cm2 
typ 70 /lA/mW/cm2 

Àp typ 850 nm 

Cj(O) typ 70 pF 
1Jj(50) typ 6 pF 

Ar typ 6,75 mm2 

KVL typ -2,6 mV/K 

KIL typ 0,2 %/K 

* A cette valeur de /a tension, /a température de /a jonction ne doit pas dépasser 70°C. 
* * Source: filament de tungstène, température de couleur 2856 K. 
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Temps de commutation 

VR = 1 0 V ; R L = 1 kn ; À = 840 nm 
temps de montée . . . . . . . . . . . . 
temps de décroissance ........ . 
VR =50 V; RL=1 kn ;À=840 nm 
temps de montée ... 
temps de décroissance . . . . . . . . . 

Fig. 2 

•. Fi+ BPX 61 p. Page 3 

tr typ 25 ns 
tf typ 40 ns 

tr typ 15 ns 
tf typ 20 ns 

VR=5 V 

BPX 61 (Pl 

Circuit de mesure des temps de commutation 

Fig. 3 
Formes d'onde d'entrée et de sortie et définition des temps de commutation 

Puissance équivalente de bruit 
VR=10V; f= 1 kHz; À=930nm; t.f=1 Hz. NEP 

Détectivi té 
VR=10V; f=1 kHz; À=930nm;t.f=1 Hz . D 

typ 30 

typ 86 

fW.Hz·1/2 

fm.Hz 1/2.W·1 
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À=930 nm 

10 

i..-' 

./ 
V 

Val. typ 
VR=5V 
E = 1000 lx 

125 

L.-I-- 1-" 

l..-i-1--

75 

o 25 50 

94 

L.- i-

/ 
V 

Fig. 4 

1--

75 

Fig. 5 

1--

-ëF'+ BPX 61 P - Page 4 

10" 
~ 

/" 
V 

7 

""" 

10 

1..-~ .--
~ t-" 

100 



"ahi__ BPX 61 P - Page 5 

10 

IR 
(nA) 

0,1 

105 
IR 

1 

Val. typ 
Tamb=25°C 
E=O 

(nA) E =0 
Val. typ 

,/ 

'/ 

/ 
....... 

V 

./ 
~ 

10 
Fig. 6 

""'" 
V 

/ 

./ 

104~ ________ -4 __________ ~ __________ ~ ________ _+--~~~~ 

103~ ________ ~ __________ ~ __________ ~ __ ~~~~ ________ ~ 

102~ ________ ~ __________ ~ ____ ~~~~ ________ -+ __________ ~ 

10 r----------4------~~~~--------~--------_+----------~ 

o 25 50 75 100 125 

Fig. 7 

95 



100 

C 
(pF) 

10 

96 

..... --.. -......... 

o 

Sr 
(%) 

100 

50 

o 
250 

-............. --

-.Fi__ BPX 61 P - Page 6 

typ 

'! 

750 À (nm) 1250 

Fig. 8 

1--..... ---

10 

Fig. 9 

Val. typ 
Tamb = 25°C 
f= 1 MHz 

-

VR(V) 100 



--F'-- BPX 61 P - Page 7 

400 

(mW ) 

300 

~ 
':sl 

1\0;,-
..,~ 

\ \\ 

~ 
200 

\\ 
100 

1\ 

~ 

o Il 
o 50 Tamb 100 (OC) 150 

Fig. 10 

o 

-90UL1J-L1-LJ-L1-LJ-L1-LJ-LJ:~~~~~~[j-L~L1-L1-LJJL1-LlJLJU90 
100 75 50 25 0 25 50 75 % 100 

Fig. 11 

97 





phototransistors 

• 





phototransistor 
NPM 

BPW22 A 

Mai 1982 

Phototransistor au silicium NPN, en boîtier plastique SOD 53D (diamètre 3 mm) à sorties 
axiales au pas de 2,54 mm. 

Sa réponse spectrale centrée dans le proche infrarouge et s'étendant de 550 à 950 nm pour 
50 % de sensibilité, le destine à la détection aussi bien dans le visible que dans le proche infra­
rouge. 

Associé à l'émetteur infrarouge COY 58A, il permet la réalisation de liaisons et barrières opti­
ques de courtes distances, de codeurs optiques, de régulateurs de vitesse, lecteurs de cartes, 
badges, bandes perforées, etc ... 

Le BPW 22A est proposé en deux classes de sensibilité. 

CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) •. 

Courant collecteur en continu 

Courant d'obscurité 
VCE =30 V ........ . 

Courant collecteur en éclairement 
VCE=5V;E=1 mW/cm2;"h= 930nm BPW 22A-1 

BPW 22A-1I 

Température de jonction ............ . 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale .. 

Angle de réceptivité ............... . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER SOO 530 

iP2'O 1-160min-1,0 ' 

-4 - 1C===::t' 
12,541 ----. ---

W-- / 
e L 18,omin __ 1440----

Fig. 1 

.. 

VCEO 
IC 

ICEO 

IIC(L) 
CIL) 

Tj 

"hp 
IJ 

max 

max 

max 

min 
min 

max 

typ 

typ 

50 

25 

100 

1,5 
5 

100 

800 
±10 

V 

mA 

nA 

mA 
mA 
Oc 
nm 

° 

Dimensions en mm 

0,53 
0,45 

g~~ 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limite. absolues selon publication cel 134) 

Tensions 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) •••••• 

Courents 

VCEO 
VCEO 

Courant collecteur (continu) • . • • • • • • • • • . • IC 
Courant collecteur (valeur crête) . . • . • • • • • • • ICM 

Puissence dillipée 

Puissance totale dissipée (Tamb ~55°C) 
montage sur circuit imprimé .•••.•• 

Temp6l"aturll 

Température de stockage 

Température de jonction .•..•••• 

Température de soudage Itsld ~ 1 0 s) 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance (mont!lge sur circuit Imprimé) Rth j-a 

max 50 
max 7 

max 25 
max 50 

max 100 

- 55 à + 100 

max 100 

max 240 

0,75 

V 
V 

mA 
mA 

mW 

Oc 
Oc 
Oc 

K/mW 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contreire 

Tension de claquage collecteur-émetteur 
IC = 1 mA ; E =0 ..•.••.•••• 

Tension de claquage émetteur-collecteur 
IC =0, 1 mA; E =0 ...•••..•.•••••• 

Tension de saturation collecteur-émetteur sous 
éclairement (11 
IC = 1 mA; E = 1 mW/cm2; À =930 nm •••••• 

Courant collecteur en éclairement 
VCE =5 V; E =1 mW/cm2, À = 930 nm 22A - 1 

22A - Il 
Courant d'obscurité collecteur 

VCE=30V;E=O······· .•.••• 
Longueur d'onde du pic de réponse spectrale ••• 
Largeur de bande à mi-sensibilité. . •.••••••.• 
Angle de réceptivité ....•.••.•..••••••• 

Temps de commutation en éclairement (2) 

IC =2 mA; VCC=5 V; Tamb=25°C 

V(BR)CEO 

V(BR)ECO 

VCEsat 

IC(LI 
IC(L) 

ICEO 
Àp 
tu 
() 

temps total de montée RL = 100 .n . • . • . • . ton 
RL=1 k.n .••••• , ~on 

temps total de croissance R L = 100 .n . • toff 
RL=1 k.n •.•..• , toft 

1) Sourcil :diodll Ga A; À =930 nm 
2) Voir Fig. 2 lit 3 : Circuit dll mesurll lit définition. 
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--

Fig. 2 
Circuit de mesure des temps de commutation 

-
Fig. 3 

Formes d'onde et définition des temps de commutation 
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phototransistor Darlington 
au silicium 

NPN 
BPW71 

Janvier 1982 

Phototransistor Darlington au silicium NPN, en boîtier microminiature SOT-71A, destiné au 
montage en matrice ou réseau sur circuit imprimé. 

En association allec la diode électroluminescente COY 50 ou COY 52, il est parfaitement adapté 
à la lecture des bandes et cartes perforées, etc ... 

Il se caractérise par une sensibilité très élevée. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base oUlierte) 

Courant collecteur en continu 

Courant d'obscurité 
V CE = 10 V; E = 0 

Courant collecteur en éclairement 
VCE =5 V; E = 1 mW/cm2 ; À=930 nm 

Température de jonction 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale 

An gle de récepti vi té 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOT 71 A 

VCEO 

IC 

ICEO 

IC(L) 

Tj 

Àp 
e 

max 30V 

max 100 mA 

max 100 nA 

min 15mA 

max 150°C 

typ BOO nm 

typ ±20o 

Dimensions en mm 

j 4 L: Emetteur 
Collecteur 0:5 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites ablOluesselon publication CEl 134) 

Tensions 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 
Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Courants 
Courant collecteur (continu) ... 
CouranJcoliecteur (valeur crête) 

t p "",0,1 ms; {, =0,01 ..... 

Puissance dissipée 
Puissanœ totale ~issil?~ (T amh ";;55°C) 

montage sur CIrcuit Impnm-é ..... 

Températures 
Température de stockage. 
Température de jonction ....... . 
Température de soudage (tsld";; 1 0 s) 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambianœ ............ . 
Jonction ambianœ (montage sur circuit 

imprimé) ................ . 

VCEO 
VECO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tstg 
Tj 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 30 V 

max 7 V 

max 100 mA 

max 150 mA 

max 100 mW 

-65à+150 Oc 
max 150 Oc 
max 240 Oc 

2 K/mW 

0,95 K/mW 

CARACTE RISTIOUES T j = 25°C sauf indication contraire 

Tension de claquage collecteur-émetteur 
IC=1 mA ............... . 

Tension de daquage émetteur-collecteur 
IC=O,1 mA ................ . 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
sous éclai re ment 1) 
IC=2 mA;E =1 mW/cm2 ;À=930nm. 

Courant collecteur en éclaire~Qt 
VCE=5V;E=1 mW/cm ;1\=930nm. 

Courant d'obscurité collecteur 
VCE=10V;E=0 ............. . 

VCE = 10 V; E =0; Tj =1000C ...... . 
Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 
Largeur de bande à mi-sensibilité 
Angle de réœptivité ............. . 
Aire sensible ................. . 

Temps de commutation en écleitemsnt 2) 
IC=5 mA; VCC=5 V; RL=1oo n 
temps de retard à la montée ... 
temps de montée .. . 

temps de stockage ......... . 
temps de décroissanœ ...... . 

1) Source: diode Ga As, À =930 nm 
2) Voir fig. 2 et 3 : Circuit de mesure et définition. 
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Fig. 2 
Circuit de mesure des temps de commutation 

Fig. 3 
Formes d'onde et définition des temps de commutation 

111 



IC(L) 

mA 

100 

80 

60 

40 

10 

112 

Val. typo 
Tamb=25°C E(mW/cm2 =3 

p=100 mW 

\ , ... 

.... 

, 

"-

Source 930 nm 

o 2 

7 
/ 

7 

0,1 

4 

Fig. 4 

7 
7 

T7 

V 
/ 

V 

2,5 

2 

/ .... 

1,5 

1 

1 

0,5 

1/ V 

--Fi-- BPW71 - Page 4 

IC(L) 
(mA) 

50 

40 

30 

20 

10 

p=100 mW, 

o 2 

l/ 
-;7 

/" 
./ 

l,.-V' 

Fig. 6 

4 

Fig. 5 

Val. typ 
Source 930 nm 

Tamb = 25°C 

E(mW/cm2 ) 

..... 

-

Val. typ 

VCE =5 V 
Source 930 nm 

10 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 
0,2 

0,1 



ICEO 
(nA) 

10 

ICEO 
(nA) 

10 

Val. typ 
VCE =10 V 

~ 
25 

V 
/ 

V 
/ 

V 

l/ 

/ 
l-'Y 

10 

Fig. 7 

•. Fi+ BPW71 - Page 5 

7 

/ 
/ 

/ 

Val. typ 
Tj =25°C 

...-/ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
./'" 

50 
Fig. 8 

75 100 

113 



114 

IC(L) 
(mA) 

10 

0, 1 

, 
"'\ 

1\ l' IF _20 mA 

\ 1\ 
1\ 

1\ 
IF 10mA \ 

\ 
\ 
~ 

~ ~ 

\' 
..i 
~ 

=t~s09 EBPl71 
.1 

10 

Fig. 9 

_.Fi __ BPW71-Page6 

VCE 5V 
IF 20 mA 
d=5mm 

d (mm) 



IC(L) 
(mA) 

50 

40 

30 

20 

-50 

1/ 
1/ 

V 
/ 

/ 
V 

l/ 
1/ 

-25 o 

[....-

i/ V 

•• Fi__ BPW71 - Page 7 

1 1 1 

Valeurs typiques 

....... 

25 

Fig. 10 

r--.: .... 

50 

VCE=5 V 
Tamb = 25°C 
Val. typ 

75 

115 



100 

10 

116 

Val. typ 
Tamb =2SoC 
VCC=S V 

"- r-... 

RL 1 kn 

1 soon 

......... 
.... 

i'-.. 

1'-..... 

10 

Fig. 11 

100 

10 

100 n 

il-11 
le (mA) 

......... 
........... 

......... 
........... 

...... 

) 

100 

10 

-='i+ BPW71· Page 8 

........ 
IRL-1kn 

r--.... 
Î'i'-- - soo n 

100 n 

Val. typ 
Tamb = 2SoC 
VCC=S V 

Val. typ 
Tamb=2SoC 
VCC=S V 

10 

Fig. 12 

Ic(mA) 

RL=1 kn 

soo n 

100 n 

10 le (mA) 

Fig. 13 



Ptot 
(mW) 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
o 

5ur C.I 

~ -1 ...,. 
0> 

40 80 

Fig. 14 

\\ 

% 
t:, 
~-

o 

100 

50 

o 
250 

•. F'+ BPW71 - Page 9 

typ 

750 ~ (nm) 1250 

Fig. 15 

~oUJLLlJJLl1JLLlJLLLlJlrtj~~~tI~LLlJ-LlJJLllJLLl~~o 
100 O!o 75 50 25 0 25 50 52 75 0/0 100 

Fig. 16 

117 





phototransistors 
au silicium 

NPN 
·.Fi--

BPX25 
BPX29 

Mai 1982 

Phototransistors planar épitaxiés, en boîtier métallique SOT-29/1 awc lentille frontale pour le 
BPX 25 ou SOT-29/2 avec fenêtre plane pour le BPX 29. 

Leur grande sensibilité les destine aux applications de détection à faible niveau et l'herméticité 
du boîtier les recommande plus spécialement pour des environnements difficiles dans les do­
maines professionnel et militaire associés à leurs homologues COY 49B et COY 49C. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouwrte) 

Courant collecteur en continu. 

Courant d'obscurité 
VCE=24V;E=0 ..... 

Courant collecteur en éclairement à 1000 lux 
VCE =6 V BPX 25 

BPX 29 
Température de jonction ................. . 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale ..... . 

Angle de réceptivité BPX 25 
BPX 29 

VCEO 
IC 

ICEO 

IIC(L) 
C(L) 

Tj 

Xp 
o 
o 

max 

max 

max 

min 
min 

max 

typ 

typ 
typ 

32 V 
100 mA 

100 nA 

4 mA 
0,2 mA 

150 Oc 
800 nm 

±15 ° 
±40 ° 

DONNEES MECANIQUES Di mensions en mm 

BOITIER SOT 29/1 
avec lentille 

BPX25 

BOITIER SOT 29/2 
avec fenêtre 
plane 

BPX29 

__ 5,8 .. 
max 

1.16 JI 
max " 450"1 
~~> . e b 

,,/~~ , ./ /-{ . 

~~x '{ " . 

c/ ::'2,54-

__ 5,8 .. 
max 

5,3 

~·aJs~~ Lt 6,9 _1_ 12,7min _1 
max 

.~~.~ 4,8 1 
max r 

+ 
--1_ 5,5 .. 1_ 127min _1 

max 1 

Fig, 1 

+ 0,48 
• max 

+ 0,48 
• max 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Wmites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .. VCBO max 32 V 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . VCEO max 32 V 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert). VEBO max 5 V 

Courants 
Couran t collecteu r en continu .. IC max 100 mA 
Courant collecteur (valeur crête) ICM max 200 mA 

Puissance 

Puissance totale dissipée (T amb ';;;;25°C). Ptot max 300 mW 

Températures 
Température de stockage. Tstg -65 à + 150 Oc 
Température de jonction. Tj max 150 Oc 

RESIST ANCES THE RMI QUES 

Jonction-ambiance. Rth j-a 400 K/W 
Jonction-boîtier ....... Rth j-c 150 K/W 

CARACTE RISTIQUES T amb = 2SoC sauf indication contraire 

Courant d'obscurité collecteur BPX25 BPX29 
VCE =24 V; E =0 ..... ICEO typ 10 10 nA 

max 100 100 nA 
VCE =24 V; E=O; Tj=100oC. ICEO typ 10 10 ~ max 100 100 

Courant collecteur en éclairement de 1000 lx 11 
VCE =6 V ........ . . . . . . . . . . . IC (LI min 4 0,2 mA 

typ 10 0,6 mA 

Gain en courant continu 
IC =2 mA; VCE =6 V. ........... hFE typ 500 SOO 

Fréquence de coupure 2) .... . . . . . . . . fco typ 220 200 kHz 

Temps de commutation2) 
Temps de retard à la montée td typ 1 2,5 ilS 

max 3 5 ils 
Temps de montée .. tr typ 1,5 2,5 ilS 

max 3 5 ilS 
Temps de stockage. ts typ 0,2 0,2 ilS 

max 0,5 0,5 ilS 
Temps de décroissance. tf typ 1,5 3,5 ilS 

max 4 8 ilS 

Angle de demi-sensibilité 0 typ ±15 ±40 ° 

Longueur d'onde du pic de réponse Àp typ 800 800 nm 

1) Lampe à filament de tungstène Tc =2l1z56 K 
2) Source au GaAs modulée: 0,4 mW/cm : Résistance de charge optimale: 50 n; V CE =24 V 
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phototransistor 
au silicium 

NPN 
BPX 71 

Janvier 1982 

Phototransistor NPN, en boîtier miniature SOT 71 A, destiné aux applications dans la détection 
des signaux lumineuxet la lecture des cartes perforées. 

" est disponible en 2 classes de sensibilité lumineuse, 

CARACTE RISTIQUES PR INCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ....... . 

COLl'ant collecteur en continu ....... . 

Température de jonction ......... . 

Courant d'obscLl'ité collecteur-émetteur 
VCE =30 V; E =0 ........ . 

Courant collecteur sous éc\aire~nt 
VCI; =5 V; E =20 mW/cm 
(Voir Note 1 Page 2) BPX 71-203 .... . 

BPX 71-204 .... . 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale .. . 

Angle de demi~ensibilité .............. . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER SOT 71A 

l 
1,58 

~~~----~~~ 
collecteur 

Fig. 1 

VCEO 

IC 

Tj 

ICEO 

IIC (L) 
C (L) 

Àp 
() 

max 50 V 

max 20 mA 

max 150 Oc 

max 25 nA 

4à 8 mA 
7 à 15 mA 

typ 800 nm 
typ ±20 ° 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues l8Ion publication cel 1341 

Tensions 

Tension collecteur-émetteur. 
Tension émetteur-collecteur. 

Courants 

Courant collecteur en continu •• 
Courant collecteur (valeur crêtel 

tp~SO /olS; Il =0,1. 

Puill8ncas 

Puissance totale dissipée (T mb ~55°CI 
Puissance totale dissipée (T amb ~ SOoC). 

Températuras (1) 

Vceo 
VECO 

Ptot 

Ptot 

Température de stockage. . . • . • • . . . • • • . • . . T ~tg 
Température de jonction. . • • . . • . • • . . • . • • . Tj 
Température de soudage è 1,5 mm du corps du boîtier 

tsld ~10 s' . . . . • . . . • . • . • • • . • • . . • • Tsld 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance ..••. 
Jonction-fond de boîtier .• 

Rth j-amb 
Rth j-mb 

max 50 
max 7 

max 20 

max 50 

max 100 

max 50 

-65 il +150 
max 150 

max 260 

2 
950 

V 
V 

mA 

mA 

mW 
mW 

Oc 
Oc 

Oc 

K/mW 
K/W 

CARACTERISTIQUES T amb = 25°C sauf indication contraire 

Courant d'obscurité collecteur 
VCE =30 V; E =0 •••••••••••••••.••. ICEO(D) max 25 nA 

VCE =30 V; E =0 ; Tamb = 100°C ••••••••• ICEO(D) max 100 /olA 

Courant collecteur en éclairement 
VCE = 5 V ; source: filament de tungstène 
température de couleur 2856 K 
E = 4,75 mW/cm2 (2) ............. ICEO(L) typ mA 

E =20 mW/cm2 (21. ••••.••••• BPX 71-203 ICEO(L) 4i18 mA 
BPX 71-204 ICEO(L) 7 il 15 mA 

Tension de claquage collecteur-émetteur 
Ic=O,5mA ;E=O ...••.••• .......... V(BR)CEO min 50 V 

Tension de claquage-COllecteur 
IC =0,1 mA; E =0 .••.•...•••.••..••. V(BR)ECO min 7 V 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IC =0,4 mA ; E = 20 mW/cm2 (2) .•....••.. VCEsat typ 150 mV 

max 400 mV 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale •.•... Àp typ SOO nm 

Largeur de réponse spectrale è mi-intensité .•..••• /).À typ 400 nm 

(1) Ces phototransistors seront montés en émetteur commun sur circuit imprimé pour les 
lecteurs de cartes. 

(2) Source à filament de tungstène, non filtrée, à la températura de couleur de 2856 K. 
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Temps de commutation 

VCC=35V;IC=O,8mA;RL=1 kn 
temps de retard à la montée. 

temps de montée . 

temps de stockage. 

temps de décroissance 

IIOQ 

Vi~---[~}----' 

CQY" C 

td typ 
max 

tr typ 
max 

t s typ 
max 

tf typ 
max 

y------.... + Vcc 

~~-------eV. 

Fig. 2 
Circuit de mesure des temps de commutation 

90% 

10% 

1 s ---.oi-----I+ l' 

Fig. 3 

2 
20 

3 
30 

0,1 
2 
2,5 

20 

Vi =tr =tf =50 ns 
t p =20 ilS 
f= 500 Hz 

Formes d'onde et définition des temps de commutation 

/olt 
/olS 
/olS 
/olS 
/olS 
ilS 
ilS 
ilS 

127 



6 

IC (L) 
(mA) 

4 

2 

o 
o 

10 

IC (L) 

(mA) 

1 

128 

Val. typo .1 
Tamb=2SoC 1-++,1 '1 

III ~'c~ 
~() ~ ;." 

'é." 

,c:, 

,0 

4,7S 

S VCE (V) 

Fig. 4 

VCE SV 
1--Tamb-2SoC 

/ 

10 

IC (L) 
(mA) 

10 

10- 1 

'\. 1/ 
\V~ 

~~ 1.1 
,," 1/ 

YJ ,," ~. ,.. 
/ 1/ 

./ 
17 

/ 
V 

Fig. 6 

-=Si__ BPX71- Page 4 

1 

li' 

1/ 

VCE 
Tamb 

Il 

1111 

SV 
2SoC 

,.. 
J 

/ 
V 

typ,.. 

/ 

10 E (mW/cm2) 102 

Fig. 5 

10 102 

IL à E =20 mW/cm2 (mA) 



10 2 

ICEO 
(nAI 

10 

7,5 

t, 
(liS) 

5 

2:; 

Tamb·2S"c 

max 

/ tU 
7' 

1/ 
.1 

1/ 1 

/ 
/ 

10 VCE (VI 102 

Fig. 7 

Il 
I---H-f-H+Hl Val. typo 

Tj =25°C . 
I----f--+-I-H+I-H V cc = 35 V 

\ 
\\ 
\\ , 
\\ 1\ 
\ [\.1'0. 
r\:~ 1 III 

1\ 500A 

le (mA) 10 

Fig. 9 

-.Fi-- BPX71 - Page 5 

..... Ve~·30V 
ICEO 

(nA ) 

10' 

10 / 
25 

7,5 

t, 
(115 

5 

o 

) 

~ 
=s 

............ 

0,1 

1/ 

50 

.......... 
... 
... 

l' 

max il" I{yp 

V IJ 

75 Tl ("c) 100 

Fig. 8 

Il 
IVal. typo 
!~=25°C 
1 cc=35 V 

, 

I RL = 
1 kn 
500 
100 

n 
n 

le (mA) 10 

Fig. 10 

129 



130 

SÀ 

(%) 

100 

50 

o 
250 

... Fi__ BPX71 - Page 6 

o 

Fig. 11 

typ 

750 À (nm) 1250 

Fig. 12 



phototransistor 
au silicium 

NPN 
BPX72 

Mai 1982 

Phototransistor NPN, en boîtier miniature SOT 70, destiné aux applications dans la détection 
des signaux 1 umineux et la lecture des cartes perforées. 

Il est disponible en 2 dasses de sensibilité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouwrte) . VCEO max 30 V 

Courant collecteur en continu ........ . IC max 25 mA 

Tempé'ature de jonction .......... . Tj max 125 Oc 
Courant d'obscurité collectel.l'-émetteur 

VCE =20 V; E =0 .. , , . , ..... . ICEO max 100 nA 

Courant collectel.l' en éclairement 
IC (L) 0,85 à2 mA 
IC (L) 1,4 à3 mA 

VCE =5 V; E =20 mW/cm2 BPX 72-0. 
BPX 72-E. 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale ... Àp typ 800 nm 

Angle de demi-5ensibilité ..... e typ ±60 ° 

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm 

BOITIER SOT 70 

__ 5,8 __ 
max 

b 

4·~~~f:J[~1~~~~~~~~ m~ ~ 

+ .. 4,5 L- 12,7min -1 
max 

+ D,51 
+max 

131 



".Fa+ BPX 72 - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 1341 

Tensions 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-collecteur (base ouvertel 

Tension collecteur-base (émetteur circuitl . 

Courants 

Courant collecteur en continu. 

Courant collecteur (valeur crête) 
tp";;;;50 /lS; 1) =0,1. ...•.. 

Puissances 

Puissance totale dissipée (T mb";;;; 250 CI 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance .•.... 

CARACTERISTIQUES 

Tension de claqu.age collecteur-dose 
IC=0,1mA,E=0 ..•.... 

Tension de claquage collecteur-émetteur 
IC = 1 mA ; E =0 ............•.... 

Tension de claquage émetteur-collecteur 
IC=0,1 mA;E=O _ ..•..••.•••. 

Courant d'obscurité collecteur 
VCE =20 V ; E =0 •........ 

VCE =20 V; E =0; Tamb = 100°C 

Courant collecteur en éclairement 
VCE = 5 V ; source: filament de tungstène 
température de couleur 2856K 
E = 12 mW/cm2 . ........ . 
E =4,75 mW/cm2. . . . . . .. . . .BPX 72-0 

BPX 72-E 

Capacité collecteur 
IE=le =0;VCB=20V ....•.. 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale .. 

Largeur de réponse spectrale à mi-intensité ... 
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VCEO 

VECO 

VCBO 

IC 

Ptot 

Rth j-amb 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

30 
6 

40 

25 

50 

180 

-40à+125 

max 125 

V 

V 
V 

mA 

mA 

mW 

0,55 K/mW 

T amb = 25°C sauf indication contraire 

V(BR)CBO 

V(BR)CEO 

V(BRIECO 

ICEO 

ICEO 

IC (LI 
IC (LI 
IC (LI 

Cc 
Àp 
!::lÀ 

min 

min 

min 

typ 
max 

typ 
max 

typ 
0,85 
1.4 

typ 

typ 

typ 

40 

30 

6 

10 
100 

10 
100 

3 
à2 
à3 

3,5 
800 

300 

V 

V 

V 

nA 
nA 

/lA 
/lA 

mA 

mA 
mA 

pF 
nm 

nm 



Temps de commut'ltion 
VCC=5 V; IC=l mA; RL=100 n 
temps de retard à la montée. 

temps de montée. 

temps de stockage. 

temps de décroissance 

--

"·Fi __ 

Vcc=35V 

'---~osci"oscope 

Fig. 2 

typ 
max 
typ 
max 
typ 
max 
typ 
max 

Circuit de mesures des temps de commutation 

E 

-- ---- --90010 

Fig. 3 

BPX 72 - Page 3 

3 
6 
6 

20 
1,5 
3 
4 

20 

Formes d'onde et définition des temps de commutation 
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V3500 

...r'" 
~OOO 

~éo 

~O 

~OO 

1000 

=l---t-
- H---

-
. I- I-+-

20 

le (L) 
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VCE = SV 
Tomb= 25°C 
Tc=2856K 

/ 
tyl)' 

V 
" 

/ 
10 

Fig. 4 

VCE (V) 20 E (Ixl 

r 1 
à 2500 lx le (L) 

(mA ) 

10 

1 

I/~ 

Fig. 5 

VCE = 5 V 0 

Tomb=25 C 
Tc= 2856K 

~yp 

1 10 
le (L) à 1000 lx (mA) 

Fig. 6 



100 

ICEO 
(nA) 

10 

15 

t, 
(liS) 

10 

5 

1/ 

V 
/ 

J 
10 

!'I.. 

" 1'1'-0 

\ 
\ 

'\ 
1" 

TI = 25"c 

i;'~ 
,," 

t 

Fig. 7 

RL =1ko. 

500 0. 

--r- 1000. 

1 

, II. 
Val. typo 
VCE =5 V 
Tj = 25°C 

Il 1 1 1111 
-le (mA) 10 

Fig. 9 

ICEO 
(nA) 

15 

10 

5 
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1= VCE=20V 

1 

m.ix 1 
l' J 

li typ 

J / 

Il 

J 
50 100 Tj ("c) 150 

Fig. 8 

1 1 1 1 III. 
Val. typo 
VCE=5 V 
Tj =25OC 

~ 
RL=1,W, 

!'I.. -'\.. 50 00. 

l' 

........... 1"-1- 1000. 

- le (mA) 10 

Fig. 10 
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phototransisto r 
NPN 

BPX95C 

Janvier 1982 

Phototransistor au silicium, planar épitaxié NPN, en boîtier SOD 63 incolore. 

Sa réponse spectrale centrée dans l'infrarouge à 800 nm et s'étendant à mi-sensibilité de 550 
à 950 le destine à la détection aussi bien dans le spectre visible que dans le proche infrarouge. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . • . . . . VCEO 

Courant collecteur en continu. . . . • . . . . . . . . . .. IC 

Puissance totale dissipée T amb ~ 25°C . . . . . . . . . . Ptot 

Température de jonction ....•........... _ .. Tj 

Courant collecteur en éclairement 
VCE =5 V; E =1 mW/cm2, À=930 nm . 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale .. 

Angle de réœptivité ..•.•.. 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIE R SOD 63 

L~ IHI 
0,9 ~ 
0,6 r 

max 

max 

max 

max 

typ 

typ 

typ 

30 

25 

100 

100 

9 

SOO 
±10 

V 

mA 

mW 
Oc 

mA 

nm 

° 

Di mensions en mm 

0 0,58 
0,43 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Courants 

Courant collecteur en continu. 
Courant collecteur (valeur crête) 

t p = 50 l's ; /) = 0,1 . . . . .. 

Puissance 

Puissance totale dissipée (T amb";; 250 CI. 

Températures 

Température de stockage. 
Température de jonction. 
Température de soudage 

au niveau du plan de siège; tsld";; 10 s. 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance ......•.. 
Jonction-ambiance (montage sur circuit imprimé) 

VCEO 

VECO 

IC 

ICM 

Ptot 

T stg 
Tj 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 30 V 
max 5 V 

max 25 mA 

max 50 mA 

max 100 mW 

-4Oà+l00 Oc 
max 100 Oc 

max 240 Oc 

750 K/W 
500 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension de claquage collecteur-émetteur 
IC=l mA; E =0 ...•..•.••.. 

Tension de claquage émetteur-collecteur 
IC =0,1 mA; E =0 ........•.. 

Tension de saturation collecteur-émetteur* 
IC=2mA;E=1 mW/cm2 ;h=930nm 

Courant d'obscurité collecteur 
VCE =20 V; E =0 ...••...••••.•••••. 

Courant collecteur en éclairement* 
VCE=5V;E=1 mW/Cm2;h=930nm. BPX95C-l 

BPX95C-2 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale, .... . 

Largeur de réponse spectrale à mi-intensité ...... . 
Angle de mi· intensité . . .... . 

Aire réceptrice. . . . . . . . . . . . . ...... , .••• 

V(BR)CEO 

V(BR)ECO 

VCEsat 

ICEO 

IC (L) 

IC (L) 

hp 
[ù 

(J 

Ar 

* Source lumineuse .. filament de tungstène filtré à 930 nm. 
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min 30 V 

min 5 V 

max 0,4 V 

max 100 nA 

3 à 15 mA 

min 10 mA 

typ 800 nm 

typ 400 nm 

typ ±10 ° 

typ 1 mm2 
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Temps de commutation 
1 Con = 2 mA ; V CC = 5 V ; R L = 100 n 
temps total d'établissement ............ . ton 

toff 
typ 
typ 

3 
3 

j.l.S 
j.l.S temps total de décroissance ............ . 

VICQY 11C --

Fig. 2 
Circu it de mesure des temps de commutation 

1 1 
100n 

IC (mA) 10 

Fig. 4 

v~u 

Ol--f--..i[ 

Fig. 3 
Formes d'onde et définition des temps 

de commutation 

75 
VCC=5 V 
Tamb = 25°C 

50 

i'... 
r-.... - RL=l kn 

25 
....... 

........ 
........ 

500n 

............ 1 1 

100n 

1 

le (mA) 

Fig. 5 

10 
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~ 
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/ 

~ 

typ/ 
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Fig. 6 

typ/ 
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Fig. 8 
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'CEO 
(nA) 

10 

1 

10 

IC(L) 
(mA) 

7,5 

5 

2,5 

o 

1 VCE 30°C 
1 

IJ 

1/ 
o 

~IT 
Val. typ 
Tj =2SoC 
À=930 nm 

i-' 

'" 17 

1.--
...... 1"" 

1,..0 

..... 10-" 

"""",," 
17 

t-

o 5 

typ 

50 100 

Fig. 7 

1 1 1 1 
E = 1 mW/cm 2 

." 
~ 

" l-0,8 
l;..o 

1,..0 i-' 

1,..0 1- 0,6 1-

.... 
1 

0.4 1-

1 

0,2 1-

1 
1 

10 VCE (V) 15 

Fig. 9 
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SÀ 

(%) 

100 

50 

Fig. 12 

o 
250 

typ 

750 À (nm) 1250 

Fig. 11 
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diodes électroluminescentes 
(émetteurs infrarouges) 





diode électroluminescente 
infrarouge 

CQV11B 

Mai 1982 

Diode électroluminescente à l'arséniure de gallium, en boîtier SOT 29 muni d'une fenêtre 
plane, émettant dans le proche infrarouge lorsqu'elle est polarisée en direct. 

Elle est principalement destinée au couplages par la transmission à distance d'information 
modulée à haute fréquence. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu ...... VR max 

Courant direct (continu) .......... IF max 

Puissance totale dissipée (Tamb o;;;;95OC). Ptot max 

Puissance énergétique à 1 F = 20 mA . !/Je > 
typ 

Intensité énergétique à IF =20 mA le typ 

Température de jonction. . . . . .. Tj max 

Longueur d'onde du pic d'émission. ~ typ 

Angle d'émission à mi-intensité ... e typ 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER SOT 29-' avec fenêtre de verre plana 

-~x"" 

Le diamtJtre max des conducteurs n'est garanti que sur 12,7 mm. 

2 
30 
50 
60 

100 
64 

125 
880 

70 

+ 0,51 
+max 

V 
mA 

mW 

IlW 
p.W 

p.W/sr 
Oc 

nm 

° 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimitesabsolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. 

Courants 

Courant direct (continu) . 

Courant direct (valeur cfête) 
tp=lOOILS;/) =0,1. ......... . 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ~95°C 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance . 

Jonction-boîtier ... 

CARACTER ISTIQUES 

Tension directe 

IF =30 mA 

IFM =200 mA 

Courant inverse 
VR =2 V .... 

Capacité diode à f = 1 MHz 
VR=O ..... . 

Puissance énergique 
IF =20 mA ... 

IFM =20 mA; Tj =100oC. 
IFM =200 mA ...... . 

Intensité énergétique dans l'axe 
IF =20 mA ..... . 

Luminance énergétique 
IF =20 mA .... ~ ........ . 
IFM =200 mA;tp =100 ILS; /) =0,1 

Aire émissive. . . . . . . . . . . . . . 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur spectrale à mi-intensité ... 

Temps de montée à 1 Fon = 20 mA . 

Temps de décroissance à 1 Fon = 20 mA . 
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Rth j-a 

Rth j-c 

max 2 V 

max 30 mA 

max 200 mA 

max 50 mW 

-55 à +lS6 Oc 
max 125 Oc 

0,6 K/mW 

0,22 K/mW 

Tj =2SoC sauf indication contraire 

VF typ 1,3 V 
max 1,6 V 

VF typ 1,5 V 

IR max 0,5 mA 

Cd typ 65 pF 

<Pe min 60 pW 
typ 100 /J.W 

<Pe typ 50 /J.W 

<Pe typ 1,16 mW 

le typ 64 /J.W/sr 

Le typ 160 mW/cm2 sr 

Le typ 1500 mW/cm2 sr 

Ae typ 0,04 2 mm 

~ typ 880 nm 

t:,.X typ 40 nm 

tr typ 30 ns 
max 100 ns 

tf typ 30 ns 
max 100 ns 



300 

Zth j.e 
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~ 
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1 
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Fig. 2 
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III 

Perête 
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~ ...... ~ 

V 

.ILJL 
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T 
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Tj =25 Oc 

JL:.Jl 
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~ o 
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Fig. 4 
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diode électroluminescente 
infrarouge ·-Fi--

CQY 11 C 

Mai 1982 

Diode electroluminescente à l'arséniure de gallium, en boîtier muni d'une lentille, émettant 
dans le proche infrarouge lorsqu'elle est pOlarisée en direct. 

Elle est principalement destinée aux couplages, particulièrement avec les phototransistors 
BPX 25 ou BPX 72. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu ..... ...... 
Courant direct (continu) ...... ...... 
Puissance dissipée (Tamb ';;;;95°C) 

Puissance énergétique à 1 F = 20 mA . 

Intensité énergétique à 1 F = 20 mA .. 

Température de jonction ........ 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Angle d'émission à mi-intensité ..... 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER SOT-29/2 avec lentille 

k 
.. .-

2.54 

__ 5.8 .... 
max 

Fig, 1 

VR 
IF 

Ptot 

1>e 

le 

Tj 

Àp 

e 

Le diamt}tre max des conducteurs n'est garanti que sur 12.1 mm. 

max 

max 

max 

typ 

typ 

max 

typ 

typ 

2 

30 

50 

100 

1,25 

125 

880 

±5 

+ 0.51 
+max 

V 
mA 

mW 

jJ.W 

mW/sr 
Oc 

nm 

° 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 
Tension inverse en continu. 

Courants 
Courant direct (continu) .. 
Courant direct (valeur crête) 

t p =100IlS;Ii=O,1. .... 

Puissance 
Puissance totale dissipée à T amb ~ 95°C 

Températures 
Température de stockage ....... . 
Température de jonction. . . . ... . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance . 
Jonction-boîtier ...... . 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =30 mA .. 

IFM =200 mA 
Courant inverse 

VR =2 V .... 
Capacité diode à f = 1 MHz 

VR=O ........... . 
Puissance énergétique 

IF=20mA ........ . 
Intensité énergétique dans l'axe 

IF =20 mA .......... . 
Eclairement énergétique moyen 

montage de mesure de la figure 2 . 

IF =20 mA 

VR max 2 V 

IF max 30 mA 

IFM max 200 mA 

Ptot max 50 mW 

Tstg -55 à +150 Oc 
Tj max 125 Oc 

Rth j-a 600 K/W 
Rth j-c 220 K/W 

Tj = 25°C seuf indication contraire 

VF typ 1,3 V 
max 1,6 V 

VF typ 1,5 V 

IR max 0,5 mA 

Cd typ 25 pF 

cpe typ 100 IlW 

le typ 1,25 mW/sr 

Ee min 2,8 mW/cm2 
typ 5 mW/cm2 1) 

Photodiode 

~ J6D 

dI.'"'~1 ngrande surface 

~. __ L-+I~I ~~~omm: 

1) Cette valeur correspond à un 'C(L) de 0,4 mA pour le photo transistor BPX 25, et à 200 !lA 
pourBPX 72. 
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Coefficient de température de la puissance 
énergétique .... 

Aire de la section du pinceau émissif 
entre 0 et 10 mm de la lentille .. 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur spectrale à mi-intensité ... 

Temps de montée à IFon = 20 mA . 

Temps de décroissance à 1 Fon = 20 mA . 

_.Fi __ 

~ifJe/~Tj typ 

Abeam typ 

Àp typ 

!::,À typ 

tr typ 
max 

tf typ 
max 

Cay 11 C - Page 3 

0,7 %/K 

7 mm2 

880 nm 

40 nm 

30 ns 
100 ns 

30 ns 
100 ns 
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diodes électroluminescentes 
infrarouge 

CQY49 B 
CQY49C 

Mai 1982 

Diodes électroluminescentes au GaAs en boîtier SOT-29 avec fenêtre plane pour le Cay 49B 
ou avec lentille pour le Cay 49C. 

Elles émettent dans l'infrarouge quand elles sont polarisées en direct. 

Elles se caractérisent par un angle d'émission très ouvert pour la Cay 49B, très resserré pour la 
Cay 49C. L'une et l'autre sont utilisées pour le couplage avec les phototransistors BPX 25 et 
BPX 72 avec un système optique associé pour la première et sans système optique pour la 
seconde. 

CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Tension inverse .............. . 
Courant direct en continu ........ . 
Puissance totale dissipée à Tamb';;;; 25°C. 
Intensité énergique à 1 F = 50mA 

Température de jonction ..... . 
Longueur d'onde du pic d'émission. 
Angle d'émission à mi-intensité 

Cay 49B 
Cay 49C 
....... 
....... 
Cay 49B 
Cay 49C 

VR 
IF 
Ptot 
le 
le 
T' 

~ 
e 
e 

DONNEES MECANIOUES- BOITIER SOT-29/1 avec fenêtre plane 
1,16 JI 
max" 4501 

" "" . 

cay 49B 

max 
max 
max 
typ 
typ 
max 
typ 
typ 
typ 

5 V 
100 mA 
250 mW 

2,5 mW/sr 
10 mW/sr 

125 Oc 

930 nm 
80 ° 
15 ° 

Dimensions en mm 

.0,51 
~mQ" 

Fig. 1 

a 

:tJ 1 
1 .... 5,5 .... 1_ 12 7min _1 

max ' 

BOITIER SOT-29/2 avec lentille 
1,16 JI 
m~~50-'1 

cay 49C 

Fig. 2 

~. 

~~~~ 

a 

... 5,8 .... 
max 

~aJ 
+ 1_ 6,9 _1_ 12.7min _1 

max 

+ 0,51 
• max 
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_.Fi+ cay 49B/49C - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues salon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse . ........................ VR max 5 V 

Courants 
Courant direct en continu. IF max 100 mA 

Courant direct (valeur crête) 
t p <10 j.IS; 6 <0.Q1 . IFM max A 

Puissance 
Puissance totale dissipée 

Tamb :e;;;25°C; .... · .................. Ptot max 250 mW 

Températures 
Température de stockage. · ................. Tstg -55 à 100 Oc 
Température de jonction. · ................ Tj max 125 Oc 
Température de soudage à 1,5 mm du corps de boîtier Oc tsld:e;;; 10 s ........................ Tsld max 260 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance ; .......... Rth j-a 400 K:it/ 

Jonction-ambiance sur circuit imprimé. Rth j- 350 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =50 mA . . ....................... VF typ 1,3 V 

max 1,5 V 

Courant inverse 
VR =5 V ... . . . . . . . . . . . . . . · ...... IR max 100 IlA 

Intensité énergétique 
IF =50 mA COY 498 le min 1 mW/sr 

typ 2,5 mW/sr 
COY 49C le min 5 mW/sr 

typ 10 mW/sr 

Longueur d'onde du pic d'émission ... · ...... Àp typ 930 nm 

Largeur spectrale à mi-intensité. · ...... flÀ typ 50 nm 

Angle d'émission de mi-intensité COY 498 8 typ ±40 ° 
COY 49C 8 typ ± 7 ° 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=o ............. · ...... Cd typ 55 pF 

Temps de commutation 
Ifon = 50 mA; tp = 2 ilS; f = 45 kHz 

600 temps de montée . . . . . . . . . ... tr typ ns 
temps de décroissance · ........ tf typ 350 ns 
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1000 
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o 
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tp - 1O IlS 
T = lms 

. Tj =25°C 

Val. typ 

I F = SOmA 

N 

'" 20mPr---
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1] (OC) 

Fig.5 

1 
Il 

J 
lltyp l- I-1--

7 
Il 

1 
Il 

1 
1 
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V 
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Fig. 4 
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le 
{mW/sri 

10 

0,1 

150 

le 
(%) 

100 

50 

o 
-50 

160 

Val. typ 
Tj =2SoC 

7 
COY 49C 1/ 

Il 

o 

10 

Fig. 6 

typ 

50 

Fig. 8 

1/7 

COY 49 B 

100 150 
li (OC) 

... Fi__ Cay 49B/49C . Page 4 

le 
(mW/sr 

10 

0,1 

100 

1. 
(%) 

50 

) 

1/ 

10 

o 
850 

/ 
COY 49C 1/ 

V~ 

1/ 1/ 

7 

/V COY 49 B 

Val. typ 

i'=10J.LS 
=1 ms 

Tamb =2SoC 

Fig. 7 

1/1\. 

1 1\ 
Il 1\ 
Ir \ 

\ 

typ 
1\ 
1\ 

Il \ 
Il 

1\ 
J \ 

1 

j \ 
7 

17 
900 950 À (nm) 1000 

Fig. 9 
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diode électroluminescente 
infrarouge 

Diodes électroluminescentes au GaAs en boîtier 00-31 avec lentille. 

Elles émettent dans l'infrarouge lorsqu'elles sont polarisées en direct. 

• iiiF e--
CQY50 
CQY52 

Mai 1982 

Associées au phototransistor BPX 71, elles constituent des couples parfaitement adaptés 
à la lecture des cartes et des bandes perforées. 

Leur petite taille leur permet d'être montées en réseaux sur circuit imprimé au pas de 2,54 mm. 

D'une manière plus générale elles peuvent être utilisées pour tout couplage optique avec les 
phototransistors BPX 71, BPX 72, BPX 75 et BPX 95C. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ..•..•......... 

Courant direct en continu ......... 

Puissance totale dissipée à Tamb~ 25°C. 

1 ntensité énergique à 1 F = 20 mA CQY50 

CQY 52 

Température de jonction ............. ...... 
longueur d'onde du pic d'émission. 

Angle d'émission à mi-intensité. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER 00-31 avec lentille 

360 . 
2.97 

-t~~-I 
1.75 

-1,57-1 

1,58 
max 

• / ' 1 

.. 

1\ 

li 
ano d/ 

ceramique .... 11_ cathode 

0,25 
0.13 

Fig. 1 

VR max 

IF max 

Ptot max 

le min 

le min 

Tj max 

Àp typ 

8 typ 

cathode 

5 V 
100 mA 

150 mW 

180 J.l.W/sr 

450 J.l.W/sr 

125 Oc 
930 nm 

±17 ° 

dimensions en mm 
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•. Fi-- COY 50/52 - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication 

Tension 

Tension inverse 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p <10 /lS; li <0,01. 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb ~25°C; sur circuit imprimé* . 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance; sur circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =50 mA ...... . 

IF =500 mA; t p = 10 ILS; li =0,01 

Courant inverse 
VR =5 V ..... . 

Intensité énergétique 
IF =20 mA 

Puissance énergétique 
IF =20 mA 

IF =50 mA 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Angle d'émission de mi-intensité 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O ....... . 

Temps de commutation 

1 Fon = 20 mA; tp = 2 ILS; f = 45 kHz 
temps de montée .......... . 
temps de décroissance ........ . 

COV50 
COV 52 

COV 50 
COV52 

COV50 
COV 52 

Ptot 

Tstg 

Tj 

Rth j-a 

max 5 

max 100 

max 800 

max 150 

-65 à 150 

max 125 

660 

v 

mA 

mA 

mW 

K/W 

T j = 25°C sauf indication contraire 

VF 

le 
le 

typ 
max 

typ 

max 

min 
min 

min 
min 

typ 
typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 
typ 

1,3 
1,5 

2,3 

100 

180 
450 

160 
400 

700 
1500 

930 

40 

±17 

45 

600 
350 

v 
V 

V 

/lA 

/lW/sr 
/lW/sr 

nm 

nm 

° 

pF 

ns 
ns 

* Comportant pour chaque conducteur et de chaque côté d'une plaque de verre époxy d'épais­
seur 1,6 mm, des lIots de cuivre de 6 x 2 mm et d'épaisseur 35 jlm. 
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Fig. 2 
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Fig. 4 
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Val. typ 
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600 

Ip 
(mA) 

400 

200 

° ° 
10 

1 

... ~ 

10-2 
-50 

l''-~i'-

° 

typ 

tp = 10 fls 
() = 0,01 
Tamb = 25 Oc 

2 

Fig. 3 

Vp(V) 

',IF =20-50 mA 

typ 

50 

Fig. 5 

4 
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VCE SV CQY50/BPX71 
IF = 50 mA 
Tamb = 25 Oc 

°WctJ 
r-..... 

'" " 
BPX71 avec le 10mA 

~ 
~t ~ ~g ;'W~ ':m ~t 

l' , 
, 
~ \ 

f--BPX71 avec le=5 mA \c 
\. c----at VeE =5 V et \ \ -E =20 mW/cm2 

\ 
\ 

\ 
10 d(mm) 

Fig. 6 
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10 
CQY50/BPX71 IF = 50 mA 

VCE = 5 V CQY52/BPX71 
d = 7 mm 

lC(T) dlldjctJ lC (25 oC) 

1 
tW 

10 
-1 

10-2 

-50 o 50 

Fig. 7 

Fig. 9 
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diode électroluminescente 
infrarouge 

CQY 58 A 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAs, en boîtier SOD-53 D, diamètre 3 mm coloré en bleu très 
sombre. 

Elle émet dans l'infrarouge quand elle est polarisée en direct. 

Elle est destinée aux couplages et particulièrement avec le phototransistor BPW 22 A. 

Elle est sélectionnée en deux classes d'intensité énergétique. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ................ VR max 5 

Courant di rect en contin u . . . . . . . . . IF max 50 

Puissance totale dissipée à Tamb ~25OC PtQt max 100 

Intensité énergétique à 1 F = 20 mA COV 58 A-I le typ 3 
COV 58 A-II le typ 6 

Température de jonction ....... Tj max 100 

Longueur d'onde du pic d'émission. Àp typ 930 

Angle d'émission à mi-intensité. IJ typ ±10 

V 
mA 

mW 

mW/sr 
mW/sr 

Oc 

nm 

° 

DONNEES MECANIQUES Dimension en mm 
BOITIER SaD-53 0 bleu sombre 

__ 2.01-160min-
1.0 • 

~ ~ - ,.------+--.. 

2.54 w- ,,.---~ Q(+'L 
lB.Omin ___ , .... t---- 7•O -----"--4.~, 

6.6 

Fig. 1 

0.53 
0,45 

g~~ 
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_.Fi__ CQY 58 A - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Jimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu .................. VR 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p =101-'5;6=O,01. ..... 

Puissance 

Puissance totale dissi pée à T amb ~ 25°C 
(montage sur circuit imprimé) .............. Ptot 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ................. . 

Température de soudage à 3,5 mm du corps de boîtier 
tsld ~7 s. . . . . . . . . . . . . . . ..... 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance (sur circuit imprimé). 

Tsld 

Rth j-a 

max 5 

max 50 

max 200 

max 100 

- 55 à + 100 

max 100 

max 260 

750 

V 

mA 

mA 

mW 

Oc 
Oc 

Oc 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension continue à 1 F = 10 mA. 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité énergétique 
IF =20 mA 

Puissance énergétique 
IF=20mA .... 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Angle d'émission demi-intensité. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
VR=O ............ . 

Temps de commutation à IFon =20 mA 

temps de montée .... . 

temps de décroissance ........ . 

170 

........ IR 

cay 58 A-I le 

Cay 58 A-II I~ 

CPe 
Àp 

&... 
8 

Cd 

tr 

tf 

typ 1,2 V 
max 1,5 V 

max 100 IJA 

min 1 mW/sr 
max 5 mW/sr 
min 3 mW/sr 

typ 1 mW 

typ 930 nm 

typ 50 nm 

typ ±1O ° 

typ 40 pF 

typ 3 1-'5 

typ 3 1-'5 
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l' 
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J 
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Fig. 2 

1,4 

V F 
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o 

Fig. 3 

Val. typ 
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IJ 
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le 

(mW /sr) 

10- 1 

10-2 
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10 

le 
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, 

1 

/ 

V 
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IJ 

V 
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Fig. 5 
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t-

~OmA 

" \ 
\ 
\ 

r-
i\mA 

Val. typ \ VCE =5 V 
Tamb =25OC 

5 10 20 
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lem 

(mW/sr) 

10 

10-1 

10-2 

1/ 

V 

./ 

V 

Vtvp 

Tamb=25OC 
tp = 10 ilS 
li =0,01 

1 10 

10 

le 
(mA) 

...... ~ 
Val. typ 
d*=10mm 
VCE =5 V 

1 
-50 o 

Fig. 6 

I~ JI 
50mA 

r"'-r--. 
..... -.2~mA 

l' 

Fig. 7 Fig. 8 
* d = distance en tre ca y 58 A et BPW 22 A couplés, calculée sur l'axe de couplage de sommet 

de bOÎtier à sommet de bOÎtier. 
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diode électroluminescente 
infrarouge 

CQY89A 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAs, en boîtier F042, diamètre 5 mm coloré en bleu très 
sombre. 

Elle émet dans l'infrarouge quand elle est pOlarisée en direct. 

Elle est destinée aux applications dans la commande à distance. 

Elle est sélectionnée en deux classes d'intensité énergétique. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ............... VR max 

Courant direct en continu ......... IF max 

Puissance totale dissipée à T amb :s;;; 25°C Ptot max 

Intensité énergétique à IF = 100 mA CQY89A-1 le typ 

CQY89A-1I le typ 

Température de jonction ....... Tj max 

Longueur d'onde du pic d'émission. ~p typ 

Angle d'émission à mi-intensité. (J typ 

5 V 
130 mA 

215 mW 

15 mW/sr 

22 mW/sr 

100 Oc 
930 nm 

40 ° 

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm 

BOITIER F042 bleu sombre 

+ ~ IHI 
09-~ 
0:6 r 0,9 

0,6 

-11- 10 0°,58 

~f"--~-. ""?-_-_-_-_-_-_-_~rFP. :: :~k{:'~14 
1 

O,Ii 1 
9,5 ___ ... --~,'~ ... -12.7min-
8,5 

Plan de siège -.I .... t----14.7min----t.~1 

Fig. 1 
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_aFi" COY89A - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tanslon 

Tension inverse en continu .• 

Courants 

Courant direct en continu .. 

Courant direct (valeur crête) 
t p ';;;;50 J.ts; 6 =0,05 ..•. 

Courant direct de crête non répétitif maximal 
t p ';;;;10J,tS; 6=0,01 ....••..•••. 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ';;;;25°C 

Températures 

Température de stockage •. 

Température de jonction ..••...•.•••••.. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
tsld ';;;;10 s .•.•••...••••..••••••• 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance (sur circuit imprimé). 

IFSM 

Ptot 

Tsld 

Rth j·a 

max 5 

max 130 

max 

max 2,5 

max 215 

-56 à +100 

max 100 

max 260 

350 

v 

mA 

A 

A 

mW 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe en continu à 1 F = 100 mA 

Tension directe (valeur crête) 
IFM = 1,5 A; ton =20 J.ts; 6 =1/30. 

Courant inverse 
VR =5 V ..... . 

Intensité énergétique 
IF =100 mA CQY89A-1 le 

typ 
max 

typ 

max 

9 

CQY89A-1I le min 

min 
typ 

Pu issance énergétique. 
IF =100 mA .... 

Coefficient de température de la puissance énergétique 

Longueur d'onde du pic d'émission ...• 

Largeur spectrale à mi· intensité .. 

Angle d'émission demi· intensité. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
VR=O ... '" ...... . 
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dtPe/dT 

Àp typ 

6À typ 

fi typ 

1.4 
1,6 

2.4 
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20 
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12 

-1 

930 

50 

40 

40 

v 
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mW 
mW 

%/K 

nm 

nm 

° 

pF 
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diodes électroluminescentes 
(voyants) 





diode électroluminescente 
bicolore 

rouge-vert empilable 
documentation provisoire 

CQT 10 

Mai 1982 

Ensemble de deux diodes électroluminescentes montées en antiparallèle en boîtier FO-95 paral­
lèlépédique juxtaposable, 

Chaque diode émet séparément quand elle est polarisée en direct, l'une de composition GaP, 
dans le vert, l'autre de composition GaAIAs, dans le rouge, Un multiplexage permet l'émission 
simultanée des deux diodes dont la résultante se situe dans le jaune, 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant direct en continu 

Puissance totale dissipée (T amb .;;;; 25°C), 

1 ntensité lumineuse 
IF =10 mA 
'F =4 mA 

Température de jonction, , , , , , , 

Longueur d'onde du pic d'émission 

Angle d'émission à mi-intensité, 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-95 

1

4-- 12'7min 

k (-) r---1,.-----l--l----I 
r-~ 

2,54 

L r---::==Iç~=j a(+) F 

rouge 
vert 

vert 
rouge 

vert 
rouge 

14,Omin -----.1-------

Fig, 1 

'F max 
IF max 

Ptot max 

'v typ 

'v typ 

Tj max 

~p typ 
~p typ 

0 typ 

5,08 
4,70 

100 
30 

200 

100 

560 
650 

110 

mA 
mA 

mW 

mcd 
mcd 

Oc 
nm 
nm 

° 

Dimensions en mm 

-l 2,54 ,--2,35 

g 

0,60 ~ 0,45+ 
(2x) 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Uimites absolues selon publication CEl 134) 

Courant direct en continu rouge IF max 100 mA 
vert IF max 30 mA 

Courant direct (valeur crête) 
tp=1ILs; f=300 Hz. . . .. · ... · . . . · . IFRM max A 

Puissance 

Pu issance totale dissipée (T mb ~ 25°C) · ... · . . . . Ptot max 200 mW 

Températures 

Température de stockage. · ... · . Tstg - 55 à 100 Oc 
Température de jonction. · . · . · . · . Tj max 100 Oc 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld ~10 s .. . . ... · . · . . . . . . Tsld max 260 Oc 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance ..... . . . . . . . . . . .. Rth j-a 375 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =20 mA vert VF typ 2,2 V 

max 3 V 
IF=20 mA rouge VF typ 1,75 V 

max 2,2 V 

Intensité lumineuse 
IF =20 mA vert Iv min 1 mcd 

typ 3,5 mcd 
IF=10mA rouge Iv min 1 mcd 

typ 2,5 mcd 

Longueur d'onde du pic d'émission verte Àp typ 560 nm 
rouge Àp typ 650 nm 

Angle d'émission à mi-intensité ... 8 typ ±55 ° · ...... 
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diode électroluminescente 
bicolore 

rouge-vert empilable 
documentation provisoire 

CGT 11 

Mai 1982 

Ensemble de deux diodes électroluminescentes montées en antiparallèle en bortier FO-104. 

Chaque diode émet séparément quand elle est polarisée en direct, l'une de composition GaP, 
dans le vert, l'autre de composition GaAIAs, dans le rouge. Un multiplexage permet l'émission 
simultanée des deux diodes dont la résultante se situe dans le jaune. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant direct en continu rouge IF max 100 mA 
vert IF max 30 mA 

Puissance totale dissipée (Tamb ";;25°Cl. .. Ptot max 200 mW 

Intensité lumineuse 
IF =20mA vert Iv typ 2,5 mcd 
IF=10mA rouge Iv typ 2,5 mcd 

Température de jonction ... ......... Tj max 100 Oc 
Longueur d'onde du pic d'émission vert Àp typ 560 nm 

rouge Àp typ 650 nm 

Angle d'émission à mi-intensité .. (J typ 100 ° 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER Fo-104 Dimensions en mm 

.=E1:=J-
Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 1341 

Courant direct en continu rouge IF max 200 mA 
vert IF max 30 mA 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 l'S; f = 300 Hz. IFRM max A 

Température de stockage. Tstg - 55 à 100 Oc 

Température de jonction. Tj max 100 Oc 

Température de soudage 
tsld ~ 10 s, au niveau du plan de siège. Tsld max 260 Oc 

Puissance totale dissipée (T amb ~25OC), Ptot max 200 mW 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance . . . . . ............ Rth j-a 400 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 250 C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =20 mA vert VF typ 1,75 V 

max 2,2 V 
IF = 10 mA rouge VF typ 2,25 V 

max 3 V 

1 ntensité lu m i neu se 
IF =20 mA vert Iv min 1 mcd 

typ 2,5 mcd 
IF = 10 mA rouge Iv min 1 mcd 

typ 2,5 mcd 

Longueur d'onde du pic d'émission verte Àp typ 560 nm 
rouge Àp typ 650 nm 

Angle d'émission à mi-intensité ... 8 typ ±50 ° ....... 
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diode électroluminescente 
bicolore 

rouge-vert empilable 
documentation provisoire 

CQT 12 

Mai 1982 

Ensemble de deux diodes électroluminescentes montées en antiparallèle en boîtier FO-94. 

Chaque diode émet séparément quand elle est polarisée en direct, l'une de composition GaP, 
dans le vert, l'autre de composition GaAIAs, dans le rouge. Un multiplexage permet l'émission 
simultanée des deux diodes dont la résultante se situe dans le jaune 

Cette diode bicolore est spécialement destinée au montage en ligne pour constituer des échelles 
lumineuses en barrettes (RTC 904). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant direct en continu rouge IF max 100 mA 
vert IF max 30 mA 

Puissance totale dissipée (Tamb ";;;25°C). Ptot max 200 mW 

1 ntensité lumineuse 
IF=20 mA vert Iv typ 2,5 mcd 
IF =10 mA rouge Iv typ 2,5 mcd 

Température de jonction. ...... . . . . . . Tj max 100 oC 

Longueur d'onde du pic d'émission vert Àp typ 560 nm 
rouge Àp typ 650 nm 

Angle d'émission à mi-intensité. 8 typ 110 ° ...... 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-94 Dimensions en mm 

85 ,. 12.7 min -, 
ri: ~1. 

- - -- r 
cathode --_.-
anode 

- . r-:I-

1 14.0 min If!.o-9.0 
1 12-13 

Il 
\ \ ~ 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Uimites absolues selon public CEl 134) 

Courant direct en continu rouge IF max 200 mA 
vert IF max 30 mA 

Courant direct (valeur crête) 
t p =1 /JS; f=300Hz. IFRM max A 

Température de stockage. T stg -55à100 Oc 
Température de jonction. Tj max 100 Oc 
Température de soudage 

tsld ..;;; 1 0 s, au niveau du plan de siège. Tsld max 260 Oc 
Puissance totale dissipée (T amb";;; 25°C). Ptot max 200 mW 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance ..... Rth j-a 375 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =20 mA vert VF typ 1,75 V 

max 2,2 V 
IF = 10 mA rouge VF typ 2,25 V 

max 3 V 

Intensité lumineuse 
IF =20 mA vert Iv min 1 mcd 

typ 2,5 mcd 
IF = 10 mA rouge Iv min 1 mcd 

typ 2,5 mcd 

Longueur d'onde du pic d'émission verte Àp typ 560 nm 
rouge Àp typ 650 nm 

Angle d'émission à mi-intensité ... 8 typ ±55 ° ....... 
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diode électroluminescente 
super rouge 

Diode électroluminescente au GaAIAs en boîtier FO-94. 

caV60A 

Mai 1982 

Elle émet une lumière rouge quand elle est polarisée en direct sur une surface rectangulaire de 
1 mm sur 5 mm. 

La CQV 60A est spécialement destinée aux assemblages en ligne pour constituer des échelles 
lumineuses ou en barrette (RTC 901, RTC 904). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . . . . . . . . . . . . . 

Courant direct ............... . 

Puissance totale dissipée (Tamb .;;;; 25°C). 

1 ntensité lumineuse à 1 F = 1 0 mA . 

Température de jonction ...... . 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF=10mA ........... . 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 1 0 mA 
par rapport au plan des broches ..... . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER FO-94 

,- 12.7 min 

- . ,,' 

VR max 

IF max 

Ptot max 

Iv typ 

Tj max 

Àp typ 

8 typ 

85 

.- "-

5 V 

100 mA 

200 mW 

1,5 mcd 

100 Oc 

650 nm 

110 ° 

Dimensions en mm 

[f, cathode -_.~ ---1----- -anode 
- . -;:..;~ 

l 14.0 min .[8.0-9.0 
1 12·13 

\ \ 

Fig. 1 3.8-4.2 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Uimitesabsoluas selon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur ccête) 
t p = 1 /olS; f = 300 Hz ... 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ~25°C 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 

IFRM 

tsld ~10 s. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Tsld 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance ..... Rth j-a 

max 5 

max 100 

max 

max 200 

-55 à + 100 

max 100 

max 260 

375 

V 

mA 

A 

mW 

Oc 
Oc 

Oc 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 2SoC sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =10 mA 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF=10mA ....................... Iv 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF=10mA ........... . 

Angle de mi-intensité par rapport au plan 
passant par les broches; 1 F = 1 0 mA ........ (J 

Capacité diode à f = MHz 
V=O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cd 

202 

typ 
max 

max 

min 
typ 

typ 

typ 

typ 

1,75 V 
2,2 V 

100 /olA 

0,5 mcd 
1,5 mcd 

650 nm 

±55 ° 

60 pF 
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diode électroluminescente 
vert 

documentation provisoire 

Diode électroluminescente au GaP, en boîtier FO-94. 

CQV61 

Mai 1982 

Elle émet une lumière verte quand elle est polarisée en direct, sur une surface rectangulaire de 
1 mm sur 5 mm. 

La CaV61 est spécialement destinée au montage en ligne pour constituer des échelles lumi­
neuses ou en barrette (RTC902, RTC904). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 R max 5 V 

Courant direct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 F max 30 mA 

Puissance totale dissipée (Tamb ~50oC). . . Ptot max 120 mW 

Intensité lumineuse à IF =20 mA . . . Iv typ 1,5 mcd 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . Tj max 100 Oc 
Longueur d'onde du pic d'émission 

IF=10mA .. ... . . . ... ... .... Àp typ 560 nm 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 1 0 mA 
par rapport au plan des broches. . . . . .... " 0 typ 115 ° 

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm 

BOITIER FO-94 

85 
12.7 min 

1 

IT. 
- - - r-

cathode --_.- 1--anode \ 
- . ~I-

l 14.0 min [8.0-9.0 
L 12-13 

Fig.1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse .. · . . . · ....... · ... 
Courants 

Courant direct en continu. ... · . . . · . . . 
Courant direct (valeur ccête) 

t p =11'S;f=300 Hz. .. · .... · ... . . . 
Courant direct (valeur crête) 

t p =lms;ô=1/3. · .. · .. . ..... 
Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb .;;;; 50°C · . · . . . . 
Températures 

Température de stockage. ... · . · . 
Température de jonction. ... · . 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld ..;;; lOs .. . . · . . . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance . . · . 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =20 mA 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 

· . 

. . · . 

IF =20 mA ........... . 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA ......... : .. 

· . 

· . 

Angle de mi-intensité par rapport au plan 
passant par les broches; 1 F = 1 0 mA 

Capacité diode à f = 1 MHz 

· . 

· . · .. 

V=O .. , ....................... . 

208 

VR max 5 V 

IF max 30 mA 

IFRM max A 

IFRM max 60 mA 

Ptot max 120 mW 

Tstg -55 à +100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a 400 K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

typ 2,25 V 
max 3 V 

max 100 /.lA 

min 0,5 mcd 
typ 1,5 mcd 

typ 560 nm 

(J typ ±55 ° 

typ 35 pF 
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. 
Jaune -=Fa--diode électroluminescente 

CQV62 
documentation provisoire 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaPAs en boîtier FO-94. 

Elle émet une lumière jaune quand elle est polarisée en direct sur une surface rectangulaire de 
1 mm sur 5 mm. 

La CQV 62 est spécialement destinée aux assemblages en ligne pour constituer des échelles 
lumineuses ou en barrette (RTC 903, RTC 904). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse .............. . 

Courant direct. . . . . . . . . . . . . . . . 

Puissance totale dissipée (T amb ,,;;; 25°C). 

Intensité lumineuse à IF =20 mA .. 

Température de jonction ...... . 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA ........... . 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA 
par rapport au plan des broches . . . . . . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER FO-94 

1- 12.7 min 

f . n. - -
cathode 
anode 

I 14.0 min 

VR 

IF 

Ptet 

Iv 

Tj 

Àp 

() 

·1 = 1-
-_. 

. "-,,l-

~.o 
T 12-13 

Fig. 1 

max 5 V 

max 30 mA 

max 120 mW 

typ mcd 

max 100 Oc 

typ 590 nm 

typ 115 ° 

Dimensions en mm 

85 

--_.-1-- • 

3.8-4.2 
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_.F'__ COV 62 - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER Uimitesabsolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse . ... · . . .. · . · ... · .. 
Courants 

Courant direct en continu. ... · .. . . . . 
Courant direct (valeur ccête) 

t p =l ~;f=300 Hz. · .. · . · . · . · . . . 
Courant direct (valeur crête) 

tp=l ms;6=1/3. · . · .. · . · .. · .. 
Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ~50oC · ... 
Températures 

Température de stockage. · . · ... · .. · .. 
Température de jonction. · .. . . . · . · ... 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld ~10 s. . . . . . . · . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance .. .. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =10 mA . 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 

.. · . · . · . 

. . · . · . 

· . VR max 5 V 

· . IF max 30 mA 

IFRM max A 

· . IFRM max 60 mA 

· . Ptot max 120 mW 

Tstg -55 à + 100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

· . Rth j-a 400 K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

typ 2,25 V 
max 3 V 

max 100 }JA 

min 0,5 mcd 
1 mcd 

IF=20mA ....................... Iv 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF=10mA ........... . 

Angle de mi-intensité par rapport au plan 
passant par les broches; 1 F = 1 0 mA 

Capacité diode à f = MHz 
V=O ................. . 
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typ 

typ 

8 typ 

typ 

590 nm 

±55 ° 

35 pF 
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Val. typ 
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Fig. 6 
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diode électroluminescente 
super rouge 

documentation provisoire 

Diode électroluminescente au GaAIAS en bortier FO-95. 

-='i~ 
CQV70A 

Mai 1982 

Elle émet une lumière rouge quand elle est polarisée en direct sur une surface rectangulaire 
de 3 mm sur 5 mm. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ....................... . 

Courant direct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Puissance totale dissipée (Tamb .;;;; 25°Cl. ........ . 

Intensité lumineuse à IF =10 mA .. 

Température de jonction ....... . 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA ............ . 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 1 0 mA 
dans le plan des connexions . . . . . . . . . . . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER FO-95 

1

- 12,7min 

kl-) C~~=j +-~ 
2.54 
L 
a 1+) 1 

1. 

- 14.0 min -_1 __ ------

Fig. 1 

VR max 

IF max 

Ptot max 

Iv typ 

Tj max 

Àp typ 

(J typ 

5.08 
4,70 

5 V 

100 mA 

200 mW 

1,5 mcd 

100 Oc 

650 nm 

110 ° 

Dimensions en mm 

-l 2.54 ,--2.35 

g 

0,60 ~ 0.45+ 
12x) 
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_a'i__ CQV 70A - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 1341. 

Tension 

Tension inverse . . .. . . 
Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 

t p = 1 IlS; f = 300 Hz . 

Puissance 

Puissance totale dissipée à T amb .;;; 25°C. 

Températures 

Température de stockage. .. 
Température de jonction. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld .;;; 10 s . .. 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance 

CARACTER ISTIQUES 

Tension directe 
IF =10 mA 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA .... 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF=10mA ........... . 

Angle de mi-intensité à 1 F = 10 mA 
dans le plan des connexions . 

Capcité diode à f = 1 MHz 
V=O ............. . 

220 

. . VR max 5 V 

IF max 100 mA 

IFRM max A 

Ptot max 200 mW 

Tstg -55 à +100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a 400 K/W 

Tj =2SoC sauf indication contraire 

typ 1,75 V 
max 2,2 V 

max 100 /lA 

min 0,5 mcd 
typ 1,5 mcd 

typ 650 nm 

(J typ 110 ° 

typ 60 pF 
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diode électroluminescente 
vert 

documentation provisoire 

Diode électroluminescente au GaP en boîtier FO-95. 

caV71 

Mai 1982 

Elle émet une lumière verte quand elle est polarisée en direct sur une surface rectangulaire 
de 3 mm sur 5 mm. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse .............. . 

Courant direct. . . . . . . . . . . . . . . . 

Puissance totale dissipée (T amb ..;; 50°C). 

Intensité lumineuse à IF =20 mA . 

Température de jonction ...... . 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF=10mA ........... . 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA 
dans le plan des connexions ........ . 

DONNEES MECANIQUES 

BOIT 1ER FO-95 

kl-) r-
2,54 
L. 
a 1+) 

Fig. 1 

VR max 

IF max 

Ptot max 

IV typ 

Tj max 

Àp typ 

(J typ 

5,08 
4,70 

5 V 

30 mA 

120 mW 

1 mcd 

100 Oc 

560 nm 

110 ° 

Dimensions en mm 

-1 2,54 r 2,35 

g 

0,60 ~ 0,45 
12x) 

---D,55 
0,45 
12x) 
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--F' __ CQV 71 - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites ebsolues selon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse . · . · . · ........... 
Courants 

Courant direct en continu. ... · . · .. . . . . . . 
Courant direct (valeur crêtel 

t p =1 ~s; f =300 Hz. · . . . . · . · ....... 
Courant direct (valeur crêtel 

t p =1 ms;ô=1/3 .. · .... . . . . . 
Puissance 

Puissance totale dissipée à T amb ~ 55°C ... . . . 
Températures 

Température de stockage. · . . . . . . . . . . . . . 
Température de jonction. · ... · .. . . . . 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld ~ 105 .. · . . .. · ......... 

RESIST ANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance . · ... 

CARACTER ISTIQUES 

Tension directe 
IF =20 mA 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =20 mA ... 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA ........... . 

Angle de mi-intensité à 1 F = 1 0 mA 
dans le plan des connexions. 

C .pacité diode à f = MHz 

· . · ... . . . . . 

V=O .......................... . 

226 

VR max 5 V 

IF max 30 mA 

IFRM max A 

IFRM max 60 mA 

Ptot max 120 mW 

Tstg -55 à +100 oC 

Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a 400 K/W 

Tj = 25°C seuf indication contraire 

typ 2,25 V 
max 3 V 

max 100 ~A 

min 0,5 mcd 
typ 1 mcd 

typ 560 nm 

fi typ ±55 ° 

typ 35 pF 
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diode électroluminescente 
· Jaune 

CQV72 
documentation provisoire 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaPAs en boîtier FO-95. 

Elle émet une lumière jaune quand elle est polarisée en direct sur une surface rectangulaire 
de 3 mm sur 5 mm. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse .............. . 

Courant direct ................ . 

Puissance totale dissipée (Tamb <: 50°C) .. 

Intensité lumineuse à IF =20 mA .. 

Température de jonction ....... . 

longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA ............ . 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA 
dans le plan des connexions ........ . 

DONNEES MECANIQUES 

BO ITI E R FO-95 

k (-) r-
2,54 

~iFI ===lÇ~=:j 
14,Omin -_,I __ -----~ 

Fig. 1 

VR 

IF 

Ptot 

IV 

Tj 

Àp 

() 

max 

max 

max 

typ 

max 

typ 

typ 

5,08 
4,70 

5 V 

30 mA 

120 mW 

1 mcd 

100 Oc 

590 nm 

110 ° 

Dimensions en mm 

0,60 
0,45 
(2x) 

__ 1 2,54 
2,35 

g 

14-

0,55 
0,45 
(2x) 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Uimites absolues salon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse . 

Courants 

Courant direct en continu. . ............. . 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 /JS; f = 300 Hz . . . . 

Courant direct (valeur crête) 
t p =1 ms; li =1/3. . . . . . . . . . • . . . . .. ., 

Puissanca 

Puissance totale dissipée à T amb .;;;; 55°C 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
tsld .;;;; 10 s. .. . ................ . 

RESISTANCE THERMIQUE 

IFRM 

IFRM 

Ptot 

Tsld 

Jonction-ambiance ..... . . . . . . . . . .. Rth j·a 

max 5 

max 30 

max 

max 60 

max 120 

-55 à + 100 

max 100 

max 260 

400 

v 

mA 

A 

mA 

mW 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =20 mA 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =20 mA ........... . 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA ........... . 

Angle de mi-intensité à 1 F = 1 0 mA 
dans le plan des connexions . 

Capacité diode à f = MHz 
V=O .... , ........ . 
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typ 
max 

max 

min 
typ 

typ 

8 typ 

typ 

2,25 V 
3 V 

100 /JA 

0,5 mcd 
1 mcd 

590 nm 

±50 ° 

35 pF 
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diode électroluminescente 
empilable rouge 

haute luminosité 
CQW10 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAsP/GaP. en bortier SOD 65 B. parallélépipédique juxtapo­
sable par l'une ou l'autre de ses faces planes. 

De haute luminosité dans le rouge, elle présente encore des caractéristiques lumineuses à faible 
niveau de courant. 

Elle est destinée à constituer des échelles lumineuses de toutes dimensions. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . VR 

Courant direct en continu. . . . . . . . . IF 

Puissance totale dissipée à T amb ~ 55°C Ptot 

Intensité lumineuse à IF = 10 mA . . . . . Iv 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . Tj 

Longueur d'onde du pic d'émission à IF = 10 mA Àp 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA. . . 0 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD 65 B 

k 

2,54 
L 

Q (+) :---..IL.r====l-_---l 

Fig. 1 

max 

max 

max 

typ 

max 

typ 

typ 

5 V 

30 mA 

120 mW 

1,5 mcd 

100 Oc 
630 nm 

100 ° 

Dimensions en mm 

-l 2,54 1--2,35 

g 

0.60 ~ 0,45 
(2x) 

0,55 
0,45 
(2x) 
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4_F' __ CQW 10 - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER Uimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 p.s; f =300 Hz ... 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 ms; /; = 1/3 .... 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb ";;550 C . 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
tsld";; 1 0 s ..................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance sur circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =10 mA . 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF=10mA ... 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA ......... . 

Angle d'émission de mi-intensité 
IF = 10 mA ......... . 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O ............. . 

238 

max 5 v 

max 30 mA 

max A 

max 100 mA 

Ptot max 120 mW 

T stg - 55 à 100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a 375 K/W 

T amb = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 2,1 V 
max 3 V 

IR max 100 p.A 

Iv min 0,5 mcd 
typ 1,5 mcd 

Àp typ 630 nm 

() typ ±50 ° 

[:,À typ 45 nm 

Cd typ 35 pF 
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diode électroluminescente 
empilable vert 

CQW11 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaP/GaP, en bortier SOD 658, parallélépipédique juxtaposable 
par l'une ou l'autre de ses faces planes. 

De haute luminosité dans le vert, elle présente encore des caractéristiques lumineuses à faible 
niveau de courant. 

Elle est destinée à constituer des échelles lumineuses de toutes dimensions. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VR 

Courant direct en continu. . . . . . . . . 1 F 

Puissance totale dissipée à T amb ~ 55°C Ptot 

Intensité lumineuse à IF=10mA .. .. Iv 

Température de jonction. . . . . . . . . . Tj 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 10 mA Àp 

Angle d'émission à mi-intensité à IF = 10 mA. (J 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD 65 B 

1

- 12,7min 

k t-l ,..----'--+----1 
.--~~~i-~ 

2,54 
L 

Q (+) ~---'L.r==1-_-I 

14,Omin --1--------

Fig. 1 

max 

max 

max 

typ 

max 

typ 

typ 

5 V 

30 mA 

120 mW 

1,5 mcd 

100 Oc 
560 nm 

100 ° 

Dimensions en mm 

0.60 
0,45+ 
(2x) 

__ 1 2.54 
2,35 1--
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites ebsolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse . 

Courants 

Courant direct en continu . 

Courant direct Ivaleur crête) 
t p = 11-'5; f =300 Hz ... 

Courant direct Ivaleur crête) 
t p = 1 ms; 6 = 1/3 . . .. 

Puissence 

Puissance totale dissipée 
T amb";;550C. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
tsld";; 10 s ....................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance sur circu it imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF=10mA ...................... 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF=10mA · .. 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF = 10 mA · ......... 

Angle d'émission de mi-intensité 
IF=10mA · ......... 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O .............. 

244 

max 5 v 

max 30 mA 

max A 

max 100 mA 

Ptot max 120 mW 

Tstg - 55 à 100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a 375 K/W 

T amb = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 2,1 V 
max 3 V 

IR max 100 I-'A 

Iv min 0,5 mcd 
typ 1,5 mcd 

Àp typ 560 nm 

8 typ ±50 0 

&. typ 45 nm 

Cd typ 35 pF 
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diode électroluminescente 
empilable vert 

CQW12 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAsP/GaP, en bortier SOD 65 B, parallélépipédique juxtapo­
sable par l'une ou l'autre de ses faces planes. 

De haute luminosité dans le jaune, elle présente encore des caractéristiques lumineuses à faible 
niveau de courant. 

Elle est destinée à constituer des échelles lumineuses de toutes dimensions. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VR 

Courant direct en continu. . . . . . . . . . . . . . . IF 

Puissance totale dissipée à Tamb E;;550C Ptot 

Intensité lumineuse à IF = 10 mA . . . . . . . . . . Iv 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . Tj 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 10 mA hp 

Angle d'émission à mi-intensité à IF = 10 mA. . . (J 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD 65 B 

2,54 
L 
a(+) 

Fig. 1 

max 

max 

max 

max 

typ 

typ 

5 V 

30 mA 

120 mW 

1,5 mcd 

100 oC 

590 nm 

100 ° 

Dimensions en mm 

0,60 
0,45 
(2x) 

__ 1 2,54 
2,35 

---0,55 
0.45 
(2x) 

r 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER {limites absolues salon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse 

Courants 

Courant direct en continu . 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 /JS; f =300 Hz ... 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 ms; li = 113 •... 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb';;;;;550C. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
tsld';;;;; 10 s ..................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance sur circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =10 mA ...................... 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA · .. 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA · ......... 

Angle d'émission de mi-intensité 
IF = 10 mA · ......... 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O .......... " .. 

250 

max 5 v 

max 30 mA 

max A 

max 100 mA 

Ptot max 120 mW 

T stg - 55 à 100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a 375 K/W 

T amb = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 2,1 V 
max 3 V 

IR max 100 /JA 

Iv min 0,5 mcd 
typ 1,5 mcd 

Àp typ 590 nm 

(J typ ±50 ° 

!::,À typ 45 nm 

Cd typ 35 pF 



120 

Ptot 

(mW) 

80 

60 

40 

20 

o 

2.4 

2.2 

2 

o 

t Val. typ 
1,8 
-100 

13 
0:;-
~ '-

\\ 
~ 
~ 

~ 
~ 

Fig. 2 

IF = 
20mA 

10mA 
N 

"l -,.. 
5mA 

o 
Fig. 4 

100 

_=Fi+ CQW 12 Page 3 

20 

IF 
(mA) 

15 

10 

5 

o 
o 

60 

IFM 
(mA) 

40 

20 

o 
1 

Tj = 25°C 

typ 

J 

IJ 

Fig. 3 

t p = 50 ilS' 
8 =0,01 
Tj =25Oc 

typ 

2 3 

Fig. 5 

251 



252 

10 

Iv 
(mcd) 

10- 2 

200 

Iv 
(%) 

150 

100 

50 

o 

Ii z O,2h 
1 / 0,1 / 

~ 
= 0,05 

f 'f 

// 
/// 

VI / 

1 10 

Fig. 6 

.... 
...... 

""1 typ 

...... 

c-IF =10 mA 
1 1 1 1 1 

... Fi+ CQW 12 - Page 4 

1 (d.c.) 

Val. tYI:1 
T' =25OC 
! 1 1 1 1 1 

IF (mA) 

""1 
...... 

-50 0 50 T. (oC) 100 
Fig. 7 J 



100 

le 
(%) 

50 

Il 

o 600 

/ 
7 

17' 
J 

Il 

7 rr 

625 

--Fi-- COW 12 Page 5 

1"'\ 
I\. 

1\ , 
I\typ 

\ 
\ 

\ 
1\ 

1'\ 

650 À (nm) 675 

Fig. 8 

-90o~LLJJLLlJ~lJ~1J-LIJ~~~~~tIJLLlJLLlJLLl1-LlJJLU900 
100 50 0 50 Iv (%) 100 

Fig. 9 

253 





diode électroluminescente 
rouge 

haute luminosité 
documentation provisoire 

caW20 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAIAs/GaAs, en boîtier FO-l 05 de diamètre 2 mm. 

De très haute luminosité dans le rouge, elle présente encore des caractéristiques lumineuses à 
faible niveau de courant. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . .. . . . . . . . 
Courant direct en continu. .. . . . . . . 
Puissance totale dissipée à Tamb ~55°C 

1 ntensité lum ineuse à 1 F = 10 mA 

Température de jonction .. .. . . . . . 
Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 10 mA 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-l05 

jlmini16min 

.. 

VR 

IF 

Ptot 

IV 

Tj 

i\p 

8 

+I:F ~_f$f~I~~_ ~ 
L2.4

5 J 0,56 

l8min 4-4.4 

max 

max 

max 

typ 

max 

typ 

typ 

--.-----1- -4~1 ~~ 
0,45 ~ 
0,56 

Fig. 1 

5 V 

60 mA 

90 mW 

1,1 mcd 

100 Oc 
650 nm 

50 ° 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse. .. . . 
Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 ilS; f =300 Hz. 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb ~55°C. 

Températures 

Température de stockage. 

. . . . . . · . 

.. . . . . · . 

.. . . . . · .. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 

· . 

· . 

· . 

tsld ~10 s ....................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

VR max 5 V 

IF max 60 mA 

IFRM max A 

Ptot max 90 mW 

Tstg -55 à +100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Jonction-ambiance ..... . . . . . . . . . . . .. Rth j-a 500 K/W 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =10mA . 

Courant inverse 
VR =5 V •.. 

Intensité lumineuse 
IF=10mA .... 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF=10mA .......... . 

Angle d'émission à mi-intensité 
-IF =10mA ....... . 

Capacité diode à F = 1 MHz 
V=O ........... . 

256 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 1,7 V 
max 2,5 V 

IR max 100 IlA 

IV min 0,65 mcd 
typ 1,1 mcd 

Àp typ 650 nm 

fJ typ 50 ° 

Cd typ 35 pF 



diode électroluminescente 
vert 

documentation provisoire 

Diode électroluminescente au GaP/GaP, en boîtier FO-105 de diamètre 2 mm. 

Elle émet dans le vert quand elle est polarisée en direct. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse. .. .. ........ VR 

Courant direct en continu. .. ..... 1 F 

Puissance totale dissipée à Tamb ~55°C Ptot 

Intensité lumineuse à IF =20 mA ..... . IV 

Température de jonction. .. ., .. , .. ", Tj 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 10 mA Àp 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA. , (J 

max 

max 

max 

typ 

max 

typ 

typ 

5 

30 

90 

1,1 

100 

560 

50 

CQW21 

Mai 1982 

V 

mA 

mW 

mcd 
Oc 
nm 

° 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-10S 

Dimensions en mm 

jlmmi 16mm 

+r~F ~5~ _:.:;::;:-~.=t---_ 
L2,45 J 0,56 

l8min 4-4,4 

--E·1- '4~: ~~ 
0,45 ep-
0,56 

Fig. 1 
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VALEUR A NE PAS DEPASSER (ljmites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse . · . . . . . . . . . VR max 5 V 

Courants 

Courant direct en continu. IF max 30 mA 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 ",s; f=300 Hz. .. · .. IFRM max A 

Puissance 

Pu issance tota le dissipée 
Tamb ~550C . · . Ptot max 90 mW 

Températures 

Température de stockage. · . . . . . · . Tstg - 55 à + 100 Oc 
Température de jonction. .. Tj max 100 Oc 
Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 

tsld ~10 s. .. · . · . · . · .. Tsld max 260 Oc 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance ..... . ........... , Rth j-a 500 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 250C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =10 mA · . . . . · . · . . . . ... · .. VF typ 2,1 V 

max 3 V 

Courant inverse 
VR =5 V. .. . . IR max 100 ",A 

1 ntensité lumineuse 
IF =20 mA . . · .. · .. IV min 0,5 mcd 

typ 1,1 mcd 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA . . . . . . . · .. Àp typ 560 nm 

Angle d'émission à mi-intensité 
° IF = 10 mA · . . . . · .. (J typ 50 

Capacité diode à f= 1 MHz 
V=O. . . . . . . · .. . . . . . . · .. · .. · .. . . Cd typ 35 pF 
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diode électroluminescente . 
J8une 

documentation provisoire 

Diode électroluminescente au GaPAslGaAs, en boîtier FO-10S de diamètre 2 mm. 

Elle émet dans le jaune, quand elle est polarisée en direct. 

CARACTER ISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . ... . . . . . . VR max S 

Courant direct en continu. .. . . IF max 30 

Puissance totale dissipée à T amb ";;;SSoC PlOt max 90 

Intensité lumineuse à IF =20 mA . . ... . . . IV typ 1,1 

Température dl! jonction .. .. . . . . . . . . . . Tj max 100 

Longueur d'onde du pic d'émission à IF = 1 0 mA Àp typ S90 

Angle d'émission à mi·intensité à IF = 1 0 mA. .. IJ typ SO 

caW22 

Mai 1982 

V 

mA 

mW 

mcd 

Oc 
nm 

° 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-l05 

Dimensions en mm 

11mini16min 

+[~F t~-I~~-=t'"' 

~.45 J 0,56 

18 min 4-4,4 

--E-=t- -4~: ~~ 
0,45 ~ 
0,56 

Fig. 1 
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VALEUR A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse. 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crêtel 
t p = 1 j.lS; f =300 Hz .... 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb~55°C •. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction .........•....... 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
tsld ~10 $ •••••••••••••••••••••••• 

RESISTANCE THERMIQUE 

VR 

IF 

IFRM 

Ptot 

T stg 

Tj 

Tsld 

Jonction-ambiance ..... . . . • . . . . . . . .. Rth j-a 

max 5 v 

max 30 mA 

max A 

max 90 mW 

- 55 à + 100 

max 100 

max 260 

500 K/W 

CARACTE RISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF = 10mA . 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =20 mA ... 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA .........• 

Angle d'émission à mi-intensité 
IF =10 mA ...... . 

Capacité diode à f = 1 MHz 
·V=O .. '" .. , .,. 

260 

VF typ 
max 

IR max 

IV min 
typ 

hp typ 

6 typ 

Cd typ 

2,1 V 
3 V 

100 j.lA 

0,5 mcd 
1,1 mcd 

590 nm 

50 ° 

35 pF 



diode électroluminescente 
super rouge 

documentation provisoire 

caW24 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GA AI As en bortier coloré diffusant S,OD-63 de diamétre 5 mm. 

De très haute luminosité dans le rouge. même à très faible niveau. elle se caractérise par un très 
grand angle de vision et compatibilité CMOS. 

Elle est sélectionnée en 2 classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ............... VR max 5 V 

Courant direct en continu , ........ IF max 100 mA 

Puissance totale dissipée à Tamb ~25°C Ptot max 215 mW 

Intensité lumineuse à 1 F = 10 mA caw 24-1 Iv typ 10 mcd 

caw 24-11 Iv typ 15 mcd 

Température de jonction. . . . . .. Tj max 100 Oc 
Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 10 mA Àp typ 650 nm 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 1 0 mA .... (J typ 70 0 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOO 63 

Dimensions en mm 

L~ lB] 
0,9 ~ 
0,6. 0,9 

0,6 

..... '1-- 0 0,58 
r--'------::;;-----i

1

n 0.8 r3 0(+) 

5.L C . ~~+~:::::::::::::J:: 1 kI:~1' 
Lt---9,-S---...L .. -l1 .... 3.9 __ . 1,0 12.7min-' 

8,5 2.6 
plan de siège -1 .... o----14,7min ... 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse · ........................ VR max 5 V 

Courants 

Courant direct en continu. IF max 100 mA 

Courant direct (valeur crête) 
tp =1 IlS; f =300 Hz. IFRM max A 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb "25°C ..... · .................. Ptot max 215 mW 

Températures 

Température de stockage. · ............. , Tstg -55àl00 Oc 
Température de jonction. · .............. Tj max 100 Oc 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld "lOs. · .......... . . . . . . . . . . Tsld max 260 Oc 

RESIST ANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance . .... . ............. Rth j-a 350 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 2SoC sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =4 mA. VF typ 1,65 V 
IF =10 mA VF typ 1,75 V 

max 2,2 V 
IF =50 mA VF typ 1,9 V 

Courant inverse 
VR =5 V ... IR max 100 p.A 

Intensité lumineuse 
IF =4 mA caw 24-1 Iv typ 3 mcd 

caw 24-11 Iv typ 6 mcd 
IF =10 mA caw 24-1 Iv min 4 mcd 

typ 10 mcd 
caw 24-11 Iv min 7,5 mcd 

typ 15 mcd 
IF =50 mA CaW24-1 Iv typ 55 mcd 

caw 24-11 Iv typ 75 mcd 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA · ......... Àp typ 650 nm 

Angle d'émission de mi-intensité 
° IF =10 mA · ......... 8 typ 70 

Largeur spectrale à mi-intensité. & typ 20 nm 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O .............. ~ typ 40 pF 
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Diode électroluminescente 
{2) 3 mm, super-rouge 

documentation provisoire 

caW51 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au phosphure de gallium en boîtier plastique FO-78 C (T1) émettant 
dans le rouge lorsqu'elle est polarisée en direct. 
Elle se caractérise par les propriétés suivantes: 
- Haute efficacité 
- Très faible consommation 
- Compatibilité avec les circuits logiques, notamment CMOS. 
L'encapsulation présente une tenue remarquable en soudabilité, aux chocs thermiques et aux 
solvants de flux de soudure, notamment Flugène 113 MA ou Fréon TMS. 
Elle est sélectionnée en deux classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Tension inverse .... VR max 5 V 
Courant direct en continu. IF max 30 mA 
Puissance totale dissipée .. Ptot max 120 mW 
Intensité lumineuse à IF =10 mA CaW51 IV typ 1 ,1 mcd 

caw 51-III IV typ 2,2 mcd 
caw 51-IV IV typ 3,5 mcd 

Température de jonction ....... Tj max 100 Oc 
Longueur d'onde du pic d'émission. Àp typ 630 nm 
Angle de mi-intensité ......... (J typ 60 ° 

DONNEES MECANIOUES Dimensions en mm 
BOITIER FO-78 C diffusant 

ex> "!. 
N 0 
.;, 

1.3 
.;, 
"-M 1,7 L 0 18.0 min 

-e 1 

1 
::... - .. 

"!. --. N -
6.4-6.8 1 16,0 min Il .0 

2,0 , 1 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues salon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VR 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct de crête répétitif 
t p = 1 /JS; f =300 Hz ..... 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tj = 25°C. . . . . . . . . . . . Ptot 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage 
10 s max à 3 mm min du plan de siège. Tsld 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-air ambiant .... . . . . . . . . . . . . . Rth j-a 

max 5 

max 30 

max 

max 120 

- 55 à +100 

max 100 

max 260 

625 

v 

mA 

A 

mW 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =10 mA . 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA 

Angle d'ouverture à mi-intensité 
IF =10 mA •....... 

Longueur du pic d'émission 
IF =10 mA ..... 

Capacité diode 
VR=0;f=1MHz. 
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caW51 IV 
caw 51-III IV 
CaW51-IV IV 

(J 

typ 
max 

max 

min 

min 

typ 

typ 

typ 

2,1 V 
3 V 

100 JJ.A 

0,7 mcd 
1,6-3,5 mcd 

3 mcd 

60 ° 

630 nm 

35 pF 



diode électroluminescente 
super-rouge 

documentation provisoire 

-.s,'" 
caW54 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAIAS en boîtier coloré rouge diffusant FO-78 C diamètre 
3mm. 

De très haute luminosité dans le rouge, elle se caractérise par un très grand angle de vision et 
une compatibilité CMOS. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . . . . . .. 
Courant direct en continu. .. . . 
Puissance totale dissipée à Tamb ~25°C 

montage sur circuit imprimé. 

Intensité lumineuse à IF =10 mA · ... 
Température de jonction .. .. · . 
Longueur d'onde du pic d'émission .. 

Angle d'émission à mi-intensité .. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-78 C 

"! 
N 

ob 
1.3 -..; 1,7 

-e-. 

1 
6,4-6,8 

1 

1 
---' 
---. 

1 
-1 

· . 

VA max 

IF max 

Ptot max 

. .. Iv typ 

Tj max 

Àp typ 

(J typ 

"!. 
0 ... 
ot 
0 18.0 min 

-
-

16.0 min 
Il ,0 2,0 

'1 

Fig. 1 

5 V 

100 mA 

150 mW 

10 mcd 

100 Oc 
650 nm 

60 ° 

Dimensions en mm 

• ot 
~ 
N 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER lIimitesabsolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse continu · .. . . . . . · . · ..... 
Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
tp=l /oLS; f=300 Hz. ... 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb "';;;25OC 
montage sur circuit imprimé. · . · . . ... 

Températures 

Température de stockage. · .... . . . · . . .. 
Température de jonction. · ......... · .. 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld ",;;; 10 s . ..... . . . . . . . . . . . . . . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance sur circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe en continu 
IF =4 mA. 
IF =10 mA ...... . 

Courant inverse 
VR=5V ... 

Intensité lumineuse 
IF =4 mA. 
IF =10 mA 

IF =50 mA 

Angle à mi-intensité ......... . 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur spectrale à mi-hauteur .... 
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. . 

VR max 5 V 

IF max 100 mA 

IFRM max A 

Ptot max 150 mW 

Tstg - 55 à +100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a 500 K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 1,65 V 

VF typ 1,75 V 
max 2,2 V 

IR max 100 J,lA 

IV typ 3 mcd 

IV min 4 mcd 
typ 10 mcd 

IV typ 55 mcd 

(J typ 60 Oc 
Àp typ 650 nm 

!:lÀ typ 20 nm 
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Fig. 5 

.... 

" 
"'" 1'-.. 

-25 

.... 

IF (mA) 

"-
'" 1" 

o 

1'-.. 
1" 

25 

Fig. 7 

_.Fi__ CQW 54 - Page 4 

630 650 ~dnm) 670 

Fig. 6 

f' 

'" 1'-
....... t--... 

r-I--

50 



Ptot 
(mWI 

200 

160 

120 

80 

40 

o 
o 

~ 
~ . 

..... 11> 
~ 

~ 
t.~ 

50 

Fig. 8 

o 

_=F,_ caw 54 . Page 5 

100 

-90°U-LlJLLlJLLJ-LLJ-LlJLL~ti~~~~:ClJ~~Lll-LlJLlJJLlJU900 
100 75 50 25 o 

Fig. 9 

25 50 75 100 

273 





diode électroluminescente 
super rouge 

documentation provisoire 

-.s,--
CQX24 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au Ga AI As en boltier incolore 500-63 de diamètre 5 mm. 

De très haute luminosité dans le rouge, même à très bas niveau, elle se caractérise par un angle 
de vision étroit et compatibilité CMOS. 

Elle est sélectionnée en 2 classes d'intensité lumineuse. 

CARACTER ISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ........................ VR max 5 V 

Courant direct en continu .................. IF max 100 mA 

Puissance totale dissipée à Tamb ~25OC ......... Ptot max 215 mW 

Intensité lumineuse à 1 F = 1 0 mA CaX24-1 Iv typ 60 mcd 
cax 24-11 Iv typ 100 mcd 

Température de jonction. . . • . . . . . . . . . . . ... . . Tj max 100 Oc 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 1 0 mA . . .. ~p typ 650 nm 

Angle d'émission à mi·intensité à 1 F = 10 mA .•..... 0 typ 25 ° 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD 63 

Dimensions en mm 

L~ [tlJ 
0,9 ~ 
0,6 r 0,9 

0,6 

-., ,-- 0 8 0 0,58 

5,t'--
08 

-(--c::::-------4
l
n [------': : c::::!::0,43~h 

10 ~.._ -------L....!11~0' Jk(~h... ~:r 
::~---... ,-~:~..... 12,7min-

plan de siège - 14,7 min .. 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse . . . . · . . . . . . · . · . . .. VR max 5 V 

Courants 

Courant direct en continu. · . · . · . IF max 100 mA 

Courant direct (valeur crêtel 
t p =1 JAS; f =300 Hz. · .. · .. . . IFRM max A 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb ~25°C ..... . . . . . . . · .. · .. . .. . . Ptot max 215 mW 

Températures 

Température de stockage. · . . . , . . . ... ... Tstg - 55 à 100 Oc 
Température de jonction .. · ....... · . ... Tj max 100 Oc 
Température de soudage au niveau du plan de siège Oc 

tsld ~10 s . · .. • • • o' ... . .. · .. · .. ... Tsld max 260 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance (sur circuit imprimél .•..• · .. . . . Rth j-a 350 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =4 mA ........• . . . · ..... · ....... VF typ 1,65 V 

IF =10 mA . . · .. . . . . . . .. ... · .. · . VF typ 1,75 V 
max 2,2 V 

Courant inverse 
VR =5 V. . . . · ........ · ... .. · ... · . . . IR max 100 /lA 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA COX 24-1 Iv min 20 mcd 

typ 60 mcd 
COX 24-11 Iv min 40 mcd 

typ 100 mcd 

IF =50 mA COX 24-1 Iv typ 350 mcd 
COX 24-11 Iv typ 500 mcd 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA . . · .. .. . . · .. · ....... Àp typ 650 nm 

Angle d'émission de mi-intensité 
° IF =10 mA . . . . . . . . . . . . . . .. ... · .. 9 typ 25 

Largeur spectrale à mi-i ntensité . · ..... · .. . . . . . /::;),., typ 20 nm 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O .. . . . . . . .. . . . ... . . · . . ..... Cd typ 40 pF 
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diode électroluminescente 
rouge 

CQX51 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au Ga P, en boftier diffusant incolore SOD-63 de diamètre 5 mm. 

De très haute luminosité dans le rouge, elle se caractérise par un très grand angle de vision. 

Elle est sélectionnée en 3 classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse .............. . 

Courant direct en continu ........ . 

Puissance totale dissipée à T amb Et;;40oC 

1 ntensité 1 umineuse à 1 F = 1 0 mA 

Température de jonction .......... . 

cox 51-1 
COX 51-II 

COX 51-III 

VR 
IF 
Ptot 

Iv 
Iv 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 10 mA 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA. 

Iv 

Tj 

Àp 

8 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD 63 

, ~ IHI 
09-~ 
0;6 r 

I( ,08 5 
4 

Lt 9,5 
8,5 

O,g 
"D,6 ..... 14-
L-

.1-.3.9-. • 
2,6 

Plan de siège _. 

Fig. 1 

0,8 

+ 
+. 

+ 1,0 

max 

max 

max 

typ 
typ 
typ 

max 

typ 

typ 

3 V 

30 mA 

120 mW 

3 mcd 
5 mcd 
8 mcd 

100 Oc 
630 nm 

60 ° 

Dimensions en mm 

0°,58 

c:::!l=43=a=(~~h 
2,54 

..J kH 
-+-

7min_1 12, 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p =1 /JS; f=300 Hz. 
t p = 1 ms; {j = 1/3 . . . . 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
T amb .;;; 57 ,5°C (sur circuit imprimé) 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
t sld';;;7 s ................... , .. . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance .......... . 

Jonction-ambiance montage sur circuit imprimé 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =10 mA . 

Courant inverse 
VR =3 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF=10mA ......... . 

Angle d'émission de mi-intensité 
IF =10 mA ......... . 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O ............. . 

282 

COX 51-1 
COX 51-II 

COX 51-III 

VR 

IF 

IFRM 
IFRM 

Ptot 

Tstg 

Tj 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 3 

max 30 

max 
max 100 

max 120 

- 55 à 100 

max 

max 

100 

230 

500 

350 

V 

mA 

A 
mA 

mW 

Oc 
Oc 

Oc 

K/W 

K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

typ 2,1 V 
max 3 V 

max 100 jJ.A 

Iv min 1,6 mcd 

Iv 3-7 mcd 

Iv 5 - 11 mcd 

Àp typ 630 nm 

(J typ 60 ° 

&. typ 45 nm 

Cd typ 35 pF 
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diode électroluminescente 
rouge 

haute luminosité 
COX 54 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAsP/GaP, en boîtier SOD-63, diamètre 5 mm, incolore. 

Elle émet dans le rouge avec une très grande efficacité. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VR max 5 

Courant direct en continu . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 F max 30 

Puissance totale dissipée à T amb ~ 57 ,5°C. . . . . . .. Ptot max 120 

IntensitélumineuseàIF=10mA ............. Iv typ 25 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj max 100 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 1 0 mA Àp typ 630 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 1 0 mA. . (J typ 25 

V 

mA 

mW 
mcd 

Oc 
nm 

° 

DONNEES MECANIQUES 
SOITiER SOD 63 

Dimensions en mm 

, ~ lBl 
0.9-êJÀ 
0.6 t 0.9 

0.6 
.... /1 .... 0 0•58 .----..-------.;n 0.8 0.43 

5.t C 1 ~ Lt !: Q(:L 
4 70 . ' : k (-) 2.t. 

~ '''. ~::::::J. 1 - +- -.J T---9-.5---..1 .. ~1_3,9 .... 1,0 12.7min-1 
8,5 2,6 

Plan de Siège -1 .... >----14.7min .. 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimitesabsoluei selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse 

Courants 

Courant direct en continu 

Courant direct (valeur crête) 
t p =1 ~; f =300 Hz. 

Courant direct (valeur crête) 
t p =1 ms; Il =1/3 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb ~57,50C. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
tsld ~7 s ...................... . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance ..... 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =10 mA ........................ 

Courant inverse 
VR =5 V .. 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA · .. 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =10 mA · ......... 

Angle d'émission de mi-intensité 
IF =10 mA · ......... 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Capacité diode à f =1 MHz 
V=O .............. 

288 

VR max 5 V 

IF max 30 mA 

IFRM max A 

IFRM max 100 mA 

Ptot max 120 mW 

Tstg - 55 à 100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 230 Oc 

Rth j-a 350 K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 2,1 V 
max 3 V 

IR max 100 !lA 

IV min 15 mcd 
typ 20 mcd 

Àp typ 630 nm 

(J typ 25 ° 

ffi typ 45 nm 

Cd typ 35 pF 
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diode électroluminescente 
vert ·ii'i--

CQX64 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaP, en boîtier SOD-63, diamètre 5 mm incolore. 

Elle émet dans le vert quand elle est polarisée en direct. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VR max 

Courant direct en continu. . . . . . . . . . . . . . . 1 F max 

Puissance totale dissipée à Tamb ~57,50C ...... " Ptot max 

Intensité lumineuse à 'F =10 mA . . . . . . . . . . . .. Iv typ 

Température de jonction ................. " Tj max 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 10 mA . . .. Àp typ 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA. . (J typ 

5 

30 

120 

20 

100 

560 

25 

V 

mA 

mW 

mcd 

Oc 
nm 

° 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD 63 

Dimensions en mm 

+ ~ lB] 
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Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolue. selon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse. . . . · .. . .. · .. · .......... VR max 5 V 

Courants 

Courant direct en continu. · . · .. · ..... · .. · ... IF max 30 mA 

Courant direct (valeur crête) 
tp =1 lIS; f =300 Hz. .. · . · .... IFRM max A 

Courant direct (valeur crête) 
tp =1 ms; ô =1/3 · .. · . · .. . . IFRM max 100 mA 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
T amb ~ 57 ,5°C. . .. · . .. · .. . . . · .. · ... Ptot max 120 mW 

Températures 

Température de stockage. · .. · . . . . · ..... Tstg - 55 à 100 Oc 
Température de jonction. · .. · . · . · .. . .. Tj max 100 Oc 
Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège Oc tsld ~7 s ...........•...........•... Tsld max 230 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance · . · .. · .. · .. · . · .. . . Rth j-a 350 K/W 

CARACTER ISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =10 mA · . · ... · . · .. · .. . .. · .. · .. VF typ 2,1 V 

max 3 V 

Courant inverse 
VR =5 V. ..... IR max 100 }.lA 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA · . · .. · . Iv min 15 mcd 

typ 20 mcd 

Longueur d'onde du pic démission 
IF =10 mA · . · .. · . · ... · . · .. · .. Àp typ 560 nm 

Angle d'émission de mi-intensité 
° IF =10 mA . . ......... . . . · .. . . . . . . 6 typ 25 

Largeur spectrale à mi-intensité. ...... · .. · .. &. typ 45 nm 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O. ...... · .... . . . . . . · .. · . · .... Cd typ 35 pF 
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diode électroluminescente . 
Jaune 

CQX74 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au Ga As p. en boîtier SOD-63. diamètre 5 mm. Incolore. 

Elle émet dans le jaune quand elle est polarisée en direct. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VR max 5 

Courant direct en continu. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 F max 30 

Puissance totale dissipée à Tamb .;;;; 57.5°C. . . . . . .. Ptot max 120 

Intensité lumineuse à IF = 10 mA . . . . . . . . . . . .. Iv typ 25 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj max 100 

Longueur d'onde du pic d'émission à 1 F = 1 0 mA ... , Àp typ 590 

Angle d'émission à mi-intensité à 1 F = 10 mA. . . . . .. e typ 25 

V 

mA 

mW 

mcd 

Oc 
nm 

° 

DONNES MECANIQUES 
BOITIER SaD 63 

Dimensions en mm 

+ ~ [tl) 
09-~ 
0:6. 

0,9 
0,6 .... 11- 0°,58 

t.---c------1~ °t ~43 0(+) 

"e !-"~+:' · k(-) -~4 
4r I~.. _ _h===~' 1 -+- -' 

i----9,-5---.J.. .. -!L_3.9_. 1,0 12'7min-1 

8,5 2,6 
Plan de siège -1 ... 0----14,7 min .. 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p =1 j.LS; f =300 Hz .... 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 ms; ô = 1 /3 .•... 

Puissance 

Puissance totale dissipée 
Tamb ~57,5°C . 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
tsld ~7 s ...................... . 

RESISTANCES THERMIQUE 

IFRM 

Ptot 

Tstg 

Tj 

Tsld 

Jonction-ambiance ..... . . . . . . . . . . . .. Rth j-a 

max 5 v 

max 30 mA 

max A 

max 100 mA 

max 120 mW 

- 55 à 100 Oc 
max 100 Oc 

max 230 Oc 

350 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension di recte 
IF =10 mA . 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA ... 

Longueur d'onde du pic démission 
IF =10 mA .......... . 

Angle d'émission de mi-intensité 
IF =10 mA ......... . 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=O ............. . 

300 

VF 

IR 

Iv 

Àp 

(J 

&. 

Cd 

typ 2,1 V 
max 3 V 

max 100 j.LA 

min 15 mcd 
typ 20 mcd 

typ 590 nm 

typ 25 ° 

typ 45 nm 

typ 35 pF 
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diode électroluminescente 
rouge 

haute luminosité 
CQY24B 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAsP, en boîtier SOD 63, diamètre 5 mm, coloré rouge, 
diffusant. 

De très haute luminosité dans le rouge, elle présente encore des caractéristiques lumineuses 
à faible niveau de courant. 

Elle est destinée à constituer des ensembles lumineux de forte densité. 

Elle est sélectionnée en quatre classe d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ................. VR max 

Courant direct en continu ........... 'F max 

Puissance totale dissipée à Tamb ~ 55°C .. Ptot max 

Intensité lumineuse à 'F== 20 mA COV 24B-1 'v min 

COV 24B-1I 'v typ 

COV 24B-1II Iv typ 

COV 24B-IV 'v typ 

Température de jonction ........ Tj max 

Longueur d'onde du pic d'émission. Àp typ 

Angle d'émission à mi-intensité. (J typ 

5 

50 
125 

0,7 

1,6 
:2,6 

4,5 

100 
650 

65 

V 

mA 

mW 

mcd 

mcd 

mcd 

mcd 
Oc 

nm 

° 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD 63 rouge diffusant 

Dimensions en mm 

L~ [tl) 
0,9 ~ 
0,6 •. 

(!]-

0,9 
0,6 

-- 1-- 0°,58 
0.8 +43 0(+) 

t=:=;:;:::~=J[=:::::+ ==::::=t-h 
5,08 • + 254 
470 k(-) , 

~., __ --< • .,[1 .. 4=,~,=~_~I:~1!0=="::::J12,7cm=in===-~J -1 
8,5 

Plan de siège _ 14,7min----I~ 

Fig_ 1 
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VALEURS A NE PAS Ot:PASSER Ilimitesab50luesselon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse ....................... VR max 5 V 

Courants 

Courant direct en continu. IF max 50 mA 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 IlS; f = 300 Hz . IFM max A 

Puissanca 

Puissance totale dissipée 
Tamb <55°C ..... · ................ Ptet max 125 mW 

Températures 

Température de stockage. · .............. Tstg -55 à 100 Oc 

Température de jonction. · .............. Tj max 100 Oc 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld < 1 0 s ...................... Tsld max 260 Oc 

RESIST ANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance ........... Rth j-a 500 K/W 

Jonction ambiance; sur circuit imprimé Rth j·a 350 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj= 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =20 mA . . . . . . . ............ VF typ 1,7 V 

max 2 V 

Coefficient de température de la tension directe 
-tNF/b.Tj IF =20 mA typ 1,6 mV/K 

IF =2 mA .. -b.VF/b.Tj typ 2 mV/K 

Courant inverse 
VR =3 V ... IR max 100 ,.,.A 

Intensité lumineuse 
IF =20 mA COY 248-1 IV min 0,7 mcd 

COY 24B-11 IV 1 à 2,2 mcd 

COY 248-111 IV 1,6 à 3,5 mcd 

COY 24B-IV IV min 3 mcd 

Longueur d'onde du pic d'émission 
Àp IF =20 mA .......... typ 650 nm 

Angle d'émission de mi·intensité ° IF =20 mA .......... 8 typ 65 

Largeur spectrale à mi·intensité. b.À typ 20 nm 

Capacité diode à f = 1 MHz 
V=o .............. Cd typ 60 pF 
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diode électroluminescente 
rouge 

CQY 54 A 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au phosphure arséniure de gallium en boftier plastique FO-7aC, 
émettant dans le rouge lorsqu'elle est polarisée en direct. 

Elle se caractérise par: 
une haute efficacité 
une très faible consommation 
une compatibilité avec les circuits logiques, notamment CMOS 
une tenue remarquable en soudabilité, aux chocs thermiques et aux solvants de flux de 
soudure telle Flugène 113 MA ou le Fréon TMS. 

Elle est sélectionnée en deux classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu. VR max 5 V 

Courant direct en continu. IF max 30 mA 

Puissance total dissi pée. • . .. Ptot max 120 mW 

Intensité lumineuse à 1 F = 20 mA CQY 54A·1I IV typ 1,6 mcd 
CQY 54A-1II IV typ 2,5 mcd 

Température de jonction ...... Tj max 100 Oc 
Longueur d'onde du pic d'émission. ~ typ 650 nm 

Angle d'émission ..•..... 8 typ ±30 ° 

DONNEES MECANIQUES dimensions en mm 

BOITIER FO·78 C 

~ II!. 
N 0 

'" '" ": 1.3 
L 

... 
M 1.7 0 18.0 min 

-e 1 

1 
~ 

. ... 
~ 

II!. 
. N 

1 Il •0 
j 

6.4-6.8 16.0 min 2.0 
1 l 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites selon publication cel 134) 

Tensions 

Tension inverse en continu .................. VR 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct de crête répéritif 
tp = 1 /.AS; f = 300 Hz ..... . 

Puissance 

IFRM 

Puissance totale dissipée (Tj =25°C) ............ Ptot 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage à 3 mm min. du plan de siège 
tsld < lOs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tsld 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance ..... . . . . . . . . . . . . . Rth j-a 

max 5 

max 30 

max 

max 120 

-55àl00 

max 100 

max 260 

625 

V 

mA 

A 

mW 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =20 mA . 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =20 mA 

Angle d'émission 
IF =20 mA . 

Longueur d'onde du pic d'émission 
IF =20 mA ...... . 

Capacité diode à f = 1 MHz 
VR=O ......... . 

312 

. ........ IR 

COY 54 A-II 1 V 
COY 54 A-III IV 

e 

typ 
max 

max 

min 

typ 

typ 

typ 

1.7 V 
2 V 

100 J.lA 

1 à 2,2 mcd 
1,6 mcd 

±30 ° 

650 nm 

35 pF 
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diode électroluminescente 
vart 

_=h' __ 
CQY94 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au phosphure de gallium, en boftier SOD 63 vert diffusant diamètre 
5 mm, émettant dans le vert lorsqu'elle est polarisée en direct. 

Elle est sélectionnée en quatre classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu ................. VR max 5 V 

Courant direct (continu) .................. IF max 30 mA 

Puissance totale dissipée (T amb ~55°C). ........ Ptot max 120 mW 

Intensité lumineuse à 1 F = 1 0 mA COV 94-1 IV typ 1,2 mcd 
COV 94-11 IV typ 1,6 mcd 

COV 94-111 IV typ 2,5 mcd 
COV 94-IV IV typ 3,5 mcd 

Température de jonction. . .. .............. Tj max 100 Oc 
Longueur d'onde du pic d'émission ............ ?op typ 560 nm 

Angle d'émission à mi-intensité .............• 8 typ ±30 ° 

DONNEES MECANIQUES Dimension en mm 
BOITIER SOD-63 vert diffusant 

0,9 
0,6 ~IBJ 

f 
,08 5 

4 ,70 

! 

Î 

," 
9,5 
8,5 

0,9 
0,6 .... 1'-

0.8 

:=!.t --. 
1,0 

0°,58 
0,43 

k(-) 

.. 1 1~ .,m.J 
plan de siège -=C14,7",in--~ 

.1.. 3,5 12 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. · . · ..... · .. · .. · . 
Courants 

Courant direct (continu) .. · ..... 
Courant direct (valeur crête) 

tp =1 j.IS; f=300Hz. · .. · .. 
t p =1ms;Ii=1/3. · . ... · .. . .. · .. . . . . . . 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ~55°C · . · .. · .. 
Températures 

Température de stockage. ... · . · . · .. · .. 
Température de jonction. · . · .. · .. · .. · .. 
Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 

tsld ~7 s. .. . . . .. · . · .. · .. · .. · .. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance . . . . . . . . . . .. 

Jonction-ambiance sur circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =10 mA . . · .. . . . · .. · .. 

Courant inverse 

· .. · .. · . 

VR =3 V. .. . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. 
Capacité diode à f = 1 MHz 

VR=O. . . . . . · ... · .. · .. · .. · .. · . 
Intensité lumineuse dans l'axe 

IF =10 mA COY 94-1 
COY 94-11 

COY 94-111 
COY 94-IV 

Longueur d'onde du pic d'émission. · .. 
Largeur spectrale à mi-intensité. · .. · .. 
Angle de mi-intensité. · . . . . · .. . . . · .. . . . . .. 
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VR 

IF 

IFM 
IFM 

Ptot 

Tstg 

Tj 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 5 

max 30 

max 
max 60 

max 120 

-55à+100 

max 

max 

100 

230 

500 

350 

V 

mA 

A 
mA 

mW 

Oc 
Oc 

Oc 

K/W 

K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 2,1 V 
max 3 V 

IR max 100 j.lA 

~ typ 35 pF 

IV min 0,7 mcd 
IV 1 - 2,2 mcd 
IV 1,6 - 3,5 mcd 

IV min 3 mcd 

Àp typ 560 nm 

& typ 30 nm 

(J typ ±30 ° 
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Fig. 5 
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diode électroluminescente 
• 3 mm, verte 

documentation provisoire 

CQY 95 A 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au phosphure de gallium en boîtier plastique FO-78 C (T1) émettant 
dans le vert, lorsqu'elle est polarisée en direct. 
Elle se caractérise par les propriétés suivantes: 
- Haute efficacité 
- Très faible consommation 
- Compatibilité avec les circuits logiques, notamment CMOS. 

L'encapsulation présente une tenue remarquable en soudabilité, aux chocs thermiques et aux 
solvants de flux de soudure, notamment Flugène 113 MA ou Fréon TMS. 

Elle est sélectionnée en deux classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . . . ...............•.. 
Courant direct en continu ................ . 
Puissance totale dissipée . . . . . . . . ....... . 
Intensité lumineuse à 1 F = 1 0 mA COY 95 A 

COY 95 A-III 
COY 95 A-IV 

Température de jonction ................. . 
Longueur d'onde du pic d'émission ...•.... 
Angle de mi-intensité. . . . . . . . . . . ........ . 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-78 C diffusant 

CIl! 
N 

'" 1.3 -Pi 1.7 
-e. 

V- l 
6.4-6.8 

~ 
Q 

'" L 
~ 
Q 

1 
~ 
~ -

-'- 16.0 min 
1 

Fig. 1 

VR max 
IF max 
Ptot max 
IV typ 

IV typ 
IV typ 
T' max 

~ typ 
6 typ 

18.0 min 

-

11 .0 
2.0 

1 

5 V 
30 mA 

120 mW 
1,1 mcd 
2,2 mcd 
3,5 mcd 

100 Oc 
560 nm 
60 ° 

Dimensions en mm 

.. 
~ 
N 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VR 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct de crête répétitif 
t p =11lS;f=300 Hz ..... 

Puissance 

IFRM 

Puissance totale dissipée à Tj =250 C ............ Ptot 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage 
10 s max à 3 mm min du plan de siège. Tsld 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-air ambiant .... . . . . . . . . . . . .. Rth j-a 

max 5 

max 30 

max 

max 120 

- 55 à +100 

max 100 

max 260 

625 

v 

mA 

A 

mW 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =10 mA . 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA 

Angle d'ouverture à mi-intensité 
IF =10 mA ....... . 

Longueur du pic d'émission 
IF =10 mA .... 

Capacité diode 
VR =O;f =1 MHz 
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COV95A IV 
COV 95 A-III IV 
COV 95 A-IV IV 

typ 
max 

max 

min 

min 

typ 

typ 

typ 

2,1 V 
3 V 

100 #A 

0,7 mcd 

1,6 - 3,5 mcd 

3 mcd 

±60 ° 

560 nm 

35 pF 



20 

1 

15 

10 

5 

2,3 

2,2 

2,1 

2 

1,9 
-50 

..... 

l'!.. 

..... 
...... 

o 

Tj =25 Oc 

Il 

typ 

J 

~ 

2 

Fig. 2 

1 1 Val. typ 

1 1 
.1 
IF = 

..... 20mA 

" ...... 
...... 

...... 
...... 

..... 10 mA 

.... 
...... 

""'1 
5mA 

Fig. 4 

... Fi__ COY 95 A - Page 3 

60 

40 

20 

Iv 

% 

100 

10 

1 
1 

1) 

O~ 

,....--0.0 , 
~ / 

f/ / 

typ 

2 

Fig. 3 

=O'Y 

10 IF 

Fig. 5 

Tj=25 "c 
t p=50IIS 
T=5ms 

4 

Val. tYI> 
Tj 2SoC 

d.c. 

(mAI 102 
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diode électroluminescente . 
JBune 

CQY96 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au phosphure arséniure de gallium, en boîtier SOD 63 jaune diffu­
sant diamètre 5 mm, émettant dans le jaune lorsqu'elle est polarisée en direct. 

Elle est sélectionnée en quatre classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu. . . . . . . . . . . . . . . . . VR 

Courant direct (continu). . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 F 

Puissance totale dissipée (Tamb ~550C) ......... Ptot 

Intensité lumineuse à IF = 10 mA Cay 96-1 IV 
cay 96-11 IV 

cay 96-111 1 V 
CaY96-IV IV 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj 

Longueur d'onde du pic d'émission. . . . . . . . . . .. 7I.p 

Angle d'émission à mi-intensité. . . . . . . . . . . . . . 9 

max 

max 

max 

typ 
typ 
typ 
typ 

max 

typ 

typ 

5 V 

30 mA 

120 mW 

1,2 mcd 
1,6 mcd 
2,5 mcd 
3,5 mcd 

100 Oc 
590 nm 

60 ° 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOD-63 jaune diffusant 

Dimension en mm 

L~~ 
0,9 ~ 
0,6 t 

1éI, 

0,9 
0,6 

.... 11 ... 0°,58 
r----------1

l
n 0.8 r3 a(+) 

.L C ___ --'--l~~1 ::=:::J:: 1 kI:~~ • 
• ~ ',' ___ .1 L3.5 __ • 1,0 12,7min-l 

8,5 2,0 
Plan de siège -1 ... >----14,7min---•• 1 

Fig_ 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. . . . . . . . . . . . . . . . . . VR 

Courants 

Courant direct (continu) . 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 /oLS; f = 300 Hz. 

tp=l ms; f=300Hz ... 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ~55°C . . . . . . . . . Ptot 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage à 1,5 mm du plan de siège 
tsld ~70 ...................... . 

RESIST ANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance ........... . 

Jonction-ambiance sur circuit imprimé. 

Tstg 

Tj 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 5 

max 30 

max 1 

max 60 

max 120 

- 55 à +100 

max 

max 

100 

230 

500 

350 

V 

mA 

mA 

mA 

mW 

Oc 
Oc 

Oc 

K/W 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 2SoC sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =10 mA . 

Courant inverse 
VR =3 V ... 

Capacité diode à f = 1 MHz 
VR=O .......... . 

Intensité lumineuse dans l'axe 
IF =10 mA 

Longueur d'onde du pic d'émission .. 

Largeur spectrale à mi-intensité. 

Angle de mi-intensité ......... . 
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IR 

Cd 

Cay 96-1 IV 
Cay 96-11 IV 

Cay 96-111 IV 
cay 96-IV IV 

Àp 

& 
(J 

typ 2,1 V 
max 3 V 

max 100 /lA 

typ 35 pF 

min 0,7 mcd 
1 - 2,2 mcd 

1,6 - 3,5 mcd 
min 3 mcd 

typ 590 nm 

typ 38 nm 

typ 60 ° 



Tj -25 Oc 

20 
Il 

) 

15 

10 
typ 

5 

1 

1/ 
2 

Fig. 2 

, 1 1 Val. typ 

2,3 1 1 

J'F = 
i'.. 

KOmA 

" 
2,2 

i'.. ~ 
..... ..... 

i" !, 
2,1 10mA 

~ 
..... 
i' 

2 
5mA 

o 

Fig. 4 

60 

40 

20 

104 

Iv(av) 

(",cd) 

la 
1 

_=Fi__ COY 96 . Page 3 

TJ=25 Oc 
t p= 5O IlS 
T =5ms 

typ 

2 4 

Fig. 3 

Val. typ 
Tj 25°C 

/ 
li= V 0,05 

::::::::::::: 0,1 
== 0,2 

.ru 
A V 

~/ /, 1 (d.c.) 

la 101 
IF(AV) (mA) 

Fig. 5 
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600 
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diode électroluminescente 
• 3 mm, jaune 

documentation provisoire 
CQY97 A 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au sphosphure arséniure de gallium en bo1tier plastique FO·78C 
émettant dans le jaune lorsqu'elle est polarisée en direct. 
Elle se caractérise par les propriétés suivantes: 

Haute efficacité 
- Très faible consommation 
- Compatibilité avec les circuits logiques, notamment CMOS 
L'encapsulation présente une tenue remarquable en soudabilité, aux chocs thermiques et aux 
solvants de flux, notamment Flugène 113 MA Fréon TMS. 
Elle est sélectionnée en deux classes d'intensité lumineuse. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse . . . . . . . . . · ....... VR max 5 V 
Courant direct en continu . . . · ....... IF max 30 mA 
Puissance totale dissipée . . . . · ....... Ptot max 120 mW 
Intensité lumineuse à IF =10 mA COY97A IV typ 1,1 mod 

COY 97 A·III IV typ 2,2 mcd 
COY 97A·IV IV typ 3,5 mod 

Température de jonction. . . . . . .. T· max 100 Oc 
Longueur d'onde du pic d'émission. ~ typ 590 nm 
Angle de mi·intensité. . . . . . . (J typ 60 0 

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm 

BOITIER FO·78 C diffusant 

'" 

;G1]~",~!1 
IX! ~ 
N 0 

'" 1.3 '" - ~ ,.; 1.7 l 0 18.0 min 
-e 1 

1 
~ 

. 
" --. t ~ 
N . 

6.4·6.8 1 16.0 min Il .0 
2.0 

1 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues salon publication CEl 1341 

Tansion 

Tension inverse .. 

Courants 

Courant direct en continu. . . . . . . . . . . . . . . .. IF 

Courant direct de crête répétitif 
tp=1I's; f =300 Hz ......•..•........ IFRM 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tj = 25°C. . . . . . . . . .. Ptot 

Températures 

Température de stockage. . . . . . . . . . . . . • . .. T stg 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . Tj 

Température de soudage 
10s max à 3 mm min du plan de siège ... Tsld 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-air ambiant ....•... Rth j-a 

max 5 

max 30 

max 

max 120 

-55 à +100 

max 100 

max 260 

625 

V 

mA 

A 

mW 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe 
IF =10 mA . . . . . . . . . . . . . . . . ...... VF typ 2,1 " 3 V 

Courant inverse 
VR =5 V. . . . . . . . . . . ..... IR max 100 l'A 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA CaV97A IV min 0,7 mcd 

cav 97A -III IV 1,6 - 3,5 mcd 

CaV97A-IV IV min 3 mcd 

Angle d'ouverture à mi-intensité 
° IF =10mA . . . . . ..... . . . . . . ....... 8 typ 60 

Longueur du pic d'émission 
IF =10 mA .......... ••••••• o ••••• Àp typ 590 nm 

Capacité diode 
VR=0;f=1 MHz . . . . . . . . . . . . . ...... Cd typ 35 pF 
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Fig. 5 
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barrettes lumineuses 
12 diodes électroluminescentes -·,a--

RTe 901 - RTe 903 
RTe 902 -RTe 904 

Mai 1982 

Assemblage en ligne de 12 diodes électroluminescentes, anodes et cathodes séparées, en barrette 
plastique ou clip RTC 907. 

RTC 901 est constituée de 12 diodes CQV60 (rouge) 
RTC 902 est constituée de 12 diodes CQV61 (vert) 
RTC 903 est constituée de 12 diodes CQV62 (jaune) 
RTC 904 est constituée de 12 diodes panachées à la demande 

CARACTER ISTIQUES 
Toutes les caractéristiques électriques, optiques et thermiques sont celles des diodes consti­
tutives correspondantes. 
Dispersion maximale en intensité lumineuse: 2/1 
Les utilisations sont nombreuses : Echelles lumineuses, vu-métres, fréquencemètres, accord 
automatique etc ... 

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm 

----*------
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diode électroluminescente 
jaune 

Diode électroluminescente au GaAsP émettant dans le jaune. 

-.s,--
SL 5000 

Mai 1982 

La SL 5000 est une sélection particulière de la COV 97A, en boitier F078C jaune diffusant, 
répondant aux conditions exigées par le cahier des charges du CNET. 

BOITIER FO- 7SC jaune diffusant Dimensions en mm 

II! \1) 

N o' 

'" 1.3 '" ~ .. ,.; 1.7 L .,; 18.0 min 
"$- 1 

1 
~ - .. 
t'" II! 

- N 

6.4-6.8 l 16.0 min 11.0 2.0 
1 1 

VALEURS LIMITES POUR LES ESSAIS Tamb=2SoC 

IFRM 

IF t p =1 ps VR Ptot Tj T stg 

0=0,3% 
(mA) (A) (V) (mW) (OC) (OC)_ 

max 35 3 100 100 100 

min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS EN PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 

Sous § deréf.NFC Conditions Limites 
Gr. Gr. ESSAIS 96811 d'essais SV. Unités 

~TC 968-3491 Mini Maxi 

Caractéristiques élec- Tamb~6°C 
triques et optiques 
principales: 

02 - Tension directe P 1101 IF =10 mA VF 2,8 V 
- Courant inverse P 1103 VR=3V IR 10 j.lA 
- Intensité lumineuse 3.2.2. IF=10mA IV 1 3 mcd 

Caractéristiques Tamb =2SoC 
électriques et opti-
ques secondaires: t =1 MHz - Capacité P 1301 

VF=6V C 100 pF 
0 03 - Couleur (1) 3.2.5 IF =10 mA ~ 575 595 nm 

- Angle total d'ou-
verture à mi-intensité 3.2.4 IF =10 mA 8 60 degré 

Comportement en Ta mb=70oC 
température: 

04 
- Tension directe P 1101 IF =10 mA VF 3 V 
- Courant inverse P 1103 VF=3V IR 20 j.lA 

(1) S'il va contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de Àp (§ 3-2-5) 

GROUPE 1 VRT: méthode A 1. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditions de polarisation: néant 

GROUPE 5: Vieillissement en fonctionnement continu: IF =16 mA, Tamb =70oC 

SANCTIONS: Pour le ... sais: VRT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

VF ';;;2,8 V pour IF = 10 mA t 
IR';;;50 j.lA pour VR =3 V f Tamb =250 C 

1t.IV 1~2O % pour IF = 10 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 
doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la valeur relevée en mesures initiales). 

Pour les MItres _il dim.tiques et m6qniques les sanctions sont identiques à celles du sous 
groupe 02. 

Toutes les autres caractéristiques sont identiques ÈI ca y 97 A. 
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diode électroluminescente 
rouge 

Diode électroluminescente au GaAsP émettant dans le rouge. 

SL 5001 

Mai 1982 

La SL 5001 est une sélection particulière de la COY 54A, en boîtier F07aC rouge diffusant, 
répondant aux conditions exigées par le cahier des charges du CNET. 

SOITlER FO-78C rouge diffusant Dimensions en mm 

.. "! 
N 0 

'" 1.3 '" L 
~ co; 1.7 0 18.0 min 

-e 1 

1 
~ - ... 
~ 

"'. 
- N 

6.4-6.8 1 16.0 min Il .0 
2.0 

1 1 

VALEURS LIMITES POUR LES ESSAIS Tamb=2SoC 

'FRM 

'F t p =l/.1s VR Ptot Tj Tstg 

/)=0,3% 

(mAI (AI (VI (mWI (oCI (oCI 

max 35 3 100 100 100 

min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS EN PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 

Sous § der6f.NFC Conditions Milites Gr. ESSAIS 96811 SV. Gr. STC 968-3491 d'essais Mini 

Caractéristiques élee-
triques et optiques 

Tamb=25°C 

principales: 
02 - Tension directe P 1101 IF=20 mA VF 

- Courant inverse P 1103 VR=3V IR 
- Intensité lumi· 

neuse 3.2.2 IF =20 mA IV 1 

Caractéristiques élec· 
triques et optiques 

Tamb=25°C 

secondaires: t=1 MHz 
- Capacité P 1301 VF=OV C 

0 03 - Couleur (1) 3.2.5 IF=20 mA ~ 640 
- Angle total d'ou-

verture à mi-
intensité 3.2.4 IF=20 mA (J 60 

Comportement en 
température : 

Tamb=70oC 

04 - Tension directe P 1101 IF =20 mA VF 
- Courant inverse P 1103 VF= 3V IR 

(11 S'il ya contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de ~ (§ 3-2-5). 

GROUPE 1 : VAT: méthode A 1. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditions de polarisation : néent 

Maxi 

1,8 
10 

3 

100 
680 

2 
20 

Unités 

V 
liA 

mcd 

pF 
nm 

degré 

V 
liA 

GAOUPE 5: Vieillissement en fonctionnement continu: IF =24 mA, Tamb = 70°C 

SANCTIONS: Pour le. eslli. : VAT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

IR ~50 ~ pour VA =3 V Tamb =25°C 

VF ~1,8 V pour IF =20 mA } 

J.ilIV 1~20 % pour IF = 20 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 
doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la valeur relevée en mesures initialesl. 

Pour le. autres essai. climatiques et mécaniques les sanctions sont identiques à celles du sous 
groupe 02. 

Toute, le, Butr. caractkiltique, $Ont identique, Il CO Y 54A. 
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diode électroluminescente 
vert 

Diode électroluminescente au GaP émettant dans le vert. 

-.'i--
SL 5002 

Mai 1982 

La SL 5002 est une sélection particulière de la Cay 95A, en boîtier F078C vert diffusant, 
répondant aux conditions exigèes par le cahier des charges du CNET. 

BOITIER FO-78C vert diffusant Dimensions en mm 

~ ID 

N 0 

'" 1.3 '" - L 
~ oô 1,7 0 18.0 min 

-S 
1 

1 
~ - ... 
b 

ID 

- N 

6.4-6.8 1 16.0 min 
] 1.0 

2.0 
'1 1 

VALEURS LIMITES POUR LES ESSAIS Tamb=2SoC 

IFRM 

IF t p = 1 J..IS VR Ptot Tj T stg 

Ô =0,3 % 

(mA) (A) (V) (mW) 'OC) (OC) 

max 35 3 100 100 100 

min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS EN PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 

Sous § deréf.NFC Conditions Limites Gr. Gr. ESSAIS 96811 d'essais SV. Mini Maxi Unités 
STC 968-3491 

Caractéristiques élec-
triques et optiques 

Tamb = 25°C 

02 
principales: 
- Tension directe P 1101 IF=10mA VF 3 V 
- Courant inverse P 1103 VR=3V IR 10 /JA 
- Intensité lumi-

neuse 3.2.2 IF =10 mA IV 1 3 mcd 

Caractéristiques élec- Tamb=25°C 
triques et optiques 
secondaires: {F=1 MHz 

0 03 - Capacité P 1301 VF=OV C 100 PF 
- Couleur (1) 3.2.5 IF =10 mA \ 555 565 nm 
- Angle total d'ou- 3.2.4. IF =10 mA (J 60 degré 

vert ure à mi-
intensité 

Comportement en Tamb=70oC 
température: 
- Tension directe P 1101 IF=10mA VF 3,2 V 
- Courant inverse P 1103 VF=3V IR 20 /JA 

(1) S'il ya contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de \ (§ 3-2-5) 

GROUPE 1 VRT : méthode A 1. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditions de polarisation: néant 

GROUPE 5 : Vieillissement en fonctionnement continu: IF = 16 mA, Tamb = 70°C 

SANCTIONS: Pour les essais : VRT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

VF";;;3 V pour IF =10 mA} 

IR Et;50/JA pourVR=3V Tamb=25°C 

1t.IV 1";;;20 % pour IF = 10 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 
doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la valeur relevée en mesures initiales). 

Pour les autres essais climatiques et mécaniques les sanctions sont identiques à celles du sous 
groupe 02. 

Toutes les autres caractéristiques sont identiques Il COY 95A. 

340 



diode électroluminescente . 
Jaune 

SL 5003 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAsP émettant dans le jaune. 

La SL5003 est une sélection particulière de la Cay 96, en boîtier SOD 63 jaune diffusant, 
répondant aux conditions exigées par le cahier des charges du CNET. 

BOITIER SOD 63 jaune diffusant Dimensions en mm 

+ ~ [HJ 
0.9-~ 
0.6 r 0.9 

0.6 

--11-- 0°,58 
.------;;-------i

1

n 0.8 ~43 a(+} 

.t. C __ ~~~I:=::J:: 1 kI:~} 
4~9" .L",_. 1,0 12,7m;o_1 

8,5 2,6 
Plan de siège ._1 ..... 0-----14,7min • 

VALEURS LIMITES POUR LES ESSAIS Tamb =25°C 

IF IFRM VR Ptot Tj Tstg 

tp = 1 !J.S 

Il =0,3% 
(mA) (A) (V) (mW) (oC) (OC) 

max 35 3 100 100 100 

min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS EN PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 

Sous §de réf.NFC Conditions Limites 
Gr. Gr. 

ESSAIS 96811 d'essais SV. Mini Maxi Unités 
STC 968-3491 

Caractéristiq ues élec Tamb =25"C 
triques et optiques 
principales: 

IF =10 mA VF 2,8 V 02 - Tension directe P 1101 
- Courant inverse P 1103 VR=3V IR 10 /lA 
- Intensité lumineuSE 3.2.2 IF =10 mA IV 1,5 4,5 mcd 

Caractéristique élec- Tamb=25°C 
triques et optiques 
secondaires: F = 1 MHz - Ca{:'llcité P 1301 

VF=O V . C 100 pF 
0 03 - Couleur 3.2.5 IF=10mA Ap 575 595 nm 

- Angle total d'ou- 3.2.4. IF=10mA 9 50 degré 
verture à mi-
intensité 

Comportement en 
Tamb=70oC température: 

04 
- Tension directe P 1101 IF=10 mA VF 3 V 
- Courant inverse P 1103 VF=3V IR 20 /lA 

(1) S'il Y a contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de Àp (§ 3-2-5) 

GROUPE 1 VRT: méthode Al. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditions de polarisation: néant 

GROUPE 5: Vieillissement en fonctionnement continu: IF =20 mA, Tamb =70oC 

SANCTIONS : Pour les essais : VRT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

VF ~2,8 V 

IR ~5O /lA 

pour IF =10 mA 

pour VR =3 V 

[t.IV] ~20 % pour IF = 10 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 
doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la valeur relevée en mesures initiales). 

Pour les eutres essais climatiques at mécaniques les sanctions sont identiques à celles du sous 
groupe 02. 

Toutes les autres caractéristiques sont identiques à ca y 96. 
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diode électroluminescente 
rouge 

Diode électroluminescente au GaAsP émettant dans le rouge. 

SL 5004 

Mai 1982 

La SL 5004 est une sélection particulière de la COY 24B, en boîtier SOD 63 rouge diffusant, 
répondant aux conditions exigées par le cahier des charges du CNET. 

SOITlER SOD 63 rouge diffusant Dimensions en mm 

L~ IHI 
0,9 ~ 
0,6. 0,9 

0,6 

--11-- 0 0,58 

5.t..--C--------ft=0=:':=-::::J:: rkl::1, 
~9,5 ___ .I1 ... 3,5_. 1,0 12,7min-1 

8,5 2,0 
Plan de siège -1 ..... 0----14,7 min • 

VALEURS LIMITES POUR LES ESSAIS 

IFRM 

IF t p = 1 ilS VR Ptot Tj Tstg 

/) =0,3 % 

(mA) (A) (V) (mW) (OC) (oC) 

max 35 3 100 100 100 

min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS EN PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 

Gr. Sous ESSAIS 
§ deréf.NFC' Conditions SV. Limites 

Gr. 96811 d'essais Mini Maxi 
STC968-3491 

caractéristiques élec- Tamb::25OC 
triques et optiques 
principales: 

02 - Tension directe P 1101 'F=2O mA VF 1,8 
- Courant inverse P 1103 VR=3V 'R 10 
- Intensité lumi-

neuse 3.2.2. 'F =20 mA 'V 1 3 

caractéristiques élec- Tamb=25°C 
triques et optiques 
secondaires: ~~=1 MHz 
- capacité P 1301 VF=OV C 100 

0 03 - Couleur (1) 3.2.5 'F=20mA \ 640 680 
- Angle total d'ou-

verture III mi-
intensité 3.2.4 'F =20 mA (J 50 

Comportement en Tamb=70oC 
température: 

04 - Tension diverse P 1101 'F=20mA VF 2 
- Courant inverse P 1103 VF=3V IR 20 

(11 S'il ya contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de \ (§ 3-2-5). 

GROUPE 1 : VRT : méthode A 1. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditiOns de polarisation : néant 

Unités 

V 
~A 

mcd 

PF 
nm 

degré 

V 
~A 

GROUPE 5: Vieillissement en fonctionnement continu: 'F =30 mA, Tamb=70oC 

SANCTIONS: Pour les _i. : VRT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

VF ~1,8 V pour IF =20 mA } 

'R ~50~A pour VR =3 V Tamb=25°C 

ILlIV 1~2O % 'F = 20 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 
doit être comprise entre 0,8 et 1.2 fois la valeur relevée en mesures initiales). 

Pour les autres _i. clilMtiqœt et rn6aniq_ les sanctions sont identiques III celles du sous 
groupe 02. 

ToutBS lBS autres caractt1ristiques sont identiques â COY 248. 
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diode électroluminescente 
vert 

Diode électroluminescente au GaP émettant dans le vert. 

-=Fi--
SL 5005 

Mai 1982 

La SL 5005 est une sélection particulière de la Cay 94, en boîtier SOD 63 vert diffusant, 
répondant aux conditions exigées par le cahier des charges du CNET. 

BOITIER SOD 63 vert diffusant Dimensions en mm 

L~ IHI 
0,9 ~ 
0,6 r 0.9 

0,6 .... 1--
0,8 
t 

0 0,58 
0,43 

5,08 +. 

~-9'-5 --....L...!.L~,:~: 1~ 12,'';' '-J 
8,5 , 

Plan de siège - 14,7min---I 

VALEURS LIMITES POUR LES ESSAIS 

IFRM 

IF t p =l JJS VR Ptot Tj T stg 

6 =0,3 % 

(mA) (A) (V) (mW) (oC) (OC) 

max 35 3 100 100 100 
min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS EN PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 
§ de réf.NFC 

Sous Conditions limites Gr. 
Gr. 

ESSAIS 96811 d'essais Sv. Mini Maxi Unités 
STC968-3491 

Caractéristiques élec- Tamb= 25°C 
triques et optiques 
principales: 

02 - Tension directe P 1101 IF=10mA VF 3 V 
- Courant inverse P 1103 VR=3V IR 10 p.A 

- Intensité lumi-
neuse 3.2.2. IF =20 mA IV 1 3 mcd 

Caractéristiques élec- Tamb=25°C 
triques et optiques 
secondai res : F =1 MHZ 
- Capacité P 1301 VF=O V C 100 pF 

0 03 - Couleur (1) 3.2.5. IF =10 mA Àp 640 565 nm 

- Angle total d'ou-
verture à mi-
intensité 3.2.4. IF = 10 mA (J 50 degré 

Comportement en TAMB=70oC 
température: 
- Tension directe P 1101 IF =10 mA VF 

04 - Courant inverse P 1103 VF=3V IR 

(1) S'il Y a contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de \, (§ 3-2-5l. 

GROUPE 1 : VRT : méthode A 1. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditions de polarisation: néant 

2 

20 

GROUPE 5: Vieillissement en fonctionnement continu: IF =20 mA, Tamb =70oC 

SANCTIONS: Pour les essais: VRT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

IR~50p.A pourVR=3V Tamb=250C 

V 
p.A 

VF ~3 V pour IF =10 mA } 

Inlv 1~20 % IF = 10 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 
doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la valeur relevée en mesures initiales). 

Pour les autres essais climatiques et mécaniques les sanctions sont identiques à celles du sous 
groupe 02. 

Toutes les eutres caractéristiques sont identiques Il COY 94. 
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diode électroluminescente 
rouge 

haute efficacité 

Diode électroluminescente au GaAsP émettant dans le rouge-orangé. 

-=F'" 
SL 5011 

Mai 1982 

La SL 5011 est une sélection particulière de la CQW 51, en boîtier F078C rouge 
diffusant, répondant aux conditions exigées par le cahier des charges du CNET. 

SOITiER FO-78C rouge diffusant Dimensions en mm Il) 
.-t1~Il)~~1 
co Il! 
N 0 

'" 1.3 '" .. 
M 1.7 l 0 18.0 min 

-e 
1 

1 
:::::.... - .. 

"! 
~ N -

6.4-6.8 1 16.0 min Il •0 
2,0 

1 1 

VALEURS LlIVIITES POUR LES ESSAIS Tamb=25°C 

IFRM 

t p =1 ~ VR Ptot Tj T stg 

Ô =0,3 % 

(mAl (Al (VI (mWI (oCI (OCI 

max 35 3 100 100 100 
min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 

Sous § de réf.NFC Conditions Limites Gr. ESSAIS 96811 SV. Gr. STC968-3491 d'essais Mini 

Caractéristiques élec- Tamb=25°C 
triques et optiques 
principales: 

02 - Tension directe P 1101 IF=10 mA VF 
- Courant inverse P 1103 VR=3V IR 
- Intensité lumi-

neuse 3.2.2 IF =10 mA IV 1,5 

Caractéristiques élec- Tamb=25°C 
triques et optiques 
secondaires: V=l MHz 
- Capacité P 1301 VF=OV C 

0 03 - Couleur (1) 3.2.5. IF =10 mA \, 615 
- Angle total d'ou-

verture à mi-
intensité 3.2.4. IF=10 mA (J 60 

Comportement en Tamb=70oC 

04 
température: 
- Tension directe P 1101 IF =10 mA VF 
- Courant inverse P 1103 VF=3V IR 

(1) S'il ya contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de \, (§ 3-2-5). 

GROUPE 1 : VRT: méthode Al. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditions de polarisation: néant 

Maxi 

2,8 
10 

4,5 

100 
645 

3 
20 

Unités 

V 
J,tA 

mcd 

pF 
nm 

degré 

V 
J,tA 

GROUPE 5: Vieillissement en fonctionnement continu: IF = 16 mA, Tamb = 70°C 

SANCTIONS: Pour les essais: VRT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

VF';;;;1,8V pourI F =10mA} 

IR ';;;;50 J,tA pour VR =3 V Tamb =25°C 

J~lvl';;;;20% pour IF = 10 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 
doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la valeur relevée en mesures initiales). 

Pour les autres essais climatiques et mécaniques les sanctions sont identiques à celles du sous 
groupe 02. 

Toutes les autres caractéristiques sont identiques à CQW 51 
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diode électroluminescente 
rouge 

haute efficacité 

Diode électroluminescente au GaAsP émettant dans le rouge-orange. 

SL 5014 

Mai 1982 

La SL 5014 est une sélection particulière de la COX 51, en boitier SOD 63 rouge diffusant, 
répondant aux conditions exigées par le cahier des charges du CNET. 

BOITIER SOD 63 

+ ~ ~ 
09-~ 
0:6, 

,08 5 
4 
!( 
~ .. , 

8,5 

0,9 
0,6 

-- I+-
0,8 
t 

~ 
r-----

+ .L3,9_ • 1,0 

2,6 
Plan de siège _. 

Dimensions en mm 

0°,58 r3 Q(~L. 
1 k(~k- ~r 

7min_1 12, 

14 ,7 min • 

VALEURS LIMITES POUR LES ESSAIS Tamb=25°C 

IFRM 

IF t p = 1 jlS VR Ptot Tj Tstg 
6=0,3% 

(mA) (A) (V) (mW) (OC) (oC) 

max 35 3 100 100 100 
min -40 

VOIR ESSAIS ET CONDITIONS EN PAGE 2 
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CONDITIONS D'ESSAIS 

Sous 
§ de réf. NFC Conditions Limites Gr. Gr. 

ESSAIS 96811 d'essais SV. Mini Maxi STC968-3491 

Caractéristiques élec- Tamb=25°C 
triques et optiques 
principales: 

- Tension directe P 1101 IF =10 mA VF 2,8 
02 - Courant inverse P 1103 VR=3V IR 10 

- Intensité lumi-
neuse 3.2.2 IF=10mA IV 3 9 

Caractéristiques élec- Ta mb=25°C 
triques et optiques 
secondaires: t= 1 MHz 
- Capacité P 1301 VF =OV C 100 

0 03 - Couleur (11 3.2.5. IF =10 mA ~ 615 645 

- Angle total d'ou-
verture à mi-
intensité 3.2.4 IF =10 mA (J 60 

Comportement en Tamb=70oC 
température: 

04 
- Tension directe P 1101 IF=10mA VF 3 
- Courant inverse P 1103 VF=3V IR 20 

(1) S'il Y a contestation sur la couleur, on effectuera une mesure de ~ (§ 3-2-5). 

GROUPE 1 : VRT : méthode A 1. 

Chaleur humide (essai accéléré) : conditions de polarisation: néant 

Unités 

V 

pA 

mcd 

pF 

nm 

degré 

V 

pA 

GROUPE 5: Vieillissement en fonctionnement continu: IF =20 mA, Tamb =70oC 

SANCTIONS: Pour les essais: VRT, Chaleur humide (essai accéléré) Chaleur humide (essai 
continu), Vieillissement en fonctionnement continu: 

VF';;;;2,8V pourI F =10mA} 

IR';;;;50 pA pour VR =3 V Tamb = 25°C 

l/llv 1';;;;20 % pour IF = 10 mA (La valeur de l'intensité lumineuse 

VF N 

doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la valeur relevée en mesures initiales). 

Pour les autres essais climatiques et mécaniques les sanctions sont identiques à celles du sous 
groupe 02. 

Toutes les autres caractéristiques sont identiques à COX 51. 
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affichage solide 





afficheur 1 1/2 digit 
haute luminosité 

13 mm rouge 
documentation provisoire 

CQ209 S 

Mai 1982 

Afficheur à diodes électroluminescentes 7 segments, au phosphure de gallium 1 1/2 digit, émet­
tant dans le rouge. 
La hauteur de caractère est de 12,7 mm. 
Les cristaux de segments sont montés en série et sont alimentés en courant constant, ce qui 
présente l'avantage de supprimer les parasites de commutation et de travailler directement sous 
tension de 9 à 15 V. 
Cet afficheur se caractérise par un contraste élevé et par une haute luminosité à bas niveau de 
courant. 
Le décodeur driver correspondant est le SAS 3064. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu ....... . 
Courant direct en continu par segment .. 
Intensité lumineuse 

1 F = 10 mA par segment. . ..... . 
Température de jonction ......... . 
Température d'onde du pic d'émission .. 

DONNEES MECANIQUES 

• .. 

VR max 
IF max 

IV typ 
Tj max 
i\p typ 

+ 

1 ±O,S -11- 7,1 ... 

... ,-1,6 

1 

111 
12,7 16,2 17,7 

=----tfl----'l l 
-12,7-

Fig. 1 
Tolérance sur toutes cotes sauf spécification contraire: ± 0,25 mm 

3 V 
20 mA 

350 }Jcd 
60 Oc 

700 nm 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER !limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. 

Courant 

Courant direct en continu. 

Températures 

Température de stockage .. 

Température de fonctionnement ............. . 

Température de soudage à 3 mm min du plan réflecteur 
tsld ~3 s ......................... . 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =20 mA 

Courant inverse 
VR =3 V ..... 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA .. . 

IF =5 mA ... . 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Facteur de dispersion en intensité lumineuse 
IF =5 mA ................. . 

CIRCUIT IMPRIME ET BROCHAGE 
20 11 ~ .. E 
o 

60----+ 
~, F 

50----t 

140----' 

o 

173 HI 16 

15 
10 

')écodeur SAS 3064 

NOTES D'UTILISATION 

L'immersion dans tout liquide est déconseillée. 

VR max 3 V 

IF max 20 mA 

Tstg -40à+75 Oc 
Tj - 20 à +60 Oc 

Tsld max 260 Oc 

par segment; T amb = 25°C 

VF min 1,7 V 
typ 2 V 
max 2,3 

IR max 5 J.l.A 

IV min 100 J.l.cd 
typ 350 J.l.cd 

IV typ 250 J.l.cd 

Àp typ 700 nm 

IV1/1V2 max 2,5 

13 

~~ A 

12 

.~ S 

11 

.. C 

8 

.. 0 

L..---O 7 

Pour le nettoyage après soudage, employer de préférence soit l'alcool méthylique, soit le fréon 
TE ou TF; éviter les solvants chlorés (trichloréthylène, tétrachlorure de carbone ..... ). 
Ne jamais porter l'afficheur au-delà de 75°C. 
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afficheurs 2 digits au GaAIAs 
haute luminosité 

13 mm super rouge 
CQ216 

Mai 1982 

Famille d'afficheurs 2 caractères comportant chacun 7 segments obtenus à partir de diodes 
diodes électroluminescentes au GaAIAs et un point situé à droite, émettant dans le rouge. 
La hauteur des caractères est de 12,7 mm. 
Ces afficheurs se caractérisent par une haute luminosité à bas niveau de courant et par un 
contraste élevé. 
Ils sont prévus pour être juxtaposés en ligne et constituer ainsi un affichage à grand nombre 
de caractères. 
La famille comprend les types suivants: 
ca 216 anode commune statique 
ca 216 R cathode commune statique 
ca 216 X anode commune multiplexable. 
ca 216 y cathode commune multiplexable. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Tension inverse en continu ....... . 

Courant direct en continu par segment. 

Intensité lumineuse 
1 F = 1 0 mA par segment .... . 

Température de jonction ...... . 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

DONNEES MECANIQUES 

'-----25,4±O,5 ------t~, 
----- 25,2 ----... ,1 
,----- 24,2 ----., 

2,54 (18lC} 

'" '1 11 '1" .!~+--+! ...... !+-+!.....,...... 

VR max 

IF max 

IV typ 

Tj max 

Àp typ 

1 ±O'S"11-1,1-

... r· .. 1,6 

2,54 

+ 

111 
12,1 16,2 11,1 21 

±O,S 

~j j j 

Tolérance sur toutes cotes sauf spécification contraire: ± 0,25 mm 

3 V 

20 mA 

1,7 mcd 

80 Oc 
650 nm 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. 

Courant 

Courant direct en continu. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction en fonctionnement ..... . 

Température de soudage à 3 mm min du plan réflecteur 
tsld.;;;;3s ........................ . 

CARACTERISTIQUES 

Tension direct 
IF =10 mA 

Courant inverse 
VR =3 V .. 

Intensité lumineuse 
IF =10 mA .. . 

IF =5 mA ... . 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

VR 

IF 

Tstg 

Tj 

Tsld 

VF 

IR 

IV 

IV 

Àp 

max 3 V 

max 20 mA 

- 40 à +75 Oc 
- 20 à +80 Oc 

max 260 Oc 

par segment: T amb = 25°C 

typ 1,75 V 
max 2,2 V 

max 100 p.A 

min 0,7 mcd 
typ 1,7 mcd 
typ 1 mcd 

typ 650 nm 

IV1/I V2 max 2,5 
Facteur de dispersion en intensité lumineuse 

IF =5 mA ................. . 

CIRCUIT IMPRIME 
20 
o 

2 

A A 

11 

f:-/· r:-/· 
/~/~ /~/~ 

OP OP 

1101 101 
1 10 

NOTES D'UTI LlSATION 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

" 16 
19 
20 

L'immersion dans tout liquide est déconseillée. 

C0216R 
c8th0d8commune 

statique 

" nonconnectn 
Dl 
Pl 
Cl 
G2 
E2 
D2 
P2 
C2 

calhodeslel2 
82 
A2 

" 81 
Al 

nonconnectH 
F1 

nonconnectH 
Gl 

BROCHAGE 

C0216 CQ216Y 
anode commune cathodecommunoe 

statique multiplexable multipleuble 

" G 
nonconnect" cathode! anode! 

Dl E E 
Cl 
Pl 
G2 nonconnect6e nonconnect6" 
E2 D D 
D2 Poinn 
C2 C C 
P2 cathode 2 anode 2 

anodesl.t2 8 8 
82 
A2 

" 81 
Al nonconnect6e 

nonconneçtée A 
F1 , 

nonconnectlle nonconnect. 
Gl 

Pour le nettoyage après soudage, employer de préférence soit l'alcool méthylique, soit le 
fréon TE ou TF; éviter les solvants chlorés (trichloréthylène, tétrachlorure de carbone ...... ) 
Ne jamais porter l'afficheur au-delà de 75°C. 

356 



afficheur numérique 
à diodes 

électroluminescentes 
documentation provisoire 

CQ4-32 

Mai 1982 

Afficheur 4 digits de 7 diodes électroluminescentes au GaAsP, en forme de segment, émettant 
dans le rouge. 
Les segments sont montés en cathode commu nes; la hauteur des caractères est de 15 mm; un 
filtre coloré rouge permet d'obtenir un contraste élevé et de descendre à des courants de 5 mA 
par segment. 
La 1 isib il ité est parfa ite, grâce à un graph isme très dégagé et de bel aspect. 
Utilisé en radio réveil, l'afficheur possède deux points centraux pour le clignotement des 
secondes dans le cas de l'affichage de l'heure, et deux points sur la gauche pour l'indication 
du type de modulation (AM ou FMI. 
Le CQ4-32 présente les avantages su ivants : 

compatibilité avec les circuits intégrés, CMOS notamment; très grande durée de vie; lecture 
aisée sous grand angle de vision; variation de luminance facilement réalisable; possibilité 
d'utilisation des connecteurs standard pour cartes circuit imprimé simple face. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse .......... . 
Courant direct par segment ... . 
Intensité lumineuse à IF = 10 mA 
Longueur d'onde du pic d'émission. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-70 

BROCHAGE 

Les connexions sont comptées de 1 à 34 en 
partant de la gauche. Les digits l, Il, III et IV 
sont respectivement les chiffres représentant 
les dizaines d'heures, les unités d'heures, les 
dizaines de minute et les unités de minute. 

1 Cathodes comm. 18 Point sup. 
2 Ind. FM 19 Point in!. 
3 Ind.AM 20 Segment F III 
4 Segment A 21 « Gill 
5 « F 22 « Alli 
6 " G 23 " Bill 
7 « E 24 « 0111 
8 « 0 25 " EIII 
9 « C 26 « C III 

10 " B 27 « FIV 
Il " F 28 « GIV 
12 " G 29 « AIV 
13 .. A 30 « BIV 
14 ,< BII 31 « EIV 
15 " E Il 32 « DIV 
16 « 011 33 " CIV 
17 « Cil 34 Cathodes comm. 

VR max 3 V 
IF min 20 mA 
IV typ 200 /Lcd 
Àp typ 700 nm 

Dimensions en mm 

.-----~IOi"Q,I----

'------.3.12----....... 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse continue. ................. VR max 3 V 

Courants 

Courant direct par d iode en continu . IF max 30 mA 

Courant direct par diode (valeur crête) 
t p = 1 0 ,",s; li =0,01 ............ IFRM max 250 mA 

Puissances 

Puissance totale dissipée 
par diode .... Ptot max 80 mW 

par afficheur Ptot max 2,5 W 

Températures 

Température de fonctionnement. Tf - 20 à +70 Oc 
Température de stockage •...•. T stg -40à+80 Oc 
Température de jonction ........ ........ Tj max 80 Oc 
Température de soudage à 3 mm min du bortier 

t sld..;;3s .............. ......... Tsld max 260 Oc 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance d'une diode. . . . . . . . . . .. Rth j-a 350 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe en continu 
IF =20 mA ...... . typ 2 V 

max 2,3 V 

max 3 V 
Tension directe (valeur crête) 

IFRM=50mA; tp =10,",s; li =0,01 

Longueur d'onde du pic d'émission. typ 700 nm 

Largeur spectrale à mi-hauteur ..... . typ 70 nm 

min 150 ,",cd 
typ 200 ,",cd 

Intensité lumineuse à IF = 10 mA 
par segment ou point. IV 

typ 60 ° Angle de mi-intensité ... () 

NOTE D'UTILISATION 

L'immersion dans tout liquide est déconseillée. Pour le nettoyage après soudage, employer 
soit l'alcool méthylique, soit le fréon TE ou TF; éviter les solvants chlorés (Trichloréthylène, 
tétrachlorure de carbone .. .J. 
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documentation provisoire 

matrice solide 
32 points 
trichrome 

CQT32 

Mai 1982 

Matrice d'affichage, 32 points au pas de 2,54 mm, disposés en 4 colonnes de 8 lignes dans un 
format rectangulaire de 20,32 mm x 10,16 mm. Une matrice peut se justaposer avec d'autres 
matrices par J'un ou ,'autre de ses côtés pour former des panneaux sans perte de pas et aussI 
grands que l'on veut pour l'affichage alphanumérique. 
Chaque point lumineux peut émettre soit dans le rouge, soit dans le vert, soit dans le jaune, 
par l'effet de deux diodes électroluminescentes connectées en antiparallèle, chacune n émet­
tant que polarisée en direct. Un système de multiplexage permet, par un renversement de 
polarité, l'émission simultanée de deux diodes dont la composante est jaune. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu .... 
Courant direct moyen par diode 

Puissance totale dissipée par diode 

Puissance dissipée totale ..... . 
Intensité lumineuse à IF = 1 0 mA 

Longueur d'onde du pic d'émission 

DONNEES MECANIQUES 

xe 

X7 

xe 

X5 

X4 

X3 

X2 

Xl 

Yl Y2 Y3 Y4 

VERT 
ROUGE 

ROUGE 
VERT 

ROUGE 
VERT 

3 254 . , 
1,27 1 ! 1 

li IH 

r- b-f 

r-

2 

~ 
~ _. 

~~)c$ 
~ 

r-
ljJ 1,75 

10,16 

BROCHAGE 

lignes colonnes 

1 Xl 9 Y 1 2 X2 
3 X3 10 Y2 4 X4 
5 X5 11 Y3 6 X6 
7 X7 12 Y4 8 X8 

max 3 V 
max 20 mA 
max 60 mA 
max 30 mW 
max 1 W 
typ 2 mcd 
typ 1 mcd 
typ 650 nm 
typ 560 nm 

Dimensions en mm 
Vue de profil 

~/ 
0,5 x 0,5 

q,3 Vue de del$Ou' 

-", 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (lïmites absolues selon publication CE 1 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. o ••••••••••••••• VR max 3 V 

Courants 

Courant direct en continu par diode ROUGE IF max 60 mA 
VERT IF max 20 mA 

Courant direct par diode (valeur crête) 
tp=10~s; li =0,01 ROUGE IFRM max 500 mA 

VERT IFRM max 250 mA 

Puissances 

Puissance dissipée par diode à T amb ..;; 25°C P max 30 mW 

Puissance dissipée totale à Tamb ";;25°C Ptot max W 

Températures 

Température de fonctionnement Tf -40 à + 85 Oc 
Température de stockage. Tstg - 40 à + 100 Oc 
Température de jonction ...... Tj max 100 Oc 

RESIST ANCES THERMIOUES 

Jonction-ambiance (matrice) Rth j-a typ 75 K/W 

Jonction-ambiance (diode). .. Rth j-a typ 350 K/W 

CARACTERISTIQUES T amb = 25°C sauf indication contraire 

Tension directe à 1 F = 10 mA ROUGE VF min 1 V 
typ 1,8 V 
max 2,5 V 

VERT VF min 1 V 
typ 2,1 V 
max 3 V 

Tension directe (valeur crête) 
1 F = 1 00 mA; t p = 1 00 ~s ROUGE VFM typ 2,5 V 

VERT VFM typ 3,2 V 

Coefficient de température de la tension directe 
t::NF/t:::.T IF =10 mA ..••....... ........ typ -1,6 mV/K 

1 ntensité lumineuse à 1 F = 10 mA ROUGE IV min 1 mcd 
typ 2 mcd 

VERT IV min 0,6 mcd 
typ 1 mcd 

Coefficient de température de l'intensité lumineuse 
t:::.IV/t:::.T IF=10mA ....................• typ - 0,6 %/K 

Rapport d'intensité lumineuse entre deux points .... max 4 

Longueur d'onde du pic d'émission ROUGE Àp typ 650 nm 
VERT Àp typ 560 nm 
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X8 

X7 

X6 

X5 

X4 

X3 

X2 

Xl 

documentation provisoire 

matrice solide 
32 points 

au GaAIAs 
caW32R 

Mai 1982 

Matrice d'affichage constituée de 32 diodes électroluminescentes au GaAIAs, sous forme de 
points circulaires, disposés en 4 colonnes de 8 lignes au pas de 2,54 mm, dans un format rectan­
gulaire de 20,32 mm sur 10,16 mm. 
La CQW 32 R émet dans le rouge haute efficacité à 650 nm. 
La disposition des diodes et le brochage permettent de réaliser par juxtaposition sur les grands 
et les petits côtés, sans perte de pas, des panneaux de visualisation d'affichage alphanumérique 
de dimension aussi grande que désirée. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse continue. 

Courant direct par diode. 

Puissance totale dissipée . 

Intensité lumineuse par diode 
IF =10 mA ........ . 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

DONNEES MECANIQUES 

YI Y2 Y3 Y4 

max 

max 

max 

min 
typ 

typ 

Vued.,c:teau. 
3 2 • ,54 

1,27 L±~ 
:i ~ 

r- ~ ,~ ~ 

r---' ~~,~ 
~ 

411.75 

10,16 

BROCHAGE 

lignes colonnes 

1 X1 9 Y1 2 X2 
3 X3 10 Y2 4 X4 
5 X5 11 Y3 6 X6 
7 X7 12 Y4 8 X8 

3 V 

60 mA 

W 

1 mcd 
2 mcd 

650 nm 

Dimensions en mm 

Vue de profil 

• 3 Vu. de deIIou. 

8 x 2,64 
2," 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse continue ••. 

Courants 

Courant direct par diode ........ . 

Courant de crête (tp = 10 J.iS; ô = 1 %) • 

Puissances 

Puissance totale dissipée par diode 

Puissance totale dissipée par matrice ••. 

Températures 

Température de fonctionnement . 

Température de stockage .•..•..•. 

Température de jonction ........... . 

Température de soudage 
(à 5 mm min. du boîtier, pendant 5 s max) 

RESISTANCE THERMIQUE 

d'une diode . 

de la matrice. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe (1 F = 1 0 mA) . 

Tension directe (1 FM = 50 mA; t p = 10 J.is) . 

Longueur d'onde du pic d'émission .•.•.. 

1 ntensité lumineuse par diode (1 F = 10 mA). 

Intensité lumineuse moyenne par caractère 
(20 points allumés; IF = 10 mA) ...•.. 

Luminance d'un point ..•..•...........•. 

Rapport d'intensité lumineuse enVe deux points .•. 

Angle d'ouverture à mi-intensité •. 

Surface émissive d'un point •.••.•...•••... 
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VR max 3 V 

IF max 60 mA 

IFRM max 500 mA 

Ptot max 30 mW 

Ptot max W 

Tfonc. - 40 à + 85 Oc 
Tstg - 40 à +100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth typ 350 K/W 

Rth tot typ 75 K/W 

T j = 2SoC sauf indication contraire 

VF typ 1,8 V 
max 2,5 V 

VFM max 3 V 

Àp typ 650 nm 

IV min 1 mcd 
typ 2 mcd 

IV moy. typ 40 mcd 

LV typ 800 cd/m2 

fTlax 2,5 

(J typ 60 ° 
Ae typ 2,4 mm2 



documentation provisoire 

matrices solides 
32 points -·ha--

CQW32V 
CWQ32J 

Mai 1982 

Matrices d'affichages constituées de 32 diodes électroluminescentes sous forme de points cir­
culaires, disposés en 4 colonnes de 8 lignes, dans un format rectangulaire de 20,32 mm sur 
10,16 mm. 
La CQW 32 J émet dans le jaune 
La CQW 32 V émet dans le vert. 
La disposition des diodes et le brochage permettent de réaliser par juxtaposition sur les grands 
et les petits côtés, sans perte de pas, des panneaux de visualisation d'affichage alphanumérique 
de dimension aussi g~ande que désirée. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse continue. 
Courant direct par diode. 
Puissance totale dissipée. 
Intensité lumineuse par diode 

IF =10 mA ........ . 

Longueur d'onde du pic d'émission 

DONNI:ES MI:CANIQUES 

X8 

Xl 

X6 

XS 

U 

X3 

X2 

Xl 

YI 12 Y3 14 

max 
max 
max 

Iv min 
typ 
typ 
typ 

caw 32V Àp 
caw 32J Àp 

3)( 2.54 

1,27 '- ~ 
If ~~ 1-'. ::!:: f-

~ 
1--

~ 1- .;;; 
~ 

q,1,75 

lO,Hi 

BROCHAGE 

lignes colonnes 

1 Xl 
9 Y 1 2 X2 

3 X3 10 Y2 4 X4 
5 X5 11 Y3 6 X6 
7 X7 12 Y4 8 X8 

3 V 

20 mA 
W 

0,6 mcd 
1 mcd 

560 nm 
590 nm 

Dimensions en mm 

Vue Ô.profil 

363 



-.Fi-- COW 32 V - COW 32 J - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER /limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse continue. 

Courants 

Courant direct par diode ......... . 

Courant de crête (tp = 10 ilS; 0 = 1 %) • 

Puissances 

Puissance totale dissipée par diode 

Puissance totale dissipée par matrice . 

Températures 

Température de fonctionnement . 

Température de stockage. 

Température de jonction ..... . 

Température de soudage 
(à 5 mm min. du boîtier, pendant 5 s max) .. 

RESISTANCE THERMIQUE 

d'une diode . 

de la matrice. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe (IF = 10 mA) .. 

Tension directe (1 FM = 50 mA; t p = 1 0 ilS) 

Longueur d'onde du pic d'émission caW32V 
caw 32J 

Intensité lumineuse par diode (IF = 10 mA). 

Intensité lumineuse moyenne par caractère 
(20 points allumés; IF = 10 mA) .... . 

Luminance d'un point ............... . 

Rapport d'intensité lumineuse entre deux points . 

Angle d'ouverture à mi-intensité 

Surface émissive d'un point ............ . 
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VR max 3 V 

IF max 20 mA 

IFRM max 250 mA 

Ptot max 30 mW 

Ptot max W 

Tfonc. - 40 à +85 Oc 
Tstg - 40 à + 100 Oc 
Tj max 100 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth typ 350 K/W 

Rth tot typ 75 K/W 

Ti = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 2,1 V 

VFM max 3,2 V 

Àp typ 560 mn 
Àp typ 590 nm 

IV min 0,6 mcd 
typ 1 mcd 

IVmoy. typ 20 mcd 

LV typ 400 cd/m 2 

max 2,5 

8 typ 60 ° 

Ae typ 2.4 
2 mm 



photocoupleurs 





documentation provisoire 

photocoupleur 
rapide 

CNR36 

Mai 1982 

Photocoupleur à réponse rapide, constitué d'une diode électroluminescente au Ga AI As et d'un 
phototransistor au silicium, en boîtier DIL 8 broches. 
Il présente les caractéristiques suivantes: Temps de transfert très court. Faible tension de satu­
ration, tension d'isolement entrée-sortie élevée, tension de travail élevée, grande immunité 
contre les transistoires en mode commun. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension de sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courant direct de la diode émettrice (contin u) 

Transfert en courant contin u .......... . 
IF =10 mA; Vo =0,4 V; VCC =4,5 V ... . 

Tension d'isolement entrée-sortie, en continu .. 

Temps de progagation à la décroissance du signal 
de sortie et à la croissance du signal d'entrée . 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER DI L 8 BROCHES 

i 

j 
t 

3.9 
3.1 

+ 3x • 

10.16 

\. 12.541 '\ '1 ' __ 1,27 ___________ 1 

max 

Fig. 1 

Vo max 15 V 

IF max 100 mA 

'& min 19 % 
typ 30 % 

VI-O max 4400 V 

tPHLltPLH typ 0,2 J.I.S 

Dimensions en mm 

t 

" 

" 
" 
" 

-B,3ma~ 

1 , 

~~ ~O.3 
~ 0,2 

DO:! 15oi-Eill-i 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimitesabsoluesselon publication CEl 134) 

Tension diode 
Tension inverse •.•..•.•••••.••• · ...... 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) · ...... 
Tensions transistor 
Tension de sortie (entre broches 6 et 5) .. · ...... 
Tension d'alimentation (entre broches 8 et 5) •.•... 
Tension émetteur-base (entre broches 7 et 5) •. 

Courants diode 

Courant direct en continu. 
Courant direct (valeur crête) 

ton = 1 /Jos ; f = 300 Hz .•. 

Courant phototransistor 
Courant de sortie en continu ....... 
Courant de sortie (valeur crête) .••... 

Puissance diode 

Puissance totale dissipée (Tamb :S;;;25°CI. 

Puissance transistor 

Puissance totale dissipée (Tamb :S;;;25°C) ..•. 

Températures 

Température de stockage. "' .......... 
Température de jonction (diode et transistor). 
Température de soudage 

au niveau du plan de siège; tsld :s;;; 1 0 s. 

RESISTANCES S THERMIQUES 

Jonction-ambiance ......... .... diode 
transistor 

Jonction-ambiance (montage sur. .... diode 
circuit imprimé) 

CARACTERISTIQUES 

Diode 
Tension directe 

IF=10mA 

Courant inverse 
VR =5 V ................ . 

Transistor 

Tension de claquage collecteur-émetteur 
IC=10mA ............ . 

Tension de claquage émetteur-base 
lE =0,1 mA ............• 

Courant de sortie niveau logique haut 
IF=O; VO=VCC=5,5V ... . 

IF=O; VO=VCC=15V ........ . 
Courant d'alimentation niveau logique haut 

IF =0; VCC= 15 V; 1(:=0 ...... . 
Courant d'alimentation nIveau logique bas. 

368 

transistor 

VR max 5 V 
VCEO max 18 V 

Vo max 15 V 
VCC -0,5 à +15 V 
VEBO max 5 V 

IF max 100 mA 

IFRM max A 

10 max 10 mA 
10M max 16 mA 

Ptot max 250 mW 

Ptot max 100 mW 

T stg -55 à + 150 Oc 
Tj max 125 Oc 

Tsld max 260 Oc 

Rth j-a max 0,5 K/mW 
Rth J-a max 0,5 K/mW 
Rth j-a max 0,4 K/mW 
Rth J-? max 0,4 K/mW 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

VF max 1,8 V 
max 2,1 V 

IR max 10 /JoA 

V(BR)CEO min 18 V 

V(BR)EBO min 5 V 

10H typ 3 nA 
max 500 nA 

10H max 100 /JoA 

ICCH max 1 /JoA 
ICCL typ 15 /JoA 
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Photocoupleur 

Courant de sortie niveau logique bas 
IF = 10 mA; VCC =4,5 V; Vo =0,4 V. 

Tension de sortie niveau logique bas 
IF =10 mA; VCC =4,5 V; 10 = 1 ,9 mA. 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu* 

Capacité entrée-sortie à f = 1 MHz (VO =0) 
Résistance entrée-sortie à (VI-O) = 1000 V . 

Temps de commutation 

VCC=5 V; IF=10mA; RL=2,5kU; Tamb=25°C 
Temps de propaQation à la décroissance 
du signal de sortie ................... . 

Temps de propaQation à la croissance 
du signal de sortie ................... . 

-

10L min 
typ 

VOL typ 
max 

VI-O max 

CI-O typ 

RI_O min 
max 

tpHL typ 
max 

tPLH typ 
max 

VCC 

50 U 
t Vo 

Fig. 2 
Circuit de mesure des temps de commutation 

1 
1 

1 
1 

1 1 
..ItpHLk 

Fig. 3 

1 1 
.J 1-
tpLH 

Formes d'onde et définition des temps 
de commutation 

1,9 mA 
3 mA 

0,1 V 
0,4 V 
4,4 kV 
0,6 pF 

10 GU 
1 TU 

0,2 /.IS 
0,8 /.IS 

0,3 
/.IS 0,8 
/.IS 
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Immunité contre les transitoires en mode commun 
VCC =5 Vi, VCM =10 V c à c; RL =2,5 kn; 
Tamb =25 C 
sortie niveau haut à IF =0 ... . 
sortie niveau bas à 1 F = 10 mA ........ . 

Fig. 4 

-.F' __ 
min 
max 

VCC 

t Vo 

Mesure de l'immunité en mode commun 

CNR 36 - Page 4 

1000 
-1000 

V/IlS 
V/IlS 

Si une impulsion en mode commun VCM d'une polarité différente est appliquée le niveau 
logique (bas ou haut) doit être spécifié. 

*Pour cette mesure, les brochures 2 et 3, d'une part et les broches 5, 6, 7 et 8 d'autre part, 
sont reliées ensemble. 
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photocoupleur Darlington 

CNR39 
documentation provisoire 

Mai 1982 

Photocoupleur rapide constitué à l'entrée d'une diode électroluminescente au GaAIAs et en 
sortie, d'une photodiode associée à un photo-transistor Darlington sau silicium, en boîtier 
plastique DI L 8 broches. 
La base du transistor de sortie est accessible. Ce montage autorise la recherche du meilleur 
compromis Gain/bande, et l'utilisation du GaAIAs comme émetteur garantit un haut niveau de 
transfert à bas niveau de courant. 
Le CNR 39 se caractérise par un isolement galvanique parfait, une tension de travail élevée, 
une grande immunité contre les transitoires en mode commun et une compatibilité d'emploi 
dans les circuits CMOS-TTL. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant direct de la diode en continu . . . . . . . . . . . 1 F 

Taux de transfert 
IF =0,5 mA; VCC =4,5 V; VCE =0,4 V T 

Puissance totale dissipée dans la diode. . . Ptot 

Puissance totale dissipée dans le transistor. Ptot 

Temps de propagation à la croissance 
VCC =5 V; IF =0,5 mA; RL =4,7 k .......... tpLH 

Temps de propagation à la décroissance 
VCC =5 V; IF =0,5 mA; RL =4,7 k. 

DONNES MECANIQUES 

BOITIER DIL 8 broches 

Fig. 1 

max 100 mA 

min 400 % 

typ 250 mW 

typ 100 mW 

max 60 JJ.S 

max 25 JJ.s 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 1341 

Diode 

Tension inverse continue .. 
Courant direct en continu. 
Courant direct (valeur crêtel 

tp = 1 ~s; li =0,01 ...... . 
Puissance totale dissipée . 

Darlington 

Tension de polarisation. 
Courant collecteur . . . 
Puissance totale dissipée . 

Photocouplaur 

Température de stockage .. 
Température de jonction ................. . 
Puissance totale dissipée ................. . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance 
diode ... . 
darlington ... . 

CARACTERISTIQUES 

Diode 

Courant inverse (VR =5 VI .. 
Tension directe (IF =0,5 mAI. 

Darlington 

Courant de sortie à l'état haut 
(IF =0; Vo =Vee =7 VI . 

Photocoupleur 

Tension de sortie à l'état bas 
(IF =0,5 mA; 10 =2 mA; Vee =4,5 VI .. 

Courant de sortie 
IF =0,5 mA; Vee =4,5 V; Vo =0,4 V 

Taux de transfert 
IF =0,5 mA; Vee =4,5 V; Vo =0,4 V .. 
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Vee 
le 
Ptot 

Rth j-a 
Rth j-a 

typ 5 
typ 100 

typ 
typ 250 

- 0,5 à +15 
typ 60 
typ 100 

- 55°C à +150 
max 
typ 

125 
300 

370 
370 

V 
mA 

A 
mW 

V 
mA 
mW 

Oc 
Oc 

mW 

K/W 
K/W 

T amb = 2SoC sauf indication contraire 

10H 

Vo 

10 

T 

max 
max 

max 

max 

min 
typ 

min 
typ 

10 
1,8 

250 

0,4 

2 
3,5 

400 
700 

~A 

V 

V 

mA 
mA 

% 
% 



Tension d'isolement en continu ....... . 
Courant de fuite sous tension de travail 

Vw = 1 ,5 kV; VCC =4,5 V; Va =0,4 V. 

Temps de propagation 

VCC =5 V; IF =0,5 mA; RL =4,7 kn 
à la décroissance 
à la croissance .............. . 

-
50n 

t Va 

Fig. 2 
Circuit de mesure des temps de propagation 

Immunité contre les transitoires en mode commun 

VCc=5 V; VCM =10 V cà c; RL=2,2 kn 
niveau logique haut (IF =0) ... . 
niveau logique bas (IF =0,5 mA) ...... . 

--Fi__ CNR 39 - Page 3 

ICEW 

1 
1 

1 

1 

1 

min 

max 

max 
max 

.J tpHLl. 

Fig. 3 

4,4 

100 

25 
60 

1 1 
.1 1. 
tpLH 

kV 

nA 

J.LS 
J.LS 

Formes d'onde et définition des temps 
de commutation 

max 
max 

VCC 

t Va 

500 
500 

V/J.LS 
V/J.LS 

Fig. 4 - Mesure de l'immunité en mode commun 

• Pour cette mesure les broches 2 et 3 d'une part, les broches 5, 6, 7 et 8 d'autre part, sont 
reliées ensemble. 
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documentation provisoire 

photocoupleur 
haute tension ·ii'i--

CNX21 

Mai 1982 

Photocoupleur haute tension constitué, d'une diode à l'arséniure de gallium émettant dans 
l'infrarouge, optiquement couplée avec un phototransistor NPN au silici um. 

Il se caractérise par une très haute tension d'isolement tant en tenue qu'en fonctionnement. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte), 
phototransistor , . . . . . . . . . .. , 

Courant direct de la diode, en continu .. 
Transfert en courant contin u 

IF =10 mA, VCE =0,4 V; lB =0 .. 
Courant de fuite sous tension de travail 

de 10 kVen continu 
VCC=10V; IF =0 (voir fig. 4) ..•..•..•. 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu .. 
Température de jonction. , .............. . 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER FO·84 
1 ..... 1------- 16,4 max -----., 

1----- 14,4 max -----<.~, 

Il 
1 

Il 
Il 
Il 

-. t------15.24 -----.. 
10° max 

t 
5,5 

max 

~ 

3,1 
min 

VCEO 
IF 

T 

ICEW 
VI-Û 
Tj 

k 
IC:::::::::e3- _-.J 

2,54 

max 
max 

min 

max 
min 
max 

30 V 
100 mA 

20 % 

200 nA 
10 kV 

100 Oc 

Di rnensions en mm 

Brochage 

~ 
~ 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues salon publication CEl 1341 

Tension diode 

Tension inverse en continu. o ••••••••••• VR max 5 V 
Tensions transistor 
Tension collecteur-émetteur (base ouvertel •.. VCEO max 30 V 
Tension émetteur-collecteur (base ouvertel ....... VECO max 7 V 

Courants diode 

Courant direct en continu. ........ IF max 100 mA 
Courant direct (valeur crêtel 

tp = 10lls ; ô = 0,01. . . . • . IFM max 3 A 
Courant phototransistor 
Courant collecteur en continu. IC max 25 mA 
Courant collecteur (valeur crêtel ICM max 50 mA 

Puissances (diode ou transistorl 

Puissance totale dissipée (Tamb ..;; 25°CI. ........ Ptot max 100 mW 

Températures photocoupleur 

Température de stockage ... ............... T stg - 55 à +100 Oc 
Température de jonction ................ Tj max 100 Oc 
Température de soudage au niveau du plan de siège Oc tsld";; lOs ....•........•........ Tsld max 260 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance (diodel. .. Rth j-a 500 K/W 
Jonction-ambiance (transistor! Rth j-a 500 K/W 

CARACTERISTIQUES T J = 2SoC sauf indication contraire 

Tension directe de la diode 
IF =10 mA . . . . . . . . ............... VF typ 1,15 V 

max 1,3 V 
Courant inverse de la diode 

VR =5 V .............. IR max 100 IlA 
Courant d'obscurité du transistor 

VCE =10 V ......... ICEO typ 2 nA 
max 50 nA 

Transfert en courant continu 
IF =10 mA; VCE =0,4 V. ....... . . . . . . . T min 20 % 

% 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IF =10 mA; IC=2 mA .......•. VCEsat typ 0,15 V 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu VI-O min 10 kV 
Capacité entrée-sortie à f = 1 MHz 

IF=O;V=O ..... CI-O typ 0,15 pF 

Résistance entrée-sortie 
JVI_O 1=1 kV .......... RI-O min 0,1 Tf! 

typ 1 Hl 
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Temps de commutation (Fig. 2 et 3) 

ICon=2 mA; VCC=20 V; RL=100 n 
temps de montée ............. . 
temps de décroissance . . . . . . . . . .. 

ICon=2mA; VCC=20V; RL=l kn 
temps de montée ... 
temps de décroissance .......... . 

+vcc 

Fig. 2 

ton 
toff 

ton 
toff 

v~u 
Vo 

0 

typ 3 
typ 3 

typ 12 
typ 12,5 

Fig. 3 
Circuit de mesure des temps 

de commutation 
Formes d'onde et définition des temps 

de commutation 

Courant de fuite sous tension de travail de 10 kV en continu (Fig. 4) 

VCC=10 V ICEW 

Tension 
de travail 

Fig. 4 

+VCC 

max 

Circuit de commande du courant de fuite sous tension de travail 

Réjection en mode commun 
IC=2mA; f=10kHz .. 

1 kn 

CMRR typ 

VCC=5V 

Fig. 5 Vo 
Mesure de rejection en mode commun CMRR =-­

VCM 

-85 

200 

joIS 

joIS 

joIS 

joIS 

nA 

dB 



150 

IF 
(mA 1 

100 

50 

1,5 
VF 
(VI 

1,3 

1 ,1 

0,9 

0,7 

o 
o 

f-.. 

~ 

I--

...... 

r-

- 50 
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r-I-----
-r-

f-
r- l-

Tj = 25 Oc 

typ 

V F (V) 2 

Fig. 6 

-r-r-
r-r- i-... 50 mA 

i'""' -r-f-- -r-I-~ -1-- -f-

r- r--. 50J,tA r-
t-

o 

-.Fi+ CNX 21 - Page 4 

3 

IFM 
(AI 

2 

o 
o 

--

Tj = 25 Oc 
t p = 10 ilS 

T = 1 ms 

typ 

2 4 

Fig. 7 

Val. typ_ 

IF =100 mA 

l"-r-
I---f- -l-r-

~ l-I--
... 

10 mA r-~ -1---r-
r-t-f--

t--t-l-

r-
-1-..... 

r--. r-
T"-t-.. 

-,....... 1-

50 100 

Fig. 8 
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10 

l~~p Val. typ 
Tj =25OC 

/ 
V 

/ 
/ 

V 
V 

V 
/ 

1 
10 

Fig. 9 

Val. typ / 
VCE=10V 

/ 

10 

/ 
~ 

/" 

/ 
/ 

100 

/ 
25 50 75 100 

Fig. 10 
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IC 
(mA 

10 

0,1 

'-.' '" 1 ) _Val. typ 
_ Tamb =25OC 

15 V 

24 V 

~ V 
;j VI 
/ 

1/ 

'1 ï 
VJI 

Il, '/ 
ri/; 

Il VI 
'Ih 

rIIl 
'f 

0,1 
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5V 

/ VCE 0.4 V_ 

./ 

10 100 
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IC 
(mA 

10 

) 1- Val. typ 
1-- ton = 50 IJ.S : 

li =0,01 

h 
~ 
./ 

~ 

~ r/ 
)~ 

H 

VIII 

VI 

10 
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VCE= 
24 V -
15 V 
5V -

~ 1 
-

/. ~ 1 

~ 0,4 V 

1-- 1---
V 

Fig. 12 
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le 
(mA) 

10 

5 

1/ 

r-

-40 

le 
% 

75 

25 
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VeE =5 V Val. typ 

VeE =0,4 V Val. typ 

.,... 
1 1 1 1 

VeE =0,4 V Val. min 

o 40 
Fig. 13 

........... 

1--.. 

" 

IF 
(mA) 

40 

30 

20 

10 

o 

~ 
"\. 

Tamb =25Oe 

Fig. 15 
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~' Ir ~5? 'rAI 

1 P=150 mW 
1 

\ 
\ 
\ 

10 mA 
\ :"" Val. typ , .... Tamb =25° e 

./ 
V \ 

" 

'0 -..... '?"9 ..... 

5 10 

Fig. 14 
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RL=1 kn 
le=2 mA 
Vee=5 V 
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IF 2,5 mA 10mA 

1 

V 25 mA 

~ II 50 mA 

./ 
VI--' V V~ 

V 
V ~ ~ V Tamb =25O C 

~ 1--: 

::;...- -~ V 
~ 

10 

10 Ic(mA) 

Fig. 16 

-ton Val. typ 
Tamb =25OC 

---toff VCC=5 V 

60 
r-... 

'" "-
'" r--. 

I-..~ t...... 

'=- 1-_ t--
40 

-l- i- RL=5kn 

"" "-
'" "" 20 10.... r--. t...... - -' '" ...... ~ -1'--, 1'- l-

1 kn 

'----- 1 1 1 -- 100 n 

0,1 10 Ic(mA) 

Fig. 17 
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Val. typ 
VCC=5 V 
RL=1 kil 
IC-2 mA 

- 85 

-90 

- 95 
/ 

/ 
/ 

V 
-100 
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V 

/ 
V 

150 

Ptot 
(mWI 

100 

50 

o 
o 
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/ 
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J.,...o 
17 

17 

Fig. 18 
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\ 
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Fig. 19 
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photocoupleurs 

CNX35 CNX36 

Mai 1982 

Photocoupleurs coplanaires constitués d'une diode à l'arséniure de gallium émettant dans 
l'infrarouge et d'un phototransistor NPN au silicium, en bo îtier plastique SOT 90 (DI L, 6 
broches). 

Ils se caractérisent par un transfert de courant élevé, une faible tension de saturation, un iso­
lement galvanique partait tant en alternatlt qu'en continu, une large dynamique de tonction­
nement en courant de 1 à 100 mA. 

Leur technologie nouvelle leur confère une grande fiabilité et des performances compatibles 
avec des environnements difficiles dans le domaine industriel et les télécommunications. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 
Courant direct de la diode en contin u .. 
Taux de transfert 

IF = 10 mA; VCE =0,4 V CNX35 .. 

CNX36 .. 
Courant de fuite sous tension de travail de 1,5 kV 

en contin u 
VCC=10V ................. . 

Tension contin ue d'isole ment ......... . 
Température de jonction (diode et transistor). 

DONNEES IVECANIQUES 
BOITIER SOT-90 -7,62max---

t 
5,08 
max Ij ~0.511 

• min .. 
-t-

3,9 
3,1 

-~-+-
0,56 +0,76 111 

• 4x 
'---+--LjJ • 

O,~ , .j~10,25 <8>1 121 

1,27 12.541 l' l' 
---.'" ,~~ max 

VCEO max 30 V 
IF max 100 mA 

.. min 40 % 
max 160 % 

T min 80 % 

ICEW max 1 /J.M 
VI-o max 4,4 kV 
Tj max 125 Oc 

Dimensions en mm 

-8.3max-

1 
1 

l, 
Il 
'1 
Il 

-.. "03 .~, 

~ 0,2 

-i i_17621_i 
0° à 15" ' 

Brochage 
abc 

q~LQ 
2 4 

Fig. 1 k e 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension diode 
Tension inverse en continu ......... . 

Tensions transistor 
Tension collecte ur-émetteur (base ouverte) 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert). 
Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Courants diode 
Couran t di rect en con tin u . . 
Courant direct (1Ij!leur crête) 

ton =10SlS; "=0,1 ... 

Courant trensistor 
Courant collecteur en contin u. 

Puissances (diode ou transistor) 
Puissance totale dissipée (Tamb ,,25°Cl. 

Températures 
Température de stockage ......... . 
Température de jonction ......... . 
Température de soudage au niveau du plan de siége 

tsld "lOs ..................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction - ambiance (diode et transistor) 
Jonction - ambiance (diode et transistor) 

montage sur circuit im/Iimé. 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe de la diode 
IF=10mA ...... . 

Courant inverse de la diode 
VR =3 V ........ . 

Tension de daquage collecteur-émetteur (transistor) 
IC=l mA ..................... . 

Tension de claquage collecteur-base (transistor) 
IC=O,l mA ....................... . 

Tension de claquage émetteur-collecteur (transistor) 
lE =0,1 mA ...................... . 

Courants d'obscurité 
Collecteur-émetteur (VCE = 1 0 V) . 

Collecteur-émettell" (VCE =10 V; Tamb =700 C) . 
Collecteur-base (VCB = 10 V) ........... . 

386 

VCEO 
VCBO 
VECO 

IC 

Tsld 

max 3 

max 30 
max 70 
max 7 

max 100 

max 3 

max 100 

max 200 

- 55 à + 150 
max 125 

max 260 

V 

V 
V 
V 

mA 

A 

mA 

mW 

OC 

Rthj-a 0,5 K/mW 

Rth j-a 0,5 K/mW 

Tj = 25°C sauf spécification contraire 

IR 

typ 
max 

max 

V(BR)CEO min 

V(BR)CBO min 

V(BR)ECO min 

ICEO typ 
max 

ICEO max 
ICBO max 

1,15 
1,5 

10 

30 

70 

7 

2 
50 
10 
20 

V 
V 

/.lA 

V 

V 

V 

nA 
nA 

/.lA 

nA 
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Ta ux de transfert 
% IF =10 mA; VCE =5 V. ....... . . . . . . . T typ 150 

IF =10 mA; VCE =004 V CNX35 T min 40 % 
max 160 % 

CNX36 T min 80 % 
Courant de blocage collecteur è VF =0,8 V 

VCE = 15 V; Tamb =OoC è 70°C ICEl max 15 !JA 
Courant de blocage collecteur è IF = 2 mA 

VCE =0,4; Tamb =OoC è 70°C ...... ICE2 min 150 !JA 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

IF =10 mA; IC =2 mA ... VCEsat typ 0,15 V 
max 0040 V 

IF =10 mA; IC =4 mA ...... VCEsat typ 0,19 V 
max OAO V 

Capacité collecteur-base à f = 1 MHz 
VCB=10V ........... Cc typ 4,5 pF 

Capacité entréeJOortie à f = 1 MHz 
0,6 pF V=O ............... CI-O typ 

Tension d'isolement entrée~ortie en contin u* VI-O max 4A kV 

Résistance entrée~ortie à IVI.QI =1000 V RI-O min 10 Gn 
max 1 Tn 

Temps de commutation 

IC =2 mA; VCC =5 V; RL=100 n 
Temps total de croissance ....... ton typ 3 !JS 
Temps total de décroissance ...... toff typ 3 !JS 

IC=2 mA; VCC=5 V; RL=l kn 
Temps total de croissance .. ton typ 12 !JS 
Temps total de décroissance ....... toff typ 12.5 !JS 

+vcc 

Fig. 2 Fig_ 3 
Circuit de mesure des temps de commutation Formes d'onde et définition des temps de 

commutation 
* Voir Fig. 4,' Tension appliquœ pendant 1 minute. 
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Courant de fuite sous tension de travail de 1,5 V 
en continu 
VCC=10V; ...... . 

VCC = 10 V; Tj =70oC 

ICEW 

ICEW 

ICEW 

max 

max 

+Vcc 

L---_---O - VCC 

Fig. 4 
Schéma de mesure des courants de fuite sous tension de travail 

r-T amb = 25°C 
100 

IF 
(mA) 

75 

50 

25 

388 

o 
o 0,5 

Fig. 5 

1 

typ ~ l-

I 
Il 

~ 

VF (V) 1,5 

1000 

I FM 
(mA) 

750 

500 

250 

o 
1 

Tamb _25°C, 

!f= 1O IJ. S 
=1 ms 

typ 1/ 

/ 

V-
I 

/ 

1/ 

/ 

..... 
1,5 

Fig. 6 

/ 

200 

100 

/ 

/ 

nA 

IJ.A 

2 2,5 
VFM(VI 
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1,3 

1,1 

0,9 
-50 

ICEO 
(nA) 

10 

1 

~ IF 
~Tj 

1 
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0 
25°C 

j, 

y 

50 

Fig. 7 

1/ 

10 

Fig. 9 
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1,2 
Val. typ-

IF = 

100mA 

N 

50mA 
N 0,8 

10mA 

0,6 
100 150 -50 

Tj (oC) 

i 

1;"" 
max 

typ 

VCE(V) 

ICBO 
(nA) 

10 

Il 
1/ 

typ 

o 50 100 150 
Fig. 8 Tj (oC) 

VCB - 30V 
20V 
10V 

111/ litt 

1.; 

il 1.; il 

1.; 

III.; 

Val. typo 

75 125 

Fig. 10 
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1\ 
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IF = 
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t--7 5 mA 

50mA 
.1 
Val. typo ° 
Tamb =25 e 
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10mA 
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Fig. 13 
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(mA) 

0,5 

o 
-50 

-
_ .... 

~ -

o 

typ 

50 
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Fig. 17 

393 



394 

ICM 
(mA) 

10 

10- 2 

0V 
lA Ij 

•• Fi__ CNX35/CNX36 - Page 10 

VCE=24V 
15 V 
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// 
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./ 
V 
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Val. typo 
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IF= 100mA 

50m A 

V 10m A 
1) io"'" 

Il 2,5m A IV 
""" 

10 J 
Val. typo 
lB 0 
VCE=5V 
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1 
1 10 

Fig. 20 
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~ f 1 MHz 
;-- Tamb 25°C 

typ 
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Val. typo Il 
18=0 
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~ 

1 
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Fig. 23 
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75 

50 

r-.... 

25 
r-.... 
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~ 

Val. typo l 18=0 
Vee=5 V 
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Fig. 24 

Pour les courbes 23 et 24 ci-dessus voir aussi Fig. 2 et 3 



photocoupleur 

CNX37 
documentation provisoire 

Mai 1982 

Photocoupleur coplanaire constitué d'uf'le diode à l'arséniure de gallium émettant dans l'in­
frarouge et d'un phototransistor NPN au silicium, en boîtier plastique SOT-90 (DI L, 6 broches!. 

Il se caractérise par un transfert de courant élevé, une faible tension de saturation, un isolement 
galvanique parfait tant en alternatif qu'en continu, une large dynamique de fonctionnement en 
courant de 1 à 100 mA, une tension d'isolement de 3900 V efficaces et 5300 V en continu et 
une tension de travail de 2500 Ven continu. 

Sa technologie nouvelle lui confère une grande fiabilité et des performances compatibles avec 
des environnements difficiles dans le domaine industriel et les télécommunications. 

CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Courant direct de la diode en continu 

Taux de transfert 
IF=10mA; VCE=O,4V ..... 

Courant de fuite sous tension de travail de 2,5 kV 
en continu V CC = 10 V ........... 

Tension continue d'isolement .......... 

Température de jonction (diode et transistor!. 

DONNEES MECANIOUES 
BOITIER SOT-gO 

fi 
il 
il 0:. 

---7,62mox ----

l 
1--- 8,3 max -

-t -
3,9 
3,1 

+ 

5,08 
max 

- .--'~T~, 
---= f--

+0.76 

;4~lo,25@1 

1 

0,3 
0,2 

[ill]-_. 

Fig_' 

VCEO max 

IF max 

T min 
typ 

ICEW max 

VI-O max 

Tj max 

30 V 

100 mA 

40 % 
80 % 

200 nA 

5,3 kV 

125 Oc 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension diode 

Tension inverse en continu ••.••..... · ...... VR max 3 V 

Tensions transistor 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ••.•... VCEO max 30 V 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .. VCBO max 70 V 
Tension émetteur-collecteur (base ouverte) VECO max 7 V 

Courants diode 

Courant direct en continu. ...... IF max 100 mA 
Courant direct (vàleur crête) 

ton = 10 !lS; 8 =0,1 .... . ..... IFRM max 3 A 

Courant transistor 

Courant collecteur en continu. ....... · ...... IC max 100 mA 

PUissances (diode ou transistor! 

Puissance totale dissipée (Tamb ~25°C) .. • •• o ••• Ptot max 200 mW 

Températures 

Température de stockage ..••.••.•..•.... Tstg - 55 à + 150 Oc 
Température de jonction .••.•.•.•••..•.. Tj max 125 Oc 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld ~ 10 s .•.•.•.... , .•.•..•.••... Tsld max 260 Oc 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance (diode et transistor) · ...... Rth j-a 500 K/W 
Jonction-ambiance (diode et transistor) 

montage sur circuit imprimé. · ...... Rth j-a 400 K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 2SoC sauf spécification contraire 

Tension directe de la diode 
IF =10 mA . . . . . . . ................ VF typ 1,15 V 

max 1,5 V 
Courant inverse de la diode 

VR =3 V ......... ............... IR max 10 !lA 
Tension de claquage collecteur-émetteur (transistor) 

IC=l mA ......•........•..... V(BR)CEO min 30 V 
Tension de claquage collecteur-base (transistor) 

lc=O,l mA ..................•.... V(BR)CBO min 70 V 
Tension de claquage émetteur-collecteur (transistor) 

lE =0,1 mA .............. . . . . . . . . . V(BR)ECO min 7 V 

Courants d'obscurité 
Collecteur-émetteur (VCE = 10 V) ......... ICEO typ 2 nA 

max 50 nA 
Collecteur-émetteur (VCE = 10 V; Tamb = 70°C) ICEO max 10 !lA 
Collecteur-base (VCB = 10 V). , ......•.... ICBO max 20 nA 
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Taux de transfert 
IF=10mA;VCE=5V 
IF =10 mA; VCE =0,4 V .. 

Courant de blocage collecteur à VF =0,8 V 
VCE=15V;Tamb~70oC ...... , 

Courant de blocage collecteur à 1 F = 2 mA 
VCE =0,4 V; Tamb ~70oC ....... 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IF =10 mA; IC=2 mA 

IF =10 mA; IC=4 mA ....... 

Capaciété collecteur-base à f = 1 MHz 
VCB=10 V ........... 

Capacité entrée-sortie à f = 1 MHz 
V=O ............... 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu* 

Résistance entrée-sortie à IVI-oi = 1 000 V 

Temps de commutation 
IC=2 mA; VCC=5 V; RL=100 0 
Temps total de croissance ...... 
Temps total de décroissance. . . . . 

IC =2 mA; VCC =5 V; RL =1 kO 
Temps total de croissance ... 
Temps total de décroissance. . . .. 

+vcc 

Fig. 2 
Circuit de mesure des temps de commutation 

_ahi __ CNX 37 - Page 3 

T typ 150 % 
T min 40 % 

typ 80 % 

ICEl max 15 J,l.A 

ICE2 min 150 J,l.A 

0,15 V VCEsat typ 
max 0,40 V 

VCEsat typ 0,19 V 
max 0,40 V 

Cc typ 4,5 pF 

CI-O typ 0,6 pF 

VI-O max 5,3 kV 

RI_O min 10 GO 
max 1 TO 

ton typ 3 J,l.S 
toff typ 3 J,l.S 

ton typ 12 J.I.S 

toff typ 12,5 J.I.S 

"U o 1 

1 

o 
ton toff 

Fig. 3 
Formes d'onde et définition des temps de 

commutation 

*Cette mesure est faite en appliquant 5300 volts en continu, pendant 1 minute, entre d'une 
part les connexions de diode court-circuitées et d'autre part les connexions de transistor 
court-circuitées. 
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Courant de fuite sous tension de travail de 2,5 kV 
en continu 
VCC=10V ............... . 
VCC = 10 V; Tj = 70°C ................ . 

Fig. 4 

_=Fi__ CNX 37 - Page 4 

ICEW 
ICEW 

ICEW 

max 
max 

)---0 +VCC 

-Vcc 

200 
100 

nA 

/lA 

Schéma demesure des courants de fuite sous tension de travail 

1- T amb = 25°C 
100 

75 

50 

25 

o 
o 
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0,5 

Fig. 5 
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typ IL 

1 
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/ 
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..... 
1 1,5 2 2,5 
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1.5 

1.3 

1.1 

0.9 
-50 

ICEO 
(nA) 

10 

1 

f:IF 
f=Tj 

1 

o 50 

Fig. 7 

0 
25°C 

~ 

/ 
/ 

10 

Fig. 9 

1 1 1 l ,_ 1.2 

Val. typ _ 

IF = 

100mA 

I"'L 

50mA 
,"'- 0.8 

'''' 
10mA 

0.6 
100 150 -50 

Tj (oC) 

i 

Ij~ 
max 

ICBO 
(nA) 

10 

_ahi__ CNX 37· Page 5 

.' , , '.' , '-
IF= 5O /l-A_ 

typ 

o 50 

Fig. 8 

VCB = 30V 
20V 
10V 

1 1'1 

1 

Il Il 

Il 
1 1/ 

typ IL 
./ 

Val. typo 

11111 
VCE(V) 15 125 

Fig. 10 
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50 

1- Tamb =25°e 
I-IB =0 

le=2 mA 
I-Vee =5 V 
i--RL=l kO 

75 

le 
(mA) 

50 

25 
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" ~ 
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r\. 
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\. 

\. 
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\ 
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\ 
~ 

1\ 
\ 

f (Hz) 

Fig.12 

IF = 
100 mA 
75mA 

50mA 

.1 
Val. typo ° 
Tamb =25 e 

25mA 

10mA 

2,5mA 

5 VeE(V) 10 

Fig. 13 
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15 

le 
(mA) 
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5 

....--...... 
l "" y 

1 1 

18=0 
IF =10 mA 
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o 
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VeEsat 
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Fig. 14 

= Val. typ 0 

_ Tamb =25 C 

1 1 
typ 

VeE = 

5V 

typ 

0,4 V 

.,. 

1,5 

le 
(mA) 
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o 
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-.... -IF = 2,5 mA ------
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10- 2 

/1 III 
Fig. 16 

typ 

o 50 100 150 
Tamb (oC) 

Fig. 15 

1 
1 

/ 
./ ,,/ 

.-

-----
......... ..... ,.. .... --:: ~ ,.. .... 

........... ..... ... .....- ~ .... 
...... ;.7' .....-

./ 

le (mA) 10 



IC 

(mA) 

10 

II/J 

VII 

Il 

10- 3 
10- 1 

VCE - 24 V 

W'/V 

" V 

... Fi__ CNX 37 . Page 9 

5V 

/ O,4V 
15V 

// 

Val. typ. 
Tamb =2SoC 

10 

Fig. 17 
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'CM 
(mA) 

10 

iflV 

!J '1 

.• F'__ CNX 37· Page 10 

VCE=24V 
15 V 
5V ~ 

0,4 v "'-
~~ 

// 
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./ V 
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10 
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Fig. 19 
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le 
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1 
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Fig. 20 
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IF = 100mA 

50mA 

10mA 
". 

2,5mA 
~ 

1 
Val. typ 
lB 0 
VeE =5 V 

ITamb =25°e 
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Ptot 

(mW) 
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o 
o 

" 
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Cc 
(pF) 

10 

1 

1'\: 

" 

1 

I=f 1 MHz 
"- Tamb 25°C 

1\. 
1\. 

typ 

10 

Fig. 21 
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75~~~~~~--~r~rl~I~II-,~ 

~----j.----j.-+-++I-H+- Val. typo 
18=0 

ton ~---l--lH-+-l-~1--V CC = 5 V 
(jls) Tamb=250C 

25 \ 

" 1'\ lkn 

100n 

o~~~~~~~~~~~~ 

10- 1 IC(mA) 10 

Fig. 23 

75 

50 

r-.... 
r---r-. 

25 
t..... ..... 

r--.... 

f'-..... 

Pour les courbes 23 et 24 ci-dessus, se réfélTlr aux figulTls 2 et 3. 
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V~I. t~p~ 1 1 Il 
18=0 
VCC=5 V 
Tamb=25OC 
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5kn 

lkn 

100n 
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IC(mA) 10 

Fig. 24 
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photocoupleur 

CNX38 

Mai 1982 

Photocoupleur coplanaire constitué d'une diode à l'arséniure de gallium émettant dans l'infra­
rouge et d'un phototransistor NPN au silicium, en boîtier plastique SOT 90 (DI L, 6 broches). 

Il se caractérise par une tension de claquage élevée, un important transfert de courant, une 
tension de saturation faible, un isolement galvanique parfait tant en alternatif qu'en continu, 
une large dynamique de fonctionnement en courant de 1 à 100 mA. 

Sa technologie nouvelle lui confère une grande fiabilité et des performances compatibles avec 
des environnements difficiles dans le domaine industriel et les télécommunications. 

CARACTE RISTIQUES PR INCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouwrte) . 

Courant direct de la diode en continu 

Taux de transfert 
1 F = 1 0 mA; V CE = 1 0 V . . . . . 

Courant de fuite sous tension de travail de 1,5 kV 
VCC =10 V ................... 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu .... 

Température de jonction ................ 

DONNEES MECANIQUES BOITIE R SOT-gO 

1----- 7.62 ma. 
___ o. 

1 

1 

L-

1 t 
5.0B 
ma. 

t 0.51 
.-- min. 

VCEO 

IF 

T 

ICEW 
VI-O 
Tj 

max 80 V 
max 100 mA 

min 70 % 
max 210 % 

max 200 nA 
max 4,3 kV 
max 125 Oc 

Di mensions en mm 

1---- -- B.3 ma. - -1 

- 3ll-:9 . 
3.1 , 
t 1 4. , • 1 27 /2.54/ i • 

--- t-
0.56 tO.76 111 

0.4.0.. ; .j-$JO.25@J I21 

..... " .• ---- ..... I~-.. I 
ma. 

Fig. 1 

-17.62/- --, 

Brochage 

abc 

q=:LQ 
2 4 

k e 
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CNX38 - Page 2 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites ablOlu8lselon publication CEl 134) 

Tension diode 
Tension inverse en continu. . •....... 

Tensions transistor 
Tension collecteur-émetteur (base ouvertel 
Tension collecteur-base (émetteur ouvertl . 
Tension émetteur-collecteur (base ouvertel 

Courants diode 

VCEO 
VCBO 
VECO 

Courant direct en continu. 
Courant direct (valeur crêtel 

. ..... IF 

ton = 10 p.s; li =0,1 ... IFM 

Courant transistor 

Courant collecteur en continu. .......... IC 

Puilllnce (diode ou transistor) 
Puissance totale dissipée (Tamb =E;;;250CI. 

Températures 
Température de stockage. 
Température de jonction. 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

Ptot 

Tstg 
Tj 

tsld =E;;; 1 Os • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ .• .• • • • • T sld 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonctlon-ambialice (diode et transistor) 
Jonction-ambiance (montage sur circuit imprimél 

(diode et transistor) .........•••••...•• 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 

max 
max 
max 

3 

BO 
120 

7 

max 100 

max 

max 100 

max 200 

-55è+150 
max 125 

max 260 

0,5 

V 

V 
V 
V 

mA 

A 

mA 

mW 

K/mW 

0.4 K/mW 

CARACTERISTIQUES 
Tension directe de la diode 

IF=10 mA .•..••••.. 

Tj = 25°C seuf spécification contraire 

Courant inverse de la diode 
VR=3V..... • •.••••••••.•••••• 

Tension de claquage collecteur-émetteur !transistor) 
IC=1 mA ••.......•.•••••..•...••.•..• 

Tension de claquage collecteur-base !transistor) 
IC=O,1 mA .•.....•....••..•.••.•••••.. 

Tension de claquage émetteur-collecteur !transistor) 
lE =0,1 mA •.•. ~ •••.•.•••••••••.••••••• 

Courants d'obscurité 

414 

Collecteur-émetteur (VCE = 10 VI ....•• 

Collecteur-émetteur (VCE = 10 V; Tamb =70oCI ..• 
Collecteur-base (VCB = 10 V; Tamb = 25°CI •••••• 

VF 

IR 

V(BRI CEO 

V(BRI CBO 

V(BRI ECO 

ICEO 

ICEO 
ICBO 

typ 1,2 V 
max 1,5 V 

max 10 p.A 

min BO V 

min 120 V 

min 7 V 

typ 5 nA 
max 50 nA 
max 10 p.A 
max 20 nA 



Taux de transfert 
IF=10mA; VCE=10V. 

IF =16 mA; VCE =0,4 V. 

Courant de blocage collecteur à VF =0,8 V 
VCE = 16 V; Tamb =OoC à 70°C ... 

Courant de blocage collecteur à 1 F = 2 mA 
VCE =0,4 V; Tamb =OoC à 70°C ... 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IF=16mA; IC=2 mA ...... 

Capacité collecteur-base à f= 1 MHz 
VCB=10V ............. 

Capacité entrée-sortie à f = 1 MHz 
V=O ...........•.•... 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu* 

Résistance entrée-sortie à Iv 1-0 1 = 1000 V 

Temps de commutation 

IC =4 mA; VCC =5 V; RL=100n 
Temps total de croissance ... 
Temps total de décroissance ...... 

vI +Vcc 

Vo 

Fig. 2 
Circuit de mesure des temps de commutation 

* Voir Fig. 4; durée d'application,' 1 minute. 

-.Fi-- CNX38 - Page 3 

T min 70 % 
max 210 % 

T min 80 % 

ICEl max 15 JJA 

ICE2 min 150 JJ.A 

VCEsat typ 0,2 V 
max 0,4 V 

Cc typ 6 pF 

CI-O typ 0,6 pF 

VI-O max 4,4 kV 

RI-O min 10 Gn 
max 1 Tn 

ton typ 5 JJ.s 
toft typ 5 JJ.s 

'~~ 
Vo 

0 

ton toff 

Fig. 3 
Formes d'onde et définition des temps de 

commutation 
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Courant de fuite sous tension de travail de 1,5 k V 
en continu 
VCC=10 V; .....•.••.••..••••••••••• ICEW 
VCC=10V; Tj=70oC •...••••..•••••.•• ICEW 

max 200 
max 100 

100 

IF 
(mA) 

75 

50 

25 

ICEW 
)---0 +VCC 

1.-_ ___._--<> - VCC 

Fig. 4 
Schéma de mesure des courants de fuite sous tension de travail 

Tamb =25OC 

typ f-f-

j 

1000 

IFM 
(mA) 

750 

500 

250 

o 

Tamb =2SoC 
1=10/lS 

-1 ms 

typ 

1/ 

j 

J 

1/ 

1/ 

[...0 

1/ 

1/ 

) 

/ 

nA 
/lA 

o 
o 0,5 1 VF (V) 1,5 1 1,5 2 2,5 

VFM (V) 

Fig. 5 Fig. 6 
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10 
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o 
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.1 
V 

Val. typ-

IF = 
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N 

1'1 
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50 

Fig,7 

,/ 
max 

/ 
typ 

10 VCE(V) 

Fig. 9 
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1,2 

0,8 

0,6 
-50 

ICBO 
(nA) 

10 

1.111 

10-2 

25 

o 

1.1 V 

1111 

1" 1 " F =50j,lA 

typ 

50 

Fig. 8 

VCB=30V 
20V 
10V i)I' 

111.1 P'it 

Il 

IIV 1111 

Val. typ 

75 125 

Fig, 10 
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/ 
'II i/ 

max" / 

/ V 

ty / 

V 

75 125 

Fig. 11 



100 

50 
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18=0 
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Vee=5 V 
RL=1 kO 

75 

le 
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r-... 

" '" r\.. 
1\. 

:'II. 
1\ 

typ 

\. 
\. 

\. 
\ 
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\. 

\ 
I\. 

\ 
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Fig. 12 

.:'fF = 

-100mA 
-75mA 

'. 

50mA 

25mA 

Val. typ 
Tamb=25Oe 

1 1 1 

10mA 

2,5 mA 

40 VCE(V) BQ 

Fig. 13 
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1.5 

'C 
(mA) 

0.5 

_IC=2 mA 
-VCE=O,4 V 

o 
-50 o 

typ 

50 

Fig. 15 

1 
1 
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/ 

-1--"10- V 
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..... ./ 

...... ./ 
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sv 

/ ,0Ay 
V. ",,'" 

Val. typ 
iTamb=25 Oc 

10 

Fig. 17 
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ICM 
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VCE=24V 
15V 
5V .""" 0,4 V "-

W 
,. ~I-' 

Tamb 25 Oc 
t p 101'5 
6=0,01 
Val. typo 

10 

Fig. 18 



1 1 1 1 1 
VCB=5 V 
Tamb=25OC 

lB 
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F 
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1/ 
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/ 
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typ 
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Fig. 19 
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le 
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V 
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1 
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Fig. 20 
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I F = 100mA 

SOmA 

10mA 

10-" 

2,SmA 
~ 

/ 
Val. typ 
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CE =S V 
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"\ 
1"'1, 

~ 
\. 
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Val. typ 
IB=O 
Vee=5 V 
Tamb =25 °e 

RL= 

5kn 

lkn 
............ ...... 
100n 

-.....L. 

le (mA) 10 

Fig. 23 
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75 

50 

r-..... 
r-.... 

25 
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Val. typ 
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Fig. 24 

POW' les courbes 23 et 24 ci-dessus voir aussi Fig. 2 et 3 



photocouplaur -=F'--
CNX44 

documentation provisoire 

Mai 1982 

Photocoupleur coplanaire constitué d'une diode à l'arséniure de gallium émettant dans l'infra­
rouge et d'un phototransistor au silicium en boîtier métallique hermétique SOT-104C. Sa tech­
nologie nouvelle lui confère une grande fiabilité et des performances compatibles avec des 
environnements difficiles tant dans les domaines militaires qu'industriels. 

Il se caractérise par un taux de réjection en mode commun élevé. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 
du transisitor ........... . 

Courant direct de la diode en continu 

Taux de transfert 
IF=10mA ;VCE=O,4V ..... 

Taux de rejection en mode commun 
Ic=2mA;f=10kHZ ..... . 

Courant de fuite sous tension de travail de 1,5 kV 
VCC=15 V ................ . 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu 

Température de fonctionnement 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER SOT-104C 

dROCHAGE 

~ 
~ 

'. 9,4 max 

Fig. 1 

T 

max 50 V 

max 100 mA 

min 30 % 
typ 60 % 

typ - 85 dB 

max 200 nA 

max kV 

-55è+ 125 Oc 

Dimensions en mm 

"0,50 
,max 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension diode 

Tension inverse en continu. 

Tensions transistor 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Coul'llnts diode 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
ton = 10 l''S ; li = 0,01. . .. 

Courant transistor 

Courant collecteur en continu. 

Puissances (diode ou transistor) 

Puissance totale dissipée (T amb ..;;; 25°C). 

Températures 

Température de stockage. 

Température de fonctionnement .•.....•..... 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
tsld ..;;; 10 s .................•.... 

PUISSANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance (diode et transistor) 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe de la diode 
'F=10mA ...... . 

Courant inverse de la diode 
VR =3 V ........ . 

Tension de claquage collecteur-émetteur (transistorl 
IC=l mA ............•.•.•..•••.• 

Tension de claquage émetteur-collecteur (transistor) 
lE =0,1 mA ...................•... 

Courants d'obscurité 

Collecteur-émetteur (VCE =20 V) 

Collecteur-émetteur (VCE =20 V ; Tamb =700 C) • 

Gain en courant continu 

'C=10mA;VCE=5V .•.••••.•••.•... 

428 

VR 

VCEO 

VECO 

IF 

IFM 

IC 

Ptot 

Tstg 

Tf 

Tsld 

Rth j·a 

Tj = 25°C sauf 

VF 

'R 
V(BR)CEO 

VIBRIECO 

'CEO 

ICEO 

hFE 

max 3 V 

max 50 V 

max 7 V 

max 100 mA 

max 3 A 

max 100 mA 

max 300 mW 

-65 à +150 Oc 
-55 à +125 Oc 

max 260 Oc 

330 K/W 

spécification contraire 

typ 1,15 V 
max 1,3 V 

max 100 l''A 

min 50 V 

min 7 V 

typ 5 nA 
max 100 nA 

max 10 l''A 

typ 600 



Taux de transfert 
IF =10 mA; VCE =5 V. 
IF =10 mA; VCE =0,4 V .. 

Capacité entrée-sortie il f = 1 MHz 
V=o ................ ...... 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu* 

Résistance entrée-sortie il (VI_OI =500 V . 

Temps de commutation 
IC=2 mA; VCC=5 V; RL=1oo 0 

Temps total de croissance .. 

Temps total de décroissance ..•••...• 

+Vcc 

Fig. 2 
Circuit de mesure des temps da commutation 

Taux de rejection en mode commun 
IC = 2 mA ; f = 10KHz • . . ... 

Fig. 4 

.. ,Fi'" CNX 44 - Page 3 

T typ 100 

1 min 30 
typ 60 

Ci-O typ 

VI-O max 

RI-O min 100 
typ 1 

ton typ 5 

toff typ 5 

ton toff 

Fig. 3 
Formes d'onde et définition das temps 

da commutation 

% 

% 
% 

pF 

kV 

GO 
TO 

jJS 

jJS 

typ -85 dB 

1 kil 

VCC=5 V 

Circuit de mesure du taux de rejection en mode commun 

429 



Courant de fuite sous tension de travail de 1 kV 
en continu 
VCC=15 V .........•............. 
VCC=15V;Tj=70oC ....••....•..•.. 

+tension -

de travail 

Fig. 5 

_shi__ CNX 44 - Page 4 

ICEW 
ICEW 

max 
max 

1---0 +VCC 

200 
50 

nA 
JJA 

Schéma de mesure des courants de fuite sous tension de travail 

100 

IF 
(mA) 

75 

50 

25 

° ° 

430 

Tamb =25OC 

0,5 

typ -c-

I 

1 VF (V) 1,5 

Fig. 6 

3 

IFM 
(A) 

2 

° o 

Tamb=25°C 
ton =10 JJS 
6 =0,01 

typ 

2 4 

Fig. 7 



1,5 
VF 
(V) 

0,5 

Val. typ 
o 
-50 

, 

o 

Val. typ 

1 1 Il liT 
~=100mA 

~Tm~ 
1-

~ 

5mA 

'J 
50 "A 

50 
Fig. 8 

VCE=20 V 

104 
(nA) 

Tj =25°C 

•. Fi__ CNX 44 - Page 5 

ICEp 
(nA 

10 

... 

... Val. tYIl 

... Tj =25°C 

Il 

V 

/ 
l7 

/ 

10 

Fig. 9 

/ 

Il 

~ 
1/ 

/ 
V 

10 / 
o 25 50 75 100 125 150 

Fig. 10 
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100 

TITO 
(%) 

50 

........... 
........ 

1- Tamb = 250 e 
f-le=2 mA 

Vee=5V 
I-RL=1 kV 

a 
10 3 

75 

'e 
(mAI 

SO 

2S 

'F'" TI 
F-100mA 
F-7SmA 

SOmA 
.1 
Val. typo 
Tamb 2Soe 

2SmA 

10 mA 

2,S mA 

" i'... 

'C 
(mA) 

10 

10- 1 

_.Fi__ CNX 44 - Page 6 

typ 

\. 

" \. \. 
\.. 

\ 
\. 
\ 

f (Hz) 

Val. typo 
Tamb 25° e 

1 f 5V.,r - 0, r 4V 

15V~ 
V 

~:,.. 

== VCE= -- 24V 
r/ 

W~ 

~~ 
fff, 

'Hf 
'1/ 

a 
o S VeE(V) 10 1 10 

Fig. 12 Fig. 13 
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ICM 
(mAl 

10 

Tamb =25OC 

ri 
~1I 

~ ~ 

If" 
W// 
W 

VCC 24V 
15V, 
5V, 

O,4V 

7 
'7 rji 

7 
/h 

r- V 
:,... 

10 

Fig. 14 

-.Fi__ CNX 44 - Page 7 

"'-

~ 
.... 10--10-
~ 

~ 

Val. typo 
~=10J.Ll 

=0,01 

1 1 1 l " 
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10 

IC 
(mA) 

7,5 

5 

2,5 

L.; 

V 
V 

V 

1/ .... 
V 

V 

Val. typo 
f- lB =0 
f-IF =10 mA 

o 
-50 

1 1 1 1 1 
o 

r--. 
~ 

'" "' 

r--. 
i'-. 

...... 

Fig. 15 

Val. typo 
Tamb =2SoC 

VCEsat 
(mV) 

10 

434 

~ 

./ 

V 
10 2 

IF = 2,SmA 

1 1 1 

10mA ~ 

.J.-t'" 
,....,...... 45~l ~ 
~ V 

_=Fi__ CNX 44 - Page 8 

VCE = 5V 

"' 
"' 

....... 0,4V 

....... 

IC 
(mA) 

0,75 

0,5 

0,25 

o 
-50 

-..... ~~ ---~ ... 
..... 

~ 7 

./ ...... 

./ /' ..... 
l' /' -;/ 

......- / 

V 
50mA 1ri

A 

Fig. 17 

IB=O 
IF =2 mA 
VCE =0,4 V 

typ 

", ...... 
r-. 

o 

Fig. 16 

1 
1 

1 

/ 
/ ...... ~ 

V V ~ ..... ", 

............... ~ 
~ 1--' ..... '" 

"........ ~ ..... '" 
.- l' 
./ , 

IC(mA) 10 



75 

i\. 

"' '~ 
50 

'\. , 
i'. 

25 
"\. 

r\. 

° 10- 1 

- 85 

-90 

-95 

7 
V 

l' 

!/ 
/ 

1 1 1 1 

Val. typo 

RL = 
5kn 

1 ° 
Tamb =25 e 
18=0 
Vee=5 V 

1 
1 

~ 

t-!.00n 

le(mA) 

Fig. 18 

/" 
V 

V 
Il 

V 

-.Fi-- CNX 44· Page 9 

10 

V 

75 

0;;;;;;::: 

50 

25 f"': 

"' 
° 10- 1 

,., 
V 

Fig. 20 

Val. typo 

RL = 

5ki 

1 

Tamb =25°e 
18=0 
Vee=5 V 

1"""" lkn 

....... "fo.. 100n 

le (mA) 10 

Fig. 19 

1 T,TT 
Val. typo 

"' typo 

Vee=5 V 
RL= 1 kn 
le =2 mA 

t(Hz) 
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Ptot 
(mW ) 

150 

50 

436 

~io1e l' pro1°tianj',or 

o 

1\. 

75 

Fig. 21 

'\ 

.iiEi+ CNX 44 - Page 10 

r-... 

\1 
\." . ..... ~ 

~ 

\~ 
I\.\; 

'\ 
1\ 

'\ 
100 125 



photocoupleur _=h' __ 
CNX48 

documentation provisoire 

Mai 1982 

Photocoupleur constitué d'une diode à l'arséniure de gallium émettant dans l'infrarouge et d'un 
phototransistor Darlington NPN au silicium, en bortier Dil 6 broches, technologie coplanaire. 

Il se caractérise par un taux de transfert élevé et de hautes tensions d'isolement, et de travail. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur·émetteur (base ouverte) 

Courant direct de la diode en continu 

Taux de tra nsfert 
1 F = 1 mA ; V CE = 1 V. . . . . . • 

Courant de fuite sous tension de travail de 1,5 kV 
en continu VCC=10V .......... . 

Tension continue d'isolement ......... . 

Température de jonction (diode et transistor). 

VCEO max 

IF max 

7 min 

ICEW max 

VI_O max 

Tj max 

30 V 

100 mA 

500 % 

!lA 

4,4 kV 

125 Oc 

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm 

BOITIER SOT 90 B 

t 
3,9 
3,1 

7,62 max _ 

t 
5,08 
ma. 

t +~~~ + ---t -

- 8,lma. 

1 
Il 
Il 
Il 

. , ~ 
-J 1-17,621-1 

0° ta 15° 

Brochage 
Q b 

6 

Fig. 1 2 

k e 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimitesabsolues salon publication CEl 134) 

Tension diode 

Tension inverse en continu. 

Tensions transistor 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .. 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Courants diode 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
ton = 10 ilS; 6 =0,01. 

Courant transistor 

. Courant collecteur en continu. 

Puissances (diode ou transistorl 

Puissance totale dissipée (Tamb :0;;;; 25°C). 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 

VCEO 

VCBO 

VECO 

IF 

IC 

tsld :0;;;; lOs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T sld 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance (diode et transistorl 

Jonction-ambiance (diode et transistorl 
montage sur circuit imprimé ....... . 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 

max 

max 

max 

3 

30 

50 

7 

max 100 

max 3 

max 100 

max 200 

-55 à +150 

max 125 

max 260 

V 

V 

V 
V 

mA 

A 

mA 

mW 

0,5 K/mW 

0,4 K/mW 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf spécification contraire 

Tension directe de la diode 
IF =10 mA ...... . 

Courant inverse de la diode 
VR =3 V ....................... . 

Tension de claquage collecteur-émetteur (transistorl 
IC=l mA .................. . 

Tension de claquage collecteur-base (transistorl 
IC=O,l mA ..................... . 

Tension de claquage émetteur-collecteur (transistorl 
lE =0,1 mA ..................... . 

Courants d'obscurité 

Co lIecteur-émetteur (V CE = 10 V) . 

Collecteur-base (VCB =10 V); ... 

438 

V(BR)CEO 

V(BR)CBO 

V(BR)ECO 

ICEO 

ICBO 

typ 
max 

max 

min 

min 

min 

1,15 
1,3 

10 

30 

50 

7 

typ 20 
max 100 

max 20 

V 
V 

IlA 

V 

V 

V 

nA 
nA 

nA 
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Taux de transfert en courant 
IF=O,5mA;VCE=1 V T min 350 % 
1 F = 1 mA ; VVE = 1 V T min 500 % 
IF=10mA;VCE=1 V. T min 600 % 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IF=5mA;IC=10mA ....... VCEsat max 0,8 V 

capacité collecteur-base à f = 1 MHz 
pF VCB =10 V ............ Cc typ 4,5 

Capacité entrée-sortie à f? 1 MHz 
V=O ................ CI-O yp 0,6 pF 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu· .. VI-O max 4,4 kV 
Résistance entrée-sortie à Iv 1-01 = 1000 V ....... RI-O min 10 Gn 

typ 1 Tn 

Temps de commutation 

IF =10 mA; VCC=5 V; RL=100 n 
Temps total de croissance ....... ton typ 5 ps 

Temps total de décroissance ...... !off typ 30 ps 

IC=1 mA;VCc=5V;RL=1 kn 
Temps total de croissance .. ton typ 50 ps 

Temps total de décroissance ....... toff typ 250 ps 

+vcc 

ton t.ff 

F~.2 F~.3 

• Voir schéma fig. 4; d'urée d'application 1 minute. 
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Courant de tu ite sous tension de travail de 1,5 kV 
en continu 
Vcc=10V .................... . 
Vcc=10 V; Tj = 70°C ............... . 

+ 1,5 kV 
continu 

Fig. 4 

_ëSi __ CNX 48 - Page 4 

IcEW 
IcEW 

max 
max 

+Vcc 

IlA 
mA 

Schéma de mesure des courants de fuite sous tension de travail 

100 

IF 
(mA) 

75 

50 

25 

440 

o 
o 

Tamb = 25°C 

0,5 

Fig. 5 

, 

typ -f-

Il 
~ 

1 VF (V) 1,5 

1000 

IFM 
(mA) 

750 

500 

250 

o 

Tamb -25°C 
tp = 10llS 
ô =0,01 J 

J 

/ 

typ J 

1/ 

J 

J 

,/ 
) 

:...1 
1 1,5 2 2,5 

VFM (V) 

Fig. 6 



1,5 

1,3 

1,1 

0,9 
-50 

'CEO 
(nA) 

10 

f::: 'F 
f=Tj 

o 50 

Fig. 7 

0 
25°C 

if 

V 

10 

Fig.9 

.'.' , , , 
Val. typo 

'F= 
100mA 

.x 

50mA 
~ 

10mA 

~;' 
max 

typ 
1.1' 

/ 

VCE(V) 

-.Fi& CNX 48 - Page 5 

1,2 
j~ ~~OIJ.l~' 

o,a 

0,6 
-50 

'cao 
(nA) 

10 

)1' 

10-2 
25 

o 

1 

Il 

~~ 

typ 

50 

Fig. 8 

VCB = 30V 
20V 
10V 

1 l"t 

1 

Il 

Val. typ 

75 125 

Fig. 10 
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442 

ICEO 
(nAI 

10 

o 

Val. typ 

/ 

/ / 

/ 

25 

_.Fi__ CNX 48 - page 6 

iJ 

f 
1 

VCE =10 V J / 

/ 

V 
V / 

V 
1 VCE =5 V 

100 

Fig. 11 



IC 
(mA) 

100 

80 

60 

40 

20 

10 

Val. typ 

o 

I--VCE 

IF 1 mA 

P =200 mW 

, , 

5 

Fig. 12 

0,5 mA 

0,3 mA 

VCE (V) 10 

10 V t=l5 V 

./ 

V 
li' ~ 

1. 
~~ 
r:,.- / 

V 

I 1/ 
7 17 

7 li 
7 

7 

IC 
(mA) 

100 

80 

60 

40 

20 

-.F'__ CNX 48 - page 7 

Val. typ 
VCE = 1 V 

IF =10 mA 

IF =1 mA 

A" 1"""-

i7' IF =0,5mA 

-40 o 40 T amb 180 (OC) \120 

Fig. 13 

1 V 
0,8 V 

l-
~ 

Val. typ 

10 IF (mA) 

Fig. 14 

443 



VCE sat 
(mV) 

444 

iI§ 

VCE sat 
(VI 

0,8 

0,6 

0,4 

/ 
0,2 

o 
-40 

-.Fi__ CNX 48 - page 8 

'F-O,3 mA/- 0,5 mA ~t-
Val. typ 

1 mA 

~ 

lJ 
V 

~ l .... y r 3mA 
1 

10mA 

10 Fig. 15 'cImA) 

'C =60 mA; 'F = 10 mA 

l-
I- 'e ::::: 70 

/)),q. 1 
• F:::::: 5 ~~ /)),q -

o 40 

Fig. 16 



le 
(mA) 

10 

0,1 

1 

100 

ie 
(%) 

50 

IF=20 mA 
Il 

il 

10mA 

IT 
1 

3mA 

1 mA 
1 1 III 

Il 
10 

Tamb=25Oe 
IB=O 
le=2 mA 
Vee =5 V 
AL = 1 kil 

/ 
V / 

./ 
/ 

............ 

/ 

102 

Fig. 17 

, 
" l''\. 

Fig. 18 

r'-. 

•• Fa.. CNX 48" page 9 

j 

Il li 

/ 
1/ / 

/ 
Val. typ 

1....-

Tamb=25°e 
VeE = 1 V 

/ 

ABE (kil) 

1\.. 
1\ 

typ 

~ 
\ 
\. , 

1\ 
\. 

\ 
1\ 

\ 
f (Hz) 
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1-- T amb = 25"C 
VCB =5V 

lB 
(nA) 

1 
/ 

1/ 

10 
10- 1 

1/ 
J 

'1 

... h'__ CNX 48 - page 10 

Il 

/ 
V 

typ 

1/ 
J 

V 

10 IF (mA) 

Fig. 19 



200 

Ptot 

(mW) 

100 

o 

1'\. 

o 

Cc 
(pF) 

10 

1 

1'\. 
1'\. 

1 

1'\ 

f 1 MHz 
Tamb 25°C 

1'\. 
1'\. 

1'\. 

typ 
.... 

10 

Fig. 20 

1'\.1> 
~: QI,\-

1'\. .s'a 

.-Fi__ CNX 48 - page 11 

........ 

VCs(V) 

t> 

l'\:.(-~ 
1'\ 

1'\. 
1'\.. 

1'\. 
1'\. 

1'\. 

"' 1'\. 
50 100 150 

Fig. 21 
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photocouplaur 

CNX62 

Mai 1982 

Photocoupleur coplannaire constitué d'une diode à l'arséniure de gallium émettant dans l'infra­
rouge et d'un phototransistor NPN au silicium, en boftier plastique FO 98 (DIL, 6 broches). 

Il se caractérise par un transfert de courant élevé, une faible tension de saturation, un isolement 
galvanique parfait étant en alternatif qu'en continu, une large dynamique de fonctionnement en 
courant de 1 à 100 mA. 

Sa technologie nouvelle, lui confère une plus grande fiabilité et des performances compatibles 
avec des environnements difficiles dans le domaine industriel, des télécommunications, et no­
tamment dans les alimentations à découpage. 

CARACTE RISTIQUES PR INCIPALES 
ension collecteur-émetteur (base ouwrte) 

du transistor. . . . • . . . . . . . . 

Courant direct de la diode en continu 

Taux de transfert 
IF=10mA; VCE =0,4 V .... 

Courant de fuite sous tension de travail de 2,5 kV 
en continu VCC = 1 0 V .••...•.••. 

Tension continue d'isolement ......... . 

Température de jonction (diode et transistor). 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER FO 98 

7,62mox ---

Fig. 1 

VCEO 

IF 

T 

ICEW 

VI-O 
Tj 

-9.6rnax-

a , 

~ 
~ 

k 

max 50 V 

max 100 mA 

typ 80 % 

max 200 nA 

max 5,3 kV 

max 125 Oc 

dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension diode 

Tension inverse en continu. . . . . . . . . . . . . . . . . .. VR 

Tensions transistor 

Tension collecte ur-émette ur (base ouverte) 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .. 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Courant diode 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
ton = 1 0 /-lS; li =0.01 

Courant transistor 

VCEO 

VCBO 

VECO 

Courant collecteur en continu. . .............. IC 

Puissances (diode ou transistor) 

Puissance totale dissipée (Tamb ";;;25 Q C) ........... Ptot 

Températures 

Température de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti 

Température de jonction ...•................ Tj 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
tsld..;;;10s .......................... Tsld 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance (diode et transistor! 

Jonction-ambiance (diode et transistor! 
montage sur circuit imprimé ......... . 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 3 V 

max 50 V 

max 70 V 

max 7 V 

max 100 mA 

max 3 A 

max 100 mA 

max 200 mW 

-55 à +150 Oc 
max 125 Oc 

max 260 Oc 

0.5 K/mW 

0.4 K/mW 

CAR ACTE RISTIQUES Ti = 2SoC sauf spécification contraire 

Tension directe de la diode 
IF=10mA ...... . 

Courant inverse de la diode 
VR =3 V ........ . 

Tension de daquage collecteur-émetteur (transistor! 
IC=l ml\\ ...................... . 

Tension de claquage collecteur-base (transistor) 

typ 
max 

max 

V(BR) CEO min 

1.15 
1.5 

10 

50 

IC=O.l mA ........................ V(BR) CBO min 70 

Tension de claquage émetteur-collecteur (transistor! 
lE =0.1 mA ..................... . 

Courants d'obscurité 

Collecteur-émetteur (VCE =10 V) . 

VCE=10V;Tamb=70oC ..... 

450 

V(BR) ECO min 7 

ICEO 

ICEO 

typ 2 
max 50 
max 10 

V 
V 

/-lA 

V 

V 

V 

nA 
nA 
/-lA 
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Ta ux de transfert en courant 
IF =10 mA; VCE =5 V. ...... T typ 150 % 

IF =10 mA; VCE =0,4 V. ...... T min 40 % 
typ 80 % 

Colrant de bloquage collecteur-émetteur 
VF =0,8 V; VCE =15 V; Tamb ~70oC . ICE1 max 15 p.A 
IF =2 mA; VCE =0,4 V; Tamb ~70oC . ICE2 min 150 p.A 

Tension de saturation collectelr-émetteur 
IF =10 mA; IC =2 mA. VCEsat typ 0,15 V 

max 0,40 V 
IF =10 mA; IC =4 mA • VCEsat typ 0,19 V 

max 0,40 V 
Capacité d'entrée-sortie à f = 1 MHz 

V=o .................. CI-O typ 0,6 pF 

Tension d'isolement entrée-sortie en contin u* VI.Q max 5,3 kV 

Résistance entrée-sortie à IVI-oi = 1000 V RI'() min 10 Gn 
typ 1 Tn 

Temps de commutation 

IF=2mA; VCC=5V; RL=100n 
Temps total de aoissanœ ........ ton typ 3 p.s 
Temps total de déaoissanœ ...•... toff typ 3 ilS 

IC =2 mA; VCC =5 V; RL =1 kn 
Temps total de aoissanœ .•. ton typ 12 ilS 
Temps total de déaoissanœ ..... toff typ 12,5 ilS 

+vcc 

o 
ton toff 

Fig. 2 Fig. 3 
Circuit de mesure des 1Bmps de commutation Formes d'onde et définition des 1Bmps de 

commutation 

*Tension appliquée pendant 1 minute, entrées et sorties étant respectivement connectées enSBm­
ble. 
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Cot.rant de fuite sous tension de travail de 2,5 kV 
en continu 
VCC=10 V ..................... . 
VCC=10 V;Tj =70oC .................. . 

ICEW 
ICEW 

max 
max 

)---0 +VCC 

'-------1....---0 0 

+ 2,5 kV 
continu 

Courant de fu ite sous tension de travail. 

Fig. 4 

Tamb=25 0 C 

IF H-f-H++-+-+-H-++-II-++-II++-IH 

t p = 10 i.ls 
/) = 0,01 

0,75 

0,5 

0,25 

o 

1 
'1 

1 
Il 

, 
1 1 

1 
II 

J 
1 

200 
100 

Il 

o 
2 VF (VI 

Fig. 5 Fig. 6 
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100 
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60 
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Tamb - 25°C 

P=200 mW 

[.;' 

100 

5 VCE (V) 

Fig. 8 

IF=10mA 

VCE= 
----VCE = 

typ 

typ 

min 

typ 

IF = 
100 mA 

75 mA 

50 mA 

25 mA 

10 mA 

2,5mA 

10 

O,4V 
5V 

150 
Tamb (OC) 
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Fig. 10 
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Rl -1 lcQ 
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VCC 5 V 
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1 

/ 
/ V~ 
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~ '" ......... i--'" V ",i-' 
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L ./ 
./ 

/ 
V 

V 
~5L/ 
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V 
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Fig. 13 
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photocoupleur 

CNY50 

Mai 1982 

Photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente à l'arséniure de gallium émettant 
dans l'infrarouge et d'un phototransistor NPN au silicium en boîtier métallique hermétique 
SOT 104 B. 

Sa technologie nouvelle lui confère une grande fiabilité et une tenue mécanique compatibles 
avec de sévères exigences d'environnement, notamment dans les domaines de la traction et de 
l'équipement industriel et militaire. 

Le CQY 50 est proposé en deux classes de courant collecteur. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 
du transistor .............. 

Courant direct en continu, de la diode. 

Taux de transfert 
IF =10 mA; VCE =0,4 V 

·Courant de fuite sous tension de travail de 
1 kVen continu 
VCC=15 V ..... , ..•.. , .... 

classe 1 

classe Il 

Tension continu d'isolement ...•••••• 

Température de jonction (diode et transistor) .. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOT 104 B 

_ 9,4_ 
max 

Fig, 1 

VCEO 

IF 

T 

T 

ICEW 

VI-O 
Tj 

max 

max 

min 
max 
min 
max 

max 

max 

max 

50 

100 

25 
100 
40 

160 

200 

125 

V 

mA 

% 
% 
% 
% 

nA 

kV 
Oc 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER /limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension diode 

Tension inverse en continu. 

Tension transistor 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Courant diode 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
ton =10 /JS; ô =0,1 .. 

Courant transistor 

Courant collecteur en continu. 

Puissances (diode et transistor) 

Puissance totale dissipée (Tamb ";;;75°C) 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
tsld .,;;; 1 0 s ..................... . 

RESISTANCE THERMIQIJES 

Jonction-ambiance (diode ou transistor) . 

CARACTER ISTI QUES 

Tension directe de la diode 
IF =10 mA ...... . 

Courant inverse de la diode 
VR =3 V ........ . 

Tension de claquage collecteur-émetteur (transistor) 
IC=1 mA .... , .............. . 

Tension de claquage collecteur-base (transistor) 
Ic =0,1 mA ..................... . 

Tension de claquage émetteur-collecteur (transistor) 
lE =0,1 mA ..................... . 

Courant d'obscurité 

Collecteur-émetteur (VCE =20 V) . 

Collecteur-émetteur (VCE = 20 V; Tamb = 70°C) 

Collecteur-base (VCB = 10V;) ...... . 

Gain en courant continu direct du transistor 
IC=10mA;VCE=5V ......... . 

460 

VCEO 

VCBO 

VECO 

IC 

Tstg 

Tj 

Tsld 

Rth j-a 

max 

max 

max 

max 

3 

50 

70 

7 

max 100 

max 3 

max 100 

max 300 

- 65 à + 150 

max 125 

max 260 

330 

V 

V 
V 

V 

mA 

A 

mA 

mW 

k/W 

Tj = 25°C sauf spécification contraire 

VF typ 1,15 

IR typ 1 
max 100 

V(BR)CEO min 35 

V(BR)CBO min 70 

V(BR)ECO min 7 

ICEO typ 5 
max 100 

ICEO max 10 

ICBO max 20 

typ 600 

V 

V 

V 

V 

nA 
nA 

/-LA 
nA 
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Taux de transfert 
IF =10 mA; VCE =5 V 
IF =10 mA; VCE =0,4 V 

Capacité entrée-sortie à f = 1 MHz 
V=O .............. . 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu" 

Résistance entrée-sortie à IVI-oi =500 V 

Temps de commutation 

1 C = 2 mA; V CC = 5 V; R L = 1 00 .!1 
Temps total de croissance ..... . 
Temps total de décroissance .... . 

IC =2 mA; VCC =5 V; RL = 1 k.!1 
Temps total de croissance .. 
Temps total de décroissance ..... 

+Vcc 

Fig.2 

T 

classe 1 T 

classe Il T 

CI-O 

VI-O 

RI-O 

ton 
toff 

ton 
toff 

:~ 
Vo 

0 

typ 100 
min 25 
max 100 
min 40 
max 160 

typ 

max 

min 100 
max 1 

typ 5 
typ 5 

typ 21 
typ 20 

ton toff 

Fig.3 
Circuit de mesul'8 des temps de commutation Formes d'onde et définition des temps 

de commutation 

Courant de fuite sous tension de travail de 1 kV 
en continu 
VCC = 15 V;. . . . . ... . . . 
VCC = 15 V; Tj =70oC ............ . 

1 kV 
en continu 

Fig. 4 

max 200 
max 100 

+VCC 

Schéma de mesure des courants de fuite sous tension de travail 

"Durée d'application: 1 minute. 

nA 
}JoA 

% 
% 
% 
% 
% 

pF 

kV 

G.!1 
T.!1 

}Jos 
}Jos 

}J.S 

}Jos 
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1 

1 
Il 

Fig. 5 

50 

Fig. 7 
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Fig. 6 
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ICBO 
(nA) 

10 

10- 2 
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IF 0 
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photocoupleurs 

CNY57 
CNY57 A 

Mai 1982 

Photocoupleurs coplanaires constitués d'une diode à l'arséniure de galium émettant dans 
l'infrarouge et d'un phototransistor NPN au silicium, dont la base est sortie en boltier plas­
tique SOT 90 (DI L, 6 broches!. 
Ils se caractérisent par un transfert de courant élevé, une faible tension de saturation, un isole­
ment galvanique parfait tant en alternatif qu'en continu, une large dynamique de fonction­
nement en courant de 1 à 100 mA. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) du transistor 

Courant direct en continu, de la diode. ...... 
Taux de transfert 

IF=10mA; VcE=OAV ...... .CNY 57 

CNY 57A 

Courant de fuite sous tension de travai 1 de 1 ,5 k V 
en continu 
VCC =10 V .................. 

Tension continue d'isolement .......... 

Température de jonction (diode et transistor). 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOT-90 B 

VCEO 
IF 

'T 

'[ 

ICEW 

VI-O 
Tj 

max 30 V 

max 100 mA 

min 20 % 
max 80 % 
min 40 % 

max 200 nA 

max 4,3 kV 

max 125 Oc 

Dimensions en mm 

-7,62max --- --S,3max--

Ij 
t 

3,9 
3.1 
t ~x 

141' 12.541 1' " ...... • ....--.. +-----+-
max 

t 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension diode 

Tension inverse en continu .......... ....... 
Tensions transistor 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

CouranU diode 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
ton = 10 JlS; <5 =0,1 ... 

Courant transistor 

Courant collecteur en continu. ....... 
Puissances 

Puissance totale dissipée (Tamb~25°C) diode 
transistor 

Températu res 

Température de stockage. ............... 
Température de jonction. ............... 
Température de soudage au niveau du plan de siège 

tsld ~10s ............. ......... 

RESISTANCE THERMIQUES 

Jonction-ambiance diode 
transistor 

Jonction-ambiance (montage sur C.U diode 
transistor 

CARACTER ISTIQUES 

Tension directe de la diode 
IF =10 mA ....... . 

Courant inverse de la diode 
VR =3 V ......... . 

Tension de claquage collecteur-émetteur (transistor) 
IC=l mA ................... . 

Tension de claquage collecteur-base (transistor) 
IC= 0,1 mA .................... . 

Tension de claquage émetteur-collecteur (transistor) 
lE =0,1 mA ..................... . 

CouranU d'obscurité 

Collecteur-émetteur (VCE = 1 0 V) 

Collecteur-émetteur (VCE = 1 0 V; Tamb = 70°C) .. 

Collecteur-base (VCB=10V) ....... " .. . 

472 

VR max 3 V 

VCEO max 30 V 

VCBO max 50 V 

VECO max 7 V 

IF max 100 mA 

IFM max A 

IC max 100 mA 

Ptot max 150 mW 
Ptot max 200 mW 

Tstg -55à+150 Oc 
Tj max 125 Oc 

Tsld max 260 Oc 

~th j-a 650 K/W 
th J-a 500 K/W 

~th j-a 600 K/W 
th J-a 400 K/W 

Tj = 25°C sauf spécification contraire 

VF typ 1,2 V 
max 1,5 V 

IR max 10 JJ,A 

V(BR)CEO min 30 V 

V(BR)CBO min 50 V 

V(BR)ECO min 7 V 

ICEO typ 5 nA 
max 100 nA 

ICEO max 10 JJ,A 

ICBO max 20 nA 
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Taux de transfert 

IF=10mA; VCE=O,4V CNV57 7 min 20 
max 80 

CNV 57 A 7 min 40 
typ 100 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IF =10 mA; IC =2 mA CNV 57 VCEsat typ 0,17 

max 0,40 

IF =10 mA; IC =4 mA CNV 57 A VCEsat typ 0,17 
max 0,40 

Capacité collecteur-base à f = 1 MHz 
VCB=10V ........... Cbc typ 6 

Capacité entrée-sortie à f = 1 MHz 
V=O ................. CI-O typ 0,6 

Tension d'isolement entrée-sortie en continu* VI-O max 4,3 

Résistance entrée-sortie à iVI-oi = 1000 V RI-O min 10 
max 1 

Temps de commutation 

IC =2 mA; VCC=5 V; RL=100 U 
Temps total de croissance CNV 57 ton typ 3 

Temps total de décroissance CNV 57 toff typ 3 

IC =4 mA; VCC =5 V; RL =100 U 
Temps total de croissance CNV 57 A ton typ 5 

Temps total de décroissance CNV 57 A toff typ 5 

+Vcc 

ton to1f 

Fig. 2 Fig.3 
Circuit de mesure des temps de commutation Formes d'onde et définition des temps 

de commutation 

*Durée d'application: 1 minute 

% 
% 

% 
% 

V 
V 

V 
V 

pF 

pF 

kV 

GU 
n~ 

J..IS 

J..IS 

J..IS 

J..IS 
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Courant de fuite sous tension de travail de 1,5 kV 
en continu 
VCC =10 V . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. ICEW max 

VCC=10V;Tj=70oC ..... " . . . ... .... ICEW max 

100 

IF 
(mA) 

75 

+ 
1,5 kV 
continu 

Fig. 4 

CEW 
I---Q +VCC 

Schéma de mesure des courants de fuite sous tension de travail 

_ Tamb =25°C 

1 
1 

Il 

1 

1000 

IFM 

(mA) 

750 

Tamb _25°C 
f.. t p =10 J.lS 

Il =0,01 

typ Il typ 
1/ 

1 

1 
1/ 50 500 

1/ 

1/ 1/ 
25 

If 
250 

II/ 

/ / 
./ / 

o 10--' .... o L....oo 

1 1,25 1,5 1,75 1 2 
VF(V) 

Fig. 5 Fig. 6 
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-50 
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10 

1 

~IF 
1- Tj 

1 

o 50 

Fig. 7 

0 
25°C 

/ 
/ 

~ 

10 

Fig. 9 
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Val. typ: 

IF; 

100rnA 

SOmA 

1'-. 
10mA 
1'1 

max 
/ 

l/ 
typ 

VCE(V) 

1,2 , 
~IF = 50 JlA 

0,8 

0,6 
-50 

ICBO 

(nA) 

10 

10- 1 
I/Il 

o 

Vl..dJ 
1/11 

typ 

50 

Fig. 8 

VCB - 30V 
20V 
10V 

1.1 :1 

1/ 1.111 

75 

Fig. 10 

V 

~Ii~ 

Val. typo 
IF=O 

125 
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photocoupleur 

SL 5500 

Mai 1982 

Photocoupleur coplanaire de la famille CNX 35/36 en boîtier DIL - 6 broches SOT 908 
constitué d'une diode électroluminescente émettant dans l'infrarouge et d'un phototransistor 
NPN au silicium. 

Il se caractérise par un transfert de courant élevé, une faible tension de saturation, une large 
dynamique de fonctionnement en courant, un isolement galvanique parfait tant en alternatif 
qu'en continu. 

Sa technologie nouvelle lui confère une meilleure fiabilité et des performances compatibles 
avec des environnements difficiles des secteurs industriels et professionnels. 

Le SL5500 est particulièrement sélectionné suivant le cahier des charges du CNET pour répon­
dre parfaitement à toutes les applications téléphoniques et télégraphiques. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Classe V; Catégorie climatique; (5°C, 70°C; 56 j) 864 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) VCEO max 

Courant direct de la diode en continu .. 

Rapport de transfert en courant continu 
IF = 10 mA; VCE =0,4 V ...... . 

Courant de fuite sous tension de travail de 500 V 
en continu; VCC = 10 V; Tj = 25°C ...... . 

Tension d'isolement entrée~ortie . 

Température de jonction ... 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOT 90B (F124/TOl16) 

"" fi 
",1 'C: 

II-r __ 7_.6_2m_a_x_--,.~ 
--1 

5,08 
max 

,0,51 
• ~ min, 

. -~ ,--
tO,76 

: ..j~IO,25@1 

1+-- 8,3 max' 

1 

0,3 
0,2 

, 
.[lli]-

Fig. 1 

IF max 

7 min 
max 

ICEW max 

VI-O max 
Tj max 

abc 

q=:tQ 
2 4 

k 

30 V 

60 mA 

40 % 
300 % 

200 nA 
1500 V 

125 Oc 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 1341 

Tensions 

Tension inverse ............... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Tension d'isolement entrée/sortie* . 

Courants 

Courant direct en continu* 

Courant direct (valeur crête) t p = 1 IJS; (j =0,3* 

Courant collecteur en continu. 

Puissances T amb = 25°C) 

Puissance totale dissipée de la diode*. 

Puissance totale dissipée du phototransistor* 

T empératu res 

Température de stockage. 

Température de jonction ............... . 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
10s max ...................... . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-air-ambiant (diode) ..... 

Jonction-air-ambiant (phototransistorl. 

VR 
VCEO 
VCSO 
VCEO 
VI-O 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

3 
30 

70 

7 

1,5 

60 

3 

100 

100 

150 

-55 à + 150 

max 125 

max 260 

max 

max 

750 

500 

v 
V 

V 

V 

kV 

mA 

A 

mA 

mW 

mW 

K/W 

K/W 

* Valeurs limites pour les essais d'endurence spécification CNET paragraphes STC 968 -
3521/2, FP1 - P 1/4 cd. 2. 
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CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Diode 

Tension directe (1 F = 20 mA) . VF max 1,5 V 

Courant inverse (VR =3 V) . IR max 10 IJ.A 

Phototransistor 

Tension de claquage émetteur-collecteur 
(lc =10 mA)* .............. V(BR)CEO min 30 V 

Tension de claquage collecteur-émetteur 
(lC= lO IJ.A ) ............... V(BR)CBO min 70 V 

Tension de claquage émetteur-récepteur 
(lE =10IJ.A). ... V(BR)ECO min 7 V 

Courants d'obscurité 
VCE =10 V .... ICEO max 50 nA 

VCS=30 V .... ICBO max 50 nA 

Gain statique (IC =4 mA; VCE =0,4 V). h21E min 200 
max 1200 

Photocoupleur 

Rapport de transfert en courant continu 
IF=10mA;VCE=0,4V. 7 min 40 % 

max 300 % 

1 F = 2 mA; V CE = 5 V . . . 7 min 30 % 
max 230 % 

Courant de blocage collecteur (OoC <Tamb <70°C 
VF =0,8 V; VCE =15 V .............. ICEl max 15 IJ.A 

IF =2 mA; VCE =0,4 V ............... ICE2 max 150 IJ.A 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IF =50 mA; IC =10 mA (tp =300 IJ.S; ô =0,02) . VCEsat max 0,4 V 

Courant de fuite sous tension de travail 500 V continu 
VCC=10V(1);Tj=25°C .............. ICEW max 200 nA 

Tj =70oC .... ICEW max 100 IJ.A 

Tension d'isolement entrée-sortie (2). VI-O min 1500 V 

Résistance d'isolement entrée-sortie 
à VI-O =± 1000 V ......... RI-O min 10 Gil 

Capacité de couplage entrée-sortie (V =0; f= 1 MHz) CI-O max 1,3 pF 
typ 0,6 pF 

Temps d'établissement à la montée (3) 
IF=16mA; VCC=5V;RL=1 kil. ton max 20 IJ.S 

Ic=2mA;Vcc=5V; RL=100il. ton typ 3 IJ.S 

Temps de retard à la descente (3) 
1 F = 16 mA; V CC = 5 V; R L = 1 kil . toff max 50 IJ.S 

IC =2 mA; VCC =5 V; RL=100 il . toff typ 3 IJ.S 

* En impulsions 
1 - 2 - 3 - Voir note correspondante page 4. 
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NOTES: 

(1) Cette mesure est faite en appliquant la tension de service de 500 V continu entre les deux 
connexions de diode court-circuitées et le phototransistor polarisé avec V CC = 1 0 V suivant 
le schéma ci-<lessous : 

+Vcc 

Fig. 2 

(2) Cette mesure est faite, les connexions de diode court-circuitées et les connexions de 
transistor court-circuitées, en appliquant pendant 1 minute, 1500 V (continu). 

(3) Circuit de mesure et définition des temps de retard à la montée et à la descente. 

"U VI +Vcc 

o 1 

Vo 
Vo 

0 

ton toff 

Fig. 3 Fig. 4 
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FI LE D'ESSAIS (cahier des charges CNETI 

ESSAIS 

Détecteur Tension de 
saturation 

Photo Transfert 
coupleur 

- Sous groupe 02 -

ESSAIS 

Emetteur Tension directe 
Courant inverse 

Tension de 
claquage collec-

Détecteur teur-émetteur 

Courant 
résiduel 

Tension de 
saturation 

Photo- Rapport de 
coupleur transfert 

Résistance 
d'isolement 

* : En impulsions 
{j :';;;;2% 
durée: ';;;;300 JJ.S. 

Paragr. 
de réf. 

Paragr. 
de réf. 

P 1101 
P 1103 

P 124 

P 104/s 

P 5104 

P 5105 

P 5106 

Conditions Symboles de mesure 

IF =50 mA} 
IC=10 mA VCE sat* 

IF =10 mA 
VCE=O,4V 7=IC/IF 

Conditions Symboles 
de mesure 

IV=20 mA VF 
R=3V IR 

IC =10 mA* V(BRICEO 

VCE=10V ICEO 

IF =50 mA*} VCE sat 
IC =10 mA* 

IF =10 mA} T= IC/IF 
VCE =0,4 V 

IF =2 mA } 
VCE =5 V 

7=1 C/IF 

VI-O =100 V RI-O 
tension continue 

SL 5500 - Page 5 

Limites Unités min max 

0,4 

40 300 % 

limites Unités min max 

1,5 V 
10 jJ.A 

30 V 

50 nA 

0,4 V 

0,4 3 

0,3 2,3 

1 Gn 
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- Sous groupe 03 -

ESSAIS 
Paragr. Conditions Symboles 

Limites Unités 
de réf. de mesure min max 

Rapport de P 161 IC=4 mA ~ 
transfert du h21E 200 1200 
courant en VCE =0,4 V 
émetteur 
commun 

Tension de P 126 IC=10j.lA V(BR) CBO 70 V 
claquage collec-

teur base 

Détecteur Tension de P 127 lE =10 j.lA V(BR) EBO 7 V 
claquage 

émetteur base 

Courant résiduel P 106 VCB= 30 V ICBO 50 nA 
collect. base 

Tension de P 127 IE=10j.lA V(BR) ECO 7 V 
claquage émet- bis 
teur collecteur 

Tension de P 5101 VI-O 1500 V 
tenue entrée 

Photo- sortie 
coupleur 

Capacité P 5102 sous OV CI-O 1,3 pF 
entrée/sortie 

Temps de P 5103 IF =16 mA ton 20 j.lS 
commutation R", =1000n toff 50 j.lS 

CC=5V 
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- Sous groupe 04 -

Tamb =70oC Conditions d'essai 
Sanctions : Identiques à celles du sous groupe 02, sauf en ce qui concerne ICED : 

essai P 104/S 

- Groupe 1 

Conditions d'essai 
VRT: méthode Al 

V VCE =10 V 
Tamb =70oC 
ICEO max: 500 nA 

Chaleur humide accélérée C 1502 
Conditions de fonctionnement: néant 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 

Groupe 2 

Traction x 5 N 
Poussée = 1 N selon épreuve 6B 

- Groupe 4 

Conditions d'essai: stockage 
Sanctions: identiques à celles du sous-groupe 02 

- Groupe 5 

Essai de la diode E 1701-1 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 sauf en ce qui concerne la mesure du rapport 

de transfert IC/lF, se reporter à la spécification (1701 - 1). 
Essai du transistor E 1701-2 
Conditions d'essais: essai a : VCE =20 V; lB =0 mA 

essai b : , 
VCE =15 V; IC =10 mA à Tamb =25°C 

7 
Santions : identiques à celles du sous-groupe 02, avec en plus: - ;;;;. 0,75 dans les 2 condi-
tions de mesure. 70 

- Groupe6 

Vieillissement à chaud sous tension de travail: E 1703 
Tamb =70oC 
Durée: 1000 heures 
VI-O=500 V 
Polarité positive côté diode photo émissive 
Sanctions identiques à celles du Groupe 02. 
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Variation du transfert à 1 F == 10 mA et V!t,E == 0.4 V en fonction de fa durée 
d'utilisation à 1 F == 100 mA et T amb == 25 C. 

""" 50% 

r-- - - -1--1- 95% -- r-_ .-

durée (hl 

Fig. 12 

Variation du transfert à IF == 1 0 mA et VCE ==0,4\1 en fonction de la durée 
d'utilisation à IF ==50 mA; Tamb == 85°C. 

50% 
... - -- -- - 95% -- - - -

durée (h) 

Fig. 13 
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photocoupleur 

SL 5501 

Mai 1982 

Photocoupleur coplanaire de la famille CNX 35/36 en boîtier DI L - 6 broches SOT 95 8, cons­
titué d'une diode électroluminescente émettant dans l'infrarouge et d'un phototransistor NPN 
au silicium. 

Il se caractérise par un transfert de courant élevé, une faible tension de saturation, une large 
dynamique de fonctionnement en courant, un isolement galvanique parfait tant en alternatif 
qu'en continu. 

Sa technologie nouvelle lui confère une meilleure fiabilité et des performances compatibles 
avec des environnements difficiles des secteurs industriels et professionnels. 

Le SL5501 est particulièrement sélectionné suivant le cahier des charges du CNET pour répondre 
parfaitement à toutes les applications téléphoniques et télégraphiques. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Classe V; Catégorie climatique; (5°C, 70°C; 56 j) 864 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) VCEO max 

Courant direct de la diode en continu .. 

Rapport de transfert en courant continu 
IF =6 mA; VCE =0,5 V ....... . 

Courant de fuite sous tension de travail de 
500 Ven continu; VCC =10 V; Tj =25°C. 

Tension d'isolement entrée-sortie. 

Température de jonction .... 

DONNEES MECANIQUES 

SOITiER SOT 90 S (F124/T0116) 

fi 
" 1· 
"1 
"1 al , ;;:. -.-

----- 7,62mox 

- l 
5,08 
max 

jO.51 
i min. --=- f---
+0.76 3,9 

3,1 

~' . ; .j$10.25@1 

_l,27.~_I_, 
max 

--/ :. 
0° - 15° 

-Im] 

Fig. 1 

T 

max 

min 
max 

max 

max 

max 

30 V 

60 mA 

23 % 
400 % 

200 nA 

1500 V 

125 Oc 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues salon publication cel 134)_ 

Tensions 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VR 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) VCEO 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert). VCBO 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) VECO 

Tension d'isolement entrée/sortie* . . VI-O 

Courants 

Courant direct en continu* 

Courant direct (valeur crdte) t p = 1 l'S; Il =0,3* 

Courant collecteur en continu. 

Puissanca (T 8mb = 25°C) 

Puissanca totale dissipée de la diode*. 

Puissance totale dissipée du phototansistor*. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 

IF 

IFRM 

IC 

10 s max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tsld 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-air-ambiant (diode) ..... 

Jonction-air ambiant (phototransistorl. 
Rth j-a 

Rth j-a 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

3 

30 

70 
7 

1,5 

60 

3 

100 

100 

150 

-55 à + 150 

max 125 

max 

max 

max 

260 

750 
500 

v 
V 

V 

V 

kV 

mA 

A 

mA 

mW 
mW 

K/W 

KW 

* Valeurs limites pour les essais d'endurance spécifications CNET, paragraphes STC 968-
3521/2, FP2- P 1/4 éd. 1. 
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CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraira 

Diode 

Tension directe (IF =20 mA) , VF max 1,3 V 

courant inverse (VR = 3 V) , IR max 10 J.l.A 

Phototransistor 

Tension de claquage émetteur-collecteur (IC = 1 0 mA) * V(BR)CEO min 30 V 

Tension de claquage collecteur-base (IC = 1 0 J.l.A), , , , V(BR)CBO min 70 V 

Tension de claquage émetteur-collecteur (lE = 10 J.l.A) , V(BR)ECO min 7 V 

Courants d'obscurité 
VCE =10 V, , , , , , , , , , , , , , , ICEO max 50 nA 
VCB =30 V, , , , , , , , , , ,', , , , ICBO max 50 nA 

Gain statique (lC =4 mA; VCE =0,4 V). h21E min 200 
max 1200 

Photocoupleur 

Rapport de transfert en courant continu 
IF =6 mA; VCE =0,5 V-, T min 23 % 

max 400 % 

1 F = 2 mA; V CE = 5 V , , T min 15 % 

Courant de blocage collecteur (OOC <Tamb <70°C) 
VF =0,8 V; VCE =15 V, , , , , , , , , ICEl max 15 J.l.A 
IF =2 mA; VCE =0,4 V, , , , , , , , , , , , , ICE2 max 150 J.l.A 

Tension da saturation collecteur-émetteur 
IF =6 mA; IC = 1 mA Itp =300 J.l.S; 6 =0,02). VCEsat max 0,4 V 

Courant de fuite sous tension de travail 500 V continu 
VCC =10 V (1); Tj =25°C .... ICEW max 200 nA 

Tj =70oC .............. ICEW max 100 J.l.A 

Tension d'isolement entrée-sortie (2), , , , , , , , , , , VI-O min 1500 V 

Résistance d'isolement entrée-sortie à VI-O =± 1000 V. RI-O min 10 Gn 

Capacité de couplage entreée-sortie (V= 0; f = 1 MHz) CI-O max 1,3 pF 
typ 0.6 pF 

Temps d'établissement à la montée (3) 

IF =10 mA; VCC =5 V; RL =1 kn , ton max 20 J.l.S 
1 C = 2 mA; V CC = 5 V; R L = 1 00 n , ton typ 3 J.l.S 

Temps de retard à la descente (3) 

IF=16mA;Vcc=5V;RL=1 kn, toff max 50 J.l.S 
IC =2 mA; VCC=5 V; RL=100 n, toff typ 3 J.l.S 

* En impulsion 
0,2),3) Voir notes correspondantes en page 4, 
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NOTES: 

(1) Cette mesure est faite en appliquant la tension de service de 500 V continu entre les deux 
connexions de diode court-circuitées et le phototransistor polarisée avec VCC = 10 V 
suivant le schéma ci-dessous: 

+Vcc 

Fig. 2 

(2) Cette mesure est faite, les connexions de diode court-circuitées et les connexions de tran­
sistor court-circuitées, en appliquant pendant 1 minute, 1500 V (continu\. 

(3) Circuit de mesure et définition des temps de retard à la montée et à la descente. 

VI +Vcc 

~~ vo 
Vo 

0 

ton toff 

Fig. 3 Fig. 4 
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FI LE D'ESSAISlcahier des charges CNET) 

ESSAIS 

Détecteur Tension de 
saturation 

Photo- Transfert 
coupleur 

- Sous groupe 02 -

ESSAIS 

Emetteur Tension directe 
Courant inverse 

Tension de 
claquage collec-

Détecteur te ur-émetteur 

Courant 
résiduel 

Tension de 
saturation 

Photo- Rapport de 
coupleur transfert 

Résistance 
d'isolement 

*: En impulsions 
6: ~2% 
Durée: ";'300 jJ.S. 

Paragr. Conditions 
de réf. de mesure 

IF = 6 mA} 
Ic=10mA 

IF=6mA 
VCE =0,5 V 

Paragr. Conditions 
de réf. de mesure 

P 1101 IF =20 mA 
P 1103 VR=3V 

P 124 Ic=10mA* 

P 104/s VCE =10 V 

P 5104 IF =6mA*} 
IC=1 mA* 

P 5105 
'F=6mA i VCE =0,5V 

IF =2 mA 
VCE =5 V 

P 5106 VI-O =100 V 
tension continue 

Symboles Limites Unités min max 

VCE sat* 0,4 V 

T=lC/IF 23 400 % 

Symboles Limites 
Unités min max 

VF 1,3 V 
IR 10 jJ.A 

VIBR)CEO 30 V 

ICEO 50 nA 

VCE sat 0,4 V 

T=lC/ IF 0,23 4 

T=IC/IF 0,15 

RI-O 10 Gn 
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- Sous groupe 03 -

ESSAIS Paragr. Conditions Symboles Limites Unités de réf. de mesure min max 

Rapport de P 161 IC=4 mA } 
transfert du h21E 200 1200 
courant en VCE =0,4 V 
émetteur 
commun 

Tension de P 126 IC=10/lA V(BR)CBO 70 V 
claquage collec-

teur base 

Détecteur Tension de P 127 lE =10/lA V(BR) EBO 7 V 
claquage 

émetteur base 

Courant résiduel P 106 VCB =30 V ICBO 50 nA 
collect. base 

Tension de P 127 lE =10 /lA V(BR) ECO 7 V 
claquage bis 
émetteur-
collecteur 

Tension de P 5101 VI-O 1500 V 
tenue entrée 

Photo- sortie 
coupleur 

Capacité P5102 sous OV CI-O 1,3 pF 
entrée/sortie 

Temps de P5103 IF =16 mA ton 20 ILS 
commutation RL =1000n toff 50 ILS 

VCC=5 V 
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- Sous groupe 04 -

Tamb=700C Conditions d'essai 
Sanctions Identiques à celles du sous groupe 02, sauf en ce qui concerne ICEO 

essai P 104/8 

- Groupe 1 

Conditions d'essai 
VRT : méthode A1 

VCE =10 V 
Tamb =70oC 
ICEO max: 500 nA 

Chaleur humide accélérée C 1502 
Conditions de fonctionnement: néant 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 

Groupe 2 

Traction = 5 N 
Poussée = 1 N selon épreuve 6B 

- Groupe 4 

Conditions d'essai: stockage 
Sanctions: identiques à celles du sous-groupe 02 

- Groupe 5 

Essai de la diode E 1701-1 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 sauf en ce qui concerne la mesure du rapport 

de transfert IC/IF, se reporter à la spécification (E - 1701 - 1) 
Essai du transistor E 1701-2 
Conditions d'essais : essai a : VCE =20 V; IC =0 mA 

essai b : . 
VCE =15 V; IC=10 mA à Tamb=25°C 

Sanctions: identiques à celles du sous-groupe 02, avec en plus.!:.- ;;;. 0,75 dans les 2 
conditions de mesure. • T 0 

- Groupe6 

Vieillissement à chaud sous tension de travail: E 1703 
Tamb =70o C 
Durée: 1000 heures 
VI-O =500 V 
Polarité positive côté diode photo émissive 
Sanctions identiques à celles du Groupe 02. 
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Variation du transfert à IF = 10 mA et VCE =0,4 V en fonction de la durée 
d'utilisation à 1 F =50 mA; Tamb = 85°C. 

50% -- - - -
:---r-

95% --
t-

durée (h) 

Fig. 12 

Variation du transfert à 1 F = 1 0 mA et V~E = 0,4 Ven fonction de la durée 
d'utilisation à 1 F = 100 mA et Tamb = 25 C. 

- 50% 

--- - - - - - -- 95% 
--r-_ -

Fig. 13 durée (hl 
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photocoupleur 

SL 5502 R 

Mai 1982 

Photocoupleur de la famille CNX 21 en boîtier FO 84 (Variante 4) constitué d'une diode 
électroluminescente émettant dans l'infrarouge et d'un phototransistor NPN au silicium. 

Il se caractérise par un transfert de courant élevé, une faible tension de saturation, une large 
dynamique de fonctionnement en courant, un isolement galvanique parfait tant en alternatif 
qu'en continu. 

Sa technologie nouvelle lui confère une meilleure fiabilité et des performances compatibles 
avec des environnements difficiles des secteurs industriels et professionnels. 

Le SL5502R est particulièrement sélectionné suivant le cahier des charges du CNET pour 
répondre parfaitement à toutes les applications téléphoniques et télégraphiques. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Classe V; Catégorie climatique; (5°C, 70°C; 56 il 864 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) V CEO max 

Courant direct de la diode en continu .. 

Rapport de transfert en courant continu 
IF = 10 mA; VCE =0,5 V ...... . 

Courant de fuite sous tension de travai 1 de 
10 kVen continu;Vcc=10 V;Tj =25°C. 

Tension d'isolement entrée-sortie. 

Température de jonction .... 

DONNEES MECANIQUES 

SOITiER FO 84 (Variante 4) 

1 L-______ .L~, H 

il 1: 
. Œ ]'1 

~o-"",~15,2,.-__ f 

Fig. 1 

IF max 

T min 
typ 
max 

ICEW max 

VI-O max 

Tj max 

32 V 

50 mA 

25 % 
50 % 

300 % 

200 nA 

10 kV 

125 Oc 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension inverse . . . . . . . . . . . . . . .. 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Tension d'isolement entrée/sortie* . 

Courants 

Courant direct en continu* ........... . 

Courant direct (valeur crête) t p = 1 /-IS; ô= 0,3* 

Courant collecteur en continu. 

Puissance (T amb = 25°C) 

Puissance totale dissipée de la diode*. 

Puissance totale dissipée du phototansistor*. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
10 s max ...................... . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-air-ambiant (diode) ..... 

Jonction-air ambiant (phototransistor). 

VR 
VCEO 
VCBO 
VECO 
VI-O 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

3 

32 

70 
5 

10 

50 
1,5 

100 

120 

130 

-55 à + 150 

max 125 

max 

max 

max 

260 

000 

570 

v 
V 

V 

V 

kV 

mA 

A 

mA 

mW 
mW 

K/W 

K/W 

Valeurs limites pour les essais d'endurance spécifications CNET, paragraphes STC 968· 
3521/2,FP2-P1/4éd.1. 
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CARACTER ISTIQUES 

Diode 

Tension directe (1 F = 50 mA) . 

Courant inverse (VR =3 V) . 

Phototransistor 

Tension de claquage émetteur-collecteur (IC = 1 mA) * 
Tension de claquage collecteur-base (IC = 1 0 jlA), ... 

Tension de claquage émetteur-collecteur (lE = 1 0 jlA) . 

Courants d'obscurité 

VCE =20 V . 
VCB =30 V . 

Photocoupleur 

Rapport de transfert en courant continu 
IF =10 mA; VCE =0,5 V- ...... . 

IF =2 mA; VCE =5 V .............. . 

Tension da saturation collecteur-émetteur 
IF=10 mA;IC=1 mA Itp =300 jlS; Il =0,02) 

Courant de fuite sous tension de travail de 10 kV (1) 
VCC =10 V (1); Tj =25°C ............. . 

Tj =70oC ............. . 

Tension d'isolement entrée-sortie de crête répétitive (2). 

Résistance d'isolement entrée-sortie à VI-O =± 1000 V. 

Capacité de couplage entreée-sortie (V =0; f = 1 MHz) 

Temps d'établissement à la montée (3) 
IF =10 mA; VCC =10 V; RL =1 kil 

Temps de retard à la descente (3) 
IF=10mA;Vcc=10V;RL=1 kil 

* En impulsions avec tp ';;;300 IlS; Il ';;;2 %. 
1) 2) 3) Voir notes correspondantes en page 4. 
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Tj = 25°C sauf indication contraire 

VF max 

IR max 

V(BR)CEO min 

V(BR)CBO min 

V(BR)ECO min 

ICEO 
ICBO 

l' 

l' 

VCEsat 

ICEW 
ICEW 

VI-O 

RI-O 

CI-O 

ton 

toff 

max 
max 

min 
typ 
max 
min 

max 

max 
max 

min 

min 

max 

max 

max 

1,6 V 

10 jlA 

32 V 

70 V 

5 V 

100 nA 
50 nA 

25 % 
50 % 

300 % 
20 % 

0,3 V 

200 nA 
100 jlA 

10 kV 

1 Til 

0,5 pF 

25 jlS 

25 jlS 
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NOTES: 

(1) Cette mesure est faite en appliquant la tension de service de 10 kV continu entre les deux 
connexions de diode court-circuitées et le phototransistor polarisé avec V CC = 10 V suivant 
le schéma ci-dessous. 

+Vcc 

10 kV continu 

Fig. 2 

(2) Cette mesure est faite, les connexions de diode court-circuitées et les connexions de tran­
sistor court-circuitées, en appliquant 10 kV en impulsions répétitives. 

(3) Circuit de mesure et définition des temps de retard à la montée et à la descente. 

VI +Vcc V:U 
VO 

Vo 

0 

Fig. 3 Fig. 4 
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FI LE D:ESSAIS(cahier des charges CNET) 

ESSAIS 

Détecteur Tension de 
saturation 

Photo Transfert 
coupleur 

- Sous groupe 02 -

Essais 

Emetteur 
Tension directe 
Courant inverse 

Tension de 
claquage collec-

Détecteur teur-émetteur 

Courant 
résiduel 

Tension 
de saturation 

Photo- Rapport de 
coupleur transfert 

Résistance 
d'isolement 

, : En impulsions 
0: ';;;2% 
Durée: ,;;; 300 ilS, 

Paragr. Conditions 
de réf. de mesure 

IF =10 mA} 
IC = 1 mA 

IF =10 mA 
VCE =0,5 V 

Paragr. Conditions 
de réf. de mesure 

P 1101 IF =50 mA 
P 1103 VR =3V 

P 124 IC =1 mA' 

P 104/s VCE =10 V 

P 5104 IF =10 mA'} 
IC =1 mA' 

P 5105 IF =10 mA } 
VCE =0,5 V 

IF =2 mA } 
VCE =5 V 

P 5106 VI-O =1000 V 
HR =40 % 

Symboles Limites Unités 
min max 

V CE satO 0,3 V 

T=IC/IF 25 300 % 

Symboles Limites 
Unités 

VF 1,6 V 
IR 10 IlA 

V(BR)CEO' 32 V 

ICEO 100 nA 

VCE satO 0,3 V 

T='IC/IF 0,25 3 

T=ICIIF 0,20 

RI-O 1 Tf! 
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- Sous groupe 03 -

ESSAIS Paragr. Conditions Symboles Limites Unités 
de réf. de mesure min max 

Détecteur Tension de 
claquage P 

émetteur- 127 bis IC =10ILA V(BR)ECO 5 V 
collecteur 

Photo- Capacité P 
coupleur entrées/sorties 5102 Sous OV CI-O 0,5 pF 

Temps de P V 2 =10 V ton 25 ILS 
commutation 5103 R2 =1 kil 

toff 25 
IF =10 mA ILS 
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- Sous groupe 04 -

Tamb =70o C Conditions d'essai 
Sanctions Identiques à celles du sous groupe 02, sauf en ce qui concerne ICEO 

VCE =10 V 

- Groupe 1 

Conditions d'essai 
V RT : méthode A 1 

Tamb =70oC 
1 CEO max : 500 nA 

Chaleur humide accélérée C 1502 
Conditions de fonctionnement: néant 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 

Groupe 2 

Traction = 5 N 
Poussée= 
Tension de surcharge accidentelle: P51 00; VIOSM = 1 0 kV; 10 impulsions 
Sanctions identiques à celles du sous-groupe 02 

- Groupe 4 

Conditions d'essai: stockage 
Sanctions: identiques à celles du sous-groupe 02 

- Groupe 5 

Essai de la diode E 1701-1 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 sauf en ce qui concerne la mesure du rapport 

de transfert IC/IF, se reporter à la spécification (E - 1701 - 1) 
Essai du transistor E 1701-2 
Conditions d'essais : essaia:VCE=20V;IS=0 

essai b : durée 1000 heures 
VCE =10 V; IC =13 mA à Tamb =25°C 

Sanctions: identiques à celles du sous-groupe 02, avec en plus: _T_ ;;:. 0,75 dans les 2 
conditions de mesure. T 0 

- Groupe 6 (15 unités en essai) 

Vieillissement à chaud sous tension de travail: E 1703 
Tamb =70oC 
Durée: 1000 heures 
VI-O =2500 V 
Polarité positive côté diode photo émissive 
Sanctions identiques à celles du Groupe 02. 

SL 5501 - Page 7 
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photocoupleur 

SL 5504 

Mai 1982 

Photocoupleur coplanaire de la famille CNX 38 en boîtier DIL - 6 broches SOT 90 B, cons­
titué d'une diode électroluminescente émettant dans l'infrarouge et d'un phototransistor NPN 
au silicium. 

Il se caractérise par une tension collecteur et un transfert de courant élevés, une faible tension 
de saturation, une large dynamique de fonctionnement en courant, un isolement galvanique 
parfait tant en alternatif qu'en continu. 

Sa technologie nouvelle lui confère une meilleure fiabilité et des performances compatibles 
avec des environnements difficiles des secteurs industriels et professionnels. 

Le SL5504 est particulièrement sélectionné suivant le cahier des charges du CNET pour répondre 
parfaitement à toutes les applications téléphoniques et télégraphiques, notamment sous des 
tensions d'alimentation de 48 V. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Classe V; Catégorie climatique; (5°C, 70°C; 56 il 864 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Courant direct de la diode en continu .. 

Rapport de transfert en courant contin u 
IF =6 mA; VCE =0,4 V ....... . 

Courant de fuite sous tension de travail de 
500 Ven continu; VCC = 1 0 V; Tj = 25°C. 

Tension d'isolement entrée-sortie. 

Température de jonction .... 

DONNEES MECANIQUES 

BOITIER SOT 90 B (F124/T0116) 

" '0 

~: 0::, 
~ 

3.9 
3.1 

t 

7,62max 

• 
5.08 
maX 

jO.51 

8,3 max 

0°,,": 1 5°~ lTIIJ 
Fig. 1 

max 

max 

r min 
max 

max 

max 

max 

80 V 

60 mA 

23 % 
400 % 

200 nA 

1500 V 

125 Oc 

Dimensions en mm 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Oimites absolues selon publication CEl 134). 

Tensions 

Tension inverse 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . 

Tension émetteur-collecteur (base ouverte) 

Tension d'isolement entrée/sortie* . 

Courants 

Courant direct en continu* 

Courant direct (valeur crête) t p = 1 ,",s; Il =0,3* 

Courant collecteur en continu. 

Puissance (T amb = 25°C) 

Puissance totale dissipée de la diode*. 
Puissance totale dissipée du phototansistor*. 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

Température de soudage au niveau du plan de siège 
10 s max .............. . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-air-ambiant (diode) ..... 

Jonction-air ambiant (phototransistor). 

VR 

VCEO 

VCBO 

VECO 

VI-O 

Tstg 

Tj 

Tsld 

Rth j-a 

Rth j-a 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 
max 

3 

80 

120 

7 

1,5 

60 

3 

100 

100 
150 

-55à + 150 

max 125 

max 

max 

max 

260 

750 

500 

v 
V 

V 

V 

kV 

mA 

A 

mA 

mW 
mW 

K/W 

KW 

Valeurs limites pour les essais d'endurance spécifications CNET, paragraphes STC 968-
3521/2, FP2-P 1/4 éd. 1. 
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CARACTER ISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Diode 

Tension directe (IF =20 mA) . 

Courant inverse (VR =3 V) 

Phototransistor 

Tension de claquage émetteur-collecteur (lc = 1 0 mA) * 

Tension de claquage collecteur-base (IC = 1 0 J1.A) .... 

Tension de claquage émetteur-collecteur (lE =10 J1.A). 

Courants d'obscurité 
VCE =10 V .............. . 
VCB=30V .............. . 

Gain statique (lc =4 mA; VCE =0,4 V). 

Photocoupleur 

Rapport de transfert en courant continu 
IF =6 mA; VCE =0,4 V-. 

1 F = 2 mA; V CE = 5 V . 

Tension da saturation collecteur-émetteur 
IF =6 mA; IC =1 mA (t p =300 J1.S; fi =0,02). 

Courant de fuite sous tension de travail 500 V continu 
VCC =10 V (1); Tj =25°C 

Tj =70oC 
.. 

Tension d'isolement entrée-sortie (2). 

Résistance d'isolement entrée-sortie à VI-O =± 1000 V_ 

Capacité de couplage entreée-sortie (V =0; f = 1 MHz) 

Temps d'établissement à la montée (3) 
IF =10 mA; VCC =5 V; RL =1 kn . 

Temps de retard à la descente (3) 

IF =16 mA; VCC =5 V; RL =1 kn . 

VF max 

IR max 

V(BR)CEO min 

V(BR)CBO min 

V(BR)ECO min 

ICEO max 

ICBO max 

h21E min 
max 

T min 
max 

T min 

VCEsat max 

ICEW max 

ICEW max 

VI-O min 

RI-O min 

CI-O max 
typ 

ton max 

toft max 

* En impulsions avec tp ~300 J1.S; fi ~2 % 
1) Voir figure 2 - 2) Voir note 2 - 3) Voir figures 3 et 4_ 

1,3 V 

10 J1.A 

80 V 

120 V 

7 V 

50 nA 
50 nA 

200 
1200 

23 % 
400 % 

15 % 

0,4 V 

200 nA 
100 J1.A 

1500 V 

1 Gn 

1,3 pF 
0,6 pF 

50 J1.S 

150 J1.S 
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NOTES: 

(1) Cette mesure est faite en appliquant la tension de service de 500 V continu entre les deux 
connexions de diode court-circuitées et le phototransistor polarisé avec V CC = 10 V suivant 
le schéma ci-dessous. 

+VCC 

Fig.2 

(2) Cette mesure est faite, les connexions de diode court-circuitées et les connexions de tran­
sistor court-circuitées, en appliquant pendant 1 minute, 1500 V (continu). 

(3) Circuit de mesure et définition des temps de retard à la montée et à la descente. 

lJ vI +VCC 

o 1 

Va 
Vo 

0 

ton toff 

Fig.3 Fig.4 
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FI LE D'ESSAIS (cahier des charges CNET) 

ESSAIS 

Détecteur Tension de 
saturation 

Photo Transfert 
coupleur 

- Sous groupe 02 -

ESSAIS 

Emetteur Tension directe 
Courant inverse 

Tension de 
claquage collec-

Détecteur te ur-émetteur 

Courant 
résiduel 

Tension de 
saturation 

Photo- Rapport de 
coupleur transfert 

Résistance 
d'isolement 

*: En impulsions 
0; ';:;;;2% 
Durée; ';:;;;300 p.s. 

Paragr. Conditions 
de réf. de mesure 

IF =6 mA} 
IC=l mA 

IF =6 mA 
VCE =0,4 V 

Paragr. Conditions 
de réf. de mesure 

P 1101 IF =20 mA 
P 1103 VR =3V 

P 124 IC =10 mA* 

P 104/s VCE =50 V 

P 5104 IF=6mA*} 
IC=l mA* 

P 5105 
'F=6mA f VCE =0,4 V 

IF =2 mA 
VCE =5 V 

P 5106 VI_O=100V 
tension continue 

Symboles Limites Unités min max 

VCE sat* 0,4 V 

T=ICIIF 23 400 % 

Symboles Limites Unités 
min max 

VF 1,3 V 
IR 10 p.A 

V(BR)CEO 80 V 

ICEO 50 nA 

VCE sat 0,4 V 

r= IC/IF 23 400 % 

T=IC/IF 15 % 

RI-O 1 Gn 
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- Sous groupe 03 -

ESSAIS Paragr. Conditions Symboles Limites Unités de réf. de mesure min max 

Rapport de P 161 IC=4 mA } 
transfert du h21 E* 200 1200 
courant en VCE =0,4 V 
émetteur 
commun 

Tension de P 126 IC·=10 J.l.A V(BR)CBO 120 V 
claquage collec-

teur base 

Détecteur Tension de P 127 lE =10 J.l.A V(BR)EBO 7 V 
claquage 

émetteur base 

Courant résiduel P106 VCB =30 V ICBO 50 nA 
collect. base 

Tension de P 127 lE =10 J.l.A V(BR)ECO 7 V 
claquage émet- bis 
teur collecteur 

Tension de P 5101 VI-O 1500 V 
tenue entrée 

Photo- sortie 
coupleur 

Capacité P5102 sous OV CI-O 1,3 pF 
entrée/sortie 

Temps de P 5103 IF =16 mA ton 50 J.l.S 
commutation RL = 1 ODOn toff 150 J.l.S 

VCC=5 V 

* h 'e 21E = _ peut être mesuré en montage émetteur commun ou base commune. 
lb 
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- Sous groupe 04 -

Tamb=700C Conditions d'essai 
Sanctions Identiques à celles du sous groupe 02, sauf en ce qui concerne ICEO : 

essai P 104/S 

- Groupe 1 

Conditions d'essai 
V RT : méthode A 1 

VCE =50 V 
Tamb =70oC 
ICEO max: 500 nA 

Chaleur humide accélérée C 1502 
Conditions de fonctionnement: néant 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 

Groupe 2 

Traction = 5 N 
Poussée = 1 N selon épreuve 6B 

- Groupe 4 

Conditions d'essai: stockage 
Sanctions: identiques à celles du sous-groupe 02 

- Groupe 5 

Essai de la diode E 1701-1 
Sanctions: identiques à celles du sous groupe 02 sauf en ce qui concerne la mesure du rapport 

de transfert IC/lF, se reporter à la spécification (E - 1701 - 1) 
Essai du transistor E 1701-2 (15 unités en essaj) 
Conditions d'essais : essai a VCE =50 V; lB =0 

essai b : durée 1000 heures 
VCE =15 V; IC =10 mA à Tamb =25°C 

Sanctions: identiques à celles du sous-groupe 02, avec en plus: 
conditions de mesure. 

- Groupe 6 

Vieillissement à chaud sous tension de travail: E 1703 
Tamb=70oC 
Durée: 1000 heures 
VI_O=500 V 
Polarité positive côté diode photo émissive 
Sanctions identiques à celles du Groupe 02. 

;;;;. 0,75 dans les 2 
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documentation provisoire 

photodiode PJ.N. 
pour fibres optiques 

BPF24 

Mai 1982 

Photodiode P.I.N. en boîtier hermétique FO-l0l (T0-46 à microlentillel sensible dans le 
proche infrarouge. 

Le cristal est isolé électriquement du boîtier. 

Elle est spécialement destinée à la réception dans les transmissions par fibres optiques, sur 
courtes et moyennes distances, dans les applications militaires et industrielles. Elle est optimisée 
pour être couplée avec une fibre optique de diamètre de cœur de 200 l'm. 

La BPF 24 doit être utilisée avec l'émetteur CQF 24. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu. 

Courant d'obscurité 
VR=10V ....... . 

Température de jonction .. 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 

Sensibilité 
VR =10 V; À=830 nm 

Angle de mi-sensibilité ... 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER TO-46 avec optique spécifique 

1.16 max 

-ci 
-+1 

Fig. 1 

+0,05 
11 Sur cette longueur de boîtier l/>=4.7 - 0,1 

ln. 

VR 

IR 

Tj 

Àp 

S 
(J 

4,7 max 

max 50 V 

max 0,8 nA 

max 150 Oc 
typ 750 nm 

typ 0,4 A/W 

typ ±15 ° 

Dimensions en mm 

12,7 min 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limitas absolues salon publication CEl 1341 

Tansion 

Tension inverse continue. 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ";;250 C 

Températures 

Température de jonction .. 

Température de fonctionnement 

Température de stockage ........ . 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance ••......... 

Ptot 

Tj 

Tf 

Tstg 

Rth j-a 

max 50 

max 300 

max 150 

-55à+125 

-65à+150 

400 

V 

mW 

Oc 
Oc 
Oc 

K/W 

CARACTERISTIQUES Tj = 25°C sauf indication contraire 

Courant d'obscurité 

VR=10V .... •••••• 0 ••••••••••• IR max 0,8 nA 

Sensibilité 
VR::;:: 10 V; À=830 nm ...... , ..... S min 0,3 A/W 

typ 0.4 A/W 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. Àp typ 750 nm 

Capacité diode 
VR=10V ....... .. , ........ , ....... Cd typ 2 pF 

max 3 pF 

Temps de commutation 
temps de montée 
VR =10 V, RL=50 .11 •• tr max ns 

temps de décroissance 
VR =10 V; RL=50 .11 ••••• tf max ns 

Courant d'éclairement 
couplage avec fibre (voir fig. 21 
VR =10 V; À=830 nm; I/>e =100J.lW .. ........ IR(L) typ 25 IJ,A 

fibre optique BPF24 
NA=O,2;l/>c=200/J.m ~ 

] ~=O.7mm 

Fig. 2 
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IR 
(nA) 

0,.1 

0,01 

° 

.-
V 

i/ 
/ 

20 
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Val. typ 
Tamb=25°C 

::;::;;; 

40 60 

Fig. 3 
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IR 
(nA) 

100 

10 

80 

60 

40 

20 

Val. typo 

o 25 

Val.typ 
VR =10 V 
Tamb=25° C 

300 500 

530 

700 

Fig. 5 

50 

900 À (nm) 

75 

Fig. 4 

C 
(pF) 

10 

\ 
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100 

'" i'-r--r-. 

VR = 50 V 
30V 
10 V 

Val. typ 
f = 1 MHz 
Tamb=25 

10 

Fig. 6 

Oc 
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75 

50 

25 
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/ 

7 
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./ 
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150 

/ 

1/ 
V 

r7 
c/ 

1/ 

=8 

V 
7 

V 
1 

17 

II 
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7 ...., 

-.;; 

'\ 

'" 1\. 
r-... 

1\. 

'\ 
<Pc =200 fJm 1\. 
NA=0,2 r. 

.2 

Fig. 7 

v r-.... 
V "" 

17 '\ 

=p-+~<pc = 200 ~ 

50 

NA=0,2 

o 
Fig. 8 

50 

r\ 

Z(mm) 

'\ 
r-.. 

\ 
1\ 

" 1\ 
f\ 

100 x (fJm) 
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documentation provisoire 

photodiode P.I.N. 
au silicium 

à fibre optique 
BPW44 

Mai 1982 

Photodiode P .I.N. au silicium, en boîtier FO-68B (TO-46 avec barreau oPtique). sensible dans le 
proche infrarouge; la fibre optique à saut d'indice a un diamètre de cœur de 200 /.Lm et une 
ouverture numérique de 0,17. 

La BPW 44 est destinée à la réception dans la transmission par fibres optiques, associée à 
l'émetteur COX 63 A. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu. 

Courant inverse d'obscurité 
VR=10V .. 

Température de jonction .. 

Sensibilité 
VR=10V; À=830 nm. 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER F0-68 B avec fibre optique 

VR 

IR 

Tj 

S 

Àp 

(/l3,17 

j,som"i ~" T 

h~ _8,45 __ 
Il 8,40 

~20min 11,8_ 
11.3 

max 

max 

max 

min 

typ 

50 V 

250 pA 

100 Oc 

0,4 A/W 

830 nm 

Dimensions en mm 

, 051 

t max 

1· .. -----31,8min ------i.~1-12.7min 

Fig. 1 

1 anode 
2 non connecté 
3 cathode 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Uimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. .. · . · ... . .. . . · . VR max 50 V 

Puissance 

Puissance totale dissipée (Tamb ':;;;25°C). ... · .... Ptot max 300 mW 

Températures 

Température de stockage .. · ... · . . .. · .. · . Tstg - 40 à + 100 Oc 
Température de jonction. ... · . . . . . . · .. · . Tj max 100 Oc 
Température de soudage à 1 ,5 mm min du plan de siège 

tsld .:;;; 10 s . .. · . · . · . . .. . . · . Tsld max 260 Oc 

CARACTERISTIQUES Tj =25°C 

Courant inverse d'obscurité 
VR =10 V. .. · . · ... . . . IR max 250 pA 

Courant sous éclailiement 
Ee = 1 mW/cm; VR = 10 V; À=830 nm IR(L) min 75 nA 

typ 100 nA 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. Àp typ 830 nm 
Capacité diode à f = 1 MHz 

VR=10V .. .. · . · . · ...... . . Cd typ 2 pF 
max 3 pF 

Puissance équivalant au bruit 
À =830 nm; f=1000Hz . . . · .. .. . . · . P.E.B. typ 20 fW/Hz -112 

Temps de commutation avec RA = 50 on 
temps de montée. · . tr max ns 
te mps de d écro issan ce .. . . . . tf max ns 

Données optiques de fibre 
ouverture numérique. NA typ 0,17 
diamètre de cœur. .. c/>c typ 200 J.lm 
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photodiode P.I.N. 
au silicium 

à fibre optique 
-·Fa--

BPW45 
documentation provisoire 

Mai 1982 

Photodiode P.I.N. au silicium, en boîtier FO·68 (TO-46 avec barreau optique), sensible dans le 
proche infrarouge; la fibre optique à saut d'indice a un diamètre de cœur de 600 J.tm et une 
ouverture numérique de 0,57. 

La BPW 45 est destinée à la réception dans la transmission par fibres optiques, associée à 
l'émetteur COX 61 A. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse en continu. 

Courant inverse d'obscurité 
VR=10V ...... . 

Température de jonction .. . 

Sensibilité 
VR=10V; À=830nm. 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER FO-S8 B avec fibre optique 

2 

0,15 ... 

o --8,45_8,05-' 

4,65 

1 

t 

_5,8-. 
max _11,8_ 

11,3 
Plan de référence ... 

Fig. 1 

VR max 

IR max 

Tj max 

S min 

Àp typ 

12,7min-

50 V 

2 nA 

100 Oc 

0,4 A/W 

830 nm 

Dimensions en mm 

1 anode 
2 non connectée 
3 cathode 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. 

Puissance 

Puissance totale dissipée (Tamb "::;;250 C). 

Températures 

Température de stockage 

Température de jonction. . . • .. . .....•.•.. 

Température de soudage à 1,5 mm min du plan de siège 
tsld ,,::;; 1 0 s. . . . • . . . .. . .......•... 

CARACTER ISTIOUES 

Courant inverse d'obscurité 
VR=10V ....... . 

Courant sous éclairement 
Ee=1 mW/cm2 ; VR=10V; À=830nm 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 

Capacité diode à f = 1 MHz 
VR=10V. . ..... 

Puissance équivalant au bruit 
830 nm; 1000 Hz; 1 Hz. 

Temps de commutation avec RA = 50 il 
temps de montée . . .. ..... . 
temps de décroissance 

Données optiques de fibre 
ouverture numérique. 
diamètre de cœur ..... 

536 

max 50 

Ptot max 300 

T stg - 40 à + 100 

Tj max 100 

Tsld max 260 

Àp 

P.E.B. 

NA 

<Pc 

max 2 

min 0,75 
typ 1 

typ 830 

typ 
max 

typ 

max 
max 

8 
20 

70 

typ 0,57 
typ 600 

v 

mW 

nA 

nm 

pF 
pF 

fW/Hz -112 

ns 
ns 



diode électroluminescente 
pour fibres optiques 

documentation provisoire 

-,F'--
CQF24 

Mai 1982 

Diode électroluminescente au GaAI As en boîtier hermétique FO-l0l (TO-46 à microlentille) 
émettant dans l'infrarouge. 

Le cristal est isolé électriquement du boîtier. 

Elle est spécialement destinée à l'émission pour transmissions par fibres optiques sur courtes 
et moyenne distances dans des applications militaires et industrielles, et optimisée pour être 
couplêe avec une fibre optique de diamètre de cœur de 200 /-Lm. 

La CQF24 doit être utilisée avec le récepteur BPF24. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension Inverse continue .. 

Courant direct en continu. 

Puissance totale dissipée. 

Intensité énergétique 
IF =100 mA ...... 

Température de jonction. 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Angle de mi·intensité ...... 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER TO-46 avec optique spécifique. 

0' 
-+1 

Ln. 

Fig. 1 

+0,05 
1/ Sur cette longueur de boîtier !fJ=4,7 - 0,1 

VR 

IF 

Ptot 

le 

Tj 

Àp 
() 

4,7 max 

max 3 V 

max 100 mA 

max 250 mW 

min 8 mW/sr 

max 150 Oc 
typ 830 nm 

typ ±10 ° 

Dimensions en mm 

12,7 min 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse continue. 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 10 !lS; ô =0,1 

Puissance 

Puissance totale dissipée sur circuit imprimé 
Tamb ~250C ............... . 

Températures 

Température de jonction. 

Température de fonctionnement 

Température de stockage ..... 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance sur circuit imprimé. 

Jonction-boîtier ............. . 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =100 mA. 

Courant inverse 
VR =3 V .. 

Puissance énergétique injectée dans la fibre 
couplage optimal* 
diamètre de cœur 200 !lm, NA =0,2 
IF =100 mA ....................... . 

Intensité énergétique 
IF =100 mA .... 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur de spectre à mi-intensité .. 

Temps commutation à 1 F = 100 mA 

temps de montée ... 

temps de décroissance 

VR 

IF 

IFRM 

Ptot 

Tj 

Tf 

Tstg 

Rth j-a 

Rth j-c 

max 3 

max 100 

max 300 

max 250 

max 150 

-55 à +125 

-65à+150 

typ 
max 

typ 
max 

400 
500 

100 
150 

V 

mA 

mA 

mW 

Oc 
Oc 
Oc 

K/W 
K/W 

K/W 
K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 2,2 V 
max 2,5 V 

IR max 100 !lA 

if>e min 200 !lW 
typ 400 !lW 

le min 5 mW/sr 
typ 8 mW/sr 

Àp typ 830 nm 

!:,À typ 40 nm 

tr typ 10 ns 
max 15 ns 

tf typ 10 ns 
max 15 ns 

* Le couplage optimal est obtenu par déplacement de la diode dans un plan perpendiculaire 
à l'axe de la fibre, selon deux directions orthogonales, puis parallèlement à l'axe de la fibre, 
jusqu'à obtenir dans la fibre la puissance énergétique maximale. 
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IF 
(mA) 

100 

80 

60 

40 

20 

2,25 
VF 
(V) 

2 

1,75 

1,5 

Val. typ 
Tamb =25OC 

o 

.1 1 1 
Val. typo 

1 

...... 

-
1,25 

-80 -40 

2 

Fig. 2 

-t--

1-- -t--

"-- -r--

o 

-t--

IFRM 
(mA) 

200 

100 

o 

r-

-. --

r-r-.-

40 

Fig.4 

--Fi-- COF 24· Page 3 

Val. typ 
t p = lO f.Ls 
/j =0,1 

2 

Fig. 3 

IF =100 mA - 1---1- -r-

50 mA --. - --

5mA r-- r-I...... 
80 120 
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le 
(mW/sr) Val. typ 

Tamb =25°e 

le 
(%) 

150 

100 

50 

/ 

o 
-50 

540 

V 
lL 

/ 

o 

1/ 
/ 

f 

10 

Fig. 5 

Val. typo 

50 

Fig. 7 

le 
(mW/sr 

10 

) 

Ptot 
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1/ 
V 

/ 
/ 

Val. max 

50 

/ 
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Fig. 6 
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diode laser 

CQl10A 
documentation provisoire 

Mai 1982 

Dispositif constitué d'une diode laser et d'une photodiode PIN en boîtier métallique hermé­
tique SOT 148. 
La jonction laser se caractérise par une très grande précision en positionnement; elle est réali­
sée en double hétérojonction fonctionnant en mode transverse simple sur toute la gamme de 
puissance (0 à 5 mW). 
La photodiode se caractérise par un temps de réponse ultrarapide et peut être utilisée en détec­
teur de signaux pour lecture ou en senseur de régulation du niveau de puissance énergétique 
du laser. 
Le dispositif est destiné à toutes applications de lecture telles que restitution de données. 
lecture de disque audio-vidéo. mémoires optiques. systèmes de sécurité •.... 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant de seuil à Th = 60°C .... 
Puissance énergétique de sortie 

IF = Ith + 15 mA; Th ~60oC 
Longueur d'onde du pic d·émission. 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER SOT 148 

-7.6max-

410 t~_-+l __ ~_ l J 
_~41~25-12*,5~~~1I~~~.~~~ ______ ~ l ma6• "i ' 2.48 ,min ---.J 

typ 

typ 
typ 

t f + 1 l-:r~v l 
Plan de référence t t t --T--'t 

57 5.1 1-' 1-1.1 + Plan de siè 
6,7 m'in min 1.0 
min t 2' 
+ Lt -==~=t~3U 

1) Position du cristal laser par J~51 ~ 
rapport au plan de siège. ~ 

2) Tolérance de positionnement 
des conducteurs dans une 
zone comprise entre 0.55 et 
1.05 mm sous le plan de siège. 

cristal 
laser 

100 

5 
820 

mA 

mW 
nm 

dimensions en mm 

9000 
-8,991-

C6•8maxJ 

L 
ge 

3) Tolérance de positionnement 
du cristal par rapport au 
flasque, 

~.~d;.d. q g V 
o=r:=-r-. 2 1 

--
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VALEUR A NE PAS DEPASSER (photodiode) 

Tension inverse ...... . 

CARACTERISTIQUES 

Courant de seuil à Th = 30°C. 
Th = 60°C . 

Puissance énergétique de sortie 

Puissance énergétique de sortie en continu 
1 F = Ith + 15 mA .......•..... 

Tension directe 
!/Je =5 mW .........•... 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur à mi-intensité ....... . 

Angles de mi-intensité 
perpendiculairement au plan de jonction. 
parallèlement au plan de jonction .. 

Largeur du champ d'émission au miroir 

Astigmatisme .•...........•. 

LASER 

PHOTODIODE 

Tension inverse .... 

Sensibilité lumineuse 
VR=15V .... 

Courant d'obscurité 
VR=15V .... 

Capacité diode à VR =0. 

PHOTODIODE ET LASER 

Température de fond de boîtier 
en fonctionnement continu . 

Température de stockage ..... 

544 

VR max 30 V 

Th = 60°C sauf indication contraire 

Ith typ 70 mA 

Ith typ 100 mA 
max 175 mA 

!/Je max 10 mW 

!/Je typ 5 mW 

VF typ 2,5 V 

Àp typ 820 nm 

& typ 4 nm 

81 typ ±30 ° 
8 Il typ ±17 ° 

typ 6-7 j.Lm 

A typ 15 j.Lm 
max 25 j.Lm 

VR max 30 V 

SL typ 0,5 A/W 

IR max 10 nA 

Cd max 5 pF 

o à 60 

- 55 à +100 



3 
Th = 60°C 

VF 

2 

o 
o 
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100 

_30° -20° _10° 0° 10° 20° 30° 
lX 

Fig. 2 

6 

/fie 
(mW) IR(L) 

(mA) 

4 0,75 

0,5 

/fie 1 
2 

J 
0,25 

J 
1{ 

1 
l...;I 

typ 

1 

1 

o 
200 

o 
o 2,5 

Fig. 3 Fig. 4 

1/ 

1 

Il 

1 VR (Photo-
1 diode) =15V 
1 Th = 60°C 

5 /fie (mW) 7,5 
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PRECAUTIONS D'UTILISATION 

Bien que, du point de vue électrique, les lasers puissent en général supporter aisément d'impor­
tantes surcharges de courant, il faudra cependant éviter les courants transitoires trop importants. 

Du point de vue optique, les lasers sont cependant plus fragiles à cause du flux optique extrê­
mement élevés traversant chaque faces sous l'effet de faibles surcharge de courant. Cette densité 
peut atteindre jusqu'à 100 MW/cm2, même pour des impulsions de l'ordre de la nanoseconde. 

Attention : 
Les lasers, à l'arséniure de gallium dopé aluminium, émettent des radiations invisibles pour 
l'œil humain; Elles n'en sont pas moins dangereuses pour la vue et peuvent lui causer de graves 
dommages. Il est donc impérativement recommandé de ne jamais fixer l'intérieur du dispositif 
en fonctionnement, à travers le collimateur. 

Le dispositif répond aux normes internationnales de sécurité classe 3 B. 

DV --~------~----~--~----~--~ 

1 
~70jJF~ 
125 VI 

BZX 79 
-C6VIl 

560l! 

- 9 V --4----------'1(. 

100 

nF T 
1 

Fig. 5 
Circuit de commande conseillé 

* Réglable sur 10 tours; La position zéro correspond à 0,58 tour. Chaque tour fournit un 
courant diode de contrOle de 500 ~. 
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diode électroluminescente 
pour transmissions 

par fibre optique 
documentation provisoire 

CQX61A 

Mai 1982 

Diode électroluminescente, hétérojonction, au GaAIAs en boftier T0-46, couplée à un barreau 
optique de diamètre de cœur 200 j.lm et d'ouverture numérique 0,57. 

La diode émet dans le proche infrarouge à 830 nm. 

Le cristal est isolé électriquement du boîtier. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VR max 

Co.urant direct en continu. . . . • . . . . • . . • . .. IF max 

Puissance totale dissipée à T amb ~ 25°C . . . • • .. Ptot max 

Intensité énergétique dans l'axe 
IF=100mA .............••....... le typ 

Puissance couplée dans une fibre 
IF =100 mA. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pfibre typ 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . .. Tj max 

Longueur d'onde du pic d'émission. . . . . . . . . .. Àp typ 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER TO-46 avec barreau 

3,17 
3,12 4,65 

8,45_~ .. J ' 
1--__ 11,8_ 

11,3 
Plan de référence 

Fig. 1 

5 V 

100 mA 

220 mW 

750 j.lW!sr 

45 j.lW 

125 Oc 
830 nm 

Dimensions en mm 

1 anode 
2 anode 
3 cathode 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER lIimiteubsolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse en continu. 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
tp=10~; 6=0,1 .... 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ~250C 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance (sur circuit imprimé). 

Jonction-boîtier ......• 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =100 mA .•. 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

1 ntensité énergétique dans l'axe 
IF =100 mA .....•.••.• 

Puissance couplée dans une fibre 
IF =100 mA ......•..• 

Puissance totale rayonnée en sortie de barreau 
IF=100mA ..••.•.••••••• 

Longueur d'onde du pic d'émission .• 

L. rgeur du spectre à mi-intensité ..• 

. ·emps de commutation è 1 F = 100 mA 

Temps de montée 
tp=O,l~; f=100 kHz •..........•..•. 

Temps de décroissance 
t p =O,l#lS; f =100 kHz ..•..•..•....••. 

548 

IFRM 

Ptot 

Tstg 

Tj 

Rth j·a 

Rth j-c 

max 5 

max 100 

max 300 

max 200 

- 40 à +100 

125 

400 

50 

V 

mA 

mA 

mW 

Oc 
Oc 

K/W 

K/W 

T amb = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 1,8 V 
max 2,2 V 

IR max 100 #lA 

le typ 750 #lW/sr 
typ 1000 #lW/sr 

Pfibre min 45 IJW 
typ 60 #lW 

P min 0,8 mW 
typ 1,2 mW 

Xp typ 830 nm 

!:J.X typ 40 nm 

tr typ 10 ns 
max 15 ns 

tf typ 10 ns 
max 15 ns 



diode électroluminescente 
pour transmissions 

par fibre optique 
documentation provisoire 

-=F'--
CQXS3A 

Mai 1982 

Diode électroluminescente, hétérojonction, au GaAIAs en boîtier TO-46, couplée à un élément 
de fibre optique silice/silicone de diamètre de cœur 200 )lm et d'ouverture numérique 0,2_ 

La diode émet dans le proche infrarouge à 830 nm. 

Le cristal est isolé électriquement du boîtier. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse .................. . 

Courant direct en continu ......... . 

Puissance tot~le dissipée à Tamb "25°C . 

Intensité énergétique dans l'axe 
IF =100 mA .......... . 

Puissance couplée dans une fibre 
IF=100mA .......... . 

Température de jonction .......... . 

Lo.ngueur d'onde du pic d'émission .... . 

DONNEES MECANIQUES 
BOITI ER TO-46 avec fibre silice 

Pfibre 

Tj 

Àp 

0 3•17 

~ ~"a 
1 anode 
2 anode 

~( 8.45 __ 
~ 8.40 

-20min 11.8 
11.3 

max 

max 

max 

typ 

typ 

max 

typ 

5 V 

100 mA 

220 mW 

650 )lW/sr 

60 )lW 

125 Oc 
830 nm 

Dimensions en mm 

3 cathode 1""0------31.8 min ----•• 1-12.7min 

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER llimites absolues selon publication CEl 1341 

Tension 

Tension inverse en continu. 

Courants 

Courant direct en continu. 

Courant direct (valeur crête) 
t p = 1 0 !lS; ô = 0,1 ..... 

Puissance 

Puissance totale dissipée à Tamb ';;;;250 C 

Températures 

Température de stockage. 

Température de jonction. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-ambiance (sur circuit imprimé) . 

Jonction-boîtier ...... . 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 
IF =100 mA .. 

Courant inverse 
VR =5 V ... 

Intensité énergétique dans "axe 
IF =100 mA .......... . 

Puissance couplée dans une fibre 
IF =100 mA .....•..... 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur du spectre à mi-intensité .. 

Temps de commutation li IF =100 mA 

Temps de montée 
t p =0,1 !lS; f =100 kHz ............... . 

Temps de décroissance 
t p =O,1 !lS; f =100 kHz ...•........•... 

550 

VR max 5 V 

IF max 100 mA 

IFRM max 300 mA 

Ptot max 200 mW 

Tstg - 40 à +100 Oc 
Tj 125 Oc 

Rth j-a 400 K/W 

Rth j-c 50 K/W 

T amb = 25°C sauf indication contraire 

VF typ 1,8 V 
max 2,2 V 

IR max 100 !lA 

le typ 650 !lW/sr 

Pfibre typ 60 !lW 

Àp typ 830 nm 

D.À typ 40 nm 

tr typ 10 ns 
max 15 ns 

tf typ 10 ns 
max 15 ns 



photodiode à avalanche 
au silicium 

documentation provisoire 

-=F'--
368 BPY 

Mai 1982 

Photodiode à avalanche, en boîtier TO-18 modifié, muni d'un élément de fibre optique à 
gradient d'indice couplé à un barreau de verre à saut d'indice, émettant dans le proche infra 
rouge. 

Elie se caractérise par un rendement quantique élevé, un faible niveau de bruit, un temps de 
réponse rapide. 

Elle est destinée aux applications dans les transmissions par fibres optiques tant en détection 
laser, qu'en mesures à haute sensibilité, mesures de temps de commutation rapide et de temps 
de transit très courts. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse ..... . 

Courant d'obscurité ... . 

Température de jonction. 

Rendement quantique .. 

Sensibilité ........ . 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale. 

Temps de réponse à mi-hauteur. 

VR 

IR 

Tj 

TlÀ 
Se 

Àp 

6.t 

typ 200 V 

typ 5 nA 

max 125 Oc 
typ 90 % 

typ 60 A/W 

typ 800 nm 

typ 0,44 ns 

DONNEES MECANIQUES 
BOITIER TO-18 modifié 

Dimensions en mm 

Anode reliée au boîtier 

--2,5404-

_5,8_ 
max 

n.c. 

- 500l01,8 r-_0_:!-,5 ___ -n 

~O,51 
E=~=i ~= ~~~~~-+max 

11'/ I~ 
:f:~ I·t 1 * R15min 1 1 
111 1 1 ,.J __ 3,0 ."---13,O---~-12,7min-

Fig. 1 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (Iimitesab50luesselon publication CEl 1341 

Courant 

Courant direct en continu •...•.. 

Puisunce 

Puissance totale disSipée à T amb E;;90oC 

Températuras 

Température de stockage 
diode à avalanche avec fibre .. 

Température de jonction. . . . . ..•.•.. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction·ambiance .............. . 

Jonction-boitier. . . ..... 

CARACTERISTIQUES 

Courants d'obscurité 
VR =0,8 V(RT)R; s'Jrfacique .. 

VR =0,8 V(RT)R; volumique ...•....... 

Tension claquage inverse 
IR(s) =1 IJA ......... . 

Tension d'amorçage. . . . . . . . .......... . 

Tension directe 
IF=1 mA ...........•.......... 

Coefficient de température de la tension inverse 
M =100 ....................•.. 

Longueur d'onde du pic de réponse spectrale ... . 

Gamme de facteur multiplicatif ........... . 

Sensibilité 
VR>V(RTIR; À=800 nm; M = 100 ...... . 

Rendement quantigue 
VR>V(RT)R; À=800 nm; ... 

Facteur de bruit effectif 
M E;;120 ...................... . 

Puissance équivalente de bruit 
M =50; 11 =90 %; À=800 nm; IR(v) =20pA; 
keff = 0,02 ..........•.....•.... 

Capacité diode (inclus env. 0,7 pF du boitierl 
VR >V(RT)R .......... ~ ..... . 

Temps de réponse à mi-hauteur 
M =50 à 100; À=800 nm; RL=50.n ... 

552 

Ptot 

Tstg 
Tj 

Rth j-a 

Rth j-c 

max 10 

max 100 

o à 90 
125 

350 

100 

mA 

mW 

K/W 

K/W 

Tj = 25°C sauf indication contraire 

IR(s) typ 5 nA 
max 30 nA 

IR(v) typ 20 pA 

V(8R)R min 165 V 
typ 200 V 
max 245 V 

V(RTIR typ 140 V 

VF typ 600 mV 

dVR/dTamb tyP 0,6 V/K 

Àp typ 800 nm 

M 20à 120 

S typ 60 A/W 

11À typ 90 % 

keff typ 0,02 
max 0,025 

NEP typ 7,6fW/HzJ/2 

Cd typ 1,3 pF 

b,t typ 0,44 ns 



CARACTERISTIQUES OPTIQUES 

Ouverture numérique sur l'axe 

Diamètre de cœur. . . . 

Diamètre de l'enrobage. 

Epaisseur du revêtement primaire. 

Epaisseur du revêtement secondaire 

Coefficient de couplage ...... . 

NOTES 

_-Fi __ 368 BPY - Page 3 

NA 

c/>c 

cf> cid 

I/>coat 

cf>cpl 

Fibre il gradient d'indice 

typ 0,21 
0,20 à 0,22 

typ 50 !lm 
48 à 52 !lm 

typ 125 !lm 
123 à 127 !lm 

typ 5 !lm 

typ 0,9 mm 

min 0,85 

Le rendement de la diode l1a.p.d est égal au produit du rendement quantique 7JÀ et du coef­
ficient de couplage l1cpl. 

Le coefficient de couplage est défini comme le rendement optique de tout l'assemblage, de 
l'extrémité libre à la surface active du cristal. 

Sur demande spéciale le produit peut être livré soit avec un boîtier équipé d'une lentille. Il est 
également possible d'équiper une fibre optique de caractéristiques différentes de celles spéci­
fiées; (ex. Diamètre de cœur 50 !lm, diamètre d'enrobage 100 !lm). 
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Mesure surie cristal 
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100 

s 
(A/Wl 

75 

50 

25 

~ i""oo 

M=100 

Mesure sur le cristal 

typ 

~ 
1'\ , , 

~ 

VR>VIRT)R o 
700 

M 

10 

II 
III 

1 
0,25 

800 900 1000 
À (nml 

Fig. 3 

Mesure sur le cristal' 

1 

VdiodelVM=100 1 

1 
Il 

.,.'" 
1,;. 
"" VdiodelVM = 50 

0,75 VdiodelVM 1,25 

Fig. 5 
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1 = P 
M.lph 

(l'A) 

200 

100 
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100% 

50% 

Mesure sur 
le cristal 
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M= 
150 

100% 
00pt =100 ps 1 1 Mesure sur: 
À=850 nm 

, :Ie cristal 

M =50-100 

100 
typ 

80 

50% 

" 50 ~t.t= 
0,44 ns r-

25 1 

l.I 1\ 
10 

~ l' 1\ 
\ 

o 
t-,.. 

2 4 
Iph (j.IA)atM=1 

0,25 1,75 t (ns) 2,5 

Fig. 6 Fig. 7 

Mesure surlie cristal 

1 ...... 

[lÀ=850 nm typ 

Il M =50 

-7 ns .... 

10% \1 
:'\. 

2% 

20 40 t (ns) 60 

Fig. 8 

555 





diode laser GaAIAs 
double hétérojonction 

documentation provisoire 

-.'i--
375CQY 

Mai 1982 

Diode laser à l'arseniure de gallium dopé aluminium, en boftier SOT-148 équipé d'une fibre 
optique « queue de cochon» en silice de très haute qualité, émettant dans l'infrarouge. 
La diode laser est optiquement couplée par sa face arrière à une photodiode senseur de contrôle 
et régulation, à réponse rapide, et par sa face avant à la fibre optique. 

La 375 CQY est destinée aux communications optiques de haute rapidité sur longue distance 
et les systèmes d'antennes collectives pour la TV. Pour les applications de communication 
à longue distance, le récepteur recommandé est la photodiode à avalanche 368 BPY. 

DONNEES MECANIQUES Di mensions en mm 

BOITIER SOT-148 avec fibre optique silice 

7,3 
4,2 7,1 r l.---_~ 1,8 

L 

1" Plan de siège 

7,7 
10,7 7,3 --1-

140 10,3 
350 min --.... --13:5 

Fig. 1 

--
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LASER 

Le laser double hétérojonction, à bande d'excitation très étroite, fonctionne dans le mode trans­
verse jusque dans la gamme de pleine puissance et dans tous les modes latéraux. Il en résulte une 
plus grande cohérence optique et par là un bruit réduit et la suppression de réactions optiques. 

Il fonctionne à un niveau énergétique de 3 mWen porteuse continue dans la fibre à tempéra­
ture de radiateur relativement élevée (60°C) et une longueur d'onde d'émission (850 nm) 
pour laquelle grâce à la haute qualité de la fibre de silice, l'absorption est minime. 

Tous les lasers ont subi un traitement de formation à un niveau énergétique de sortie de 3 mW 
à une température de radiateur de 60°C. 

CARACTER ISTIQUES 

Courant de seuil 
Th = 30°C . 

Th =60oC .. 

Puissance énergétique en sortie de la fibre 
Th = 60°C ................ . 

Tension directe 

tPe =3 mW. 

Longueur d'onde du pic d'émission. 

Largeur à mi-hauteur .. 

Temps de montée .......... . 

Temps de décroissance ....... . 

Vitesse de dégradation du courant de seuil 
Th =60oC; tPe =3 mW ......... . 

Photodiode 

Tension inverse 

Sensibilité lumineuse à VR = 15 V . 

Courant d'obscurité à VR = 15 V. 

Capacité à VR =0 ......... . 

Fibre optique en silice à gradient d'indice 

Ouverture numérique ....•........ 

tPe 

NA 

Diamètre de cœur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tPc 

Diamètre d'enrobage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tPcld 

Epaisseur du revêtement primaire. . . . . . . . . . . .. tPcoat 

NOTE 

typ 

typ 
max 

typ 
max 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 
max 

max 

typ 

max 

max 

min 
typ 
max 

min 
typ 
max 

min 
typ 
max 

typ 

120 

150 
200 

3 
5 

2,5 

850 

3 

0,5 

0,5 

5 
10 

30 

0,5 

10 

5 

0,20 
0,21 
0,22 

48 
50 
52 

123 
125 
127 

5 

mA 

mA 
mA 

mW 
mW 

V 

nm 

nm 

ns 

ns 

%/kh 
%/kh 

V 

A/W 

nA 

PF 

~m 

~m 

~m 

~m 

~m 

~m 

~m 

Sur demande le produit peut être équipé d'une fibre optique différant des caractéristiques 
spécifiée (ex. diamètre de cœur 50 ~m; diamètre d'enrobage 125 ~m). 
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TEMPERATURES 

Température de fonctionnement en porteuse,. Tf{cw) 0-60 
Température de stockage. Tstg 0-80 

NOTE D'UTILISATION 

Les lasers sont facilement endommageables par des surtensions et/ou des transitoires. Du 
point de vue électrique, ils sont aptes à supporter ces surcharges (plusieurs ampères), mais du 
point de vue optique, une forte densité de flux (10 à 100 MW/cm2) même de durée très courte, 
de l'ordre de la nanoseconde, peut être la cause d'endommagement pouvant aller jusqu'à la 
destruction. 

ATTENTION 

Les lasers au GaAIAs émettent des radiations invisibles pour l'œil humain. E"es n'en sont pas 
moins dommageables pour la vue. En fonctionnement, il est donc expressément recommandé 
de ne jamais fixer soit l'intérieur du dispositif, soit l'extrémité de la fibre. 
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• accessoires 





· accessoires 
pour voyants 0 5, 0 3 ·iiFi" 

RTC 757A 
RTC 7578 

Mai 1982 

Deux types de clips, en matière plastique noire, sont disponibles pour monter les voyants 
réalisés à partir de diodes électroluminescentes sur les faces avants d'appareils ou équipements 
électriques ou électroniques. 

Le R.T.C. 757 A est destiné aux voyants de diamètre cf> 5 

Le R.T.C. 757 B est destiné aux voyants de diamètre cf> 3 

R.T.C. 757 A 

Cet ensemble composé d'un clip et d'une bague permet la fixation des voyants de diamètre 
cf> 5 (SOD 63 = T 1 3/4) sur les panneaux ou face avant de toutes épaisseurs et de toute nature 
(plastique, métallique ... ) 

Clip: Pour les panneaux d'épaisseur maximale de 3.15 mm, un simple perçage au cf>6,5 mm es 
pratiqué; au delà de 3,15 mm, il faut réaliser en plus un détourage cf>;;;' 11 mm. 

Bague: Elle est nécessaire pour maintenir en place le voyant. 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Panneau ou 
face avant 

cf> = 6.5 (±O,05) 
o 

Diamètre du perçage: 6,5 mm (+ 0,05) pour les panneaux ou tôle de face avant d'épaisseur 
jusqu'à 3,15 mm. max. - 0 

Dans le cas de panneaux d'épaisseur supérieure à 3.15 mm, il faut prévoir un détourage, côté 
arrière, pour permettre au clip de s'écarter suffisamment lors de l'introduction du voyant et 
la mise en place de la bague. (Voir verso). 

REMARQUES ET CONSEI LS DE MONT AGE 

Un chanfrein peut être pratiqué en face avant pour faciliter la présentation et le positionnement 
des lèvres du clip ou support de voyant ainsi que l'introduction du clip dans le trou. 
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Pour améliorer les conditions de montage de notre ensemble clip et bague, il est recommandé 
d'utiliser un minimum d'outillage disponible dans tout atelier qui peut être le suivant: 

une clé à douille de diamètre 7 mm pour maintenir du côté de la fece avant le clip lors 
de l'introduction du voyant (par l'arrièrel. Cette dernière opération doit se faire à l'aide 
d'une paire de pinces à becs piets. 

le voyant étant en place dans son clip, on monte la bague du côté arrière et l'enfoncement 
se fait avec une deuxième clé à douille (par ex. cp 8 mml, tout en maintenant cOté avant le 

clip avec la première clé. 

11 Percer 

J cp 6,5 mm 
(+0,05, -01 

21 Mettre en place 1 
le clip 

41 Monter la bague et 
l'enfoncer à force en 
maintenant le clip par 
la face avant. 

R.T.C. 757 B 

AV 
31 Introduire le voyant 

avec une paire de AV 
pinces plates tout 
en maintenant le 
clip par la face 
avant avec une clé 
à douille cf> 7 mm 

AR 

AR 

Cet ensemble est destiné à la fixation des voyants électroluminescents de diamètre 3 mm 
(SOD 53 C = T 1.1 sur les panneaux avants des appareils électriques ou électroniques. 

Clip: Pour monter le clip, il faut d'abord percer un trou de cp 4,4 mm pour des épaisseurs de 
face avant jusqu'à 3,15 mm. Au delà il faut chanfreiner ou détourer côté arrière de sorte que 
le ciip puisse s'ouvrir suffisamment au moment de l'introduction du voyant dans le clip. 

Bague : La bague doit être mise en place sur le clip après que le voyant soit dans le clip et 
enfoncée jusqu'en butée contre la paroi de façon à bien maintenir le voyant, en maintenant 
le clip par la face avant. 

(Les mêmes conseils peuvent être donnés que pour le cp 5 avec des clés adaptéesl. 
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documentation provisoire 

Clip pour barrette 

+0 
78,0 -0,25 t 6,35 ±O,1 x 11 =69,85 ±O,2 

. ,6,35 ±O,1 

RTC907 

Mai 1982 

Ojrnensions en mm 

2,0 ±O,2 

3,0 ± 1,0 
3,0 ±O,15 

..... -- O,6±O,1 
-+--+-- 2,54 

10 +0 
-0,2 

+0 
4,5 -0,25 

567 





bibliographie 





bibliographie 

OPTOELECTRONIQUE 

SEMICONDUCTOR JUNCTION 
OfrrOELECTRONIC DEVICES 
CT .S. Christian) 

ELECTRONIC COMPONENTS 
AND APPLICATIONS 

PHOTOMUL TIPLICATEURS 

TOUTE L'ELECTRONIQUE 
(Editions RADIO) 

: RTC - Réf. 1687 

: Philips - Product Information nO 64 

: Philips - Volume III, nO 2 

: RTC - Réf. 5482-07/1981 

nO 393 - Nov 74 
nO 395 - Jan 75 
nO 406 - Jan 76 

571 







DIVISION MICROELECTRONIQUE 
(RTC ET SIGNETICS) 

Techno logies bipolaires et MOS. 
Circuits logiques et analogiques, mémoires. 
Microprocesseurs, réseau x programmables et prédiffusés. 
Cartes standard. 

DIVISION TUBES PROFESSIONNELS 
ET INDUSTRIELS 

Photomultiplicateurs et détecteurs nucléaires. 
Tubes de prise de vue. 
Tubes d' émission et hyperfréquence. 
Tubes industriel s. 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

Semiconducteurs petits et grands signaux. 
Semiconducteurs de pui ssa nce. 
Semiconducteurs micro-ondes et émission. 
Optoélectronique. 

DIVISION RESISTANCES, 
CONDENSATEURS ET MATERIAUX 

Résista nces fixes et non linéaires, potentiomètres. 
Cond ensateurs électro lytiques, film, céramique, ajustables. 
Ferrites - Quartz et T.ex.o. 
Li gnes è retard . 

DIVISION TUBES 
ET SOUS-ENSEMBLES AUDIO-VIDEO 

Tubes- images noir et blanc et cou leurs. 
Sous-ensem bles aud io-vidéo. 
Haut - parleurs. 
Tubes récepteurs. 

DIVISION MOTEURS - CIRCUITS IMPRIMES 
ET SOUS-ENSEMBLES 

Circuits imprimés. 
Circuits hybrides. 
Sous-ensembles électroniques. 
M oteurs. 
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